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1. Pfedmluva

Katedra mikroelektroniky fakulty elektrotechnické Ceského vysokého uéeni technického v Praze vznikla
v roce 1977 jako logicky odraz rozvoje elektrotechnického primyslu a potfeb vzdélavani v oblasti
mikroelektroniky v Ceskoslovensku, jako sesterska katedra jiz existujici katedry mikroelektroniky v Bratislavé
a pozdéji i v Brné. Odbornym i pedagogickym zamérenim navazala na katedru zaklad( elektroniky, ktera
spolecné s katedrou teorie obvodld ve sdélovaci technice vznikla v roce 1969 rozdélenim katedry
radiotechniky fakulty elektrotechnické v Praze.

V osmdesatych letech byla katedra odborné orientovana predevsim na rozvoj mikroelektronickych
technologii, od zacatku devadesatych let doslo ke zméné technologické orientace do oblasti ndvrhu a
aplikaci integrovanych obvodl, senzor(, mikrosystém(, integrované optoelektroniky a pozdéji
nanotechnologii a nanoelektroniky.

V soucasnosti je Cinnost katedry mikroelektroniky soustfedéna do nékolika hlavnich oblasti —
mikrosystémy, integrované obvody, polovodicova elektronika a optoelektronika. Védecko-vyzkumna i
pedagogicka cinnost katedry je orientovana na elektronické, mikroelektronické a optoelektronické struktury
a soucastky, mikrosystémy, senzory a inteligentni systémy, integrované obvody a to pfedevsim z pohledu
navrhu, modelovani, diagnostiky a vyvoje jejich aplikaci s Sirokym uplatnénim v primyslu nebo jako
hardware podpory informacnich technologii, Zivotniho prostredi a biomedicinskych aplikaci.

Védecko-vyzkumné aktivity katedry nalezi k nejaktualnéjsim oblastem a zajmGm spolecnosti, podporuji
rozvoj profesionalnich znalosti interdisciplindrnich aplikaci v informacnich a telekomunikacénich
technologiich, robotice, biomedicinském inZenyrstvi, automobilové elektronice, multimedidlni a
bezpecnostni technice, méreni, regulaci, fizeni, Zivotnim prostfedi, chemii nebo spotfebni elektronice,
kosmickém prostoru a mnoha dalSich. K hlavnim oblastem zajmu katedry nalezi: Mikrosystémy a
nanosystémy, senzory a inteligentni senzorové systémy, integrované obvody, moderni polovodicové
struktury a soucastky, nanoelektronika a spintronika, optoelektronika a fotonika.

Oblast mikrosystém0 a integrovanych obvodl fesi projekty spojené s navrhovanim, modelovanim,
simulacemi a vyvojem praktickych aplikaci mikrosenzor(, mikroaktuatord a integrovanych obvodd pro
pramysl, biomedicinu, informaéni technologie nebo Zivotni prostiedi. Jedna se predevsim o problematiku
navrhu mikrosenzor(, mikroaktuatort a mikrosystému s aplikacemi MEMS a NEMS (Si, GaAs, AlGaN), navrhu
zakaznickych analogovych a digitalnich integrovanych obvodl s vyuZitim ndvrhového prostfedi CADENCE,
navrhu a diagnostiky elektronickych soucdstek a polovodi¢ovych struktur, systémd pro bezdratovy prenos
senzorovych a aktudtorovych dat a napadjeci energie, senzorovych fidicich systémd, autonomnich
mikronapdjecich zdrojd, inteligentnich senzorovych systém( pro monitorovdni a ochranu Zivotniho
prostiedi, biosystému, bezpecnostnich systém( z hlediska vyuZiti senzorl a aktudtor(, pristupovych
systémd, systéml pro naruseni, ochrany osob, monitorovadni a ochrany Zivotniho prostredi, sbéru
senzorovych dat, aplikace senzorli a aktudtort v inteligentnich budovéch, vyvoje aplikaci pro Fizeni
primyslovych procest s mikroprocesory.

Vyzkum v oblasti polovodicové elektroniky je zaméren na vyvoj a charakterizaci kvantové-rozmérovych
a spintronickych struktur (lasery, RTD diody, kvantové tecky), vyvoj aplikacné specifickych vykonovych
polovodicovych soucastek a na studium a vyuZiti krystalovych poruch v kiemiku. Jedna se predevsim o
profesiondlni navrh plosnych spojli a EMC kompatibilitu v mikroobvodech a systémech, nanotechnologie a
nanoelektronika - aplikace inteligentnich materidld pro realizaci struktur mikro/nanosenzorti a
mikro/nanoaktudatord, modelovani, simulace, vyzkum kvantovych souéastek a nanostruktur, polovodiovych
soucastek a technologickych procesd, diagnostiku defekt(, iontové ozarovani, vykonové soucastky a
integrované obvody apod.

V oblasti optoelektroniky a fotoniky je pozornost zamérena na optické vinovody v substratech ze skla,
dielektrické optické krystaly a vybrané polovodice a zaméruje se i na feseni optickych struktur a soucdstek s
témito vinovody. Pfedmétem zajmu jsou predevsim nové typy optickych vazebnich souéastek, modulatord,
prepinacl a planarnich laser(. Jedna se predevsim o vyvoj integrovanych optoelektronickych mikrosystém
a dalsich soucasti, vyvoj planarnich vinovodi a optoelektronickych struktur pro distribuci optickych signald,
vyvoj optoelektronickych struktur, optoelektronickych obvodi a senzorovych aplikaci.

Na katedie bylo vybudovdno nékolik vyznamnych laboratofi, ke stéZejnim lze zaradit nasledujici
prestizni laboratofe. Laboratof navrhu integrovanych obvodd, senzord a mikrosystémU slouzi pro navrh
integrovanych obvodl, mikrosenzorl, mikroaktuatorl, MEMS a integrovanych optickych mikrosystému.
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laboratof Centra mikrosystémd (CEMIS) se zabyvd navrhem, aplikacnim vyvojem a diagnostikou
mikrosystémU a mikrosenzorl. Laboratof nanoelektroniky a elektroniky polovodic¢i fesi charakterizace
polovodicovych struktur a nanostruktur. Laboratof planarnich a hybridnich optoelektronickych
integrovanych struktur slouZi pro oblast planarni optiky a hybridnich optoelektronickych integrovanych
struktur.

V pedagogické oblasti katedra zajistuje vyuku v bakalafskych, magisterskych a doktorskych studijnich
programech Fakulty elektrotechnické a vybrané piednasky i na jinych fakultaich CVUT. Nabizi programy
celozZivotniho vzdélavani a Skoleni pracovnikl z primyslu. Cilem je vychovédvat prakticky zamérené
odborniky (bakalafe i magistry) se znalosti nejmodernéjsich poznatk( z elektroniky a fotoniky. Katedra
zajistuje vyuku zejména v oblastech teorie a predevsim vyvoje aplikaci elektronickych soucastek,
integrovanych obvod(, senzorl a aktudtorl. Ddle se vyuka zabyvd navrhem a konstrukci elektronickych
systémd s aplikacemi v pfistrojich, navrhem integrovanych obvodid, senzorl a mikrosystémd,
optoelektronikou a fotonikou, nanoelektronikou, nanotechnologiemi a dalSimi aplikacnimi oblastmi
elektroniky. Pedagogické aktivity jsou Uzce spjaty s védecko-vyzkumnymi aktivitami.

Pristrojové i softwarové vybaveni katedry svétovymi standardy umoznuji studentdm ziskavani znalosti
s mozZnosti jejich okamzitého uplatnéni nejenom v Evropé, ale i v celém svété od USA aZ po Singapore.
Vybaveni, odborné znalosti a schopnosti pracovnikl katedry umoZnuji Ucast v evropskych grantech,
spolupraci se zahrani¢nimi primyslovymi firmami nebo védeckymi institucemi celého svéta.

Katedra intenzivné rozviji spolupraci v pedagogické i védecko-vyzkumné oblasti s mnoha vyznamnymi
tuzemskymi a zahrani¢nimi firmami a vyzkumnymi institucemi a univerzitami. Pfikladem mohou byt:
Forschungszentrum Dresden, Rossendorf, Institute of lon Beam Physics and Materials Research, Dresden,
Némecko, TIMA Laboratory, Grenoble, Francie, Institut flr Strukturpolitik und Wirtschaftsférderung GmbH,
Halle, Némecko, Power Electronics and Devices Group, Centre Nacional de Microelectronica, Barcelona,
Spanélsko, Forschungszentrum Telekommunikation Wien Betriebs-GmbH, Rakousko, VDI/VDE-IT, Teltow,
Némecko, Europractice, Escole Centrale, Marseille, Francie, ISEN Toulon, Francie, Bath University, Velka
Britanie, Vienna University of Technology, Rakousko, University of Ulm, Némecko, Alcatel-Thales IlI-V Lab,
Francie, CADENCE San Jose, USA, Texas Institute of Science, Texas, USA, Renesas Technology Europe Ltd.,
UK, Elektrotechnicky Gstav, SAV, Bratislava, Fyzikalni ustav AV CR, Ustav jaderné fyziky AVCR, ASICentrum
a.s. Praha, S3 Group, Praha, ST Microelectronics, Praha, VSCHT, Praha, MFF UK, Praha, katedra fyzikalni
elektroniky CVUT FIFI, a dal$i. Vyznamné jsou pokradujici spoluprace navazujici na tradice zapodaté v roce
1980 s ustavem mikroelektroniky VUT FEKT v Brné a katedrou mikroelektroniky FEI STU v Bratislavé.

Katedra spolupracuje s primyslovymi partnery pfi feSeni otazek zékladniho i aplikovaného vyzkumu.
Mezi hlavni partnery lze zafadit napf: Freescale Semiconductors UK, East Kilbride, UK, Freescale
Semiconducteurs France, Toulouse, Francie, ABB Switzerland, Semiconductors AG, Lenzburg, Svycarsko,
Polovodice a. s. Praha, Magneton a. s., Kroméfiz, CertiCon a.s. Praha, TESLA Sezam a. s., RoZnov pod
Radhostém, Chipinvest, Czechinvest, Chromaspec s.r.o., Aseko s.r.o., Mikrotom s.r.0., Pureceram, s.r.o. a
dalsi.

Pracovnici katedry jsou Uspésni pti ziskavani celé rady tuzemskych i evropskych grantl z oblasti
zakladniho i aplikovaného vyzkumu véetné oblasti vzdélavani. Od roku 1990 se katedra Uspésné zapojila do
feseni mnoha tuzemskych i evropskych grantovych projektl, k vyznamnéjsim zahrani¢nim lze zaradit napf.
nékolik evropskych grantd TEMPUS v letech 1991 — 1999, COPERNICUS (DARTS, SISPAS), NATO, 4. 5. a 6.
ramcovy program EU, 7. rdmcovy program (od 2008) a TEMPUS (od 2008). Z tuzemskych se jedna predevsim
o granty GA CR, GA AV, MSMT, FRVS a té7 interni grantové soutéZe CVUT nebo Vyzkumna centra.

Védecko-vyzkumna i pedagogicka Cinnost je sponzorovana firmami, podékovani v minulosti nalezi
predevsim firmam MentorGraphics, Silvaco, HP Invent, Siecor, Motorola European Semiconductor Group, ze
soucasné doby firmam Cadence, ASICentrum, Freescale Semiconductor, Inc., ABB Switzerland Ltd.

Pracovnici katedry jsou autory mnoha vyznamnych publikaci v mezinarodnich casopisech, knih v
tuzemsku i zahraniéni, fady patentl, odborné prispévky publikuji na nejvyznamnéjsich svétovych
konferencich, jsou ¢leny mnoha tuzemskych i mezindarodnich odbornych organizaci, organizacnich i
védeckych vyborl zahranicnich i tuzemskych konferenci, dalSich organizaci s narodni pGsobnosti ¢i spravnich
organt firem.

V oblasti pedagogické cinnosti se katedra v soucasné dobé podili spolecné s dalSimi Ctyfmi
slaboproudymi katedrami na zajistovani bakalarského oboru Elektronika a sdélovaci technika a dale zajistuje
spolecné s katedrou teorie obvodl magistersky obor Elektronika pro vychovu magistrd (inZenyrd). Od roku
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2009 se bude podilet na vyuce v novém akreditovaném studijnim programu Komunikace, multimédia a
elektronika a to zejména pfi zajistovani bakaladfského oboru Aplikovand elektronika a magisterského oboru
Elektronika.

Od roku 1977 ukoncilo magisterské studium v oboru Mikroelektronika a nasledné oboru Elektronika
vice nez 1000 absolvent( - inZenyrd a déle od roku 1996 ukoncilo bakalarské studium na katedre vice neZ
110 bakaldfi (bakalarské studium existuje pouze nékolik let). Katedra po celou dobu existence zajistuje
vychovu studentd doktorského studia, od roku 1977 obhdjilo doktorsky titul vice nez 51 doktorandll a to
zejména v oborech Elektronika a vakuova technika, Radioelektronika, Mikroelektronika a nasledné od
devadesatych let v oboru Elektronika.

Habilitacni a jmenovaci obory od doby vzniku katedry se vyvijely, obor Mikroelektronika byl nahrazen
oborem Elektronika a nasledné oborem Elektronika a lékafska technika. Od roku 1977 bylo v téchto oborech
jmenovano 5 profesord a 13 docent(.

V roce 2008 pusobi na katedfe 2 profesofi, 1 emeritni profesor, 5 docentd, 11 odbornych asistentd, 2
védecko-vyzkumni pracovnici, 4 technici a administrativni pracovnici a 8 student( doktorského studia oboru
Elektronika. Fotografie pracovnikli a doktorandl z roku 2008 vcetné jejich zafazeni do pracovnich skupin
jsou uvedeny v priloze IV.

Podrobnéjsi informace o vsech aktivitach a oblastech cinnosti katedry, historie i soucasnosti, vybaveni
pfistrojového i prostorového zajisténi, personalniho obsazeni, spolupraci, projektl i studenti-diplomantl a
doktorandd jsou uvedeny v dals$im textu. U pracovniki je v textu pouzivana nejvyse dosazend kvalifikace bez
ohledu na ¢asové zarazeni k popisovanym udalostem.

prof. Ing. Miroslav Husak, CSc.
vedouci katedry mikroelektroniky



2. Kde hledat koteny katedry mikroelektroniky

Ackoliv mikroelektronika se zacala rozvijet od 60. let 20. stoleti, kofeny odborného zaméreni katedry
mulzeme hledat jiz v dobé pred druhou svétovou valkou. Profesorsky sbor Vysoké Skoly strojniho a
elektrotechnického inZenyrstvi se v té dobé zabyval rozvojem technického skolstvi u nas vcetné
elektrotechniky a radiotechniky a na jeho popud vydal ministr Skolstvi a narodni osvéty vynos, jimz se ztidil
od pocatku studijniho roku 1937/38 pti Vysoké skole strojniho a elektrotechnického inZenyrstvi uéebni kurs
pro radiotechniku, ktery mél vychovavat védecky a odborny dorost pro radiotechniku. Ing. Dr. Josef Stransky
byl 1. 10. 1937 jmenovan mimoradnym profesorem Vysoké skoly strojniho a elektrotechnického inzenyrstvi
v Praze s ukolem zajistit vyuku v tomto kurzu a napomahat rozsireni obecnych znalosti o radiotechnice.

Prvni béh dvousemestrového Ucebniho kurzu pro radiotechniku byl zahajen v fijnu 1938 v Ustavu
vysokofrekvencni elektrotechniky, ktery prof. Stransky spolu s vyukovymi a vyzkumnymi laboratofemi pocal
budovat. Program vyuky byl mimoradné dobre promyslen a pfipraven a snesl by i kriticka méritka dnesni
doby. Pokryval celou oblast nové se rozvijejiciho védniho oboru, jeho jednotlivé predméty prednaseli
vyznamni odbornici tehdejsi doby. V ramci kurzu bylo podle publikace vydané v roce 1938 Kuratoriem
uéebniho kursu pro radiotechniku pfi vysoké 8kole strojniho a elektrotechnického inzenyrstvi CVUT [1] v
Praze prednaseno nasledujicich patnact predmétu:

o Zaklady vysokofrekvencni elektrotechniky I. ¢ast
o Zaklady vysokofrekvencni elektrotechnik Il. ¢ast
e Meéfeni z vysokofrekvencni elektrotechniky

e Vybrané stati ze slaboproudé elektrotechniky

e Konstrukce a provoz radioelektrickych vysilacich stanic
e Radioelektrické pfijimace a jejich specidlni lampy
o Radioelektricka zafizeni pro ucely vojenské

o Radioelektricka zafizeni pro Gcely letecké

e Theorie elektronek

e Konstrukce a vyroba elektronek

e Vybrané stati z akustiky

e Zesilovaci a reprodukéni technika

e Obrazova telegrafie a televise

o Vysokofrekvencni lIékafské pristroje

e Pravni ochrana radiotechniky.

Po udélostech 17. listopadu 1939 byly ¢eské vysoké koly uzavieny, véetné Ustavu vysokofrekvenéni
elektrotechniky. Historii a problémy budovani laboratofi pro vyuku radiotechniky po znovuotevieni
vysokych $kol v roce 1945 zaznamendva ve svém vzpominkovém ¢lanku [1] prof. Neumann, pfimy pamétnik
téchto udalosti. Ve svém clanku piSe: “V historické budové staré némecké techniky byly v krdtké dobé
vyprojektovdny a postupné budovdny v té dobé unikdtni laboratore. Jednalo se o specidlni akustickou
tichou” komoru, specidlni Faradayovu kabinu, vysilacovou laborator a dvé velké laboratore vseobecné
elektroniky. “ prof. Stransky byl v roce 1946 jmenovan fadnym profesorem a v roce 1947 byl profesorskym
sborem Vysoké Skoly strojni a elektrotechnické zvolen jejim dékanem. Vyuka radiotechniky a
vysokofrekvencni techniky se tak pocala zdarné rozvijet.

Dalsi vyvoj a rozvoj téchto obori vsak byl poznamendan politickou situaci dané doby. Udalosti a fakta o
tomto obdobi opét nalezneme ve vzpominkovém c¢lanku [1], ze kterého citujeme: “V roce 1950 doslo k
zdsadni reorganizaci CVUT, pfi ni# byla vytvoFena samostatnd Elektrotechnickd fakulta CVUT. PFi tomto
pfelomu odesla vétsina pivodnich uciteli Ustavu radiotechniky (z velké &dsti z politickych ddvodii). Byl pfijat
vétsi pocet mladych asistentd (i nedostudovanych a nezkusenych, viz mdj osobni priklad) aby bylo mozné
zajistit rozsifenou vyuku radiotechniky (cca 300 studentt v rocniku, s rozdélenim radiotechniky do tfi dilcich
oboru — klasické radiotechniky, radiové lokace a vakuové techniky. Nedostacujici technické vybaveni ustavu
bylo v té dobé doplriovano riznymi ,dary” (nejcastéji danajskymi) priimyslovych podnikd, které v podstaté
vibec nezajimalo, co vlastné skola potrebuje. Kromé toho i Ministerstvo skolstvi nabizelo pro katedru tcelové
financni prostredky a trvalo na tom, aby byly ,ucelné” utraceny za pristroje a stroje tuzemské, pripadné
sovétské vyroby, opét za kaZdou cenu a bez ohledu na to, co katedra potrebuje. Rozsireni vyuky bylo
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vyvoldno politickym tlakem ,shora”, protoZe vzhledem ke , spusténi Zelezné opony“ bylo nezbytné uspokojit
nardstajici poZadavky socialistické armady. “

Je nepochybné, Ze pfi vybéru novych pracovnikd pro zajisténi rozsifené vyuky radiotechniky hraly za
dané politické situace svou Ulohu i kadrové profily nové ptijimanych asistentd a jejich politicka spolehlivost.

Na povaéleény vyvoj $koly vzpomina prof. Tysl: ,Cinnost $koly byla po vélce obnovena ve stejném
usporadani jako pred okupaci, tj. elektrotechnika se studovala v ramci Vysoké Skoly strojniho a
elektrotechnického inZenyrstvi. Reformou studia v roce 1974 se na této skole nejprve osamostatiiuje Vysoka
Skola elektrotechnického inZenyrstvi, ktera mda po organizatnich zménach od fijna 1951 nazev
Elektrotechnickd fakulta Ceského vysokého uceni technického v Praze. Organizace studia prodélaval v
pribéhu let neustalé zmény, které mély pti¢iny vniténi i vnéjsi. Mezi vnitfni pfiCiny je moZno zahrnout
predevsim snahu o zvysovani Grovné skoly, pfi které vsak nelze mnohdy opomenout prosazovani osobnich
predstav zvlasté silnych individualit. Vnéjsi pticiny byly dany rdznymi pokyny ministerstva Skolstvi,jejichz
disledkem byly témérF nepretrzité prace celostatnich, tzv. prestavbovych komisi na prestavbé studia“.

Slibny vyvoj vyuky radiotechniky byl vSak nasilné prerusen v roce 1952. Primy pamétnik téchto udalosti
prof. Neumann pie [1]: ,Tento stav vSak netrval dlouho. Ji¢ r. 1952 UV KSC rozhod! zcela zrusit vyuku
radiotechniky pro civilni potfeby a zavést vykonnou specidlni vyuku radiotechniky pro armddu v nové
budované Vojenské akademii v Brné. Prikazem byl prof. Stransky (jako jediny nevojik a nestranik) prevelen
do Brna, aby tam zaved! vyuku vojenské radiotechniky a pomohl pri budovdni a vybavovdni katedry
radiotechniky. Témér vsechno dosavadni movité vybaveni Ustavu radiotechniky muselo byt do Brna
prevezeno” .

Doc. Foit, rovnéz primy pamétnik téchto udalosti ve svych vzpominkach [2] piSe: “Komunistickd vidda v
roce 1952 rozhodla, Ze radiotechnika je pfilis citlivym oborem, neZ aby se mohlo dovolit jeho studium
civilistiim, nad nimiZ nemd vldda dostatecné tésnou kontrolu a veskeré studium radiotechniky (¢ili v dnesnim
slova smyslu elektroniky) se mélo presunout na vojenskou technickou akademii do Brna, vcetné prof.
Stranského. “

Na dal$i vyvoj a osud vyuky radiotechniky vzpomina prof. Neumann [1]: ,Nepatrny zbytek Ustavu
radiotechniky v Praze zustal a byl pfipojen k nové vytvorené Katedre sdélovaci elektrotechniky, kterd byla
soustfedéna do piivodnich prostor Ustavu radiotechniky v Husové ulici. V tomto rdmci v Praze pokracovala
nacerno vyuka radiotechniky pro velmi malou skupinu studentd. Profesor Stransky ziistal vazdn na vyuku z
Cdsti v Praze a do Brna dojizdél jen na pdl tydne. “

Neni znamo, jaka rizika a nebezpeci znamenala za dané politické situace pro ucitele ilegalni vyuka
(,vyuka nacerno”) radiotechniky v Praze. Odvaha téchto uciteld postavit se proti oficidlni politice vlady a
stranického vedeni zabranit civilistdm ve studiu radiotechniky zasluhuje nepochybné obdiv.

Dalsi vyvoj v oblasti vyuky radiotechniky svéd¢i o zfejmé naprosté nekompetentnosti a
nekvalifikovanosti tehdejsiho stranického a statniho vedeni. Vzpominky pamétnikl [2] ndm o tom podavaji
zcela jednoznacny dakaz: ,Provedeni tohoto rozhodnuti (likvidovat civilni radiotechniku — pozn. aut.) jesté
nebylo zdaleka dokonceno, kdyZ se ukdzala jeho nesmysinost a uZ v roce 1953 se opét zacind rozvijet civilni
studium radiotechniky v Praze, stdle od vedenim prof. Stranského”. prof. Neumann vzpomina [1]: ,Ztrdtu
,Civilni“ radiotechniky nesl rozvijejici se primysl i vedeni CVUT pfilis téZce a tak byl v roce 1953 vyddn novy
pfikaz UV KSC: urychlené vybudovat mohutnou civilni radiotechniku, kterd by pro vojenské potreby vytvdrela
vyhovujici technické zdzemi. Opétné vyrazné rozsifeni praZského pracovisté vsak mélo témér jepici Zivot.
Vedeni FEL CVUT se toti# rozhodlo prosadit ndzor (ktery na vyssich mistech, tj. UV KSC uplatnil tehdejsi dékan
prof. Slavik), Ze v té dobé Praha neposkytovala pro tak rozsdahly projekt dostatek mista. Tak bylo rozhodnuto
vybudovat radiotechnickou specializaci v zémku v Podébradech, do kterého ministerstvo skolstvi ptvodné
chtélo umistit lesnickou fakultu. Timto ukolem byl opét povéren pan prof. Stransky”.

Reakce Ministerstva Skolstvi a politického vedeni na hrubé koncepéni chyby v rozvoji vyuky
radiotechniky byla doslova bleskova. Jestlize podle pamétnikd byla v roce 1952 vyuka radiotechniky na
civilnich Skolach zcela likvidovana (kromé vojenské radiotechniky v Brné), v roce 1953 (zfejmé pocatkem
roku) doslo k nazorovému obratu a jiz v zafi 1953 byla v Podébradech oteviena nové zfizend Fakulta
slaboproudé elektrotechniky s celym zazemim: prostory pro laboratofe, prednasky, ubytovani studentd,
menza, administrativni zajisténi chodu skoly. V zafi roku 1954 byla oteviena nové postavena vysokoskolska
kolej, ve které se ubytovavali nové prichozi studenti prvniho ro¢niku. Dékanem nové zfizené fakulty byl
jmenovan RNDr. JindFich Forejt, jeho? zasluhy na vznik nové fakulty CVUT jsou jen tézko docenitelné.



PFi celostatni Upravé specializaci, ucebnich plant a osnov byly pro podébradskou fakultu uréeny
specializace vysokofrekvenéni elektrotechnika, radiolokace a provoz radioelektrickych zafizeni. Proto byla
fakulta pozdéji nazyvana fakultou radiotechniky. Podébradska fakulta méla dvé radiotechnické katedry a to
Katedru obecné radiotechniky — KOR — vedenou doc. Eichlerem a Katedru uzité radiotechniky - KUR —
vedenou doc. Forejtem.

Vyuku specializovanych predmétl na nové vzniklé fakulté zajistovali uditelé prazské Fakulty
elektrotechnické z Prahy, pfipadné vynikajici odbornici z praxe. Pro ucitele bylo postupné zajistovano
ubytovani v nové postavenych domcich a tak béhem nékolika let byla podébradska fakulta plné funkéni,
stabilizovana a velmi oblibend svymi studenty. Do Podébrad presla i c¢ast praiskych studentd
radiotechnického zaméreni.

V roce 1954 byly vypsany prvni konkurzy na mista aspirantll v Praze pod vedenim profesora
Stranského. Obor radiotechnika se pocal Uspésné rozvijet.

Pocatkem Sedesatych let prednasel prof. Forejt nejen v Podébradech ale i ve tfetim rocniku prazské
elektrotechnické fakulty predmét ,Elektronika” (obsahem byly predevsim vlastnosti elektronek a
tranzistord), ktery do Husovy ulice na Ustav radiotechniky jezdili cvicit asistenti z Podébrad. A pravé tento
predmét se svym rozsahem a vyukou pro vsechny slaboproudé specializace stal zakladem katedry, kterd se
po nazvu Katedra zaklad( elektroniky stala v roce 1977 Katedrou mikroelektroniky.

V této dobé pokracovala vystavba novych budov CVUT v Praze — Dejvicich, budov Fakulty strojni a
elektrotechnické. Radiotechnické katedry KUR (Katedra uZité radiotechniky) a KOR (Katedra obecné
radiotechniky) byly v roce 1964 prestéhovany do Prahy a fakulta v Podébradech zacala postupné zanikat. Po
odchodu odbornych kateder zistala v Podébradech jen vyuka zékladnich pfedmétd pro nékteré specializace
a v roce 1983, presné po triceti letech své existence podébradska fakulta zanikla.

Po prestéhovani odbornych kateder z Podébrad do Prahy vznikla v Praze z detasované Katedry obecné
radiotechniky Katedra teoretické radiotechniky pod vedenim profesora, pozdéji akademika, Stranského.
Katedra méla ve $kolnim roce 1968/69 jednoho docenta, dvanact odbornych asistentd a dva asistenty a
jednoho odborného instruktora. NaplIni prednasek zajistovanych katedrou byla teorie elektronickych prvkd,
elektronickych pristrojd a méfeni, teorie elektronickych obvod( a teoreticka radiotechnika.

Logické usporadani ndplné vyuky Katedry teoretické radiotechniky spocivajici ve vyuce teorie a praxe
elektronickych soucastek, jejich aplikaci v elektronickych obvodech, méfeni téchto obvodd a v teoretické
radiotechnice bylo od $kolniho roku 1969/70 pferuseno. Katedra teoretické radiotechniky byla rozdélena
tak, Ze prakticky vSechny aplikacni predméty presly i s jejich uciteli na Katedru teorie obvod( ve sdélovaci
technice pod vedenim doc. Josefa Kvasila, CSc. Vyuka elektronickych soucastek tvofila jedinou napln vyuky
noveé vzniklé — prejmenované Katedry zéklad( elektroniky. Katedru ved| akademik Josef Stransky a tvofilo ji
sedm odbornych asistentl a jeden asistent. Docent na katedfe nebyl Zadny. Napln vyuky katedry uvadi tzv.
Bild kniha [4]. Pro skolni rok 1969/70 uvadi nasledujici program vyuky Katedry zaklad( elektroniky: ,Katedra
zajistuje vyuku v oboru elektroniky v celém rozsahu, jmenovité teorii a uZiti elektronek, polovodi¢ovych
prvk(, a nelineadrnich obvodovych prvkd vibec, mikroelektroniku véetné integrovanych obvodud. V této
oblasti resi i vyzkumné uUkoly (napf. tunelové diody a pod.)” Napln vyuky Katedry zaklad( elektroniky, od
roku 1977 Katedry mikroelektroniky, zlistavala prakticky az do roku 1982 stejna, zmény byly ddny pouze
vyukou novych elektronickych prvka.

V oblasti persondlni byla katedra v roce 1971 posilena pfichodem prof. Ing. Rudolfa Donocika, DrSc.,
vynikajiciho odbornika z praxe, nositele statniho vyznamenani a autora vyznamné knihy o synergetice.
V témze roce se habilitoval a byl jmenovan docentem Ing. Ladislav Pelikan, CSc. ktery se vyrazné zapsal do
historie katedry poradanim neformalnich pedagogickych seminafQ. Ty predevsim po strance metodické
vyznamné prispély ke kvalité vyuky elektronickych soucastek. V roce 1973 se habilitoval Ing. Lubomir Hudec,
CSc., Persondlni obsazeni katedry ani napli vyuky se jinak neménily.

K vyraznym zménam na katedie doslo v roce 1977, kdy se stal novym vedoucim katedry prof. Ing.
Milan Kubat, CSc., pozdéjsi ministr elektrotechnického pramyslu federalni vlady a ¢len UV KSC. S jeho
pfichodem doslo na katedie k radé zmén. Katedra byla pfejmenovéna na Katedru mikroelektroniky. V ramci
jejiho vzniku bylo feseno jeji umisténi a movité vybaveni i personalni zajisténi. Koncepci profesora Kubata
byla vytvofena moderni, silnd a odborné nezavisla Katedra mikroelektroniky a soucasné i studijni obor
Mikroelektronika. Vzhledem k této skutecnosti byla do svazku nové koncipované katedry prevedena z
Katedry fyziky skupina Polovodic¢d v Cele s doc. Ing. J. Kodesem, CSc., doc. Ing. K. Vavtinou, CSc., Ing. A.
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Fyzika pevnych latek pro cely obor Slaboproud (3. roc.) a Elektrotechnologie (4. roc.), tak reSenymi ukoly
studia mikrofyzikalnich parametr( kfemiku. Pfechod pracovnik(l byl projednan prof. Ing. M. Kubatem, DrSc.
s vedoucim katedry fyziky prof. Ing. Kracikem, DrSc. a tehdejSim dékanem prof. Ing. Klimou, CSc. s tim, Ze
zaméreni skupiny pIné vyhovuje a bude vyuZito pro nové vznikly studijni obor Mikroelektronika. (Z
pfedmétu Fyzika pevnych latek vznikl napf. predmét Elektronika materidld 1,1l, pozdéji Specialni
mikroelektronické soucastky Ci Kvantova elektronika apod.). Katedra mikroelektroniky se tak rozsifila o dalsi
nezanedbatelnou oblast.

Ptichod prof. Ing. M. Kubata, DrSc. byl pro katedru pfinosny nejen s hlediska jeho osoby. Prof. Ing. M.
Kubat, DrSc. dlouhodobé externé prednasel na katedre technologie vyznamny predmét Aplikace vykonovych
soucastek, pro ktery napsal vyborna skripta a pozdéji vynikajici monografii, preloZzenou i do anglictiny. Jeho
pfichod tak znamenal i vyrazné odborné rozsireni katedry.

Pod vedenim prof. Ing. M. Kubata, DrSc. dochazi k vyraznym zménam. Od pocatku skolniho roku 1977
se katedra se katedra prejmenovava na Katedru mikroelektroniky, podstatné se méni a rozsifuje napln vyuky
zajistované katedrou. Katedra zajistovala vyuku predmétl: Elektronické prvky, Elektronické a
mikroelektronické prvky, Elektronika v zdkladnim studiu nékolika oborl a déle voborovém studiu
mikroelektronika predméty Elektronika materidl(i, Technologie materiald, PolovodiCové struktury,
Elektronova a iontova technika, Modely elektronickych struktur, Struktury a technologie mikroelektroniky,
Elektronické pfistroje, a v zamérenich predméty Mikroelektronické struktury, Mikroelektronické soustavy,
Speciadlni mikroelektronické soucastky a Optoelektronika. Pro obory radiotechnika a telekomunikacni
technika zajistovala katedra vyuku pfedmétu Mikroelektronika a pro obor radiotechnika pfedmét Kvantova
simulaci a modelovani technologickych procest.

Katedra byla personalné posilena o dalsi pracovniky pro védu a vyzkum, mnohem lépe pfistrojové
vybavena. Byla navazana tésna spoluprace s pramyslem. V roce 1982 byl jmenovan profesorem doc. Ing.
Lubomir Hudec, CSc., ktery v roce 1985 spolu s tfemi pracovniky (doc. V. Myslik, Ing. P. Machéc¢ a Ing. J.
Nahlik) odesel zalo%it Katedru technologie materiali pro elektroniku na VSCHT, jako vedouci této katedry.
V tomto roce prestal na katedfe pUlsobit prof. Ing. R. Donocik, DrSc., ktery odeSel do Némecka. Pratelské
kontakty s nékterymi pracovniky katedry vSak udrZoval aZz do své smrti v roce 2005, pfi ndvstévach
Ceskoslovenska se s nimi rad setkaval.

PouZité literarni zdroje:

[1] Neumann, Pfemek: Vzpominky na naseho pana profesora Dr. Techn. Ing. Josefa Stranského, DrSc.
Bulletin FEL, zvlastni Cislo , zaFi 1999.

[2] Foit, Julius: Katedra mikroelektroniky FEL CVUT Praha — 1937-1964. P¥ispévek pro publikaci [3]

[3] Ceské vysoké ugeni technické v Praze, Fakulta elektrotechnicka. Historie, soucasnost, perspektivy,
Almanach absolvent( fakulty 1918 — 2001. Praha: Libri 2001. Editofi Oldfich Stary a Marcela Efmertova.

[4] Bilda kniha, informacéni publikace vydavand kazdoroc¢né fakultou s programy vyuky, informacemi o
katedrach a jejich personalnim obsazeni.

doc. Ing. Frantisek Vanicek, CSc.
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3. Vedouci katedry a odborné zaméreni

Ak. Dr. Ing. Josef Strdansky, DrSc.
(* 13.2.1900 - + 25. 12. 1983)
Ustav vysokofrekvenéni techniky (1937), Ustav radiotechniky (1945),
katedra teorie elektrotechniky, katedra zékladu elektroniky (1969 - 1972)

prof. Ing. Rudolf Donocik, DrSc. prof. Ing. Milan Kubdt, DrSc.
(*6.5.1917 - t 2005) (* 20. 1. 1927)
Katedra zékladu elektroniky 1972 — 1976 Katedra mikroelektroniky 1977 — 1990

i

doc. Ing. Ivan Adamcik, CSc. prof. Ing. Miroslav Husdk, CSc.
(*31.3.1937, + 1. 8. 1997) (*17.10. 1953)
Katedra mikroelektroniky 1990 — 1997 Katedra mikroelektroniky od 1997

Vyvoje odborného zaméreni katedry
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Ustav vysokofrekvenéni

techniky
1937 - 1939
prof. Stransky

Ustav radiotechniky

1945 — 1964
Ustav teoretické
radioelektroniky
1964 — 1969
prof. Stransky

Katedra zaklada
elektroniky
1969 — 1972
prof. Stransky

Katedra zaklad(
elektroniky
1972 - 1976
prof. Donocik

Katedra
mikroelektroniky
1977 — 1990

prof. Kubat

Katedra
mikroelektroniky
1990 — 1997

doc. Adaméik

Katedra
mikroelektroniky
od 1997

prof. Husak

Vysokofrekvenéni
|ékarskeé pristroje

Vysokofrekvenéni
technika

Audio a televize

Teorie a
konstrukce
elektronek

Radioelektronicka
méfeni

Konstrukce

radioelektronickych|
zafizeni

Radiotechnika Teorie Elektronické prvky| Elektronické
elektrotechniky (vakuové) pristroje
y
Zaklad e
mikroelektr)c;niky EeRbcpe by
y v
Fyzika . Elektronické prvky|
s Zéklady . f
polovozjfcovych mikroelektroniky (vakuo_\fe a Optoelektronika
soucastek polovodicové)
A A4 A4
2 Mikroelektronika B
Fyzik: . . ¢ .
polovgéilésvych I a ViemeE El%t[fg&%ﬁeéparvky Optoelektronika
. mikroelektroniky mikroelektronické mikroelektronika e
soucastek technologie polovodicové)
A 4 A 4 A 4 A4
Fyzika Diagnostika Integrované Elektronické a Integrovand
polovodi¢ovych mikrogleklronik Mikroelektronika obvody mikroelektronické Senzory . toe?ektronika
soucastek Y (navrh) soucastky P
A 4 A A 4 A A 4
Mode[nl n Integrované Elektronické a Integrovapa
polovodicové " . " L Senzory optoelektronika a
Mikrosystémy obvody mikroelektronické . " .
struktury a (névrh a aplikace) e Aktuatory aplikovana
technologie P Y fotonika
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4. Pedagogicka cinnost na katedie mikroelektroniky v obdobi 1977 az 2008

Hleddme-li kofeny pedagogické Cinnosti na katedie mikroelektroniky, musime se ponofit ponékud
hloubéji do minulosti, nez je formalni zacatek existence katedry mikroelektroniky v roce 1977. Podle
dostupnych material( (studijnich pland a vzpominek pamétnikd), které jsou shrnuty v tabulkach, je mozné
chapat jako zaklad resené problematiky na pozdéjsi katedfe mikroelektroniky jednak postgradualni
prednasky iniciované akademikem Stranskym z polovodicové techniky, prednasky prof. Kubata jesté jako
externiho ucitele na katedre elektrotechnologie tykajici se silnoproudych polovodi¢ovych soucastek, jednak
prednasky z fyziky pevnych latek prof. Kodese na katedre fyziky a samoziejmé i prednasky tykajici se zakladt
elektroniky a elektronickych soucastek a kvantové elektroniky jesté na katedre teoretické radioelektroniky a
doc. Foitem vedené prednasky z mikroelektronickych obvodu na katedre zakladu elektroniky.

Na katedre zakladd elektroniky byl pfednasen pro studenty 6. a 7. semestru slaboproudych obor0
predmét Elektronické prvky (EP I. (2+2)kl., EP 1I. (3+3)zk), pro obory ASR, kybernetika a pocitace jednodussi
varianta pfedmétu pod nazvem Zaklady elektroniky ((2+1)zk). Jejich hodinové kapacity se v pribéhu let
ménily stejné jako u dalSich predméta.

V té dobé se katedra zakladU elektroniky starala i o diplomanty specializace Elektronika v ramci oboru
Sdélovaci technika, kde vyucovala predmét Mikroelektronické obvody (pozdéji Mikroelektronika). Pro obor
radioelektronika pak byl pfednasen pfedmét Kvantova elektronika. Pro diferencované studenty v pribéhu
let byly postupné zarazovany predméty: Fyzikalni jevy v polovodicich, Mikrovinné polovodicové prvky,
Mikrovinné obvody, Teorie mikroelektronickych soustav, Elektronika polovodici, Mikroelektronika a
molekularni elektronika.

V roce 1977 se vedoucim katedry mikroelektroniky stal prof. Kubat. S nim pfichazi nejen zména nazvu
katedry na katedru mikroelektroniky, ale i pfestavba studia a konstituovani nového oboru stejného jména.
Postupné dobihd vyuka predmétl pro vyse zminénou specializaci Elektronika. A do prvniho rocniku jsou
pfijimani studenti nového oboru. Projekt mikroelektroniky, jak byla priprava nové vyuky nazyvana, byl
navrzen pro spolupraci kateder mikroelektroniky, teorie obvodi a elektrotechnologie a radioelektroniky.
Vijeho radmci byly vybavovany laboratofe zucastnénych kateder pro zajisténi kvalitni vyuky a
védeckovyzkumné cinnosti modernimi elektronickymi pfistroji, prvnimi stolnimi kalkuldtory, PC i vétSimi
salovymi pocitaci, grafickymi zafizenimi, ale i technologickymi zafizenimi, jako byl iontovy implantator a
difuzni pece. PGvodnim zamérem bylo to, aby si student navrhnul, vyrobil soucastku a proméfil jeji
parametry, a tak se seznamil s touto problematikou. Smyslem bylo to, aby se student na celém procesu
vyvoje a vyroby aktivné podilel a nejen se s nim seznamoval teoreticky.

Vroce 1985 byly zavedeny vramci oboru dvé specializace Mikroelektronika a Mikroelektronické
systémy. V tomto obdobi studovalo obor Mikroelektronika priblizné 60 studentt v jednom rocniku. V roce
1989 planovali dékan a vedouci katedry elektrotechnologie prof. Caha spolecné s prof. Kubatem podle
tehdejsich nejmodernéjsich svétovych trend( vytvoreni technologické linky pro vyrobu polovodi¢ovych
soucastek, aby se tak naplnil ptvodni cil projektu mikroelektroniky: navrh, vyroba a proméreni studentem
navrzené polovodicové soucastky. Uddlosti roku 1989 vsak prace na tomto projektu prerusily.

Vroce 1990 se vedoucim katedry mikroelektroniky stal doc. Adamcik. Zmény v roce 1989 pfrinesly
horecnou praci vSech ¢lenl katedry na Upravé osnov oboru. Na Zadost studentd byly urychlené zavedeny
predméty ekonomického charakteru, které by doplnily studentlim v novém prostiedi znalosti, které nemohli
ziskat pred rokem 1989, a nékteré dalsi napt. v oblasti ovladani a uzivani PC. Zaroven byla zavedena urcita
volitelnost pfedmétd ve 4. a 5. rocniku, jak je mozné vidét z tabulky. Kromé Uprav starych osnov oboru
Mikroelektronika byly pfipravovany i osnovy novych studijnich pland oboru Elektronika pro nékolik
specializaci. Spole¢né s katedrou teorie obvodl a odborniky z praxe byly pfipraveny osnovy pro Ctyfi nova
zaméreni: Aplikovana elektronika, Fyzikalni elektronika, Optoelektronika a Elektronické systémy.

Pfi hledani spravného modelu vyuky na celé fakulté probéhlo nékolik prestaveb, pficemz bylo hledano
optimalni rozdéleni napiné vyuky a od modelu Cisté pétiletého studia inZenyrského, pfes moznost ukoncit
studium po urcitém poctu semestrll jako bakalar, k oddélenému bakalarskému a inZenyrskému studiu, a to
v paralelni i sériové podobé.

Tyto prestavby byly natolik horecné, ze zadna z nich bohuzel nedobéhla nikdy do konce a pfipravovala
se hned dalsi. Jeden ¢as studovali témér v kazdém rocniku studenti s jinymi studijnimi plany. Pfesto mlzeme
konstatovat, Ze koncept studia, ktery byl poloZen v roce 1990, v podstaté zlstal zachovan, prestoze nékteré
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predméty se presouvaly mezi rocniky, nékteré zanikly a jiné vznikly v souvislosti s vyvojem oboru, nebo se
po Case v obménéné podobé zase objevily.

V roce 1990 s otevienim hranic vznikla moZnost vysilat studenty, doktorandy a pedagogy na zahranicni
studijni pobyty, studenty vétsinou na jednoleté, pedagogy na staze od tfi mésict do jednoho roku. V rdmci
programi Tempus a dalSich tak jelo kazdy rok asi deset studentl na pobyty v Oostende, Yorku, Hullu,
Bournemouth. Z téchto pobytd si jak studenti, tak i pedagogové privazeli cenné zkusSenosti. Avsak zdjem
studentl o tuto mozZnost studia v zahranic¢i nebyl takovy, jak jsme ocekavali.

V tomto obdobi katedra kromé predmétl vyuéovanych pro sviij obor zajistovala i fadu predmétl pro
ostatni obory. Pfredevsim se jednalo o povinné predméty Elektronika (v tfetim a posléze druhém semestru
pro vsechny obory) a Elektronické soucastky (v patém a pozdéji ctvrtém semestru pro bakalarsky obor
Elektronika a sdélovaci technika), a dalsi povinné volitelné jako Mikroelektronika, Optoelektronika a
Senzorové systémy.

V roce 1997 dospéli do inZenyrského studia studenti, ktefi méli na vybér z péti zaméreni: Aplikovana
elektronika, Mikroelektronika, Elektronické soucastky, Elektronické systémy a Optoelektronika.

Na zdkladé Boloriské smlouvy o zavedeni tzv. strukturovaného studia, jehoZ zakladnim znakem se stalo
rozélenéni vysokoskolského studia na tii etapy: studium bakalaiské, magisterské a doktorské, CVUT zadalo
pfipravovat nové osnovy. Prvni studenti této formy studia obhajovali svoje diplomové prace ve Skolnim roce
2007/2008. Studenti inZenyrské etapy oboru se prevazné pfipravovali v rdmci bakalafského studijniho oboru
Elektronika a sdélovaci technika, ktery v poslednim obdobi studovalo kolem 200-250 student(. Do
magisterského oboru Elektronika se na tfi specializace Aplikovana elektronika, Elektronické systémy a
Elektronika a optoelektronika ve $kolnim roce 2008/2009 pfihlasilo 35 studentd.

Ve strukturované formé studia kromé zminénych povinnych predmétl Elektronika a Elektronické
soucastky pribyl dalsi povinny predmét Fotonika pro obor Elektronika a sdélovaci technika, ktery vsak
katedra zajistuje spolu s katedrami elektromagnetického pole a radioelektroniky.

V roce 2008 se katedra zucastnila pripravy dalsi studijnich planG s cilem redukce mnozZstvi predmétd,
vyucovanych rdznymi katedrami, které se v mnoha pfipadech od sebe pfilis neliSily. Fakulta si dala za cil tyto
,duplicity” pokud moZno odstranit a strukturu studia zjednodusit.

V listopadu 2008 byl schvalen studijni program komunikace, multimédia a elektronika, ve kterém
katedra mikroelektroniky se podili na zajisténi bakaldfského oboru Aplikovana elektronika a magisterského
oboru Elektronika.

Ing. Lubor Jirasek, CSc.
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4.1 Pfredméty zabezpecované katedrou od roku 1968

Rok ] Katedra Vedouci | Predméty zabezpecované katedrou

63 SD - Zaklady elektroniky(prvky) (2+2)zk, ASR - Zaklady elektroniky (2+1)zk

65 dtto, Kvantova elektronika (2+0) doporucena pro Radioelektroniku

67 [ Teoretické Ak. Stransky Teoretickd radiotechnika, Elektronické pfistroje a méreni, Elektronické prvky (Slabop.), Teorie elektromagnetickych
68 [ radioelektroniky obvodd, Zaklady elektroniky(TK,P) pro PGS ¢tyfsemestrovy kurs - Polovodice v elektrotechnice

69

Teorie obvodd ve
sdélovaci techn.

Ak. Stransky

Zakl. elektroniky

Ak. Stransky

Elektronické prvky (Slabop.)-(3. r. EP I.(2+2)kl., 4. r. EP Il. (3+2)zk), Zaklady elektroniky (ZE)-(TK)-(2+1)zk

70

Teorie obv.ve sd. t.

Doc. Kvasil J.

Zak. elektroniky

Ak. Stransky

EP (Slabop.)-(3.r. EP I.(2+2)kl., 4. r. EP Il. (3+2)zk), ZE (TK)-(2+2)zk

71

Zakl. elektroniky
K316

Ak. Stransky

EP (Slabop.)-(3. r. EP I.(2+2)kl., 4. r. EP Il. (3+3)zk), ZE (TK)-(2+2)zk
zavedeni specializace Elektronika v 5. ro¢niku v ramci oboru SD, Mikroelektronické obvody (MEO)(7+3)

72

Zakl. elektroniky

73

74

75

76

Zakl. elektroniky
K334

Prof. Donocik

pro ostatni obory-Kvantova elektronika (KVE)(4+2)
(pro diferencované studenty v pribéhu let byly postupné zatazovany - Fyzikalni jevy v polovodicich, Mikrovinné
polovodic¢ové prvky, Mikrovinné obvody, Teorie mikroelektronickych soustav, Elektronika polovodic(,
Mikroelektronika a molekularni elektronika)

Fyzika pevnych latek(3+2)(kat.FY 1969-78, kat.ZE78-80)

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Mikroelektroniky
K334

Prof. Kubat

Polovodicova zafizeni silnoprouda (kat elektrotechn. od 72)

Prof. Kubat

Dobéh spec. Elektronika do 1980/1 Postupné zavadéni oboru Mikroelektronika (r.1980 - Mikroelektronika
a molekularni elektronika - pak opét opusténo) plné od 1981/2
Mikroelektronika - Spole¢ny 1. r. se véemi obory, 2. r. s ASR a Poéitace, od r. 84/5 se ,Silnop.“, od 3. r. samostatné
3. r. - Elektron. a mikroelektron. prvky (3+2), Elektronika materialG(EMT) I. (od 88)(2+1) // EMT I. (lI.(od 88)) (4+3)
4. r. - Polovodicové struktury (PST)(4+3), [Elektron. a iontova technika (2+1)]%, EMT IL.(Ill. (od 88)) (4+3),
Technologie mater.(3+2)(do 88), Elektron. pfistroje (ELP) I. (0d89)(4+2) // Modely elektron.struktur (MES)(3+3),
Struktury a technol. mikroelektroniky (4+3), ELP (4+3)(do 88), [ELP II. (od 89)(0+2)13,
[Technol.proc. a jejich model.(3+3)(89)]*
5. r. - Silnoprouda mikroelektronika (3+3), {Digitalni a optoelektronicka technika (4+4)}, Spec. mikroel. struktury (3+3),
[Diagnostika mikroelektroniky (2+2)]° // Dipl. préce (0+17) (Pro nadané: Véd.vyzk.pr.)
Od r. 1985/6 - dvé specializace Mikroelektronika (1) a Mikroelektronické systémy (kat. t. obvod( - KTO)
Pro ostatni obory: Elektronika (E) - (Silnop.)(4+3)zk, EP - (Telek.+Rad.)(3. r. EP I. (2+2) kl., 4. r. EP Il (3+3) zk),
EP - (EP)(3+3) zk, ZE - (TK)(2+2) zk /// Mikroelektronika (Telek+Rad.)(4.r.), Kvant. elektronika (KVE) (Rad.)(4.r.)
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90

Mikroelektroniky

91

K334

92

93

Doc. Adamcik

Nové:

4. r. — Zakl. ing. prace s pocit.(0+2), [Jednocip. mikropoc.(2+1)]%, [Metody analyzy a kontroly materialG
(2+2), Cidla a senzory (2+2)]? // Digit. technika (2+2), [Praktika z eln. obvodd (0+2)]3(od 91 KTO),
[Pfevodniky a akéni ¢leny (2+2)]4,

5. r. — {Digitalni technika (2+2)(do 90), Optoelektronicka technika(2+2)}, [Navrh PZIO a ZIO (2+2)3,
od 91/2 volitelné: Pokroky v obl. eln. a optoeln. sou¢. (2+2), Aplikace Cis. a anal. 10 (2+2)

Dobihalo do 1994

3.sem. - Zaklady elektroniky (Slabop.-PV)-(1+2), 5. sem. - Elektronika (Pohony-Z)

Obor Elektronika: Zaméreni: (1. Aplikovana, 2. Fyzikalni, 3. Opto-)elektronika a 4. Elektron. systémy (KTO)

3. r.— Elektr.a mikroelektron.soué.(EMS)(3+3),FyzikaIni elektron.(3+1) //
Mikropotitate(MPC)(2+2),PST(3+2),AMS(2+2),

4. r. — Mikroelnika(MIK)(3+3),(Pfevodn.a aké.€l.,Konstr.pFistr, EMT)(2+2)// Névrh zakézk.lO(NZIO) (3+3),
ELP(3+2), Integr. stykové obvody(2+2), MES (3+3), KVE (2+2), (Integr . a koherentni optika(IKO),
Zdroje zar. a detektory (ZZD), Monolitické mikrovin. 10, Technologie mikroelektr.(TME))(2+2)

5. r. — Senzor.syst.(SES)(3+3),(Apl.vyk.polov.souc.,Aplik.fotonika,Molek.a funkcion eln.,Diag.mater.) (3+2),
Aplik.optoelektron.(2+2)// DIP

Celofakultni nabidka (CFN): MIK, Optoelektronika, Intel. sensory, Perspektivni trendy elektroniky., NZIO

3.sem. - Zaklady elektroniky (Slabop.-PV)-(1+2),

5. sem. - Elektronika (Pohony-Z), EP 3+3(Telek.), KVE (2+2)(Rad)

Obor Elektronika: Zaméreni: (1. Aplikovana, 2. Fyzikalni, 3. Opto-) elektronika a 4. Elnické systémy (KTO)

3. r. - EMS(3+5), Fyzikdlni elektronika(3+2) // Mikropoditate(2+3),PST(4+3),(AMS,TME)(2+2)

4. r. - Mikroelektronika(MIK)(4+4), Optoelektronika (OPT)(3+2),Rozhrani PC(RPC)(3+2), Konstr.pfistr(2+2),
KVE(4+2)// NZIO(2+6), Pfevodn.a ak¢.¢l.(2+2), ELP(3+3),MES (3+3), Simul. procesu a soué.(2+4),
IKO(3+2), ZZD(3+3),

5. r. - SES(3+3),(Aplik.vyk.polov.souc.(AVS), Aplik.fotonika, Special.mikroeln.souc.,Diagnost.mater.) (3+2),
Aplik.optoelektron.(2+2)// Ptipr.k obhaj., g CFN: MIK,OPT, Intel.sens.,Persp.trendy eln., NZIO

/1

[J12345

{}

- zimni // letni semestr

- predmét rozdélen r. 1990

Povinné predméty (od 1992).
*) — pfedméty povinné pro specializace

- skupiny volitelnych pfedmétd (1. sk., 2. sk. ...). Od 1991 ]*2 — volitelnost rozsifena o predméty KTO
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94

95

96

Mikroelektroniky
K334

Doc. Adamcik

97

98

Mikroelektroniky
K334

99

00

Doc. Husak

3. sem. - Elektronika (ELE)(2+2)kI. - pro vSechny obory v zakl. etapé studia

3.r.—EMS(3+3), (KVE, Nap3j. zdroje v eln.(NZE))(2+2) // (MPC, PST)(2+2)

4. r.— (MIK, OPT, RPC, SES, (MES)// AVS, NZIO, ZZD)(2+2) \\konec bakal. etapy

CFN: Met.navrhu propoj.souc.(MPS), Programovatelné souc. (PRS),TCAD

Ing. zaméreni: Aplikovana elnika, MIK, EIn. soucastky, EIn. systémy, OPT

5. r. — Fyzika polov.souc.(FPL)(2+2), OPT II(2+2), Konc.rozhr.v eIn.(2+3), Navrh anal.a analdig.10(2+4),
Senz. v zabezp.sys.(EZS)(3+3)
// PokroC.polov.technolog.(2+2),Projekt.(0+4), AMS(2+4), IKO(2+2), Praktika ndvrhu 10 I.(PN)(1+5),
Specidl. eln. souc.(3+2), TCAD Il (1+4), Fotonika (FOT) (2+2), Dipl. semin. (1+3)

6.r.-DIP

01

02

03

04

05

06

07

08

K13134

Prof. Husak

3. sem. - Elektronika (ELE)(2+2)kI. - pro vSechny obory v zakl. bloku studia

Bakal. blok zkracen o semestr.:

3. r. — EMS(ES)(3+3), NZE (2+2) // (MPC)(2+2)

4. r.— (MIK, OPT, SES)(2+2) \\ konec bakal. etapy

Ing. zaméreni: Aplikovana elektronika, Elektronické systémy

4.r. - // (Elnika polovod.(3+2), (EIn. zabezpe¢ syst.(EZS), NZIO)(2+2)

5.r.- OPT lI(3+2), SEM. prace(0+4), (AVS, PN, ZZD)(2+2) // Dipl. sem.(0+4), Nové sméry v elnice
(NSE)(3+2), (TCAD, Aplik. moder. eln. souc.(APS), Navrh napaj. zdroju)(2+2)

6. r.— DIP (0+14), Laboratore z eln.(LBR)(0+4)

CFN: AMS(do 2000), MPS, PRS, RPC, Prakt. z opt.(POP)(0+4)(od 2000)

Zac. formy tzv. strukturované studia.
2. sem. - Elektronika (ELE)(2+2)zk. - pro vSechny obory v zakl. bloku studia

Bak. blok:
4. sem. - ES(2+2)(Slabop), 6. sem.—FOT (2+2), Senzory v elnice (SEE)(2+2) CFN: NZE (2+2), MPC) (1+2)
Mag. blok: Specializace: Aplikovana elnika, EIn. systémy, Elektronika a optoelektronika

1. sem. - Struktury 10 (2+2), NNZ (1+2)

2. sem. - (Syntéza integr. eln. syst. , APS*), EZS*),TCAD"), Mikropo¢. syst., Foton. pfijimade a vysilaée)(2+2)

3. sem .- (Navrh 10,Névrh foton. soué. a obv."), Soué.integrov.a vldk.foton.), AVS, Automob.eln., SES,
Prakt.z fot.)(2+2)

4. sem. - Mikrosystémy (2+2), DIP (0+14)

Pro dalSi obory: POP,Biomed.senzory,Mikrosenz. a mikrosyst., Sou¢. pro optoeln. syst., Navrh opteln.

souc. a obv., NIO

CFN: NSE, Principy a pravidla elektronického navrhu
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5. Védecko vyzkumné aktivity

Vznik mikroelektroniky jako technického oboru je historicky spojen s objevem bipolarniho tranzistoru a
teorie transportu elektrond a dér v polovodicich (J. Bardeen, W. H. Brattain, W. Shockley 1947-8).
Mikroelektronika se zacind rozvijet na prelomu padesatych a Sedesatych let dvacatého stoleti, kdy je
zkonstruovan prvni integrovany obvod (J. Kilby, Texas Instruments 1958) a prezentovan prvni planarni
technologicky proces vhodny pro vyrobu integrovanych obvodl (R. Noyce, Fairchild Semiconductor 1961).
Nasledné dochazi k bouflivému rozvoji integrace elektronickych struktur na kfemikovych deskach.
Definitivné se mikroelektronika etabluje jiz v roce 1964, kdy byl dle R. Moora formulovan jeji "zakladni
zakon". Od svého pocatku je mikroelektronika interdisciplinarni obor na rozhrani elektroniky, fyziky pevnych
latek a materidlového inzenyrstvi.

V Ceskoslovensku vznikaji prvni tranzistory v Ceskoslovenské akademii véd na prelomu EtyFicatych a
padesatych let. Hybatelem oboru se vSak zahy stavaji primyslové podniky. Tesla RoZnov vyrabi prvni
kfemikovy tranzistor roce 1960 a v roce 1967 zavadi vyrobu bipolarnich integrovanych obvodd malé
integrace. V Praze jsou v roce 1958 vyrobeny prvni kfemikové vykonové diody v zavodé CKD Elektrotechnika.
Rozvoj poptavky vede k vystavbé nového zavodu CKD Polovodiée v Praze 4 na Pankraci, ktery se proslavil
predevsim vyrobou vysoce kvalitnich tyristord. V roce 1969 vznikd novy zdvod na vyrobu polovodicovych
soucastek v Tesle Piestany. Zavod se zahy zaméfuje na vyrobu unipolarnich integrovanych obvodu
vyvijenych ve spolupréaci s Vyzkumnym ustavem Tesla A.S. Popova v Praze. Nedostatek odbornikd pro
rozvijejici se polovodicovy primysl a jeho védecko vyzkumnou zakladnu pak v sedmdesatych letech
podmiriuje vznik novych pracovist na eskoslovenskych vysokych Skoldch, které se zaméfuji na vychovu
studentl v novém oboru Mikroelektronika.

V tomto historickém kontextu je v roce 1977 na CVUT v Praze zalozena katedra mikroelektroniky. Nova
katedra vznika transformaci katedry zakladu elektroniky a jejim doplnénim o pracovniky dalSich kateder FEL
CVUT. Vedoucim se stava prof. M. Kubét, ktery mj. od roku 1973 pisobi jako profesor katedry
elektrotechnologie FEL CVUT. Vznik katedry je Uzce spojen s prudkym rozvojem mikroelektroniky,
narUstajicim tlakem na inovace v tehdej$im ceskoslovenském primyslu a transformaci vyuky v oblasti
slaboproudé techniky — soucasné vznikd samostatny studijni obor Mikroelektronika a molekuldrni
elektronika (pozdéji Mikroelektronikay).

Kofeny védecko vyzkumného zaméreni katedry mikroelektroniky je mozné hledat na katedie
teoretické radioelektroniky, jejimz rozdélenim katedra zakladl elektroniky vznikla. Dlouholetym vedoucim
katedry teoretické radioelektroniky i jeji nastupkyné byl akademik J. Stransky. Pod jeho vedenim byla
katedra odborné zamérena na "teorii a aplikaci obvodi vyuZivajicich tranzistori a elektronek na nevysokych
energetickych urovnich, zesilovaci techniku do 300 MHz, vyucovaci a zkouseci elektronické stroje". Katedra se
kupfikladu v Sedesatych letech podilela na navrhu a realizaci prvniho ¢eskoslovenského syntetizéru feci. V
roce 1971 prebird katedru zaklad( elektroniky prof. R. Donocik a nové zavadi obor kvantové elektroniky.
Katedra zajistuje vyuku elektroniky v celém rozsahu, jmenovité teorii a uZiti elektronek, polovodi¢ovych
prvkd a nelinedrnich obvodovych prvkl vibec, mikroelektroniku véetné integrovanych obvodu. V profilech
elektrotechnické fakulty z let 1970 — 1976 nalezneme, Ze "Odbornou a vyzkumnou cinnosti je zamérena na
discipliny fyzikdlni elektroniky, teorii a uZiti zdkladnich funkcnich obvodi s polovodicovymi prvky,
elektronkami a nelinedrnimi prvky vibec". Pracovnici katedry se v této dobé vénovali zejména rozvoji teorie
polovodicovych soucastek (napf. tunelové diody), charakterizaci a aplikacemi novych polovodicovych
soucastek a integrovanych obvod(, synergetikou apod.

5.1 Obdobi 1977 — 1989

Poslani nové vzniklé katedry vyzadovalo zménu dosavadni odborné koncepce, orientaci na nejnové;jsi
technologie a vyraznéjsi posileni sepéti s primyslem i vyzkumnymi Ustavy. Vedouci nové zalozené katedry
prof. Kubat proto dopliiuje katedru o pracovniky oddéleni polovodi¢d katedry fyziky a nasledné i o dalsi
odborniky z vyzkumnych ustavli a prdmyslové praxe. Vyznamnym je pro katedru rok 1979, kdy vznika
Federalni ministerstvo elektrotechnického primyslu a mikroelektronika se stava prioritou védecko-
technického rozvoje. Ve spolupraci s polovodi¢ovym primyslem a vyzkumnymi Ustavy vznika pro vyukové a
védecko vyzkumné ucely Projekt mikroelektroniky, jehoZz vedenim je povéren doc. Foit. Cilem tohoto
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projektu je umoznit studentim oboru se seznamit se zakladnimi technologiemi mikroelektroniky a
aspirantdm, asistentlim, docentlim a profesorim dat moznost experimentéiniho ovéreni védecké prace. V
ramci projektu je navazana intenzivni spoluprace s vyznamnymi podniky polovodi¢ového priimyslu (CKD
Polovodi¢e, Tesla Roznov, Tesla Piestany, Tesla Blatnd), vyzkumnymi (Fyzikdlni Gstav (FzU) a Ustav
radiotechniky a elektroniky (URE) CSAV) a vyvojovymi (Tesla Vyzkumny Ustav sdélovaci techniky A. S. Popova
(VUST)) ustavy, ve kterych pracovnici katedry plsobi v rdmci odbornych stazi. Soucasné vznikaji nové
vyzkumné laboratore katedry, které jsou postupné vybaveny $pickovou pfistrojovou technikou. ZalozZeni
Sdruzeného pracovisté iontové implantace prinasi na padu fakulty novou, progresivni technologii, rozsituje
moznosti experimentalni prace i navazani védeckych kontaktd.

Védecko vyzkumna cinnost katedry se organizacné déli do vyzkumnych skupin, jejichz struktura a
historicky vyvoj je dokumentovan v nasledujici tabulce. Vyzkumné skupiny jsou orientovany na feseni
konkrétniho statniho vyzkumného ukolu ve spolupréaci s pridmyslovym nebo akademickym partnerem.
Postupné byly vytvoreny tfi vyzkumné skupiny: "Diagnostika materiald a struktur", "Optoelektronika" a
"Mikroelektronika". Jadro vyzkumné skupiny "Diagnostiky materialG a struktur" tvofili byvali pracovnici
katedry fyziky. Skupina spolupracuje s predeviim CKD Polovodi¢e na vyvoji technologii pro moderni
vykonové soucastky. Pracovnici zaniklé katedry zakladu elektroniky se déli do dvou odbornych skupin.
Skupina "Mikroelektronika" Gzce spolupracuje se sdruienim iontové implantace a Teslou VUST na vyvoji
submikronové CMOS technologie. Skupina "Optoelektronika" se ve spolupraci s FIFI CVUT a URE CSAV
zaméruje na studium optoelektronickych struktur a jejich Zivotnosti, vyvoj opticky fizenych vykonovych
soucastek, simulaci a diagnostiku technologického procesu a struktur. V roce 1984 prevazna ¢ast skupiny
"Optoelektronika" katedru opousti a zaklada katedru technologie materialG pro elektroniku na VSCHT
v Praze. Vyzkumna cinnost v oblasti optoelektroniky tak byla na katedre mikroelektroniky na fadu let
prerusena.
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Diagnostika materiald a struktur

Od roku 1960 plisobila na katedfe fyziky FEL CVUT odborna skupina ,Polovodi¢e”, zabyvajici se
zpocatku své odborné cCinnosti studiem otdzek spojenych s polykrystalickym selenem a od pocatku
sedmdesatych let hlavné studiem mikrofyzikalnich parametrd kiemiku. Clenové této skupiny (doc. Ing. Karel
Vavrina, CSc., Ing. Alexandr Krejcifik, CSc. a radny aspirant Ing. Jifi Samek, CSc.) vedené prof. Ing. Jifim
KodeSem, DrSc. byli v rdmci reorganizace fakulty v r. 1977 prevedeni do svazku nové zaloZené katedry
mikroelektroniky.

S ohledem na pedagogické i odborné zaméreni katedry mikroelektroniky zde skupina pusobila pod
nazvem ,Diagnostika materidlu a struktur”. Postupné se jejimi kmenovymi pracovniky stali: Ing. Lubor
Jirasek, CSc., Ing. Vladimir Sloup, CSc., prof. Ing. Jan Vobecky, DrSc. a Ing. Vit Zahlava, CSc. Déle ve skupiné
pUsobili Ing. Michal Hatle, CSc., doc. Ing. Julius Foit, CSc., Ing. Petr Maule, Ing. Lubos Tulach, Ing. Petr Palas a
Ing. Martin Jaros, ktefi s vyjimkou doc. Ing. J. Foita, CSc. katedru postupné opustili a odesli na mimoskolska
pracovisté.

Zaklady odborného zaméreni skupiny byly dany feSenou problematikou na pfedchozim pracovisti.
Jednalo se predevSim o studium chovani mikrofyzikdlnich parametrl polykrystalického selenu spolu s
vlastnostmi selenovych usmérnovacl. Z této doby lze povaZovat za pfinosné prokazani tzv. ,hopping
mechanizmu“ transportu nosicd naboje a spolupraci pfi vyvoji 5 kV selenovych usmérriovacich sloupct pro
prvé Cs. barevné televizory. Na zakladé vysledk( spojenych se selenovymi vn. usmérfiovaci se skupina r.
1974 zaméfila na feSeni problematiky horkych elektroni v kfemiku. Néasledné v r. 1977 byla povéfena
Fyzikdlnim Gstavem CSAV fesenim SVU , Chovani kiemiku v meznich podminkach“, a to ve spolupréci s CKD
Polovodice.

Od této doby se datuje uzké zaméreni skupiny na problematiku vénovanou studiu chovani
mikrofyzikalnich parametrt kifemiku a velkoplosnych vykonovych polovodi¢ovych soudastek. Vysledky,
kterych skupina dosahla, byly mozné jen diky uzké spolupraci s oddélenim vyvoje CKD Polovodice, se kterym
bylo Ffeseno nékolik SVU, z nich? za nejvyznamnéjsi Ize povaZovat ,Studium proudové zatiZitelnosti
velkoplosnych kontaktll na kifemiku”, ,Vyzkum a vyvoj vykonovych polovodi¢ovych integrovanych struktur”
a ,Studium oxidovych vrstev vykonovych unipoldrnich soucastek”. V ramci fesSeni téchto dlouhodobych
Ukolu se skupina zamérovala zejména na vyvoj a realizaci méficich metod pro mezioperacni kontrolu vyroby
velkoplosnych vykonovych polovodi¢ovych soucastek, a to jak v oblasti mikrofyzikalnich parametrd kifemiku,
tak zejména jejich vlivu na technologické parametry soucastek.

V oblasti studia mikrofyzikalnich parametr( kfemiku se skupina zaméfila zejména na vyvoj méficich
metod stanoveni pohyblivosti, koncentrace a doby Zivota nosi¢l naboje v zévislosti na dobé a teploté Zihani.
Pro tato méreni bylo nutno navrhnout takovy tvar vzorkl (tablety o prdmeéru cca 5 mm) a jejich rozmisténi
po plose, aby z naméfrenych vysledkd bylo mozno vytvofit mapu sledovanych parametrd a posoudit tak
jejich homogenitu po plose. Jen malo modifikovany tvar vzork( byl uZit pro posouzeni homogenity
oxidovych vrstev a kvality SiO; s ohledem na techniku a technologii pouZité depozice.

V oblasti studia vykonovych velkoplosnych kiemikovych struktur se skupina zaméfila zpocatku na vyvoj
konfigurace méficich vzorkd a realizovana metoda méreni velikosti mérnych kontaktnich odpor(. VyuZitim
této metody se podafila optimalizovat teplota Zihani kontaktl s minimalnim mérnym kontaktnim odporem.
Metoda byla s Uspéchem ovérena i na vzorcich GaAs. Modifikované metody — narocné bylo navrZeni a
realizace méfici aparatury (méfeni se provadélo na tyristorové strukture s nékolika stovkami kontaktd) —
bylo uzito pro stanoveni homogenity integrovanych velkoplosnych tyristorovych struktur.

Pozdéji se skupina ve spolupraci s CKD Polovodice zabyvala také homogenitou elektrickych parametr(
vypinacich tyristorll GTO v napétové tfidé 2.5kV (méreni doby Zivota metodou OCVD, zesilovacich ¢initell
tranzistorového analogu, rekombinaéniho zafeni, napétového ubytku v sepnutém stavu, vypinacich
parametrd, apod.). Byla realizovana cela fada unikatnich méficich systémd, jejichZ vyuZiti pro charakterizaci
GTO tyristoru bylo publikovéno ve svété. Piisobeni J. Vobeckého na univerzité v Uppsale ve Svédsku pfineslo
popis destruktivnich mechanismd GTO pfi vypinani induktivni zatéZe s vyuZitim optickych metod (Free
Carrier Absorption, Recombination Radiation).

Skupina také intenzivné podporovala zavddéni modernich pocitacovych prostfedkd v dobé, kdy to jesté
vibec nebylo samoziejmosti. Velmi zahy byly sestaveny méfici systémy na bazi sbérnice HP-IB se stolnimi
mikropocitaci firmy Hewlett-Packard. Tyto systémy byly zpocatku také vyuZivany pro kresleni jednoduchych
masek integrovanych obvodu. Jako jedna ze tfi na FEL uvedla do chodu na zacatku osmdesatych let na

18



udrzbu velmi narocny Interaktivni graficky systém 1GS4500, jehoz jadrem byl minipocita¢ ADT4500, ktery po
nékolik let udrZovala v chodu. Tento systém sice umoznil kresleni masek integrovanych obvodd, cozZ byl jeho
plvodni ukol, jejich efektivni navrh byl vSak nad mozZnosti jeho hardwaru. | tak ale fada studentd z celé FEL
ziskala pristup k potfebné vypocetni technice, aby realizovala své projekty a diplomové prace. Brzy s
pfichodem osobnich pocita¢l PC byla tato platforma opusténa jako neperspektivni a nahrazena pravé
osobnimi pocitaci.

Mikroelektronika

Vznik vyzkumné skupiny "Mikroelektronika" je spojen se jménem doc. L. Pelikana, CSc., ktery byl
soucasné povéren vytvorenim a vedenim pracovisté iontové implantace. Do Cinnosti skupiny se zapojili jak
pracovnici byvalé katedry zékladd elektroniky (doc. Ing. Z. Burian, CSc., doc. Ing. M. Semberova, CSc., doc.
Ing. V. Trestikova, CSc.), tak novi odbornici pfichazejici na katedru z vyzkumnych udstav( (RNDr. V. Rybka,
CSc., Ing. M. Cada, CSc.) a primyslové praxe (RNDr. J. May, CSc.). Skupina byla doplfiovédna ¢erstvymi
absolventy — doktorandy (prof. Ing. M. Husak, CSc., Ing. J. Vesely, CSc., Ing. R. Zdenék, Ing. V. Matous, doc.
Ing. P. Hazdra, CSc., doc. Ing. J. Voves, CSc.) i Cleny jinych skupin (doc. Ing. F. Vanicek, CSc.). Po doc. Ing. L.
Pelikanovi, CSc. se ve vedeni skupiny vystfidali RNDr. V. Rybka, CSc., doc. Ing. F. Vanicek, CSc. a RNDr. J. May,
CSc. Zaméreni skupiny bylo predevsim ddno statnimi vyzkumnymi Ukoly feSenymi ve spolupraci s Teslou
VUST (koordindtor doc. Ing. I. Adaméik, CSc.): "Unipolarni obvody pro mikropoéitacovy systém [-8080 a
sdélovaci obvody " 1981-82 fesitel doc. Pelikan, "Systémy jednocipovych mikropoditac¢i" 1983-85 fesitel
doc. Burian, "Nové technologie mikroelektroniky" 1986-88 tesitel doc. Burian a "Rozvoj technologii pro
mikroelektronické obvody vyssi generace" 1989-90 fesitel doc. Burian; jejichz cilem byl pfedevsim vyvoj
novych CMOS technologii.

Skupina feSila Siroké spektrum problémd. Byly vyvijeny ¢&asti simulaénich prostfedkd pro
submikronovou CMOS technologii (transport nositelli naboje s vyuZitim metody Monte Carlo — doc. Ing. J.
Voves, CSc.), probihal navrh a testovani submikronovych LDD MOS tranzistor( (Ing. J. Vesely, CSc., doc. Ing.
J. Voves, CSc.), navrh a analyza mikrovinnych obvod( na bazi GaAs (prof. Ing. M. Husdk, CSc.), navrh PiN
detektord (M. Cada), vyvoj a realizace experimentalnich metod pro studium rozhrani Si-SiO2 a jeho naslednd
charakterizace (Ing. M. Kejhar, CSc., doc. Ing. Z. Burian, CSc., doc. Ing. V. Trestikova, CSc., doc. Ing. M.
Semberova, CSc., doc. Ing. F. Vanicek, CSc.), vyvoj metod rychlého teplotniho Z#ihani pro aktivaci
implantovanych vrstev v GaAs a InP s vyuZitim vybojek a halogenovych lamp (Ing. V. Matous) a studium
implantacniho poskozeni a kontaminace kfemiku metodami DLTS (doc. Ing. P. Hazdra, CSc.). Ve spolupraci se
Sdruzenim iontové implantace byly feSeny problémy spojené s aktivaci implantovanych amfoternich pfimési
v GaAs, vyuziti iontové implantace pro studium kontaminace technologického procesu, méreni
implantacnich profil(i, apod. Diky skupiné pracovnikiim skupiny byl do vyuky oboru mikroelektronika
zaveden navrh integrovanych obvod( podporovany pocitaéi a CAE prostiedky.

Optoelektronika

PUvodni ndzev pracovni skupiny byl "Zaklady elektroniky" a jeji kmenovi pracovnici (prof. Ing. L. Hudec,
DrSc., doc. Ing. F. Vanicek, CSc. a doc. Ing. V. Myslik, CSc.) presli na katedru mikroelektroniky z katedry
Zakladl elektroniky. Skupina se postupné rozrostla o doc. Ing. P. Machace, CSc., Ing. J. Nahlika, CSc. a Ing. J.
Veselého.

Odborné zaméreni se tykalo predevsim studia vlastnosti novych elektronickych soucastek a jejich
Zivotnosti (existence pasti v zakdzaném pasu polovodic¢l, méfeni hlubokych Urovni, méfeni a sledovani
elektrickych parametrd) a vyzkumu a vyvoje unikatnich elektrometrickych pfristroji s velkym vstupnim
odporem pro méreni extrémné malych proudl a nabojl. V ramci katedry mikroelektroniky doslo k nové
orientaci skupiny na vyvoj vykonovych soucastek ve spolupraci s CKD Polovodice. Skupina se zaméfila na
problematiku fototyristord (optotyristord) a modelovani vykonovych struktur (doc. Ing. Dobes, CSc., Ing.
Bednar). Ing. Nguyen Van Ngo z Vietnamu a Ing. Cardozo z Mexika spolupracovali na technologickych a
diagnostickych problémech s Teslou VUST. V oblasti optoelektroniky resi skupina statni védecky ukol
zaméreny na studium optoelektronickych struktur a jejich Zivotnosti (dlouhodoba stabilita svitivek) ve
spolupraci s FJFI, TESLA Blatna a TESLA Vrchlabi. V roce 1984 prevazna ¢ast skupiny "Optoelektronika"
prechazi na VSCHT v Praze, kde pod vedenim prof. Hudce zaklddd katedru technologie materialé pro
elektroniku.
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SdruZené pracovisté iontové implantace

Védecko-vyrobni sdruzeni iontové implantace umisténé na katedie mikroelektroniky zahrnovalo
sdruzené investice, pracovni sily a laboratorni plochy jednotlivych G¢astniké — CKD Polovodice, Tesla VUST a
FEL CVUT. Cilem sdruZeni bylo novou formou organizace prace zajistit rychlej$i a efektivnéjsi rozvoj a
zavadéni novych technologickych postupl do praxe. Zvolené zaméreni na technologii iontové implantace
bylo velmi aktudlni vzhledem k tomu, Ze se tato technika teprve zacinala uplatiiovat pti vyrobé
integrovanych obvodl vysoké integrace. Implantace proto byla nosnym a perspektivnim trendem v
odborném zaméreni katedry.

Pracovisté, jehoZz vedenim byl povéren doc. Ing. L. Pelikan, CSc., bylo v roce 1981 vybaveno
vyzkumnym 200 keV implantatorem MPB-200 firmy Balzers z Lichtenstejnska. Vyzkum se v té dobé
predevsim zaméfil na studium implantovanych profill v kiemiku. Po prevzeti pracovisté RNDr. V. Rybkou,
CSc. z Tesly VUST se problematika déle rozsifila na vyvoj dudlnich implantaci v GaAs, vyuziti rychlého
poimplantacniho Zihani a studium implanta¢niho poskozeni. V roce 1985 je diky spojeni devizovych
prostfedkd ministerstva elektrotechnického primyslu a ministerstva tézkého strojirenstvi pracovisté
vybaveno dalsim, tentokrat vykonnym produkcénim 200 keV implantatorem Balzers SCI-18 SCANIBAL a jeho
vedeni prebird RNDr. J. May, CSc., dlouholety pracovnik vyvoje v CKD Polovodice. Pracoviité se zadina vice
orientovat na potreby primyslové praxe. Jsou feSeny uUkoly spojené se zavedenim technologie iontové
implantace v rdmci statnich pland technického rozvoje CKD Polovodice a Tesla VUST. lontova implantace je
zavedena do vyroby vykonovych polovodicovych soucastek (RCT tyristorl) a CMOS technologie s hlinikovym
i polykrystalickym kfemikovym hradlem. Pracovisté se podili na feSeni statnich ukoll zakladniho vyzkumu
(Fyzikalni jevy iontové implantace do tetraedrickych polovodi¢t — FzU CSAV) a zajistuje implantaci do
kiemikovych desek pro potfeby dalSich podnikd tehdejsiho resortu Federdlniho ministerstva
elektrotechnického primyslu (Tesla Piestany, Tesla Roznov, Tesla Vakuova technika). Spektrum v té dobé
feSenych problému bylo Siroké: vyvoj implantace hliniku a galia pro aplikace ve vykonové polovodicové
technice (vykonové tranzistory a GTO tyristory — CKD Polovodice), vyuZiti iontové implantace pro studium
kontaminace technologického procesu (TESLA RoZnov), vyvoj implantace bdru, fosforu a lithia pro
kiremikové detektory (FIFI CVUT, Monokrystaly Turnov), vytvaieni ultramélkych prechodd iontovou
implantaci (TESLA Piestany), implantace pro optoelektronické aplikace (TESLA Vakuové technika), vyvoj
implantaci do semiizola¢éniho GaAs a InP (TESLA VUST). Pracoviité navazuje spolupraci s vyznamnymi
pracovisti v zahranici (University of Surrey (GB), University of Lisbon (P), University of Bonn (D), LNETI
Sacavém (P), MFKI Budapest (H)) a feSi s nimi aktudlni problémy iontové implantace (napf. vyuZiti
predamorfizace pro tvorbu ultramélkych prechodu).

Pracovnici sdruzeni (RNDr. J. May, CSc., Ing. P. Seidl, Ing. V. Haslar, Ing. M. Bartos, Ing. I. Truksa, RNDr.
J. Louda, RNDr. J. Kfen, M. Hornik, L. Horky, M. Pisna, T. Vrba a dalsi) se aktivné podileli i na vyuce oboru
Mikroelektronika. V ramci pracovisté byla feSena fada diplomovych i disertacnich praci. V zavéru
osmdesatych let se pak pracovisti podafilo realizovat vlastni zamér Projektu mikroelektroniky - na zakladé
technologické i fyzikalni simulace si mohli studenti sami navrhnout polovodi¢ové struktury (implantované
diody), které pak byly nasledné vyrobeny a charakterizovany v jednotlivych fazich vyrobniho procesu.

Pracovisté iontové implantace vyznamné postihly zmény po roce 1989. Ekonomické a existenéni
problémy ¢lenl sdruZeni, ztrata podpory primyslu i vedeni fakulty vedly k postupnému odchodu jeho
pracovnikd, prodeji implantatoru SCI-18 Tesle Sezam a jeho naslednému pievozu do Roznova. Cinnost
pracovisté fakticky skoncila v roce 1997 prodejem implantdtoru MPB-200 na nahradni dily a ndaslednou
pfeménou vyzkumnych prostor pracovisté na studovny.

Vyzkumné laboratore katedry
Zpocatku byla katedra vybavena pouze tfemi laboratofemi umisténymi v druhém patre bloku A3, které
byly v uZivani jednotlivych vyzkumnych skupin. Jednalo se o mistnosti 215 (Vykonové polovodi¢ové struktury

Optoelektronika (Ing. Matous). Tyto laboratofe byly vybaveny predevsim pfistroji ze zemi RVHP a nijak
nevybocovaly z tehdejsiho standardu fakulty. K obratu v technickém vybaveni katedry doslo pocatkem
osmdesatych let, kdy byly v suterénu bloku C2 spole¢né s pracovistém lontové implantace vybudovany nové
vyzkumné laboratorfe katedry. Laboratore byly predevsim uréeny pro feSeni kol spojenych s vyzkumem
iontové implantace a diagnostikou vykonovych polovodicovych soucastek. Jadro tvorily laboratore
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Diagnostiky doplnéné o Vypocetni stfedisko katedry mikroelektroniky. Pro laborator Diagnostiky byla v
pribéhu let vyvinuta fada modernich, pocitaci fizenych aparatur slouzicich pro komplexni elektrickou
charakterizaci polovodi¢ovych material(i a struktur, implantovanych vrstev i vykonovych soucastek. Bylo
mozné charakterizovat objemové vlastnosti polovodi¢ovych materidl( (odpor, koncentraéni profily — C-V
méreni véetné fizené anodické oxidace, odpor Sifeni, pohyblivost, dobu Zivota), méfit V-A charakteristiky
polovodicovych struktur a soucastek véetné rozloZeni potencidlu uvniti polovodicovych struktur, urcovat
homogenitu a koncentracni profily implantovanych vrstev, mérit hustoty povrchovych stav(, povrchovou
rekombinaci a pohyblivy naboj v MIS strukturdch (mérfeni kvazistatickych a vysokofrekvenénich C-V
charakteristik, vodivostni metoda, Zerbstova metoda, ndbojové Cerpani, BT testy, metody TVS a TSIC),
studovat hluboké urovné v polovodic¢ich metodami DLTS a urcovat statické a dynamické parametry
vykonovych struktur. Byly také realizovany aparatury pro méreni rekombinacniho zafeni z kiemikovych
vykonovych struktur (diody a tyristory) s wvyuzitim fotondsobicl, vidikoniG a CCD kamer. Koncem
osmdesatych let byla laborator vybavena mikrometrickym krokovym automatem, ktery umozZnoval
charakterizaci ¢ipQ a vyvojovych struktur realizovanych na 3" deskach. Ve vedeni laboratofe se postupné
vystridali Ing. J. Nahlik, CSc., Ing. V. Sloup, CSc., Ing. M. Hétle, CSc. a Ing. M. Kejhar.

Vypocetni stredisko katedry vybavené stolnimi pocitaci Hewlett-Packard (HP 25, 35, 45) a interaktivnim
grafickym systémem 1GS4500 bylo vyuZivano pro navrh a analyzu polovodi¢ovych struktur a soucastek,
analyzu experimentalnich dat a simulaci chovani polovodi¢ovych struktur. Vedenim strediska byli postupné
povéreni doc. Ing. J. Kokes, CSc. a Ing. L. Jirasek, CSc., spravou systému ADT prof. Ing. J. Vobecky, DrSc. a Ing.
J. Vesely, CSc., a pozdéji pak Ing. P. Palas a Ing. Zdenék. Ve druhé poloviné osmdesatych let byl systém
IGS4500 postupné nahrazen pracovni stanici HP 310 s operacnim systémem UNIX a prvnimi modernimi
osobnimi pocitaci na bazi procesorl Intel 286 a 386, které bylo tehdy mozné jen s velkymi obtizemi dovézt
to socialistického Ceskoslovenska (Novotec a vyrobky JZD Sludovice). Vypocletni stfedisko se tak
transformovalo do moderni pocitacové ucebny vybavené v tehdejsi dobé neuvéritelnym poctem deseti PC s
procesory Intel. V pribéhu studentské stavky v listopadu 1989 byly technické prostfedky strediska
intenzivné vyuZivany pro tisk letdkd a komunikaci stavkového vyboru se zahranicim.

Fotografie laboratoti a pracovist katedry a Realiza¢niho projektu 80. a pocatku 90. let jsou uvedeny v
priloze I.

5.2 Doba po roce 1989

Po roce 1989 prochazi védecko-vyzkumna cinnost na katedie pomérné sloZitym vyvojem, ve kterém se
odrézi pozitiva i negativa nové nastupujici epochy. Rozpad ¢eskoslovenského elektrotechnického primyslu
zasadné postihl pramyslové partnery katedry, CKD Polovodice a Teslu VUST. Nevyjasnénost statni podpory
vyzkumu na vysokych Skoldch soucasné vedla ke snizeni finan¢ni dotace. Vysledkem je jak postupny odchod
fady kvalitnich védeckych pracovnikd, tak pokles zajmu o védecko vyzkumnou ¢innost. Nahly nezdjem
pramyslu i Skoly o iontovou implantaci zpUsobil postupny zanik vyznamného ceskoslovenského vyzkumného
pracovisté.

Na druhé strané ziskand svoboda aktivuje zajem o nova védeckd témata, umozniuje vétsiné pracovnikd
katedry poznat praci na zapadnich univerzitach. Jiz v roce 1990 je zménéna struktura organizace védecké
¢innosti a po vzoru zapadnich univerzit za¢ind katedra jako jedna z prvnich na fakulté vydavat sv(j Annual
Report. Diky aktivitdm doc. Ing. I. Adamcika, CSc. se katedra zacind zapojovat do mezinarodnich programu
(TEMPUS, EUROCHIP, STAR, NEXUS, COPERNICUS, aj.), které umoznuji ziskat pracovnikim i studentim
katedry zkusSenosti na univerzitdch a vyzkumnych uUstavech v zapadni Evropé. Dobihajici statni vyzkumné
ukoly zadinaji postupné nahrazovat projekty ziskané pracovniky katedry (doc. Ing. I. Adamcik, CSc., doc. Ing.
P. Hazdra, CSc., Ing. M. Kejhar, doc. Ing. J. Schrofel, DrSc., prof. Ing. J. Vobecky, DrSc.) jiz v prvnich letech
¢innosti grantovych agentur (IG CVUT, GACR, MSMT, GAAV). Jsou navazany kontakty se zahrani¢nimi
firmami (Motorola, ABB) a Ustavy (IMEC), které se stavaji odbytistém odbornych vysledkd, a postupné se tak
nahrazuje vypadek zplsobeny ztratou kontaktll s domacim prdmyslem. Celkové vsak védecko-vyzkumna
¢innost na katedre z(stava znacné podfinancovana.

Obrat nastdva az koncem devadesatych let, kdy byly ziskdny tuzemské granty vétSiho rozsahu
(Centrum mikrosystému — prof. Ing. M. Husak, CSc.) i zahranicni (4., 5. a 6. RP EU — prof. Ing. M. Husdk, CSc.,
prof. Ing. J. Vobecky, DrSc., doc. Ing. P. Hazdra, CSc.) a bylo mozné podilet se na feseni vyzkumnych zamérd
MSMT. V ramci CVUT tak katedra od roku 1999 participuje na fedeni vyzkumnych zamér: MSM 210000012
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Transdisciplinarni vyzkum v oblasti biomedicinského inZenyrstvi Il, MSM 212300013 Rozhodovani a fizeni
pro primyslovou vyrobu, MSM 212300014 Vyzkum v oblasti informacnich technologii a komunikaci, MSM
210000015 Vyzkum novych metod pro méreni fyzikalnich veli¢in a jejich aplikace v pfistrojové technice,
MSM 212300016 Tvorba a monitorovani Zivotniho prostredi, MSM 212300017 Vyzkum efektivnosti a kvality
spotieby energie a MSM 210000022 Laserové systémy a jejich aplikace. Ziskané finan¢ni prostredky
zasadnim zpUsobem prispély ke stabilizaci védecko- vyzkumného kadru katedry a rozvoji jejiho technického
vybaveni.

Nova doba umoznuje rozsifovani védeckych kontaktd a podstatné lepsi diseminaci vysledk(l védecké
¢innosti. Zatimco pred rokem 1989 byl vyjezd na zahranicni konferenci ¢i stdz Zivotni udalosti, béhem
devadesatych let, kdy jejich pocet exponencidlné narUsta, se stava béznou zélezitosti. Zvysuje se kvalita
vysledkd vyzkumné prace, o ¢emZ svédci znacny ndrust publikaci v renomovanych védeckych Casopisech
(IEEE Transactions on Electron Devices, Physical Review B, Electron Device Letters, IEEE Journal of Solid State
Circuits, Journal of Micromechanics and Microengineering, Sensors and Actuators, Microelectronic Journal,
Nuctear Instruments and Methods in Physics Research B, Optical Materials, Ap-plied Surface Science, Solid
State Electronics, Fiber and Integrated Optics, apod.) a poctu jejich citacnich ohlasu.

Organizace védecko vyzkumné cinnosti na katedre prosla v devadesatych letech bouflivym vyvojem. V
roce 1990 byl koordinaci védecko vyzkumnych aktivit na katedie povéren prof. Ing. J. Vobecky, DrSc. Doslo k
rozdéleni vyzkumu do vice skupin tak, aby bylo mozné sledovat nové perspektivni trendy v elektronice.
Vznikla tak skupina lontové implantace, Vykonové elektroniky, Kvantovych soucastek, Simulace soucastek a
Opticka laboratof. V roce 1991 byl pocet vyzkumnych skupin jesté rozsifen o skupinu Navrhu integrovanych
obvodd, vedenou nejprve Ing. Kirschnerem a nasledné predevsim Ing. Kejharem, a Optoelektroniky, kterou
nové zaklada doc. Ing. J. Schroéfel, DrSc. V roce 1992 dochazi k dalsi reorganizaci védecko vyzkumnych
skupin. Davodem byla znaéna roztfisténost vyzkumu i odchod nékterych pracovnik z katedry. Skupiny
lontové implantace, Vykonové elektroniky, Kvantovych soucastek a Simulace soucastek byly slouceny ve
skupinu Polovodic¢ové elektroniky, jejimz fizenim byl povéfen doc. Ing. P. Hazdra, CSc. Struktura vyzkumu
sestdvajici ze tfi skupin zUstala zachovana aZ do roku 1996, kdy pod vedenim prof. Ing. M. Husaka, CSc.
vznikd skupina Mikrosystéml, kterd navazuje na jeho vyzkumnou ¢innost provadénou od pocatku 90. let v
oblasti senzorli a jejich aplikaci. V roce 1997 se skupinou Mikrosystémy slucuje skupina Navrhu
integrovanych obvodd. V nasledujicich odstavcich jsou uvedeny struéné profily dnes jiz zaniklych védecko
vyzkumnych skupin.

lontova implantace

Skupina byla vedena RNDr. J. Mayem, CSc., jejimi ¢leny byli doc. Ing. P. Hazdra, CSc., Ing. Kejhar, Ing.
Seidl, Ing. Rozehnal, Ing. Barto§ a RNDr. Haslar. Tématicky skupina navdzala na cinnost skupiny
Mikroelektronika a zaméFeni Spoleéného pracoviité iontové implantace. Ve spolupraci s CKD Polovodice
byly fesena aplikace iontové implantace iontl hliniku a galia ve vykonové polovodicové technice (vykonové
tranzistory a GTO tyristory), vytvareni ultramélkych pfechodl iontovou implantaci pro VLSI aplikace a solarni
¢lanky ( spoluprace s STU Bratislava), iontova implantace a aktivace dopantl v GaAs a InP (spolupréce s
University of Surrey, Teslou VUST a Elektrotechnickym Ustavem SAV), fedena byla problematika
implantacnich po-ruch v kiemiku, vyuZiti iontové implantace pro modifikaci povrchovych vrstev polymert
(VSCHT) a sledovani hlubokych Grovni v GaAs tranzistorech MESFET (spoluprace s Teslou VUST) a vyvoj
experimentalnich metod pro diagnostiku implantovanych vrstev (homogenita, 2D profily).

Vykonova elektronika

Ve vedeni skupiny se vystfidali Ing. M. Hatle, CSc. a prof. Ing. J. Vobecky, DrSc., dalSimi ¢leny byli prof.
Ing. O. Valcik, CSc., Ing. V. Zahlava, CSc. a Ing. P. Maule. Pracovnici skupiny se zaméfili na charakterizace
mikrofyzikalnich elektrickych parametrd polovodi¢ovych matriald, testovani vykonovych diod a GTO
tyristorl elektrickymi a optickymi metodami, studium vykonovych polem fizenych struktur a simulace
vykonovych polovodicovych souéastek (GTO tyristor(l). Skupina dosahla fadu vyznamnych vysledkd, které
byly publikovény ve $pickovych védeckych ¢asopisech (IEEE Transactions on Electron Devices). Pozdéji se
zaméreni skupiny posunulo smérem k problematice lokalniho fizeni doby Zivota nadbytecnych nositell
naboje (ozafovani protony a heliem) a jejich pocitatové simulaci s vyuzitim nastroji TCAD. V poslednich
letech pak byly vypracovany nové metody modifikace vykonovych struktur metodou Radiation Enhanced
Diffusion za ucelem zvyseni jejich odolnosti pfi vypinani induktivni zatéze.
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Navrh integrovanych obvodi

Skupina byla zaloZena doc. Ing I. Adamcikem, CSc. s cilem podpofit vyuku mikroelektroniky a navrhu
integrovanych obvodu predevsim vytvorenim vlastni knihovny analogovych CMOS bunék. Ing. Kirschnera ve
vedeni skupiny zédhy vystfidal Ing. Kejhar a skupina se postupné rozsifila o fadu doktorand (Ing. C. Navratil,
Ing. J. Nedvéd, Ing. K. Zacek, Ing. L. Nikoli¢, Ing. V. Libal, Ing. P. Pokorny, Ing. M. Kadpar, Ing. B. Palan, Ing. P.
Tesat, Ing. R. Vit, Ing. P. Simandl, Ing. P. Holoubek, Ing. M. Rosicky, Ing. I. Makovicky, Ing. M. Cervencl).
ReSena byla problematika automatizace navrhu pasivnich struktur pro analogové obvody, tvorba
kremikového kompildtoru, navrh integrovanych senzort pro biomedicinu, navrh analogovych integrovanych
obvodd pro umélé neuronové sité. Ve skupiné byla realizovdna fada integrovanych obvod( v réamci
programu Europractice a Eurochip. Po odchodu Ing. Kejhara do spole¢nosti Motorola (pozdéji ON
Semiconductor), se v roce 1997 skupina sloucila se skupinou Mikrosystéma.

Kvantové soucastky

Vedenim byl povéren doc. Ing. K. Vavrfina, CSc., ¢lenové byli doc. Ing. I. Adamcik, CSc., prof. Ing. Kodes,
DrSc. a doc. Ing. Z. Burian, CSc. Skupina se zaméfila na modelovani balistického transportu, nestacionarniho
transportu a kvantovych jevd v heterostrukturach, navrh a diagnostika jednoduchych kvantovych struktur.

Simulace soucastek

Skupina (doc. RNDr. J. Voves, CSc. — vedouci, Ing. M. Derian) byla zalozena v roce 1990 a méla
podporovat védecko vyzkumé aktivity vsech odbornych skupin katedry. Cilem bylo zavedeni techniky Monte
Carlo do stdvajicich technologickych a device simuldtor(. Vyzkum se soustredil na 2D simulaci transportu v
submikronovych MOSFETech a 2D simulaci iontové implantace.

Opticka laboratof

V roce 1989 bylo rozhodnuto podporovat skupinu iontové implantace a diagnostiky vykonovych
soucastek metodami optické spektroskopie (fotoluminescence), které mély byt vyuZity i pro planované
studium kvantové vdzanych struktur. Vytvorenim laboratore byl povéren Ing. V. Matous. Po jeho odchodu z
katedry projekt zanikl a optickou laboratof prevzala nové vytvorena skupina Optoelektroniky. Pracovisté
optickych spektroskopii byla realizovdna az o nékolik let pozdéji v ramci skupiny Polovodicova elektronika.

Zmény ve védecko vyzkumné orientaci katedry probihajici po roce 1989 se odrazily i v laboratornim
vybaveni katedry. Jednou z hlavnich védecko vyzkumnych priorit prvni poloviny devadesatych let je rozvoj
navrhu integrovanych obvodd (ECAD) a simulaci ¢innosti polovodi¢ovych struktur (TCAD). Diky aktivitam
prof. Ing. J. Vobeckého,DrSc. a doc. Ing. |. Adamcika, CSc. vznika laboratof pro navrh elektronickych systému
(ECAD) vybavena deseti vykonnymi pracovnimi stanicemi SUN (vedouci Ing. Kejhar a nasledné Ing. J.
Jakovenko, PhD). Navazana mezinarodni spoluprace a ziskana grantova podpora ji umoZiuji vybavit
Spickovym navrhovym systémem CADENCE a TCAD simuldtory firmy SILVACO. Nové vznikla skupina
Optoelektroniky vedend doc. Schrofelem prejima v roce 1992 doposud nevyuZitou optickou laborator
budovanou v mistech byvalého vypocetniho strediska katedry. Zde pak buduje fadu aparatur pro
charakterizaci planarnich vinovodnych struktur. Laborator diagnostiky se déli na dvé ¢asti — Diagnostiku
integrovanych obvodu (Ing. Kejhar) a Diagnostiku polovodicovych struktur (doc. Ing. P. Hazdra, CSc.). V roce
1997 dochazi k likvidaci pracovisté iontové implantace. Katedra tak kromé iontového implantatoru pfichazi i
o chemickou laboratof. V nasledujicim roce vznikda na misté laboratore Diagnostiky a optické laboratore
Centrum mikrosystéma (prof. Ing. M. Husdk, CSc.). Opticka laboratof se stéhuje do vétsich prostor nové
ziskanych v prostorach v halovych laboratofich. V byvalé mistnosti technik( v suterénu bloku B2 pak vznika
Laborator kvantové elektroniky a spektroskopie pevnych latek, kde jsou umistény a déle rozvijeny elektrické
a optické spektroskopické metody (doc. Ing. P. Hazdra, CSc.). Zmény se nevyhnuly ani laboratofim
umisténym ve druhém patre bloku C3. Konstrukéni laboratof Elektronickych obvod(l se méni na Laboratof
mikroprocesorové techniky (vedouci Ing. Z. Rozehnal, CSc., Ing. T. Vitek) a v byvalé laboratofi 215 skupiny
Diagnostiky materiald a struktur vznika Laboratof diagnostiky vykonovych soucastek a mikroprocesora (Ing.
V. Zahlava, CSc.). Zde je pod vedenim prof. Vobeckého realizovdna fada unikatnich metod pro charakterizaci
vykonovych polovodicovych soucastek.
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5.3 Soucasnost

Soucasny rozsah védecko vyzkumné cinnosti katedry je srovnatelny s pedagogickymi aktivitami v
bakaldrskych, magisterskych a doktorskych studijnich programech. Katedra se podili na feSeni Ctyr
vyzkumnych zamér( (MSM6840770012 Transdisciplinarni vyzkum v oblasti biomedicinského inZzenyrstvi I,
MSM6840770014 Vyzkum perspektivnich informacnich a komunikaénich technologii, MSM6840770015
Vyzkum metod a systém( pro méreni fyzikdlnich veli¢in a zpracovani namérenych dat, MSM6840770017
Rozvoj, spolehlivost a bezpecnost elektroenergetickych systému) a Fesi fadu mezinarodnich i tuzemskych
grantovych programd : 6. RP EU - The Application of Polymer Electronics Towards Ambient Intelligence,
Target - Top Amplifier Research Group In European Team - Development of RF Power Amplifier for
Telecommunication, 7. RP EU — Morgan — Materials for Robust Gallium Nitride; GACR - Moderni metody
feSeni navrhu a aplikace elektronickych obvod(, Vyzkum, vyvoj a optimalizace méficich systému a
vyhodnocovani nejistot méreni pfi jejich pouZiti v praxi, MINASES - Mikro a nano senzorové struktury a
systémy se zabudovanou inteligenci, InZenyrstvi kvantovych tecek, Spintronické aplikace feromagnetickych
polovodi¢ovych nanostruktur, Syntéza novych poruch v kiemiku pomoci iontového ozareni pro budouci
aplikace v polovodi¢ové technologii, AVCR - Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice
vytvofené elektronovou litografii, Opticka 3D-DVD pamétova média na bazi novych fotochromatickych
polymer(; apod. Vyzkumnd skupina Polovodi¢ové elektroniky je také souéasti Centra zakladniho vyzkumu
Priprava, modifikace a charakterizace materiall energetickym zarenim, jehoz jadrem je vysokoenergeticky
urychlovac Tandetron. Probiha aktivni vyzkumna a vyvojova spoluprace s pridmyslovymi partnery (Freescale,
ST Microelectronics, ABB, ON Semiconductor, ASICentrum, S3 Group, Polovodice, apod.), zahrani¢nimi i
tuzemskymi univerzitami a vyzkumnymi centry (Fyzikdlni Gstav a Ustav jaderné fyziky AVCR, FZ Dresden,
Elektrotechnicky ustav SAV, TIMA Laboratory Grenoble, Texas Institute of Science, ISEN Toulon, TU Wien,
STU Bratislava, VUT Brno, VSCHT, MFF UK, apod.). Katedra je ¢lenem mezindrodnich a tuzemskych
védeckych sdruzeni a center. Védeckd a vyzkumna cinnost je organizovana ve tfech odbornych skupinach:
Polovodicova elektronika, Mikrosystémy a integrované obvody a Optoelektronika.

Polovodic¢ova elektronika

Skupina vznikla v roce 1992 sloucenim skupin lontové implantace, Vykonové elektroniky, Kvantovych
soucastek a Simulace soucastek. Vedenim byl povéren doc. Ing. P. Hazdra, CSc. a jejimi aktivnimi ¢leny se
stali prof. Ing . J. Vobecky, DrSc., doc. RNDr. J. Voves, CSc., Ing. V. Zahlava,, CSc., prof. Ing. J. Kodes, DrSc. a
Ing. Z. Rozehnal, CSc. Ve skupiné pusobila a plsobi fada doktorandd ( Ing. F. Spurny, Ing. J. Rubes, Ing. J. Vit,
Ing. P. Sichrovsky, Ing. J. Tayari, Ing. H. Cermakova, Ing. A. Mackal, Ing. R. Jackiv, Ing. D. Kolesnikov, Ing. T.
Trebicky, Ing. M. Atef, Ing. M. Janoudek, Ing. Z. Sobaf), z nichz Mgr. V. Komarnickij, PhD. se stal fadnym
¢lenem skupiny.

Védecko-vyzkumna cinnost skupiny je orientovdna do oblasti ndvrhu, simulace a charakterizace
modernich polovodi¢ovych struktur, technologii jejich vyroby a aplikaci elektronickych soucastek a
integrovanych obvod(. Vyzkum je zaméren na ndvrh, charakterizaci a simulaci kvantové rozmérovych
struktur vytvofenych ve spolupraci s Fyzikalnim Gstavem AV CR metodami MBE a MOVPE (lasery, rezonanéni
tunelovaci diody, tranzistory HEMT), na studium a vyufZiti krystalovych poruch v polovodicich, na simulaci
technologického procesu vyroby a cinnosti integrovanych struktur. Vyznamnym oborem ¢innosti je navrh,
simulace a realizace aplikac¢né specifickych vykonovych polovodic¢ovych soucastek opirajici se o technologii
vysokoenergetického iontového a elektronového ozarovani. V této oblasti skupina dosahla znacného
mezinarodniho ohlasu, coZ se mj. projevilo kooperaci s fadou vyznamnych vyrobcl vykonovych polovodict:
ABB Switzerland, Infineon, Freescale, Dynex, Polovodice a. s. V oblasti aplikaci integrovanych obvodu se
skupina orientuje na testovani jednocipovych 8-, 16- a 32-bitovych mikrokontrolérd v podminkach proudové
injekce (dlouholetd spoluprace s firmou Motorola — pozdéji Freescale), podili se na vyvoji programovacich
nastrojli pro programovatelné logické automaty, aplikacemi programovatelnych logickych obvodl a
metodikou navrhu plodnych spojti s ohledem na jejich elektromagnetickou kompatibilitu. Jako prvni v Ceské
republice zacala skupina vyuzivat simulaéni nastroje TCAD, nasledné je zavedla do vyuky a v CR je trvale
hlavnim pra-covistém v tomto oboru. Skupina spolupracuje s fadou univerzit (University of Lund, Ruhr
Universitat Bochum), vyzkumnych ustav (CNM Barcelona, FZ Dre-sden/Rossendorf, IPF Dresden, FzU a UJF
AV CR) a $pickovych primyslovymi podnikil v zahraniéi i tuzemsku (ABB Switzerland, Siemens, Infineon,
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Freescale, Motorola, TESLA Sezam, ON Semiconductor, Polovodice, atd.). Védecké vysledky skupiny dosahly
znaéného mezindrodniho renomé, rada technickych vystupl je patentové chranéna v zahranici i tuzemsku. V
posledni dobé se skupina zaméfuje na oblast nanoelektroniky (charakterizace kvantovych tecek) a
spintroniky (charakterizace feromagnetickych polovodi¢ovych vrstev, vyuZiti nanolitografie pro zvyraznéni
spintronickych jevd, apod.). Skupina je soucasti Centra zakladniho vyzkumu "Pfiprava, modifikace a
charakterizace materialG energetickym zarenim".

Mikrosystémy a integrované obvody

Pracovni skupina mikrosystémy vznikla pod vedenim prof. Ing. M. Husdaka, CSc. v roce 1996 jako dalsi
odborné vyvojové stadium v oblasti vyzkumu, vyvoje a pedagogickych aktivit modernich elektronickych
struktur a obvod(. Vznik této pracovni skupiny bylo logické vyusténi rozvoje odborné problematiky senzord
a senzorovych systémd, kterd byla na katedre postupné budovana a zarazovana do vyuky a vyzkumu jiz od
roku 1990. K této skupiné byla o rok pozdéji ptipojena skupina navrhu integrovanych obvodu. Se vznikem
této skupiny se na katedre zacaly resit nové odborné problematiky naleZejici do oblasti mezioborovych
znalosti, nové mikrosystémové technologie, jako napf. MEMS a nasledné NEMS. V této skupiné bylo také
budovano od roku 1997 Centrum mikrosystémyi, jako projekt podporovany MSMT (specializovana laboratof
na CVUT pro vyvoj a diagnostiku mikrosystéma a mikrosenzor( a integrovanych embedded systém). Jadro
pracovni skupiny tvofili pracovnici katedry a Centra mikrosystému — prof. Husdk, Ing. Kirschner, Ing. Tesat,
doktorandi — Ing. Palan, Ing. Huja, Ing. Bilkova, Ing. Gronat, Ing. Halaska, Ing. Jelinek, Ing. Seidenglanz, Ing.
Stary, Ing. Svorc, Ing. Sysr, Ing. Tejkl, Ing. Teofil, Ing. Vafa, Ing. Vizner, Ing. Jakovenko. Pozd&iji se pFipojili
dalsi doktorandi — Ing. Suchanek, Ing. Vrchota, Ing. Sim(inek, a i dal3i.

V soucasnosti plsobi v této pracovni skupiné prof. Husak, Ing. J. Jakovenko, Ph.D, doc. Ing. Z. Burian,
CSc., doc. Ing. J. Foit, CSc., Ing. L. Jirdsek, CSc., Ing. P. Kulha, Ing. J. Novak, Ph. D., Ing. V. Janicek, Ing. A.
Boura, Ing. T. Teply, Ing. T. Vitek a dale doktorandi Ing. J. Kroutil, Ing. A. Laposa a Ing K. Fryd, Ing. Taragel,
Ing. Baloun, Ing. Scheirich, Ing. Kubatr.

Védecko-vyzkumna cinnost se orientuje do nékolika odbornych oblasti. S podporou svétovych
standard( software i hardware jsou zde profesiondlné navrhovany analogové a digitalni integrované
obvody, mikrosenzory, mikroaktudtory a mikrosystémy s aplikacemi MEMS a NEMS (Si, GaAs, AlGaN)
pozornost je vénovdna predevsim modelovani mechanickych a tepelnych viastnosti, systémy pro bezdratovy
pfenos senzorovych a aktuatorovych dat a napdjeci energie, inteligentni senzorové systémy pro fizeni,
monitorovani a ochranu Zivotniho prostredi, elektronické bezpecnostni systémy , senzorové a aktuatorové
vybaveni inteligentnich budov a dalsi. Pozornost je dale vénovana vyzkumu polymerovych elektronickych
obvodu a senzord, problematice EMC a ruseni v integrovanych obvodech a mikrosystémech, vyvoji aplikaci
senzorl pro méfeni kontaminace Zivotniho prostredi, vyzkumu a vyvoji autonomnich mikronapajecich
zdrojl, vyzkumu specialnich mikrosystému pro biomedicinu apod.

V oblasti mikrosystému se zaméfuje zejména na vyvoj senzorl mechanického namahani, tlaku, senzor(
plynu, mikrovinného zareni nebo nékterych aktuatorli, jako napf. integrované matice kfemikovych
mikrozrcatek, MEMS komponenty Lab-on-Chip, jako napf. mikropumpy, mikroventily, mikrofluidické
kanalky. V této oblasti je téZ vyvoj soustfeduje na vyvoj specidlnich mikrosystémovych soucasti
biomedicinskych zafizeni, napt. vyvoj integrovanych mikroelektrod s bezdratovym prenosem senzorovych
signall, vyvojem mikrosenzord a mikrosystém( pro biomedicinské Ucely (ISFET, struktury pro méreni
biopotenciald, teplotni senzory oddolné EMC apod.). Jsou zde feSeny problémy spojené s napdjenim
mikrosystémU (integrované mikrozdroje), struktury inteligentnich senzorl a mikrosystémd, navrh a
modelovani MEMS struktur. Byly zde navrieny a realizovany elektronické pritokoméry, integrované
struktury pro méreni rychlosti a sméru proudéni vétru, bezkontaktni integrované mikrosystémy pro méreni
tlaku nebo integrované mikrosenzory pro méreni mikrovinného zareni.

Pracovni skupina aktivné spolupracuje s vyznamnymi ceskymi a zahrani¢nimi institucemi a
pramyslovymi partnery pfi feseni védecko-vyzkumnych ukold, jako napf.: Problematika navrhu analogovych
a digitalnich integrovanych obvodl (ST Microelectronics, Praha, ASICentrum a.s. Praha, S3 Group, Praha,
CertiCon a.s. Praha), MEMS senzorové struktury (TIMA Laboratory, Grenoble, Francie, Texas Institute of
Science, USA, VZLU Praha-Letfiany), 32 bitové mikrokonroléry (Escole Centrale, Marseille, ISEN Toulon, firma
Renesas), MEMS struktury pro specidlni senzory (EU SAV, Bratislava, FZU AV CR Praha, MU Brno), fyzikalni
vlastnosti senzorl (Robert Bosch) a dalsi. Védecko-vyzkumna ¢innost skupiny je podporovana zapojenim do
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tuzemskych a do celé fady vyznamnych evropskych védecko-vyzkumnych projektd, kdy byly vytvoreny
odborné vazby na fadu pfednich védeckych i akademickych pracovist v Evropé.

Optoelektronika

Znovuvytvoreni skupiny Optoelektroniky na katedre v roce 1992 je spojeno s prichodem vyznamného
odbornika na integrovanou optiku doc. Ing. J. Schréfela, DrSc. z Tesly VUST. doc. Ing. J. Schrofela, DrSc. ve
skupiné doplnuje doc. Ing. Z. Burian, CSc. a oba zahy ziskavaji fadu doktorandu (Ing. T. Honc, Ing. P. Novak,
Ing. I. Smelhaus, Ing. J. Kosikova, Ing. T. Hamr, Ing. J. Burdik, Ing. M. Slune¢ko, Ing. L. Polivka, Ing. Z. Brychta,
Ing. P. Capek, PhD., Ing. V. Prajzler, Ing. K. Budek, Ing. A. Arcinega), ktefi se aktivné zapojuji do védecko
vyzkumné cinnosti. Skupina se zaméruje na studium a rozvijeni technologii vyroby pasivnich a aktivnich
vinovodnych struktur v Gzké spolupraci s VSCHT a URE AV CR. Jednalo se napf. o pFipravu optickych
vinovod na LiNbO; protonovou vymeénnou a diftzi, technologickymi postupy pfipravy aktivnich vinovodl na
specialnich sklech, dotaci vinovod( erbiem iontovou vyménou Er za Na a technologii pfipravy optickych
vinovodi realizovanych tenkymi vrstvickami C, CN a GaN vcetné studia dotace Er pro vytvoreni opticky
aktivniho vinovodu. Po Umrti doc. Ing. J. Schrofela, DrSc. vede skupinu, kterd se rozsitila o Ing. V. Prajzlera,
Ph. D., jeho spolupracovnik z Tesly VUST Ing. V. Jefabek, CSc.

Hlavnim pfedmétem zajmu vyzkumné skupiny optoelektroniky je vyzkum novych vinovodnych struktur
a soucastek vhodnych pro FeSeni integrovanych optickych a optoelektronickych obvodd. V pribéhu
posledniho obdobi byly feSeny zejména tyto problematiky: pfiprava a ovérfeni vlastnosti novych typl
planarnich pasivnich i aktivnich vinovod, jejich technologickym zakladem je aplikace rdznych difuznich
technik ve specialnich sklech, nékterych optickych krystalech a v posledni dobé také polymerech. Pfiprava a
vyzkum vlastnosti novych typl planarnich elektrooptickych struktur pro distribuci a ovladani optického
zareni. MozZnosti vyuZiti vybranych typ( aktivnich vinovod( pro feSeni planarnich vinovodnych laser( a
zesilovacli. MozZnosti FfeSeni nékterych optickych a optoelektronickych integrovanych struktur pro
telekomunikacni, méfici a senzorové aplikace. Vyzkumnd skupina optoelektroniky disponuje dvémi
specializovanymi laboratofemi: laboratofi pro méreni optickych vinovodnych struktur, laboratofi pro
vyzkum optoelektronickych soucastek.

Na katedie dnes nalezneme celkem Sest vyzkumnych laboratofi, které jsou ve spravé jednotlivych
odbornych skupin: Centrum mikrosystémd — CEMIS (Mikrosystémy a integrované obvody), Laborator
mikroprocesorové techniky a bezdratovych senzorovych technologii (Mikrosystémy a integrované obvody),
Laboratof kvantové elektroniky a spektroskopie pevnych latek (Polovodi¢ova elektronika), Laboratof
diagnostiky vykonovych soucastek a mikroprocesor(i (Polovodic¢ova elektronika) a Laboratof planarnich a
hybridnich optoelektronickych integrovanych struktur (Optoelektronika). Laboratof navrhu integrovanych
obvodd, senzort a mikrosystému je spolecné vyuzivana skupinou Mikrosystému a integrovanych obvodu
(ndvrh integrovanych obvodl a mikrosystém() a Polovodicové elektroniky (simulace c¢innosti
polovodic¢ovych struktur).

Laboratof navrhu integrovanych obvodt, senzorti a mikrosystému

Tato laboratofr, ktera slouzi pro védecko-vyzkumné i vyukové ucely, je vybavena 22 vykonnymi PC
pracovnimi stanicemi Intel architektury, vykonnym SUN serverem a 7 pracovnimi stanicemi SUN. V
laboratofi je nainstalovan software pro navrh integrovanych obvodid, mikrosystém( a polovodicovych
soucastek (CADENCE, OrCAD, ConventorWare, TCAD, ISE, Mentor atd.). Software balik od firmy CADENCE je
uznavanym svétovym standardem pfi ndvrhu integrovanych obvod( a jejich simulaci. Dalsi instalovany
software ConventorWare slouzi k simulaci elektro-mechanickych a optickych mikrosystém, OrCAD software
pro kompletni ,Design Flow" desek plosnych spoji. Na pracovnich stanicich SUN je k dispozici programovy
balik firmy SILVACO pro analyzu, ndvrh a simulaci chovani zakladnich elektronickych soucastek. Laborator je
vybavena profesionalnim navrhovym systémem ISE firmy XILINX a Fadou vyvojovych kitd umoZnujicich
navrh, realizaci a verifikaci integrovanych systému na bazi programovatelnych hradlovych poli a systém( na
Cipu. Laboratof je na FEL umisténa v prostorach oznacenych (C3-s143).

Centrum mikrosystémua - CEMIS

Centrum mikrosystémU je vybaveno méficimi a diagnostickymi pfistroji pro analyzu integrovanych
obvodd, senzorli a mikrosystém, dale slouZi k pocitacovému zpracovani a vyhodnoceni diagnostickych dat,
apod. V laboratofi jsou k dispozici napf. nasledujici pristroje: mikroskop s CCD kamerou Olympus BX60F5,
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presny polovodicovy analyzator Agilent 4156C, digitalni osciloskop Agilent 57833D, spektralni analyzator
Agilent E4401B, pikoampérmetr Keithley 6485, presny zdroj Keithley 2400 a dalsi zakladni méfici pristroje,
které je mozné zapojit do automatizovaného mériciho fetézce pomoci HP-IB sbérnice. Laborator je na FEL
umisténa v prostorach oznacenych (C3-s142).

Laboratof mikroprocesorové techniky a bezdratovych senzorovych technologii

Laboratof je urCena predevsim k podpofe vyvoje mikroprocesorovych aplikaci a bezdratovych
prenosovych technologii. Je vybavena osciloskopem s 16-kanalovym logickym analyzdtorem, generatorem
funkci, nékolika nf signdlovymi generatory, laboratornimi zdroji, multimetry, univerzalnim paralelnim
programatorem a nékolika sériovymi programatory fady integrovanych obvodu. V laboratofi jsou k dispozici
vyvojové kity 8-bitovych mikrokotrolérli Atmel AVR, Microchip a 16-bitovych mikrokotrolérli Renesas. Dale
jsou k dispozici vyvojové desky pro GSM/GPRS komunikaci, GPS, RFID identifikaci, bezdratové komunikace
Bluetooth a ZigBee, inteligentni budi¢e krokovych motord apod. Laboratof je na FEL umisténa v prostorach
oznacenych (A3-216).

Laboratof nanoelektroniky a elektroniky polovodi¢a

Laboratof nanoelektroniky a elektroniky polovodicl je vybavena rfadou unikatnich metod slouzicich k
charakterizaci modernich polovodi¢ovych materiald a struktur, kvantové rozmérovych polovodiovych
struktur a nanostruktur. Laborator je vybavena fadou spektroskopickych metod (fotoluminescence,
elektroluminescence, infracervena absorpce a fotomodulovana reflexe) umozriujicich studium optickych
vlastnosti ve viditelné a blizké infracervené oblasti. Aparatury kapacitni (DLS-82E a DLS-83D) a proudové
spektroskopie hlubokych urovni umoznuji charakterizovat elektricky aktivni poruchy v polovodici s citlivosti
dosahujici fadu tisicin ppb. Dale je laboratof vybavena AFM/STM mikroskopem Ntegra firmy NT-MDT, ktery
umoznuje zobrazovat topologii nanometrovych polovodi¢ovych struktur a tyto struktury modifikovat
pomoci nanomanipulace a lokal-ni anodické oxidace. Laboratof je ddle vybavena dvéma heliovymi kryostaty
s uzavienym cyklem (Oxford Instruments, Janis), které umoznuiji realizovat elektrickou (I-V, C-V) a optickou
charakterizaci v Sirokém rozsahu teplot od 8 K do 450 K a v magnetickém poli. Laboratof je na FEL umisténa
v prostorach oznacenych(B2-s141f).

Laboratof diagnostiky vykonovych soucastek a mikroprocesorti

V laboratofi jsou umistény unikdtni mérfici metody pro charakterizaci vykonovych polovodi¢ovych
struktur v rozsahu napéti do 5 kV a proudd do 4 kA. Jednd se o méreni zavérnych proud(, propustnych
Ubytk( napéti pfi konstantni teploté a pfitlaku a doby zavérného zotaveni vykonovych diod. Vyviji se v ni
nové mérici metody pro méreni vlastnosti vykonovych diod a tranzistord. Nachazi se zde pracovisté pro
testovani mikrokontrolérG v podminkach proudové injekce do substratu Cipu a je zde téZ pracovisté pro
osazovani SMT. K pfristrojovému vybaveni patfi: rychly digitalni 4-kanalovy osciloskop LeCroy, fada
programovatelnych meéficich pfistrojd s HPIB sbérnici pro automatizované méreni, tfi PC pro
automatizované tizeni méficich procesu, jedno PC pro elektronicky navrh s vyvojovymi prostfedim pro
mikrokontroléry Freescale, Atmel a Microchip a dale jedno PC s balikem programu CADENCE - OrCAD pro
navrh elektronickych schémat, obvodové simulace a navrh vicevrstvych desek plosnych spojl. Laboratof je
na FEL umisténa v prostorach oznacenych (A3-215).

Laborator planarnich a hybridnich optoelektronickych integrovanych struktur

Laboratof slouZi pro védecko-vyzkumnou a vyukovou ¢innost v oblasti planarni optiky a hybridnich
optoelektronickych integrovanych struktur. SlouZi k charakterizaci technologie vyroby a méreni
charakteristik planarnich optickych vinovodu jako jsou vidova spektra, méreni utlumu a méreni vyzarovacich
charakteristik zatizenim Beam Profiler od fy. ThorLab. Laboratof umozZnuje pracovat s technologickymi
zafizenimi pro zhotoveni planarnich hybridnich optoelektronickych obvod(: optickym mikromanipulatorem,
pajecim centrem a kontaktovacim zafizenim a dalSimi. Laboratof je na FEL umisténa v prostorach
oznacenych (E1-102b,c).

Fotografie laboratofi a pracovist katedry mikroelektroniky z roku 2008 jsou uvedeny v pfiloze II.

doc. Ing. P. Hazdra, CSc.
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6. Spoluprace katedry s primyslem

Kratce po svém zaloZeni navazuje katedra, v intencich svého poslani podporovat rozvoj
mikroelektroniky v CSSR, spolupraci s nejvyznamnéj$imi podniky ceskoslovenského polovodic¢ového
primyslu, zejména pak s institucemi umisténymi v prazském regionu. Jednd se predeviim o CKD Polovodice,
nejvyznamnéjsiho vyrobce vykonovych polovodi¢ovych soucastek v zemich sovétského bloku, a Vyzkumny
Ustav sdélovaci techniky A. S. Popova (VUST), vyvojové centrum koncernu TESLA. To v osmdesatych letech
umozni katedre ucast na reseni statnich védeckych Ukoll, jejichZ jsou obé instituce resiteli, a nasledny rozvoj
jejiho védecko vyzkumného zazemi. Katedra se tak podili na vyvoji a kontrole vyroby vykonovych
polovodic¢ovych soucdstek, unipolarnich integrovanych obvodd CMOS velmi vysoké integrace a digitalnich i
analogovych integrovanych obvod( na bazi GaAs. Spolupréce vede k zaloZeni Spole¢ného pracovisté iontové
implantace, jehoZ Cinnost pak predstavuje nejvétsi prinos katedry rozvoji vyroby polovodicové techniky v
tehdejéim Ceskoslovensku. Pracovi§té umoZfiuje intenzivnéjéi kontakt katedry s primyslovou praxi.
Zaméstnanci CKD Polovodice a Tesly VUST pracuji na pGdé CVUT, akademicti pracovnici pak vyuZivaji
odbornych stazi ve vySe uvedenych podnicich. Pracovisté iontové implantace se postupné stava
poskytovatelem technologie implantace pro cely Cesky region a intenzivné spolupracuje i s ostatnimi
implantaénimi skupinami v CSSR (Tesla Roznov, Tesla Piestany, katedra mikroelektroniky SVST Bratislava).
Rozsifuje se tak pocet primyslovych partnerd, pro které je zajistovan v ramci hospodétskych smluv vyvoj
implantaénich technik a navaznych technologii (Tesla Roznov, Tesla Piestany, Tesla Vakuova technika,
Monokrystaly Turnov, apod.). V oblasti optoelektroniky probiha spoluprace s podniky Tesla Blatnd a Tesla
Vrchlabi, jejiz naplni je studium optoelektronickych struktur a jejich Zivotnosti. Expertni zkuSenosti
pracovnikd katedry a jeji technické vybaveni jsou vyuZivany primyslovymi partnery v ramci hospodaiskych
smluv (podniky koncernu CKD — vykonova technika, Pramet Sumperk — vyvoj tenzometr(i, Cementarny a
vapenky Prachovice — vyvoj méfici techniky, Tesla VUPIT Pfemysleni - vyvoj pfistrojii pro méfeni zareni,
UVVR Hostivar - ozafovani vzork(l apod.). Obdobné je také vyuzivana volna kapacita vypoletniho stiediska
katedry vyzkumnymi Gstavy.

Zmény probihajici po roce 1989 vyznamné ovlivnily spolupréci katedry s pramyslem. Ceskoslovensky
elektrotechnicky primysl se dostal do vleklé krize, doslo k bolestné transformaci (Tesla Rozinov, CKD
Polovodice, Tesla Vakuova technika) &i likvidaci tradi¢nich partnerd (Tesla VUST, Tesla Vrchlabi). Sou¢asné
doslo k ukonceni statnich vyzkumnych Ukold, ¢imz mizi i formalni rdmec spoluprace. To se na zacatku
devadesatych let projevilo postupnym poklesem kontaktll s primyslovou sférou, v poloviné devadesatych
let pak spoluprace s tuzemskymi podniky témér zanika. Casteénou nahradou je zapojeni katedry do
mezinarodnich programid s ucasti zahrani¢nich podnikd a instituci (1994 program COPERNICUS: Design
Automation for Real-Time Signal Processing - navazani spoluprace s IMEC Leuven, 1995 je katedra ¢lenem
konsorcia EUROCHIP/EUROPRACTICE). O jeji védecko-vyzkumny potencial se soudasné zatinaji zajimat
nejvyznamnéjsi mezinarodni spolecnosti podnikajici v oboru mikroelektroniky. V roce 1995 zacina
dlouhodoba spoluprace s Motorola European Semiconductor Group (poradani prezentaci, exkurzi, staze
pracovnikd katedry a zapojeni do vyvojové cinnosti podnik( skupiny), kterd vyustila v dlouhodobou
spolupraci v oblasti testovani odolnosti mikrokontrolérd proti proudové injekci. Na tomto poli katedra
vyznamné prispéla k vyvoji unikdtni charakterizacni techniky, kterd prispéla k vytvoreni technickych
specifikaci pro desitky mikrokontrolérli vyrabénych firmou Motorola, pozdéji Freescale. Mezinarodni
renomé katedry v oblasti vyuZiti iontovych svazkd pro lokalni fizeni doby Zivota vede k navazani spoluprace s
nejvyznamnéjsimi vyrobci vykonovych polovodi¢ovych soucastek ABB Switzerland Ltd., Semiconductors
(1996 - dosud), Infineon (2000), Dynex (2004-5), Freescale Semiconducteurs France (2006). Reiena je
predevsim problematika ndvrhu, simulace a charakterizace aplika¢né specifickych vykonovych struktur.
Nékteré technologické postupy pro lokalni fizeni doby Zivota nositeldl naboje netradi¢nimi postupy jsou v
ABB Switzerland vyuZivany pfi vyrobé diod s rychlou komutaci dodnes.

0Od poloviny devadesatych let se také zacinaji oZivovat kontakty s byvalymi tuzemskymi primyslovymi
partnery a jejich nastupci: MESIT Uherské Hradiité, Polovodice a. s. (transformované CKD Polovodice),
ASICentrum Praha (zaloZeno pracovniky Tesly VUST), Jablotron Liberec, TESLA Sezam (&ast transformované
Tesly Roznov), DATTEL Praha, Magneton Kroméfiz (testovani Zenerovych diod), apod. Rozviji se také
spoluprace s MOTOROLA Czech Design Center Roznov (vyvoj softwaru a knihoven pro technologii EP144 a
EPI 92 v navrhovém prostfedi CADENCE), simulace detektor( jadernych Castic, kurzy simulace v prostredi
TCAD (ON Semiconductor Roznov). V oblati navrhu integrovanych obvodd spolupracuje dale katedra s
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firmami CertiCon (ndvrh analogovych a digitalnich integrovanych obvod( pro biomedicinské pouziti) nebo v
oblasti diagnostiky ST Microelectronics (charakterizace makrobunék v BCD procesu). V roce 2004 je na
katedre vybudovano na zakladé podpory konsorcia navrharskych firem design centrum CADENCE. V oblasti
navrhu senzordl a mikrosystémi dale katedra spolupracuje s firmami BOSCH Ceské Budgjovice (analyza
fyzikalnich vlastnosti senzorl) a Pureceram Hradec Kralové (vyvoj keramickych nosi¢d pro
mikro/nanoelektroniku a integrované mikro/nanosenzory). Na spolupréci vyzkumné i pedagogické Cinnosti
katedry se podili predevsim firmy Motorola, Asic centrum, Cadence a dalsi.

| v soucasnosti, vérna své tradici, katedra spolupracuje v oblasti navrhu analogovych a digitalnich
integrovanych obvodd s fadou renomovanych vyrobcll a navrhovych center - ST Microelectronics Praha, S3
Group Praha a ASICentrum Praha. Vyznamna je i spoluprace s firmou CADENCE San Jose, USA v oblasti
navrhu RF a wireless integrovanych obvodu a Chipinvestem Brno pii navrhu a aplikacich mikrosystémovych
struktur nebo Texas Institute of Science, USA pti navrhu a diagnistice mikrosystému pro fizeni pritoku.
Nepretrzité pokracuje spoluprace s firmami Polovodi¢e a. s. Praha a ABB Switzerland, Semiconductors
Lenzburg pfi vyvoji vykonovych polovodi¢ovych soucastek na bazi kfemiku a novych technologii jejich
vyroby. Ve spolupraci s Teslou Sezam a. s. RoZznov pod Radhostém probiha vyvoj pocitacovych simulaci
integrovanych struktur. Neustale také probiha testovani odolnosti mikrokontrolérd a systém na Cipu proti
proudové injekci pro firmu Freescale Semiconductors UK, East Kilbride, Velkd Britanie. V oblasti
optoelektroniky katedra kooperuje s firmami Chromaspec s. r. o. na vyzkumu technologii pfipravy
vlaknovych optickych senzord pro detekci plynt, Aseko s. r. o (vyzkum technologii pfipravy plynovych
optickych senzorl) a Mikrotom s. r. o. (vyvoj optickych modullli pro méfeni a demonstraci optického
sdélovani).

doc. Ing. P. Hazdra, CSc.
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7. Prehled pracovnikl katedry a studentt doktorského studia v letech 1976 - 2008

7.1 Pracovnici s odbornym profilem
Vedouci katedry

Ak. Dr. Ing. Josef Stransky, DrSc.
prof. Ing. Rudolf Donocik, DrSc.
prof. Ing. Milan Kubat, DrSc.
doc. Ing. Ivan Adamcik, CSc.
prof. Ing. Miroslav Husak, CSc.

Profesofi na katedie

prof. Ing. Lubomir Hudec, DrSc.
prof. Ing. Jifi Kodes, DrSc.

prof. Ing. Oto Valcik, CSc.

prof. Ing. Jan Vobecky, DrSc.

Docenti na katedre

doc. Ing. Zdenék Burian, CSc.

doc. Ing. Julius Foit, CSc.

doc. Ing. Pavel Hazdra, CSc.

doc. Ing. Ladislav Pelikan, Csc.

doc. Ing. Josef Schrofel, DrSc.

doc. Ing. Miroslava Semberova, CSc.
doc. Ing. Vladimira Trestikova, CSc.
doc. Ing. FrantiSek Vanicek, CSc.
doc. Ing. Karel Vavfina, CSc.

doc. RNDr. Jan Voves, CSc.

Odborni asistenti a védecko-vyzkumni pracovnici na katedie

Ing. Adam Boufra doc. Ing. Petr Machac, CSc.
prof. Michal Cada, Ph. D., Ing., P. Eng. RNDr. Jan May, CSc.

Ing. Marcel Derian doc. Ing. Vladimir Myslik, CSc.
Ing. Michal Hatle, CSc., Dr. Eng. Ing. Josef Nahlik, CSc.

Ing. Petr Hrassky Ing. Jan Novak, Ph.D.

Ing. Jifi Jakovenko, Ph.D. Ing. Petr Palas

Ing. Vladimir Janic¢ek Ing. Vaclav Prajzler, Ph.D.
Ing. Martin Jaros, CSc. Ing. Jifi Samek, CSc.

Ing. Vitézslav Jefabek, CSc. JUDr. Ing. Josef Skoda

Ing. Lubor Jirdsek, CSc. Ing. Tomas Teply

doc. Ing. Josef Kokes, CSc. Ing. Jan Vesely, CSc.

Mgr. Volodymyr Komarnitskyy, Ph.D. Ing. Tomas Vitek

Ing. Alexandr Krejcirik, CSc. Ing. Vit Zahlava, CSc.

Ing. Pavel Kulha

Sekretariat a technici
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Rendata Burianova
Miroslav Hornik

7.2 Dalsi pracovnici katedry

BARTOS M., Ing.

COPAK L., Ing.

JANDEJSEK Bof¥ivoj

KEJHAR Martin, Ing.CSc.
KIRSCHNER Michal, Ing.
KONIR L., Ing., CSc.
MATOUS Vladimir, Ing.
PLESTIL A., Ing., CSc.
ROZEHNAL Zdenék, Ing. CSc.
RYBKA Vladimir, RNDr., CSc.
SEIDL M., Ing.

SLOUP Vladimir, Ing.CSc.

7.3 Doktorandi na katedre

Rok 1976 Rok 1986
Knap K. Jaros M.
Kokes J. Kejhar M.

Rok 1987
Rok 1978

Kren J.
Husak M. Kihn P.
Jirdsek L. Rozehnal Z.
Machac P.

Rok 1988
Rok 1981

Derian M.
Sméla D. Kohout T.
Vesely J. Maule P.
Vobecky J. Zahlava V.
Rok 1982 Rok 1989
Bednar J. Pankrac H.
Dobes J.

Rok 1990
Rok 1984

Gerat R.
Hazdra P. Novak P.
Kokesova K.

Rok 1991
Rok 1985

Bobek P.
Hatle M. Honc T.

Ivanova V.
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Lubomir Kafka
Hana Kubatova

SZANTO L., Ing., CSc.
SKODA Josef Ing.
TELINGER P., Mgr.

TESAR Petr, Ing.

TULACH Lubomir, Ing., CSc
TURYNOVA Zderika
VALCIK 0., prof. Ing.CSc.
VIT Radek, Ing.

VRBAT.

ZDENEK Richard, Ing.

Holy

KROMZA Alexandr, Ing., Ph.D.

Pricha P. Rok 1996
Rok 1992 Bilkova M.
Cermakova H.
Kosikova J. Holoubek P.
Kvacek R. Huja M.
Navratil C. Kaspar M.
Nedvéd J. Makovicky I.
PleSinger J. Rosicky M.
Svoboda P. Rubes J.
Smelhaus I. Simand| P.
Zacek K.
GOtz Martin Rok 1997
Cervencl M.
Rok 1993 Rubes J.
Jakovenko J.
Kaspar M.
Libal V. Rok 1998
Nikolic L.
Pokorny J. Burcik J.
Sichrovsky P. Hamr T.
Spurny F. Novak J.
TayariJ. Palan B.
Reznicek T.
Rok 1994 Slunecko M.
Vizner T.
Tesar P. Chmelik J.
Vit R.
Rok 1999
Rok 1995
Brychta Z.



Rok 2000

Cach Z.
Janicek V.

Rok 2001

Capek P.
Mackal A.
Polivka L.
Prajzler V.
Solarik P.
Stary O.
VanaT.
Vit J.
Gronat V.
Sysr J.

Rok 2002

Jackiv R.
Kolesnikov D.
Komarnickij V.
Kulha P.
Sawalmeh M.
Telezhnikova O.
Hubalek M.
Ondracek F.
Drahos V.
Hubdlek M.
Vanis J.

Rok 2003

Arciniega J.
Seidenglanz M.
Svorc J.

Zeipl R.

Harvis T.

Rok 2004

Boura A.
Blaha J.
Busek K.
Harvis T.
Suchanek P.
Svatuska M.
Trebicky T.
Cakl Z.
Otcenasek Z.
Zvéfina J.

Rok 2005

Montag R.
Teply T.
Vitek T.
Kroutil J.
Laposa A.
Teofil R.

Rok 2006

Fryd K.
Vrchota P.

Rok 2007

Hlavac O.
Kubar M.

Sim(inek Z.

Baloun J.
Taragel R.

Rok 2008

Hrcek Z.
SeligerP.
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7.4 Prehled akademického zarazeni pracovniki, vedoucich katedry a nazva katedry

Irok | Katedra Vedouci Profesor Docent (DrSc.) Odb. asistenti (CSc., PhD.) Asistenti(VVC)

67 || Teoretické ak. Stransky Holy, Hudec, Keller, Klabackova, Kadlec, Mann, | Skoda, Trestik,
radioelektroniky Neumann, Novak, Pelikan, Ptackova,

Semberova, Vanicek,

68 Neumann Foit, Holy, Hudec, Keller, Klabackova, Kadlec,
Mann, Novék, Pelikan, Ptackova, Semberova,
Vanicek,

69 || Teorie obvodu ve ak. Stransky Rieger Kvasil, Neumann Holy, Kadlec, Keller, Klabackova, Leipert, Mann, | Zejglic(lektor)
sdélovaci techn. Popp, Psenicka, Ptackova, (Martinek)
Zakladu elektroniky [ ak. Stransky Foit, Hudec, Novak, Pelikian, Semberova, Burian

Skoda, Trestik, Vanicek

70 | Teorie obvodi ve doc. Kvasil J.
sdélovaci tech.

Zakladu elektroniky [ ak. Stransky Burian, Foit, Hudec, Novak, Pelikan,
Semberova, Skoda, Trestik, Trestikova, Vanicek
71 ] Zakl. elektroniky ak. Stransky Donocik Pelikan Burian, Foit, Hudec, Semberova, Skoda, Trestik, | (Davidek)
K316 Trestikova, Vanicek
72 | Zakl. elektroniky prof. Donocik Pelikan Burian, Foit, Hudec, Semberova, Skoda, (Davidek)
K316 Trestikova, Vanicek
73 | Zakl. elektroniky Pelikan, Hudec Burian, Foit, Kubicek, Myslik, Semberova, (Davidek)
K334 Skoda, Trestikova, Vanicek
74 Burian, Foit, Myslik, Semberova, Skoda,
TresStikova, Vanicek

75 Burian, Foit, Semberova, Skoda, Trestikova, (Myslik)
Vanicek

76 dtto (Myslik)
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77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Mikroelektroniky
K334

prof. Kubat *)

prof. Kubat

Donocik dtto (Myslik)
Hudec, Kodes +*) Burian, Foit, Krejcifik **), Semberova, Skoda, (Myslik, Samek ***), Valgik)
Pelikan Trestikovd, Vaniéek, Vaviina *)
Foit, Hudec, Kodes, Burian, Krejciiik, Semberova, Skoda, Trestikovd, | (Hrassky, Myslik, Samek,
Pelikan, Vanicek Vavfina Valcik)
Burian, Cada, Krejcifik, Semberova, Skoda, (Hrassky, Myslik, Nahlik,
Hudec Trestikova, Vavfina Samek, Val¢ik)
Burian, Cada, Krej¢itik, Myslik, Semberova, (Husak, Jirasek, Kokes,
Skoda, Trestikova, Valéik, Vaviina Machaé, May, Nahlik,
Samek,
Kuncér, Simon, Topinka)
Hudec Foit, Kodes, Pelikan, | Burian, Cada, lirasek, Krejéitik, Myslik, (Husak, Machac, Nahlik,
Vanicek Semberova, Trestikova, Valéik, Vaviina Sloup)
Burian, Foit, Kodes, €ada, Husak, Jirasek, Krejcirik, Semberova, (Machac, Nahlik, Rybka,
Myslik, Vanicek Trestikova, Vavrina Sloup, Vesely, Vobecky)
Burian, Foit, Kodes, Husak Jirasek,Krejcirik,Sloup,SemberovaTrestik | (Rybka, Tulach, Voves,
Vanicek ova, Vavfina, Vesely, Vobecky Zdenék)
Burian, Husak, Jirdsek, Krejcifik, Sloup, Vesely, (Matous, May, Palas,
Foit, Vobecky Tulach, Voves, Zdenék)
Kode$ Semberova, Husak, Jirasek, Krejcitik, Sloup, Vobecky (Matous, May, Palas,
Trestikova, Vanicek, Tulach, Voves)
Vavfina Hazdra, Husak, Jirasek, Krejéifik, Palas, Sloup, (Hatle, Matous, May)
Vobecky, Voves
Valcik Hazdra, Husak, Jirasek, Krejcifik, Matous, (Hatle, Kejhar, May)

Palas, Sloup, Vobecky, Voves

katedra elektrotechnologie:
*) prof. Kubat

techniky)
katedra fyziky:
*+) prof. Kode$ - na FEL - 1956, Odb. as. 1960, CSc. od 1963, doc. od 1968
*) doc. Vavfina - na FEL - 1964, Odb. as. 1967, CSc. od 1972

**) Ing. Samek - na FEL - 1976 na kat. fyz, CSc. od 1981
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90 | Mikroelektroniky doc. Adamcik Kubat Burian, Foit, Hatle, Hazdra, Husak, Jirasek, Krejcirik, (Derian, Jaros, Kejhar, May)
K334 Valcik Kodes, Vavrina, Matous, Palas, Vobecky, Voves
91 Valcik Semberova, Tre- Hatle, Hazdra, Husak, Jirasek, Kirschner, (Derian, Jaros, Kejhar, May,
Stikova, Vanicek Krejcirik, Vobecky, Voves Schrofel)
92 Kodes Burian, Foit, Hazdra, Husak, Jirasek, Kirschner, Krejcirik,
Valcik Semberova, Rozehnal, Vobecky, Voves, Zahlava
Trestikova,
Vanicek, Vavrina
93 Kodes Burian, Foit, Hazdra, Husak, Jirasek, Kirschner, Krejcirik, (Jaros, Kejhar, Schrofel)
Semberova, Rozehnal, Voves, Zahlava
94 Trestikovd, Vanicek, | Hazdra, Jaro$, Husak, Jirasek, Kejhar, (Schrofel, DrSc.)
95 Vobecky Kirschner, Krejcifik, Rozehnal, Voves, Zahlava
96
97 | Mikroelektroniky doc. Husak Kodes Burian,Foit,HazdraSe | lJirasek, Kirschner, Krejcitik, Rozehnal, Zahlava
98 | K334 mberova,
99 Schrofel,
00 Trestikova,VaniCek, | Jakovenko, Jirasek, Kirschner, KrejéiFik,
Vobecky(99), Rozehnal, Zéhlava
Voves
01 prof. Husak Kodes Burian, Copak, Jakovenko, Jani¢ek, Jirasek, Krejcifik,
02 Vobecky Foit, Noviék, Rozehnal, Zahlava
03 | k13134 Hazdra, Semberova, | Eopak, Jakovenko, Janicek, Jetabek, Jirasek,
Schréfel (12004), Krejéifik, Kulha, Novak, Rozehnal, Stary,
Trestikova, Zahlava
04 Vanicek, Jakovenko, Janitek, Jefabek, Jirasek, Krej¢ifik, (Prajzler)
Voves Kulha, Novak, Rozehnal, Zahlava
05 Boura, Jakovenko, Janicek, Jefabek, Jirasek, (Kolesnikov, Komarnitskyy,
Krejcirik, Kulha, Novak, Teply, Vitek, Zahlava Prajzler)
06 Boura, Jakovenko, Janicek, Jefabek, Jirasek,
07 Krejcifik, Kulha, Novak, Teply, Vitek, Zahlava (Prajzler, Komarnitskyy)
08 Burian,Foit,Hazdra,

Vanicek, Voves
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8. Profily pracovnikti plsobicich na katedfe

8.1 Vedouci katedry

Ak. Dr. Ing. Josef Stransky, DrSc.
13.2.1900— +25.12.1983
Pracovnik na VSSEL a FEL od: 1937 do 1983

Vedouci Ustav( a katedry, dékan

Kvalifikace

1923 Ing., CVUT Praha, elektrotechnika

1925 Ingenieur radiotelegraphiste, Ecole Superieure d’Electricite, Paris

1937 Dr. tech. véd., CVUT Praha, , Vysokofrekvenéni zesilovace pro Siroké
pasmo frekvenci“

1937 mimoradny profesor, VSSEL CVUT

1946 prof., VSSEL, CVUT

1952 €len korespondent CSAV
1965 akademik

Profesni kariera

1923 - 1936 stavbyvedouci vysilaci firmy International Standard Electronic Corp. Paris

1936 - 1937 odborovy rada ministerstva post a telegraft CSR pro vystavbu vysilacich zatizeni
1937 - 1939 budovani Ustavu vysokofrekvenéni elektrotechniky

1939 - 1945 soukromy vyzkumny Gstav

1947-1948  dékan VSSEL

1945 zalozeni Ustavu radiotechniky pFi CVUT

1953 povéren zalozenim samostatné Fakulty radiotechniky v Podébradech

1948 -1970 president ¢s. komitétu Mezindrodni unie pro védeckou radiotechniku

Pedagogické plasobeni

Zaméreni pana profesora bylo velmi Siroké a ani ho nelze vtomto omezeném rozsahu popsat. VSe zacalo
povéfenim pana profesora budovanim Ustavu vysokofrekventni elektrotechniky p¥i VSSEL v roce 1937. Zde pan
profesor prednasel Zaklady vysokofrekventni elektrotechniky, Méreni z vysokofrekventni elektrotechniky a
Theorii elektronek. Po roce 1945 byl povéFfen zaloienim Ustavu radiotechniky pii CVUT a budovéni jeho
laboratofi akustickych (s ,tichou komorou”), laboratofi s vysilaci FM, stfedovinnymi a 100kW elektronkou. V roce
1952 byl povéren vyukou radiotechniky i na nové budované Vojenské akademii v Brné. Vroce 1953 se
podilel na vytvoreni nové Fakulty radiotechniky v Podébradech. Jeho snaha stale modernizovat obsah vyuky je
patrnd na vydani inovovanych ucebnic Vysokofrekvenéni technika | a Il (1956 a 1959) i na tom, Ze byl
inspiratorem a zakladatelem prvnich postgradualnich kursti ,,Polovodi¢ova technika“ na CVUT.

Po roce 1968 byla pdvodni katedra Teoretické radioelektroniky rozdélena na vice kateder. Prof. Stransky
zGstal vedoucim dvou z nich: Teorie obvodd ve sdélovaci technice a Zakladl elektrotechniky. V roce 1970 se
katedry Teorie obvod( ujal doc. Josef Kvasil a katedru Zaklad( elektrotechniky vedl| prof. Stransky do roku 1972,
kdy ji pfevzal prof. Donocik. Pan profesor i kdyz byl jiz v dichodu, pfednasel studentim napt.

v predmétu Nelinearni obvody.
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Noblesa s jakou pan profesor i ve vysokém véku prednasel a zkousel studenty je nezapomenutelna.
Bohuzel, dnes jsou takové zplsoby povazZovany za zbytecné a prezité. (Vzpominka sepisovatele)

Védecko-vyzkumné plsobeni

Védecké plsobeni pana profesora bylo Uzce navazano na vse, co délal od absolvovani prazské techniky.
Nesporné k jeho nejvétsim technickym dilim patti prace na konstrukci a uvedeni do provozu v roce 1930 tehdy
ve stfedni Evropé nejvétsiho 120 kW vysilace v Liblicich.

Profesor Stransky byl naprosto uznavanym odbornikem v oboru radiotechniky. Aby podpofil rozvoj védy a
vyzkumu poméhal proto pii zakladani Ustavu radiotechniky a elektroniky CSAV. Pan profesor byl také zastupcem
védeckého kolegia Ceskoslovenské akademie véd v komisi UNESCO a ¢lenem védeckych rad fady vyzkumnych
ustava.

Publikacni ¢innost

Nelze popsat kompletni publikacni ¢innost pana profesora. MlzZeme jen vybrat ty publikace, které jisté
vsichni dobfe zndme. Vroce 1941 vyslo v nakladatelstvi Melantrich rozsahlé a ve svétovém méfitku zcela
mimoradné dilo ,Zaklady radiotechniky”. (O dva roky dfive nez TERMAN, F. E. : Radio Engineer’s Handbook.
McGraw Hill, 1943.) Nezapomenutelna je i zndma publikace Stransky, J. a kol. : Polovodic¢ova technika I. a ll. z let
1973 a 1975.

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

V roce 1952 se podilel na konstituovani povale¢né CSAV. Podilel se na vzniku Ustavu radiotechniky a
elektroniky CSAV. Mistopfedseda komise pro védecké informace pfi presidiu CSAV. V letech 1948 -1970 byl
presidentem ceskoslovenského komitétu Mezinarodni unie pro védeckou radiotechniku Union Radioscientifique
Internationale (URSI). Aktivné se Ucastnil mezinarodnich shromazdénich URSI (konanych v tfiletych intervalech).

Zahranicni ptisobeni

V letech 1926 aZz 1936 uskutecnil fadu soukromych studijnich pobytl v Belgii, Anglii, USA (Bell Laboratories
New York, laboratofe Whippany v New Jersey, tovdrna Standard Telephones and Cables London, National
Broadcasting Company New York. Exkurse po fadé vyznamnych rozhlasovych stanicich USA. Udast v
mezinarodnich shromazdéni URSI.

Ceny a pocty

Prop@jceni Radu prace,

Zlata Felberova medaile CVUT,

Zlata plaketa CSAV za zasluhy o védu a lidstvo,

Ocenéni Ceské matice technické za vysokoskolskou u¢ebnici Stransky a kol.: Polovodi¢ové technika I. a Il.

Jeho pratelé, blizci spolupracovnici i studenti na pana profesora vzpominaji vzdy jako na vzor uslechtilého,
Cestného, dlstojného, ohleduplného a skromného clovéka, vynikajiciho odbornika ve svém oboru i trpélivého a
obétavého pedagoga. Jeho odborna dila jsou stdle vzorem pro jeho nasledovniky. Mnozi ,dfive narozeni”
absolventi, vzpominaji s pocity hrdosti na to, Ze byli Zaky pana profesora Stranského.

Prispévek o akademiku Stranském byl zpracovan
na zakladé publikace "Vzpominky prof. P. Neumanna"
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prof. Ing. Rudolf Donocik, DrSc.
6.5.1917 -1 2005
Na FEL 1971 - 1982

Vedouci katedry Zakladu elektroniky (1971-1977)

Kvalifikace

1947 Ing., CVUT (zacal studovat slaboproudé inZenyrstvi na ¢eské technice v Brné 1936)
1956 CSc., ,,Citlivost pFijimacd”

1964 DrSc., ,Teorie fazové regulace frekvence”

1969 prof., CVUT Praha

1969 Mimoradny ¢len CAV

Profesni kariera

1941 - 1945 Technik v oboru radiotechniky ve Vidni

1947 - 1947 Zavody Skoda-Elektrozavod v Plzni, projektovéni generéatord proudu

1947 - 1971 Vedouci vyzkumu zékladniho smérového, ndméstek Feditele Tesla VUST v Praze,
1971 -1977 Vedouci katedry zaklad( elektroniky, CVUT FEL Praha

1977 - 1981 Profesor katedry mikroelektroniky

1981 - 1982 Universita v Erlangenu

Pedagogické pasobeni

Do roku 1969 prednasel jako externista o teorii obvodl centimetrovych vin na Karlové Université a o teorii
a stavbé radiovych pfijimacich zafizeni na elektrotechnické fakulté¢ CVUT. Po roce 1969 prednasel na CVUT
nelinedrni analyzu a teoretickou fyziku pro védecké aspiranty VUST A. S. Popova. Po jmenovani vedoucim katedry
zakladu elektroniky v roce 1971 prednasel predmét Elektronické prvky, pfipadné Kvantova elektronika.

Védecko-vyzkumné plsobeni

V ramci vyzkumné ¢innosti ve vyzkumném uUstavu TESLA A. S. Popova se od roku 1947 do roku 1971 podilel
na vyzkumu radiokomunikaénich zafizeni a radard. Vytvoril koncepci Ceskoslovenského zafizeni vybérového
prijmu a realizoval ji jako hlavni fesitel. V tomto zafizeni pouZil principialné nova reSeni uplatnénda v USA a dalSich
zemich o nékolik let pozdéji. Jako hlavni fesitel se podilel na realizaci dalSich zafizeni, palubnich pfijimacd a
radiolokator( pro letectvo. V ramci této ¢innosti bylo patentovano mnoho novych poznatk( z oboru krystalovych
generatord, oblasti SumuU, kvantovy zesilovac elektromagnetickych signalG s prostorovou strukturou a dalsi.
Z teoretickych praci jsou nejvyznamnéjsi prace z oblasti teorie elektromagnetickych Gtvarl s nehomogenitami,
prace o fazové regulaci frekvence a fazové regulovanych oscilaci a o teorii stability funkciondlu pohybu. Zabyval
se i kvantovou teorii Brillouinova a Ramanova rozptylu jako mozného vychodiska pro transposici frekvence
kvantového zesilovace obrazovych signald.

V obdobi po roce 1970 se profesor Donocik vénoval ve svém badani oblasti funkcionalni stability a

synergetiky. Je mozné dokonce tvrdit, Ze patfil k zakladatellm oboru. V této oblasti spolupracoval i s prof.
Hakenem.
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Publikacni ¢innost

V navrhu udéleni ¢lenstvi v CAV je uvedeno 14 patentd, 20 védeckych originalnich pojednani, 5 vyzkumnych
zprav, a 2 monografie vanglictiné a némciné. Po roce 1969 dale publikoval doma i v zahrani¢i v oblasti
funkcionalni stability, ndhodnych procestd, a Sumu. Zaroven byl autorem ucebnich text( pro studenty z oblasti
kvantové elektroniky a zakladd elektroniky a elektrotechnickych soucastek. K jeho stézejnim dilim patfi napft. :
Theory of Phase-Controlled Oscillations. Academia Praha, 1969. V sedmdesatych a osmdesatych letech
publikoval stéZejni dila v oboru synergetiky.
Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich
Clen CAV
Zahraniéni pasobeni
1972-1973 stipendijni pfednaskovy pobyt na University of Waterloo v Kanadé.
Ceny a pocty

Statni cena K. G. 1972
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r % prof. Ing. Milan Kubat, DrSc.

20.1.1927

Na FEL: od 1956 (externé) - 1990

Profesor oboru: polovodicova zafizeni silnoprouda

Vedouci katedry mikroelektroniky 1977 — 1990

Kvalifikace

1956 CSc. Ustav pro elektrotechniku CSAV, obor technické védy-Chovani sond v
plazmatu a experiment. ovéreni teorie ionizovaného prostredi v Hg parach

1972 prof. CVUT FEL Praha, obor: Polovodi¢ova zafizeni silnoprouda

1978 DrSc. Elektrotechnicky tstav CSAV, obor: Teorie tyristorovych struktur

1988 Clen koresp. €SAV  valné shromazdéni CSAV, volba 30. 11. 1988

1990 I. védecky stupen prezidium CSAV, komise pro védeckou kvalifikaci, 15. 11. 1990

Profesni kariera

1951-1956  védecky aspirant v Ustavu pro elektrotechniku CSAV

1956 - 1962 védecko-vyvojovy pracovnik, vedouci Gtvaru Polovodice v zavodé CKD
Elektrotechnika.

1962 -1965  technicky feditel oborového koncernu CKD Praha

1965 - 1970 technicky feditel na Federalnim ministerstvu tézkého primyslu

1970 - 1979 naméstek ministra na FederdInim ministerstvu pro technicky a investi¢ni rozvoj

1979 - 1988 ministr na Federalnim ministerstvu elektrotechnického primyslu

1977 - 1990 vedouci katedry mikroelektroniky na CVUT FEL v Praze

1991 - 1991 védecky pracovnik v Prognostickém Ustavu CSAV

Pedagogické pusobeni

1956 - 1962 externi prednasky na CVUT FEL, obor: Silnoproudé polovodi¢ova technika

1962 - 1972 prednésky na CVUT FEL obor:Zaklady primyslové usmérm. techniky (skripta 1964)

1972 - 1976 profesor na katedre elektrotechnologie CVUT FEL, obor: Silnoprouda
polovodicova zafizeni (skripta 1973)

1977 -1990 profesor, vedouci katedry mikroelektroniky CVUT FEL, pedagogicky projekt
mikroelektroniky.

Védecko-vyzkumné plsobeni

V letech 1951 aZ 1956 zpracoval kandidatskou praci v oboru vyboje v Hg parach (rtutové usmérriovace). Od
roku 1956 se zabyval vyhradné vykonovymi polovodici, zpoc¢atku vykonovymi diodami, nasledné sloZitéjsimi
strukturami, zejména vykonovymi tyristory. Vyvinul se spolupracovniky prvni fady vykonovych polovodic¢ovych
soucastek v CKD Elektrotechnika (Statni cena 1960). Spolupracoval se zdvodem CKD Polovodice na vyvoji dal3ich
fad vykonovych polovodi¢ti zejména rozpracovanim teorie tyristorovych struktur (téma DrSc.), soudinnost s CKD
ocenéna Statni cenou 1980. Na katedie mikroelektroniky rozvinul se spolupracovniky védecko-pedagogicky
projekt mikroelektroniky (celkem 20 pracovist), orientovany na védecké a pedagogické pracovniky, studenty a na
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spolupraci s pramyslem (CKD Polovodi¢e, VUST A. S. Popova, TESLA RoZnov). Zabyval se také vykonovymi obvody
s polovodici, zejména s hlediska ochran a jisténi (knihy, odborné ¢lanky).

Publikacni ¢innost

Celkem publikoval vice nez 125 ¢lankd, vyzkumnych zprav, odbornych referatli a dalSich publikaci. Z toho
bylo 7 kniznich publikaci , mezi nimi zejména : Polovodice v silnoproudé elektrotechnice (SNTL 1963, 388 stran),
Vykonova polovodic¢ova technika (SNTL 1978, 549 stran), Power Semiconductors ( Springer-Verlag, Berlin, New
York, Tokio, 1984, 507 stran), Silnoprouda mikroelektronika ( Vydavatelstvi CVUT, 1988, 1989, 183 stran).

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Clen-korespondent CSAV ( 1988 — 1990), ¢len védeckého kolegia technické kybernetiky a elektrotechniky
CSAV (1977 a7 1980), ¢len védecké rady FEL CVUT (1972 a7 1980).
Vedouci ¢&sl. delegace v mezivladni komisi RVHP pro vypocetni techniku (1980 — 1987). Clen &eského narodniho
komitétu mezinarodni organizace silnoproudé elektrotechniky CIGRE (1988 — 1990)

Zahraniéni pasobeni

Dvoumésicni stdz v moskevském VSesvazovém elektrotechnickém institutu 1956 -57 (prosinec, leden),
Ctyfmésicni stdz na Cornell University, Ithaca, stat New York, USA, 1967. Velky pocet zahrani¢nich pobytl
v evropskych zemich a v Japonsku.

Ceny a pocty

Statni cena za vykonové polovodice 1960,

statni cena za vykonové polovodice 1980,

zlatd medaile CSAV, SAV (Slovenska akademie véd),
zlata Felberova medaile CVUT,

pamétni medaile CSVTS a dalsi.
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doc. Ing. lvan Adam¢ik, CSc.
31.3.1937 - t 1.8.1997
Pracovnik na FEL od: 1990 (externi od 1987) - 1997

Docent oboru: Elektronika

‘ Vedouci katedry mikroelektroniky 1990 — 1997

Kvalifikace

1962 Ing., obor Radiotechnika, EF SVST v Bratislavé

1973 CSc., EF SVST v Bratislavé

1991 doc., docentska habilitace v oboru Elektronika, CVUT v Praze

Profesni kariera

1961 -1973 Samostatny vyzkumny pracovnik, Tesla VUST A. S. Popova, Praha

1973-1983  Védecky pracovnik, Tesla VUST A. S. Popova, Praha

1983 - 1990 Samostatny védecky pracovnik, Tesla VUST A. S. Popova, Praha

1964 - 1990 Vedouci oddéleni, Tesla VUST A. S. Popova, Praha

1973 - 1997 predseda a ¢len doktorskych a magisterskych komisi pro obhajoby, statni doktorské
zkousky a statni zavéreéné zkougky (CVUT Praha, VUT Brno, STU Bratislava, KHBO
Ostende Belgie, Univ of Bournemouth, GB

1990-1991  Odborny asistent

1990 - 1997 Vedouci katedry mikroelektroniky, CVUT FEL Praha

1990-1997  Clen Védecké rady CVUT FEL v Praze

1990 - 1997 Predseda oborové rady doktorského studia oboru Elektronika, CVUT FEL, Praha

1993 - 1997 Predseda Ndrodniho kontaktniho centra evropského projektu NEXUS pro CR

1990 - 1997 Clen oponentnich rad projektd grantovych agentur

Pedagogické pusobeni

Zaméren na navrh a diagnostiku struktur integrovanych obvodul. V letech 1971 az 1973 predndsel jako
externista pfedmét Tenkovrstvé integrované obvody na EF SVST v Bratislavé. V roce 1984 prednasel predmét
Zakladni vlastnosti unipolarnich integrovanych obvodd na kurzu pro odbornik y z praxe organizovaném
Institutem elektrotechnického primyslu. Vletech 1987 az 1989 prednasel jako externista predméty
Mikroelektronika a Struktury a technologie mikroelektroniky na FEL CVUT v Praze. Od roku 1990 ptednasel
predméty jako zaméstnanec CVUT v Praze. Od roku 1973 byl ¢lenem Statnich zkuebnich komisi pro statni
zavérecné zkousky a obhajoby diplomovych praci na EF SVST v Bratislavé a od roku 1989 i v Praze. V letech 1991
— 1994 v ramci projektu TEMPUS plsobil jako ¢len mezindrodnich statnich zkusebnich komisi pro obhajoby Final
Thesis v Ostende (B) a Bournemouth (GB). Ved| cca 15 studentl doktorského studia a fadu diplomovych praci.
Od roku 1990 zavedl a prednasel v magisterském a doktorském studiu nékolik predmétd zamérenych na
mikroelektroniku.
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Védecko-vyzkumné plsobeni

Od roku 1974 do 1990 se vénoval problematice vyzkumu a vyvoje unipolarnich technologii MOS a
navaznosti téchto technologii na konkrétni integrované obvody ve vyrobnim podniku Tesla Piestany. Od roku
1982 se podilel na budovani systému sledovani kvality procesu vytvareni linearnich obvod( se zaméfenim na
sledovani elektrickych a fyzikalnich vlastnosti. V roce 1976 vyvinul unipolarni technologii PMOS pro obvody
MHB2100, v roce 1980 vyvinul technologii CMOS s Al hradlem pro MHB 1902, MHB 1115 a MHB 1116. Podilel se
na vyvoji mikroprocesorového systému TESLA. V roce 1985 se podilel na vyvoji systému navrhu testovacich CipQ
PMOS, NMOS, CMOS, HMOQS, v letech 1993 az 1990 se vénoval vyvoji automatizovaného méreni testovacich
struktur. Od roku 1990 se vénoval na FEL CVUT v Praze budovani pracovité pro navrh, diagnostiku a testovéni
integrovanych obvodu. Vybudoval laborator Elektronického ndvrhu elektronickych obvodd (ECAD). Ziskal nékolik
tuzemskych grantt (GACR) a predeviim nékolik zahraniénich grant( s nejvyznamnéjsim védecko-pedagogickym
projektem TEMPUS.

Publikacni ¢innost

Od roku 1969 byl autorem vice nez 43 odbornych pfispévkl publikovanych v ¢asopisech nebo ve sbornicich
konferenci, 12 monografii a celé fady vyzkumnych zprav, autorem vysokoskolskych skript zamérenych na
mikroelektroniku. Od roku 1964 je autorem 12 Eeskoslovenskych patent( v oblasti polovodiovych struktur a
integrovanych obvoda.

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

JEMF - Polovodice, ¢len vyboru, CSVTS — védecky tajemnik (do 1990), Klub slovenské kultury —
(mistopiedseda 1977 — 1989), ¢len presbyteria slovenské evangelické cirkve v Praze, Clen IEEE.

Zahraniéni plasobeni

Kratkodobé pobyty (1991 — 1995): KIHWV Ostende (B), University of York (GB), Bournemouth university
(GB), INPG - TIMA Laboratory, Grenoble (F).

Ceny a pocty

Cena za soubor patent( ve VUST (1971),

Cena VUST v oblasti teoreticko-experimentélnich praci (1974),

Cena VUST v oblasti elektronickych prvkd (1976),

Nejlepsi prace s ekonomickym pfinosem Ustavu VUST (1977, 1986),
Vyznamenani za zasluhy a budovani podniku Tesla Piestany (1981),

Narodni cena CSSR (1984),

Zaslouzily pracovnik Tesla VUST (1984),

Cestné uznani rektora SVST v Bratislavé za angaZovany podil na rozvoji SVST,
Medaile CVUT v Praze (1997).

Ostatni

Plavéni, lyzovani, kanoistika, cyklistika, vysokohorska turistika, prace s mladezi, literatura.
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prof. Ing. Miroslav Husak, CSc.

17.10. 1953

Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1978
Profesor oboru: Elektronika a Iékarska technika

Vedouci katedry mikroelektroniky od 1997

Kvalifikace

1978 Ing., obor Sdélovaci elektrotechnika, CVUT FEL Praha

1985 CSc., obor Radioelektronika, CVUT FEL Praha

1996 doc., docentska habilitace v oboru Elektronika, CVUT v Praze

2000 prof., profesorské jmenovani v oboru Elektronika a lékatska technika, CVUT v Praze

Profesni kariera

1973 - 1974
1978 - 1980
1981 - 1983
1983 - 1996
1984 - dosud

1985 - 1989

1986 - 1991
1986 - 1991
1990 - dosud
1991 - 1994
1994 - 1997
1997 - dosud
1997 - 2000
1997 - dosud
1997 - 2000

1997 - dosud

1998 - 2001
1999 - dosud

2001 - dosud

2006 - dosud

Technik, vyroba a rozvod elektrické energie, Poldi Kladno.

Interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

Vvédecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, Praha

Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

predseda a ¢len doktorskych, magisterskych a bakaldrskych komisi pro obhajoby, statni
doktorské zkousky a statni zavéreéné zkougky (CVUT Praha, VUT Brno, STU
Bratislava, ZU Plzeri, VSCHT Praha, KHBO Ostende Belgie, Univ of Bournemouth, GB,
INPG Grenoble Francie)

Vedouci vyzkumnych a vyvojovych tkoli, Ustav pro vyzkum, vyrobu a vyuZiti
radioizotop(, Praha

Vedouci vyzkumnych a vyvojovych tkold, Tesla VUST A. S. Popova, Praha

Zastupce vedouciho a tajemnik stdtnich vyzkumnych ukolti Tesla VUST

Vedouci pracovni skupiny Senzory, od 1997 Mikrosystémy a Integrované obvody
Tajemnik katedry mikroelektroniky, CVUT FEL Praha

Zastupce vedouciho katedry mikroelektroniky, CVUT FEL Praha

Vedouci katedry mikroelektroniky, CVUT FEL Praha

Clen Védecké rady CVUT FEL v Praze

Predseda oborové rady doktorského studia oboru Elektronika, CVUT FEL, Praha
Predseda Narodniho kontaktniho centra pro CR NEXUS/NEXUSPAN (Network of
Excellence in Multifunctional Microsystems)

Pfedseda a Clen oponentnich rad projektl Ministerstva Skolstvi, télovychovy a mladeze,
Ministerstva priimyslu, a dalSich tuzemskych i evropskych projekta.

Clen komisi pro obhajobu DrSc. v CR a na Slovensku

Pfedseda a ¢len komisi pro profesorské a docentské jmenovdni (VUT Brno, ZU Plzen,
STU Bratislava)

Clen oborovych rad doktorskych oborii (Mikroelektronika a technologie, VUT FEKT,
Brno, Technickd kybernetika, UTB FAI, Zlin - od 2007)

Clen Védecké rady FEKT VUT v Brné
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Pedagogické pusobeni

Zaméren na navrh a aplikace mikrosystémt, senzorl a senzorovych systému, aktuatord, napdjecich zdrojl a
elektronickych bezpecénostnich systému. Od roku 1997 je garantem magisterského studijniho oboru Elektronika a
garantem zaméreni oboru Aplikovana elektronika. Od roku 1982 vedl| cca 85 diplomovych a bakalarskych praci
(nékteré byly ocenény cenou dékana FEL CVUT), od roku 1995 vede studenty doktorského studia (cca 22). Od
roku 1990 zaved| a prednasel vice nez 20 predmétu v bakalarském, magisterském a doktorském studiu fakulty
elektrotechnické a fakulty biomediciny CVUT. Jedna se predeviim o predméty: Elektronické ptistroje | a Il,
Pfistroje v elektronice, Napajeci zdroje v elektronice, Cidla a senzory, Senzorové systémy, Inteligentni senzory,
Konstrukce elektronickych pfistrojd, Senzory v zabezpecovacich systémech, Elektronické zabezpecdovaci systémy,
Nové sméry v elektronice, Mikrosystémy, Navrh napdjecich zdroji pro elektroniku, Senzory v elektronice,
Biomedicinské senzory, Mikrosenzory a mikrosystémy, Senzory v lékafstvi, Senzory v elektronice a informatice,
Mikrosystémy pro multimedialni techniku. Ve vSech uvedenych predmétech se podilel na cviceni.

Védecko-vyzkumné puisobeni

Zabyva se problematikou navrhu a aplikaci mikrosenzord a senzorovych systém(, mikroaktuator a
mikrosystém0 v elektronickych pfistrojich, diagnostice, biomediciné a ochrané Zivotniho prostfedi. Na CVUT
zaloZil ,Skolu mikrosystémii“, vybudoval laboratofe Centra mikrosystém( (CEMIS). Pro feseni uvedené
problematiky ziskal fadu tuzemskych i zahrani¢nich projektli. Zodpovédny fesitel: 10 grantd Grantové agentury
Ceské republiky (3 spolufesitel), 3 projekty z 6. a 7. Frame Programme EU, 1 projekt NATO, 1 projekt MSMT, cca
15 grantd Fondu rozvoje vysokych gkol, grantéi Leonardo, Copernicus, Socrates, Barrande,Stefanik a dalsich,
zodpovédny koordinator 2 projektd EU TEMPUS, zodpovédny spolufesitel 5 vyzkumnych zamér( na fakulté, 3
rozvojovych projekt MSMT a ¢len feditelskych kolektivil dalich grant(. Podili se na spolupraci s primyslem
(Jouvan, Certicon, Robert BOSCH, STMicroelectronics, Chipinvest a dalsi), spolupracuje s Texas Institute of
Science, Texas, USA.

Publikacni ¢innost

Autor 1 monografie (nakladatelstvi Academia 2008), spoluautor kapitoly v knize (nakladatelstvi Springer),
autor nebo spoluautor 6 skript a vice nez 250 odbornych pfispévk( publikovanych v ¢asopisech nebo ve
sbornicich zahrani¢nich konferenci. Vyzvané prednasky na konferencich v CR, Slovensku i v zahraniéi. Od roku
2005 publikoval vice nez 60 odbornych praci (12 — recenzovany prestizni zahrani¢ni ¢asopis).

Clenstvi v domdcich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Clen Akademického sendtu CVUT FEL, Praha (1990 — 1991), predseda nebo ¢&len programovych a
organizacnich vyborG ¢eskych i zahrani¢nich konferenci (ASDAM, EDS, ECS, POSTER, MINO 06, TELE-INFO 05,
IMAPS 2000, ,International workshop on Micro-Devices 98, Hungary, 8t Viena Op ( r ) ode Workshop 98,
Inteligentni budovy 2007, 2008 a dalii) (1997 — dosud), Clen IEEE (1998 — dosud), Clen ISFA (International
Frequency Sensor Association) (1999 — dosud), Clen podnikovych organd v CR i zahrani¢i a dalsich odbornych a
védeckych orgdnu s narodni plsobnosti (2002 — dosud).

Zahranicni pasobeni
KIHWV Ostende, B (1993), University of York, GB (1994), Bournemouth university, GB (1996, 1997, 1998),
INPG - TIMA Laboratory, Grenoble, F (1997, 1998).

Ceny a pocty
Medaile FEI STU Bratislava za rozvoj vzajemnych vztah( (2002), Ocenéni rektora CVUT za aktivni praci (2002
a 2005).

Ostatni
LyZovani, plavani, cyklistika, cestovani, vazna hudba
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8.2 Profesofi na katedie

prof. Ing. Jifi Kodes, DrSc.
05. 10. 1932

F 4

Pracovnik na FEL od: 1955
Y

Profesor oboru: Elektronika

[ —
E Vedouci pracovni skupiny

Kvalifikace
1956 Ing.,
1963 CSc.
1968 doc.,

CVUT FEL Praha, obor Radiové lokace
CVUT FEL Praha, obor Aplikovana fyzika
docentska habilitace, obor Uzita fyzika, CVUT FEL, Praha

1990 DrSc., doktorska disertaéni prace, védni obor Mikroelektronika, CVUT FEL
1992 prof., profesorské jmenovani, obor Elektronika, CVUT FEL, Praha
2003 emer., emeritni profesor, CVUT FEL, Praha

Profesni kariera

1955 -1977
1978 — dosud
1955 -1960
1960 — 1968
1966 — 1969
1970-1977
1981 — 1988
1990 — 1994
1990 — 1994
1990 - 2003
1991 - 2003
2004 - 2009

katedra fyziky FEL CVUT
katedra mikroelektroniky FEL CVUT

asistent, CVUT FEL, katedra fyziky, Praha

odborny asistent, CVUT FEL, Praha

vedouci kabinetu Fyziky a plazmatu CVUT FEL

vedouci odborné skupiny Polovodice

vedoucim odborné skupiny Diagnostika material(l a struktur pozdéji
pfejmenované na FyzikdIni elektroniky

¢len védecké rady CVUT FEL

zastupce vedouciho katedry Mikroelektroniky, CVUT FEL, Praha
predseda komise pro obhajoby kandidatskych disertacnich praci
v oboru Mikroelektronika

predseda komise pro obhajoby doktorskych disertacnich praci

v oborech Mikroelektronika a Elektronika a vakuova technika
¢len oborové rady doktorského studia Elektronika

Pedagogické pusobeni

Zacatky pedagogického plisobeni spadaji jesté do doby studia, kdy pracoval jako asistent s poloviénim
Uvazkem na katedre fyziky. Zde se také zformoval jeho celoZivotni zajem o studium polovodicl, jejichz
problematiku zpracovava v radé skript a ucebnich text(, zejména pak ve skriptum Fyzika pevnych latek a

Specialni mikroelektronické soucastky.

Pfednasené predméty: Fyzika pevnych latek, Fyzikalni elektronika, Specidlni mikroelektronické soucastky,

Elektronika, Nové sméry elektroniky

Cvi¢ené predméty: Fyzika |, Fyzika Il, Fyzika pevnych latek, Specidlni mikroelektronické soucastky,

Elektronika,Elektronické prvky, Diplomni seminar

Skolitel pracovnikl ve védecké vychové ve védnich oborech Aplikovana fyzika (1965) Elektronika a vakuova
technika (1982) Mikroelektronika (1985). Pod jeho vedenim uUspésné obhdjilo disertacni prace vice nez 12

pracovnikd. Pocet vedenych diplomovych praci pfesahuje nékolik desitek.
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Mnoholeta prednaskova &innost v kurzech postgradudlniho studia: CS televize, VUMA Nové Mésto nad
Vahom, Chirana, CKD Polovodice byla doplnéna i pFislusnymi u¢ebnimi texty.

Védecko-vyzkumné plsobeni

Pocatky védeckého plisobeni spadaji do oblasti polykrystalického selenu a selenovych usmérriovacd (5kV
sloupec pro barevné TV pfijimace). Od pocatku sedmdesatych let byl povéien FzU CSAV fe$enim problematiky
kfemiku meznich podminkach.

Zodpovédny fesitel fady Statnich vyzkumnych dkolG (1977 — 1990) ve spolupraci s CKD Polovodice se
zamérenim na Vyvoj a realizaci méficich metod pro mezioperacni kontrolu a Vyzkumu vyvoje vykonovych
polovodicovych integrovanych struktur. Ve spolupréci s Fyzikalnim Gstavem CSAV navrhl a realizoval méfici
metodu kontaktnich odpora.

Publikacni ¢innost

82 clankh (50 tuzemskych, 10 zahranicnich, 22 sympozia, konference, sborniky) z toho 36 autorskych, 46
spoluautofi, 2 vysokoskolské prirucky, 2 knihy, 13 skript.

8 ucebnich textd pro postgradualni studium

Pfednasky na rdznych drovnich z oblasti polovodicd, kvantové elektroniky apod.

Clenstvi v domécich a zahrani¢nich odbornych organech a organizacich

Jako jednatel vyboru odborné skupiny Polovodice, JESMF (1974 — 1982),se podilel na pfipravé seminar(
organizovanych FzU CSAV v Liblicich, ¢len org. Vyboru mezinirodni konference 275 let vyro&i CVUT (1984),
predseda Workshop 98 sekce Elektronika a pristrojova technika (1998)

Zahraniéni plasobeni
kratkodobé studijni pobyty na TU Budapest(1964, 1983), TU Dresden(1962), AV NDR Berlin(1964)
Ceny a pocty

Cestné uznani CVUT (1967) za praci vykonanou pro CVUT,

Cena rektora CVUT (1982) za skriptum Elektronika,

Bronzova Felberova medaila CVUT (1982),

Cena rektora CVUT (1984) za skriptum Specialni mikroelektronické sou&astky,
Cestna medaile FEL CVUT (1987),

St¥ibrna Felberova medaile CVUT (1997) za vyznamné zasluhy o rozvoj CVUT v Praze,

Ostatni
Je povaZovan za zakladatele oboru polovodi¢l na FEL, ktery vramci predmétu Fyzika pevnych latek
predndsel vletech (1964 - 1982) jak pro obor sdélovaci technika tak elektrotechnologie. Jeho cinnost je

zminovana v Casopise Elektrotechnicky obzor(1987) a publikaci Kdo je kdo (1988). Vychoval rfadu odbornych i
pedagogickych pracovnikl na FEL i mimo ni.
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EATLT

prof. Ing. Oto Valcik, CSc.
11.7.1936

Pracovnik na FEL od: 1975
Profesor oboru: Mikroelektronika

Vedouci pracovisté implantace

Kvalifikace

1959 Ing., CVUT, FEL, obor Elektrotechnika, specializace Rozhlasova a televizni technika
1973 CSc., CVUT FEL Praha, obor Teoreticka elektrotechnika

1988 prof., profesorské jmenovani, obor Mikroelektronika, CVUT Praha

Profesni kariéra

1975 - 1979 védecky pracovnik (EVUT FEL, katedra elektrotechnologie, Praha
1979-1988  védecky pEacovm’k CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1988 — 1994 Profesor, CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
Pedagogické pasobeni

Prednasené predméty: Elektronova a iontova technika

Védecko-vyzkumné plsobeni

Spoluprace s primyslem: CKD Praha statni podnik

Publikaéni ¢innost

Autor vice nez 50 patentll nebo ptihlasek

Ceny a pocty

Statni cena Klementa Gottwalda (kolektivni), 1986
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Kvalifikace

1981
1988
1992
1999
2000

prof. Ing. Jan Vobecky, DrSc.
25.3.1957
Pracovnik (doktorand) na FEL od 1981

Profesor oboru: Elektronika a lékafska technika

Ing., CVUT, FEL, obor Elektrotechnologie

CSc., CVUT FEL Praha, obor Mikroelektronika

doc., docentska habilitace, obor Mikroelektronika, CVUT FEL, Praha
DrSc. obhajoba v oboru Elektronika a vakuova technika, CVUT FEL,Praha
prof., profesorské jmenovani, obor Elektronika a lékarska technika, CVUT

Profesni kariera

1981 - 1982
1982 - 1984
1984 — 1992
1989 - 1990
1992 - 2000
2000 — dosud
2007 — dosud

Interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
Védecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, Praha

Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

Project Advisor, University of Uppsala, Uppsala, Svédsko

Docent, CVUT FEL, Praha

Profesor, CVUT FEL Praha

Expert Scientist, ABB Switzerland Ltd. Semiconductors, Lenzburg, CH

Pedagogické pusobeni

Pfednasené predméty:
1985 — 2006
1993 - 2006
1997 — 1999
1992 - 1994
1992 - 2006
1992 - 1999

Elektronika

TCAD pro Elektroniku |

TCAD pro Elektroniku Il

Electron Devices

Aplikace nastroja TCAD (doktorské studium)

Moderni vykonové polovodicové soucastky a integrované obvody
(doktorské studium)

Cvicené predméty:

1982 - 2006
1984 - 1988
1984 -1989
1993 - 2006
1992 - 1994
1994 - 2006

Elektronika

Kvantova elektronika
Elektronické prvky
TCAD pro Elektroniku
Electron Devices
Electronics
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Védecko-vyzkumné plsobeni

Odborné zaméreni: Fyzika, technologie a charakterizace polovodi¢ovych soucastek a struktur - specializace
na vykonové polovodicové soucastky.

Vybrané resené projekty, granty:
- IGBT Lifetime Killing Process design Using Simulation Tools (5th FP, EC)
- 6. 5kV IGBT&FRD Lifetime Killing Process (5th FP, EC)
- VyuZiti radiaénich poruch v polovodigich (GACR)
- Nové metody lokalniho fizeni doby Zivota v polovodicich (GACR)
- Centrum zakl. vyzkumu LC06041 — Ptiprava, modifikace a charakterizace materidlll energetickym zarenim
(MSMT)
- Rozvoj, spolehlivost a bezpecénost elektroenergetickych systém@ (MSMT)

Spoluprace s primyslem: desitky projektd pro spoleénosti Motorola, Freescale Semiconductors, ABB
Semiconductors, ON Semiconductor, atd. realizované v ramci hospodarskych smluv.

Publikacni ¢innost

34 €lank( v SCI, 98 citaci v SCI, Hirsch index = 6

3 patenty (EPO, USA), 1 uzitny vzor (CR),

vice nez 100 ¢lank( na zahranicnich konferencich,

1 kniha v CR (3 vydani), vice neZ 10 skript v ¢eském a anglickém jazyce.

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Predseda CS sekce IEEE (2002-2003), Mistopredseda CS sekce IEEE (2004-2006), IEEE EDS AdCom member (2006-
2008), IEEE Region 8 Committee member (2002-2003). Clen Védecké rady AV CR pro udélovani titulu doktor véd
(2004-dosud), ¢len Védecké rady FEL CVUT (1993-dosud), ¢len Akademického sendtu FEL CVUT (1990-1993), ISPS
Seminar — Program Committee member (1998-dosud), Eureka Brokerage Event — Information Technology
Section Chairman (1995).

Zahraniéni plasobeni

- Research Fellow, University of Uppsala, Svédsko (1988)

- Project Advisor, University of Uppsala, Svédsko (1989 — 1990)

- Studijni pobyt, MOTOROLA, IC Design Centre, Toulouse, Francie (1993)

- Sabbatical, ABB Switzerland Ltd. Semiconductors, Lenzburg (2006)

- Expert Scientist, ABB Switzerland Ltd. Semiconductors, Lenzburg (2007-dosud)

Ceny a pocty

- In Recognition of Superior Contributions to the Success of the Transportation Systems Group, MOTOROLA,
Mnichov, 1998

- The Best Paper Award, Int. Conf. on Microelectronics MIEL"2004, 2004

- Odména rektora CVUT za vynikajici vysledky ve védecké praci, 1999, 2000, 2001

- Pamétni medaile spole¢nosti TESLA Sezam a. s. — ocenéni pfinosu k rozvoji spolecnosti, 2004
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8.3 Docenti na katedie

doc. Ing. Zdenék Burian, CSc.
11.08. 1944
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1967

Docent oboru: Radioelektronika

Kvalifikace

1967 Ing., CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektrotechnika

1975 CSc., CVUT FEL Praha, obor Radioelektronika

1983 doc., jmenovani docentem, obor Elektronika, CVUT FEL, Praha

Profesni kariera

1967 - 1975 Interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

1975 -1983 Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

1983 —dosud  docent, katedra mikroelektroniky CVUT FEL Praha

1978 -1980  konstruktér diagnostik, CKD Polovodice Praha

1978 - 1981 konstruktér VUSE Béchovice.

2008 - 2010 ¢len dozoréi rady CSSF - Ceska a slovenska spoleénost pro fotoniku

Pedagogické pusobeni

Pedagogické zaméreni — optoelektronika, senzory.

Pfednasené a cvicené predméty: Optoelektronika 2, Zdroje zareni a detektory, Fotonika, Navrh fotonickych
soucdstek , Navrh optickych soucastek , Fotonické vysilace a pfijimace, Soucastky integrované a vlaknové optiky.
Pfednasené predméty: Detektory a detekce optického zareni, Polovodi¢ové zdroje zareni. Cvicené predméty:
Elektronické soucastky a struktury, Praktika z optoelektroniky, Praktika z fotoniky. Vedeni péti diplomovych praci.

Védecko-vyzkumné ptlisobeni
Odborné zaméreni — optoelektronika, senzory. Spolufeditel grantu: Nové technologické postupy pripravy
optickych vrstev na bazi a organickych latek pro aktivni struktury (2003-2005) — GACR. Spoluprace s primyslem:

fy ASEKO — optochemické senzory.

Publikacni ¢innost
14 ¢lankd, 24 zahraniéni konference, 5 patentd, 1 kniha, 3 skripta

Zahranicni pasobeni
Stazista University of York — optické vinovody - vyzkum a konzultace pro studenty PGS, 1992- 5mésictl, University

of Grenoble — senzory 1995 a 1997 2xdvoumésicni staz.

Ostatni
Mistopredseda organizace IURIDICA — prace s mladezi.
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doc. Ing. Julius Foit, CSc.

12.6.1932

Pracovnik (aspirant) na FEL od: 1955
r Docent oboru: Elektronika

Zastupce vedouciho katedry mikroelektroniky

Kvalifikace

1954 Ing., CVUT, FEL, obor Slaboprouda elektrotechnika, specializace Radiolokace
1961 CSc., CVUT FEL Praha, obor Barevna televize
1978 doc., docentska habilitace, obor Elektronika, CVUT FEL, Praha

Profesni kariéra

1954 -1955  Samostatny technik, Vyvojovy zavod specialni radiotechniky, Praha

1955 —-1958 Interni aspirant CVUT FEL, katedra Radiotechniky, Praha

1959 -1960  Odborny asistent, Fakulta radiotechniky CVUT, Podébrady

1961-1966  Védecko-vyzkumny pracovnik, Vyzkumny Ustav zvukové techniky a filmu CVUT
1967-1978  Odborny asistent, katedra Zaklad( elektroniky FEL CVUT

1978 - dosud  Docent, katedra Mikroektroniky FEL CVUT

2006 —dosud  Zastupce vedouciho katedry Mikroelektroniky, CVUT FEL Praha.

1967 -1993  Vicekrat — dlouhodoba ucitelska a Fidici cinnost na zahranic¢nich universitach.

Pedagogické pusobeni

Pedagogické zaméreni, Prednasené a cvicené predméty (chronologicky, zahrani¢ni plsobisté uvedena
v zavorkach, ostatni na CVUT): Televize; Elektronickd méteni. Radio Engineering; Telecommunications; Electric
Power Generation and Distribution (University of Mosul, Irdk). Mikroelektronika; Elektronika. Principles of
Electrical Engineering; Electronics; Technology and Societal Transformation (University of Maduguri, Nigérie).
Basic Electronics; Electronic Measurements (University of Zimbabwe, Harare). Aplikace mikroelektronickych
soucastek; Aplikace modernich polovodi¢ovych souéastek; Electronics (pro anglicky mluvici studenty FEL CVUT);
Applications of Semiconductor Devices (pro anglicky mluvici studenty FEL EVUT); Eetné daldi predméty v riiznych
formach postgradualniho studia na FEL CVUT i dogkolovaciho studia ve vyrobnich podnicich.

Védecko-vyzkumné plsobeni

Odborné zaméreni: elektronika vcetné silnoproudé elektroniky a mikroelektroniky, televizni technika,
zpracovani senzorovych signdlll, elektronickd méreni. Vybrané feSené projekty: Subjektivni viditelnost Sumu
v barevném televiznim obrazu (zméfeny dodnes celosvétové uZivané vdahovaci funkce); Fazové chyby
analogového magnetického zdznamu signdlll a jejich oprava; Potlacovani vysokofrekvenéniho ruseni
tyristorovych méni¢t pro elektrickou trakci (CKD Praha, Skoda Ostrov); Demodulace vicepolohové fazové
modulovanych signali (Tesla Hloubétin); Stabilizované vyskokonapétové zdroje; Spinani vykonovych
polovodicovych spinaéti vnule (CKD Polovodice); Pasivni i aktivni elektromagnetickd kompatibilita
v mikroelektronickych soucdstkach; Adaptivni zesilovaCe; Amplitudové stabilni laditelné oscilatory; a dalsi.
Vedouci pracovnik ,Realizacniho Projektu mikroelektroniky”; Konsultaéni a prednaskova cinnost pro cCeské
podniky (Severoceské hnédouhelné doly, Tesla Piestany, VUMA Nové Mésto nad Vahom, PREMA Stara Tura, CKD
Trakce, CKD Polovodice, Skoda Ostrov, Jablotron Jablonec n. N. a dalsi.
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Publikacni ¢innost

Pfes 120 odbornych publikaci (¢lanky v odbornych Casopisech, vystoupeni na védeckych konferencich a
kongresech, z toho pres 25% zahranicnich); 2 patenty; pres 20 vysokoskolskych skript a ucebnic (z toho 6 na
zahranicnich univerzitach); 8 skript pro postgradudlni studium.

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Zakladajici ¢len CSVTS (tehdy pod ndzvem ,Socialistickd Akademie”, 1961); 1972 — 1987 predseda kontrolni
a revizni komise fakultni pobocky CSVTS; 1991 — 1993 ¢len Zimbabwe Bureau of Standards Committee on Solar
Cells; od r. 1993 , Fellow (ZaslouZily ¢len)“, Zimbabwe Institution of Engineers.

Zahraniéni plasobeni

Senior Lecturer, Faculty of Engineering, (University of Mosul, Iraq 1967-1969); Dékan Faculty of
Engineering; a Vedouci katedry Department of Electrical Engineering, (University of Maiduguri , Borno State,
Nigérie 1987 — 1989); Jako dékan fakulty promoval prvni absolventy Technické Fakulty University v Maiduguri
(1988). Professor, Department of Electrical Engineering; Koordinator nové zavadéného studijniho zaméreni
Bachelor of Technology Programme na University of Zimbabwe, 1990 — 1993). StaZista na University of Hull a
University of Bristol (Velka Britanie, 1999).

Ceny a pocty

Cena rektora CVUT za nejlepsi skriptum roku (,Struktury a technologie mikroelektroniky”, 1986); Velka cena
»Grand Prix Granat“ (hlavni cena festivalu a soutéZe Techfilm ‘86) za vyukovy film ,Realizaéni projekt
mikroelektroniky (1986);

Medaile CSVTS za zésluhy o rozvoj CSVTS (1991);

Bronzova medaile CVUT (1999);

Cestna uznani Rotary International, Distrikt 2240 (2004, 2005);

Jmenovani do Cestné funkce ,,Paul Harris Fellow”, od Rotary Foundation (Rotary International), U. S. A. (2008).

Ostatni

Prekladatelska ¢innost: preklady odbornych ¢lankd (pres 100) z anglictiny, némciny a rustiny; preklady knih:
Paul Brickhill: ,The Dam Busters” (,Po nds potopa“, Knizni Klub, ISBN 80-242-0281-6) ; R. G. Grant: ,Flight”
(,Létani — 100 let aviatiky“, Knizni Klub, ISBN 80-242-1036-3); Marcel Jullian: ,The Battle of Britain“ (,Bitva o
Britanii“, Nase Vojsko, ISBN 80-206-0727-7); Ustav pro jazyk ¢esky Ceské Akademie Véd vloZil text prekladu ,The
Dam Busters“ do narodni databaze vzorné ¢estiny (2001). Zakladajici ¢len Svazu ceskych fotografli (1961).
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doc. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
21.4.1960

Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1984
Docent oboru: Elektronika

Vedouci skupiny Elektronika polovodict

Kvalifikace

1984 Ing., CVUT, FEL, obor Mikroelektronika
1991 CSc., CVUT FEL Praha, obor Mikroelektronika
1996 doc., docentska habilitace, obor Elektronika, CVUT FEL, Praha

Profesni kariéra

1984 - 1986 Interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1987-1996  Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

1996 —dosud  Docent, CVUT FEL, Praha

1992 —dosud  Vedouci skupiny Elektronika, katedra mikroelektroniky, CVUT FEL
2006 — 2007 Prodékan pro doktorské studium a vyzkum, CVUT FEL, Praha
2006 —2007  Zastupce dékana, CVUT FEL, Praha.

Pedagogické pasobeni

Zaméren na polovodic¢ové struktury a navrh integrovanych obvodd. Vybudoval fadu predmétl zamérenych
na navrh integrovanych systému s vyuZitim programovatelnych integrovanych obvod(. Pfednasené predméty:
Syntéza integrovanych elektronickych systém(, Navrh programovatelnych integrovanych obvodd, Navrh
integrovanych obvodd, Programovatelné soucastky. Cvicené predméty: Struktury a technologie
mikroelektroniky, Mikroelektronika, Polovodi¢ové prvky, Elektronika. Vedeni 6 doktorand( a 11 diplomovych
praci, fada z nich byla ocenéna cenami dékana FEL CVUT, IEEE, IEE, apod. Dlouholety organizator studentskych
védeckych konferenci POSTER.

Védecko-vyzkumné plsobeni

Zabyva se radiacnimi poruchami v polovodicich a jejich vyuzitim, iontovou implantaci, nanometrickymi
strukturami a jejich charakterizaci, vyvojem elektrickych metod pro studium hlubokych Grovni v polovodicich a
aplikaci programovatelnych integrovanych obvodu. Vybudoval a vede Laboratof kvantové elektroniky a
spektroskopie pevnych latek. Resitel projektd: InZenyrstvi kvantovych tec¢ek (GACR), Mechanismus zaFivé
rekombinace v subnanometrovych InAs/GaAs laserovych strukturdch (GAAV), Accurate control of recombination
centre introduction in silicon (5. RP EU), Inovace vyuky ndvrhu integrovanych elektronickych systémd (FRVS),
Inovace vyuky programovatelnych integrovanych obvodd (FRVS), Novad rekombinaéni centra pro moderni
vykonovou elektroniku (IG CVUT), HVCTS — Vysokonapétova prechodova proudova spektroskopie (IG CVUT),
Vyuziti vodiku k pasivaci kontaminantt v polovodicich (IG CVUT), Nové materialy pro nukledrni a polovodicové
inzenyrstvi (IG CVUT), VyuZiti ozafeni vysokoenergetickymi ionty pro optimalizaci parametrd vykonovych
polovodicovych struktur (IG CVUT), VyuZiti radia¢nich poruch pro ovlivnéni mikrofyzikdlnich parametrd
polovodicovych struktur (IG CVUT), spolupracovnik dal3ich 17 grantd a vyzkumnych zaméra.

Resitel nasledujicich projektd s prdmyslem: Simulace vykonovych polovodi¢ovych soudastek (ABB
Switzerland, Semiconductors), Charakterizace a simulace vykonovych polovodi¢ovych diod (Freescale
Semiconducteurs, France), Studium odolnosti mikrokontrolér( proti proudové injekci (Freescale Semiconductors,
UK), Vyuziti metody DLTS pro studium kontaminace technologického procesu (Tesla Piestany, Tesla Roznov),
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Studium exotermickych projevl pti hydrataci anorganickych pojiv (CEVA Prachovice); spoluprace na dalsich
projektech s firmami Freescale, Motorola, ABB, Siemens, Empa, SILVACO.

Publikacni ¢innost

Publikoval celkem 50 védeckych c¢lankl v prednich svétovych cCasopisech oboru elektroniky a fyziky
polovodic¢d (Physical Review B, IEEE Transactions on Electron Devices, IEEE Electron Device Letters, Applied
Physics A, Solid-State Electronics, Nuclear Instruments in Physics Research B, atd.), z nichz 41 je excerpovano SCI
Expanded. Déle je autorem (spoluautorem) 135 prispévkd ve sbornicich mezindrodnich védeckych konferenci a
60 dalsich odbornych a pedagogickych praci. Je také spoluautorem dvou ochrannych dokument( a skript.
Registruje 292 citaci v zahrani¢nich odbornych publikacich, z nichZ je 104 excerpovéno v SCI Expanded, h-index
jeho praci je dle Web of Science ISl roven 8.

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) — Senior Member, pfedseda/mistopiedseda
MTT/AP/ED/ED Chapteru Ceskoslovenské sekce IEEE (2003-2006/2001-2003,2006-dosud), ¢&len vyboru
Ceskoslovenské sekce IEEE (2003-2006), ¢len American Physical Society, European Materials Science Society a
Jednoty ¢eskych matematikd a fyzika.

Predseda Rady doktorského programu "Elektronika a Informatika" FEL CVUT (2006-2008), ¢len Védecké rady FEL
CVUT v Praze (2006 — 2008).

Zahraniéni plasobeni

Hostujici védecky pracovnik, University of Surrey, UK (1988), University of Hull, UK (1992) a University of
Lund, S (1993-94, 1996, 1997).

Ceny a pocty

Medaile MSMT CR II. stupné (2003), Ceny European Materials Society za nejlepsi prezentaci na E-MRS
Spring Meeting (2007, 2006), Predseda nejlepsi odborné spolecnosti Regionu 8 IEEE roku 2005, Ocenéni
spolecnosti MTT,AP, ED, EMC IEEE (2007, 2004), Ocenéni spole¢nosti MOTOROLA za pfinos v charakterizaci
mikrokontrolérd (1998), Cena spole¢nosti CEl/Elsevier za nejlepsi prezentaci na konferenci lon Implantation
Technology(1990).
Ostatni

Mezi osobni zajmy patfi barokni hudba, golf, cyklistika a lyZovani.
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prof. Ing. Lubomir Hudec, DrSc.
21.06. 1935

Pracovnik na FEL od: 1958 - 1984
Profesor oboru: mikroelektronika

Vedouci prac. skupiny Optoelektronika, emeritni profesor VSCHT v Praze

Kvalifikace

1958 Ing., CVUT, FEL, obor Radiotechnika, specializace Elektronika

1966 CSc., CVUT FEL Praha, obor Radiotechnika

1972 doc., docentska habilitace, obor Elektronika, CVUT FEL, Praha

1981 DrSc. VUT v Brné, obor Radioelektronika

1981 prof., profesorské jmenovani, obor Mikroelektronika, CVUT FEL Praha

Profesni kariéra

1958 - 1961 Pedagog. asistent CVUT, katedra uZité radiotechniky, Podébrady
1960 - 1961 Primyslova praxe v zav. CHIRANA (dnes Laboratorni pfistroje)
1962 -1971  Odborny asistent, CVUT FEL Podébrady
1971-1973 Expert-profesor, Elektronicky institut Menouf, Egypt
1973 - 1981 Docent, CVUT FEL, katedra elektroniky, Praha
1981 - 1984 Profesor, CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
Vedouci skupiny optoelektroniky (ptvodné zaklad( elektroniky)
1984 -1991  Vedouci katedry material(l pro elektroniku, VSCHT v Praze
1992 - 2000 Profesor, VSCHT — Ustav inZenyrstvi pevnych latek
2000 —dosud  Emeritni profesor tamtéz

Pedagogické pusobeni

Pedagogické zaméreni : Vidy Slo o vyuku elektronickych, optoelektronickych a senzorovych soucastek,
prislusnych obvodovych konfiguraci a jejich zakladnich aplikaci a méfeni parametrd.

Cvicené predméty — Zaklady elektroniky , Elektronické prvky, Elektronické pristroje a ve specialnich kurzech
téz Optoelektronické a specialni soucastky.

Pfednasené predméty — postupné vSechny jmenované a dale téz Zaklady elek-trotechniky a elektroniky na
PF UK a Struktury a sou¢astky mikroelektroniky a sen-zorové techniky v doktorském studiu na VSCHT.

Do let 1966 az 1992 spada vedeni diplomovych a od r. 1971 vedeni doktorskych praci. Doktoraty
(kandidatury) dokoncilo Gspésné celkem 19 uchazecd, z toho 6 cizincl

Védecko-vyzkumné pusobeni

Zaméreni vyzkumnych praci je patrné z nazvu fesenych ukolG:
Kapacitni méfici metody (FEL CVUT), Unikatni piistroje pro letadlové sondaZe a méfeni parametril elektr. pole
atmosféry (Geofyz. GstavCSAV), Specialni pristroje pro méfeni zivotnosti a dlouhodobé stalosti elektrolum. prvk,
vyvoj méficich metod pro optoelektroniku (FIFI CVUT), Unikatni pfistroje pro radionuklidovd méfeni,
automatizované Cislicové systémy pro méreni prahovych proudl, ndboji a pomalu proménnych napéti, vyvoj
membrénového elektrometru (VUPJT TESLA Piemysleni u Prahy), vyvoj optotyristoru a modelovani
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silnoproudych mikroel. struktur (CKD Polovodice). Od r. 1990 jde o vyzkum novych binarnich materialQ pro
optoelektroniku (Fyzikalni Gstav CSAV) a jejich uplatnéni pii vyvoji a vyrobé soucastek (TESLA VUST A. S. Popova a
TESLA Blatna).

Védecka cinnost: rozvoj synergetiky v oblasti stability komplexnich systému s vyu-zitim funkcionélniho
pristupu podle prof. Donocika.

Publikacni ¢innost

7 kniznich publikaci (nejnovéjsi je Foit J., Hudec L. Soucastky moderni elektroniky, Vydavatelstvi CVUT v Praze),
41 skript a uéebnich text(, 61 vyzkumnych a vyvojovych zprav pro odborné instituce a primyslové podniky,
celkem 75 ¢lankd, z toho 19 prispévkd na mezinarod. konferencich, 25 prispévkl v impaktovanych ¢asopisech, 2
patenty — oponentni, recenzni a lektorské posudky, kol 300 ks. Od r. 1998 v souvislosti s prechodem do penze jde
o vyhledavaného oponenta pro rlizné instituce a téz o rizné typy grantd.

Clenstvi v domécich a zahrani¢nich odbornych organech a organizacich

Clen vyboru CMT 1982 a7 1997, ¢len IUAVSTA v USA (mezinar. spoleénost pro vakuovou techniku a
technologii polovodi¢td — 1995 a? 2000), ¢len védecké rady FEL ZCU v Plzni, ¢len oborové rady pro
telekomunikace a elektroniku na OU-VSB v Ostravé, ¢len statnich komisi pro obhajoby CSc. a DrSc. v elektronice,
radio-technice, mikroelektronice a optoelektronice az do jejich zruseni, ¢len a obcas téz predseda st. zkusebnich
komisi pro obhajoby diplomovych, disertacnich a habilitacnich praci v Praze, Brné, Ostravé a Plzni, stejné jako
profesorskych jmenovani, ¢len spravni rady dvou elektrotech. podnik( v 90. letech pfed privatizaci, ¢len ¢eského
vyboru pro materialy v elektronice 1985 az 1990 pri Tesla VUST, vedouci poradenského a konzultacniho strediska
pro elektroniku a mikroelektroniku pfi CSVTS FEL CVUT do r. 1984 a vykonny redaktor Acta Polytechnica CVUT do
r. 1983.

Zahraniéni plasobeni

Polsko — Polytechnika Gdarisk 1955 — studentskd praxe 1 mésic

NDR - Hochvakuum Dresden 1962 — vedouci studentské praxe 1 mésic

EGYPT — Institute of Elcs. Menouf (Min. of Higher Education) — expert-profesor 2 roky
Bulharsko — Polytechnica Sofia — stazista 3 tydny

BRD Mnichov —fy. ATOMICA , méfeni na polovodicich 14 dni

Ceny a pocty

2x cena rektora CVUT, 1x cena rektora VSCHT, &estné uznani rektora 1967, éestné uznani dékana k 25. vyrodi
zalozeni FEL, pamétni medaile FEL v r. 1985, cena M5 CR a CMT za nejlepsi uéebnici v roce 1989.

zaliby

Literatura, divadlo, hudba a sport (do 37 let zdvodné volejbal).

61



doc. Ing. Ladislav Pelikan, Csc

2.2.1927 -+1983

Pracovnik (odborny asistent) na FEL od: 1957 - 1981
Docent oboru: Elektronika

Vedouci pracovni skupiny Mikroelektronika

Kvalifikace

1952 Ing., CVUT, FEL, obor Slaboprouda elektrotechnika, specializace Radiotechnika
1969 CSc., CVUT FEL Praha, obor Elektronika a vakuova technika
1970doc., docentska habilitace, obor Elektronika, CVUT FEL, Praha

Profesni kariéra

1951 Asistent

1951-1957  Odborny asistent, katedra fyziky VSCHT Praha

1957 - 1967 Odborny asistent, katedra obecné radiotechniky, Fakulta radiotechniky CVUT,
Podébrady

1967 -1968  Odborny asistent katedry teoretické radioelektroniky

1969 - 1976 Odborny asistent, katedra zakladd elektroniky FEL CVUT

1967 -1978  Docent, katedra zaklad( elektroniky FEL CVUT

1978 — 1983 Docent, katedra mikroektroniky FEL CVUT

Pedagogické pusobeni

Pedagogické zaméreni, Pfednasené a cvicené predméty: Radiotechnicka (vysokofrekvencni) méreni (Fakulta
radiotechniky v Podébradech); Elektronické prvky (FEL v Praze); ¢etné dalsi pfedméty z oboru principl funkce a
aplikaci elektronickych a mikroelektronickych soucastek v riznych formach postgradualniho studia na FEL CVUT i
doskolovaciho studia ve vyrobnich podnicich (Tesla RoZznov, Tesla Piestany a j.).

Védecko-vyzkumné ptlisobeni

Odborné zaméreni: elektronika, mikroelektronika, elektronickd méreni. Vybrané resené projekty: lontova
implantace v mikroelektronice, technologie mikroelektronickych souéastek. DlleZity pracovnik ”Realizaéniho
Projektu mikroelektroniky” — soustavy sdruZenych investic primyslu, nékolika kateder FEL a tehdejsiho
Federalniho ministerstva pro technicko-investiéni rozvoj na FEL EVUT (zavadéni iontovych implantatord na FEL);
Konsultaéni a pFednaskova &innost pro ¢eské podniky v mikroelektronice (Tesla RoZnov, Tesla Piestany, CKD
Polovodice).

Publikacni ¢innost

Pres 50 odbornych publikaci (¢lanky v odbornych ¢asopisech, vystoupeni na védeckych konferencich a
kongresech, v€etné zahranicnich); nékolik vysokoskolskych skript; 4 skripta pro postgraduaini studium.
Zahranicni pasobeni

Dlouhodobé (nékolikamésicni) staze na zahranicnich univerzitach — 1970-71 limenau (NDR), 1977 byl na 6
mésicl v USA (iontova implantace).

Ostatni

Klarinet, Vycpalkovci
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doc. Ing. Josef Schréfel, DrSc.
17.12.1933 -t 15. 03. 2004
Pracovnik na FEL od: 1991 - 2004
Docent oboru Elektronika

Vedouci vyzkumné skupiny Optoelektronika, zdstupce vedouciho Katedry
mikroelektroniky

Kvalifikace

1956 Ing., CVUT, FEL

1973 CSc., SVST Bratislava
1994 DrSc., CVUT, FEL, Praha
1996 doc., Habilitace CVUT, FEL

Profesni kariéra

1956 - 1975 Vyzkumny Ustav pro sdélovaci techniku v Praze

1958 - 1962 Vedouci oddéleni elektronickych konstrukénich soucastek 1991

1962 - 1969 Vedouci sektoru soucastek pro elektroniku

1972 - 1975 Vedouci oddéleni vyzkumu tenkych vrstev a povrchu pevnych latek

1976 - 1980 Vedouci oddéleni plandrnich optoelektronickych souéastek

1981 - 1991 Vedouci oddéleni soucastek integrované optiky

1991 - 2004 Védecky a pedagogicky pracovnik na Katedfe mikroelektroniky, CVUT FEL Praha
(vedouci vyzkumné skupiny optoelektroniky)

Pedagogické pusobeni

PFednasel v oblasti elektronickych sou¢astek v kurzech pro technické a vyzkumné pracovniky Tesla VUST.
Spoluorganizoval na tfech letnich Skolach tenkych vrstev a prednasel na téchto Skolach (Podhradi 1971, Méfin
1974, Roznov 1977). Pfednasel na kurzech pro studenty PGS na MFF KU a na FEL o technologii a fyzice tenkych
vrstev. Ved| prednasky na predmétech PGS a magisterského studia Technologie optoelektronickych struktur,
Integrovana a koherentni optika, Nové struktury a soucastky optoelektroniky, Optoelektronika a dalSich. Vedl|
vice ne? 20 diplomovych praci na FEL CVUT, MFF KU a EF SVST z oblasti elektronickych soucastek, tenkych vrstev
a optoelektroniky.

Byl ¢lenem komisi pro statni zkousky MFF KU, FEI VUT Brno, ¢len komise pro obhajoby kandidatskych a
doktorskych praci na KME FEL, ¢len oborové komise pro fyzikdIni elektroniku na FJFI, ¢len oborové komise pro
elektroniku na FEL.

Védecko-vyzkumné plsobeni

J. Schrofel se v pocatecnim obdobi zabyval vyzkumem elektrotechnickych soucdastek a pfislusnych méficich
metod. V letech 1960-1975 se vénoval predevsim feSenim ukoll z oblasti fyziky a technologie tenkych vrstev,
fyziky povrchl a nékterych problémi z oblasti polovodi¢d a polovodi¢ovych struktur. Od roku 1975 aZ do umrti
vroce 2004 pracoval v oblasti optoelektroniky a fotoniky. Zabyval se zejména materidlové-technologickymi
problémy vinovodné a integrované optiky.

J. Schrofel byl hlavnim fesitelem nebo spoluresitelem nasledujicich projektu:
. VyuZiti vldknové a integrované optiky pro pirenos a zpracovani informace (CVUT &. 8065).
. Vyzkum optickych vinovodd na bazi protonové vymeény (VS &. 3822).
. Rozvoj studia optoelektroniky (V324)
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. Materialové-technologické reSeni a diagnostika optickych vinovodnych struktur pro integrovanou
optiku (GACR 102/93/0783)

3 Moderni organokovové technologie pro pfipravu kvantové rozmérnych struktur (GACR 102/93/0462).

. Vybudovani laboratore pro pfipravu struktur integrované optiky a zavedeni technologie organokovové

epitaxe (VS 1030).

3 Vyzkum technologii struktur integrované optiky (MH T128/21-3697).

3 Rozvoj doktorského studia v ramci nové koncipovaného oboru fotonika (VS 3811).

. Materialové-technologické feseni integrovaného ¢&ipu pro opticky gyroskop (VU 060).

. Vyzkum opt. integrovaného obvodu pro zatizeni OLCR (PTT Swiss)

. Vlyzkum pfipravy opt. vinovodil na bézi protonové vymeény v LiNbO3 (VU 060)

. Metodické centrum pro fotonické vinovodné struktury (GACR 102/99/M057)

3 Nové technologie pfipravy pasivnich a aktivnich planarnich struktur na bazi uhliku a nitridG uhliku pro

integrovanou optiku (GACR 102/00/0895).

. Materialy a struktury pro elektronické a optoelektronické soucastky pripravované metodou MOVPE
(GACR 102/99/0414).

3 Nové technologie pro ptipravu dielektrickych laserd a zesilovacl
(GACR 102/99/1391).

. Studium opticky indukované difuze a rozpousténi stfibra v tenkych vrstvach amorfnich chalkogenidd

pripravenych metodou "spin coating" a jeji uplatnéni v praxi (GACR 203/02/0087).

Publikacni ¢innost

J. Schrofel je autorem, spoluautorem nebo ¢lenem autorského kolektivu 5 knih, vice nez 80 ¢lankd nebo
publikovanych prednasek, priblizné 40 vyzkumnych zprdv, 15 projektl a 18 patent(.

Clenstvi v domdcich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Clen JCMF, CVTS, ¢len Spoleénosti ¢eskych a slovenskych elektronikd, ¢len Cs. Spole¢nost pro fotoniku, EOS
a |IEEE.

Ceny a pocty

Dvé knihy jejichz byl pan J. Schrofel autorem respektive spoluautorem ziskaly zvlastni ocenéni prémii Ceské
matice technické a ministerstva gkolstvi resp. Ceského literarniho fondu. Se svym pracovnim kolektivem ziskal
celkem 3x ocenéni v souté?i o nejlepdi teoreticko-experimentalni praci TESLA VUST a 2x ocenéni za nejlepsi
exponat vystav dnll nové techniky byvalého resortu strojirenstvi a elektrotechniky.

Ostatni

Beletrie, vodni sporty, cyklistika, fectina, latina.
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doc. Ing. Miroslava Semberova, CSc.
13.7.1939
Pracovnik na FEL: 1961 - 2007

Docent oboru: Mikroelektronika

Kvalifikace

1961 Ing., CVUT FEL, Praha, obor Radiotechnika
1973 CSc., CVUT FEL, Praha, obor Radioelektronika
1985 doc., CVUT FEL, Praha, obor Mikroelektronika

Profesni kariéra

1961 - 1964 Pedagogickd asistentka CVUT FEL, Praha
1964 - 1985 Odborna asistentka CVUT FEL, Praha
1985 - 2007 Docentka CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

Pedagogické pusobeni

Prednasené predméty: Elektronické prvky pro obory TK a ASR, Digitalni a optoelektronicka technika pro
obor mikroelektronika (vSe v dennim i kombinovaném studiu), v kursech PGS problematika Sumu elektronickych
prvkG vramci rlznych predmétd. Cvicené predméty: Uvod do inZenyrstvi, Teoreticka elektrotechnika,
Elektronické obvody, Elektrické méreni neelektrickych velicin, Zaklady elektroniky, DigitdIni a optoelektronicka
technika, Elektronické prvky, Elektronické a mikroelektronické soucastky, Elektronické soucastky a struktury.
Pfedseda komise pro statni zavérecné zkousky, skolitelka aspirantli pro obor mikroelektronika, ¢lenka komise pro
odborné kandiddtské zkousky pro obor mikroelektronika, ¢lenka komise pro obhajoby kandidatskych
disertacnich praci v oboru mikroelektronika.

Védecko-vyzkumné ptlisobeni

Problematika Fe$ena v ramci statnich vyzkumnych tkol( katedry a spoluprace s CSAV, vyzkumnymi Gstavy a
pramyslovymi podniky se postupné tykala zejména: syntetizéru teci, méreni na hydrologickych modelech,
telemetrického prenosu EKG, studia nahodnych proces(, zafizeni pro Interkosmos, Sumu elektronickych prvk(,
degradacnich vlivli luminiscencnich a laserovych diod a jejich mechanism(, vykonovych polovodi¢ovych struktur,
vyuZiti iontové implantace v zobrazovacich prvcich, unipoldrnich struktur na bazi GaAs, rychlych izolacnich
optron(, metod a méreni pohyblivého naboje ve strukturach MIS, novych technologii v mikroelektronice.

Publikacni ¢innost

7 skript, 25 ¢lanku
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doc. Ing. Vladimira Trestikova, CSc.
31.1.1943
Pracovnik na FEL: 1966 -2007

Docentka oboru: Mikroelektronika

Kvalifikace

1965 Ing., CVUT, FEL, obor Automatizaéni technika

1979 CSc., CVUT FEL Praha, obor Radioelektronika

1986 doc., Docentka, obor Mikroelektronika, CVUT FEL, Praha

Profesni kariéra

1966 Pedagogickd asistentka CVUT FEL, Praha

1966 - 1969 Radna aspirantka, katedra teoretické radioelektroniky, CVUT FEL, Praha
1969 - 1985 Odborna asistentka, CVUT FEL, Praha

1986 Docentka, CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

Pedagogické pusobeni

Predndsené predméty: Elektronické a mikroelektronické prvky pro obor mikroelektronika, Elektronické
prvky pro obor radiotechnika, telekomunikacni technika a el. pocitace, Elektronické a mikroelektronické
soucdstky pro obor elektronika a sdélovaci technika v dennim a v kombinovaném studiu. Cvicené predméty:
Teorie elektronickych obvod( | a Il, Zaklady elektroniky, Navrh mikroelektronickych obvodd, Digitdlni a
optoelektronicka technika, Diagnostika v mikroelektronice, Elektronické prvky, Elektronické a mikroelektronické
soucastky, Elektronické soucastky a struktury. Clenka komise pro statni zavéreéné zkousky (predseda a
mistopredseda), Skolitelka aspirantt pro obor mikroelektronika, ¢lenka komise pro odborné kandidatské zkousky
pro obor mikroelektronika.

Védecko-vyzkumné plsobeni

Problematika feSena v ramci statnich vyzkumnych Ukold a spoluprace s primyslem se tykala zejména:
elektronickych zafizeni pro geologické UGcely, napdjecich zdroji, detektorli infraderveného zéareni, Sumu
elektronickych prvk(, degradacnich vlivd luminiscencnich a laserovych diod a jejich mechanismd, vykonovych
integrovanych polovodicovych struktur, vyuZiti iontové implantace v zobrazovacich polovodi¢ovych prvcich,
unipolarnich struktur na bazi GaAs pro vypocetni techniku, méreni fyzikalnich veli¢in na bazi CCD, rychlych
izolaCnich optrond, metod méreni pohyblivého naboje ve strukturach MIS, novych technologii
v mikroelektronice.

Publikacni ¢innost

7 skript, 25 ¢lankd, 7 konference, 4 citace

66



doc. Ing. Frantisek Vanicek, CSc.
24.12.1936
Pracovnik na FEL od: 1960

Docent oboru: Elektronika

Kvalifikace

1960 Ing., CVUT, FEL, obor Radiotechnika
1972 CSc., CVUT FEL Praha, obor Radioelektronika
1978 doc., docentska habilitace, obor Elektronika, CVUT FEL, Praha

Profesni kariera

19601963  asistent Katedry uZité radiotechniky FEL CVUT Praha

1962 -1978  odborny asistent, CVUT FEL, Praha

1971-1972  odborny referent 1/3 Gvazek FEL CVUT Praha

1972 -1975 ¢len komise pro obhajoby Ph. D. na MTC Cairo, Egypt

1978 —dosud  docent na katedie mikroelektroniky

1982 - ¢len a predseda komisi pro statni zavérecné zkousky inZzenyrského, magisterského a
bakala¥ského studia na CVUT FEL Praha a FE VUT Brno

1986 —-1989  samostatny védecky pracovnik, Vyzkumny ustav silnoproudé elektrotechniky Praha
Béchovice, tfetinovy Uvazek

Pedagogické pusobeni
Pedagogické zaméreni, Prednasené predméty: Polovodicové struktury, Modely elektronickych
struktur,Elektronika, Electronics, Vacuum tubes, Electronic measurement, Semiconductor devices and structures
Cvi¢ené predméty: matematika, elektroakustika, elektrické méreni neelektrickych velicin, elektronické
obvody, elektronické soucdstky, Polovodicové struktury, Modely elektronickych struktur, Electronics, Vacuum
tubes, Electronic measurement, semiconductor devices and structures. Vedeni cca 30 diplomnich praci, 5
disertacnich praci.

Védecko-vyzkumné plsobeni

Vedouci statniho vyzkumného Ukolu Analyza fecového signalu, jehoZ vystupem byla realizace prvniho ¢s
syntetizéru Fedi. 1986 — 1989 samostatny védecky pracovnikl 1/3 Gvazek VUSE Béchovice

Publikacni ¢innost

Preklad knihy z rustiny, monografie, asi 20 skript, 2 skripta vydana v Egypté, 2 patenty (spoluautor), 15
¢lanka.
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Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich
Predseda komise pro statni zavérecné zkousky inzenyrského, magisterského a bakalaiského studia na CVUT
v Praze a v Brné
Clen komise pro statni zkousky a obhajoby Dr. PhD. Na FEL CVUT v Praze a v Brné
Zahrani¢ni pasobeni
1962 unor - kvéten — staz, Institute for Perception research , Eindhoven, Holandsko
1972 — 1975 — hostujici profesor, Military Technical College, Cairo, Egypt
1980 — 1982 — hostujici profesor, Hiher Institute of Elestronics, Beni Walid, Libye
1992 — jeden semestr — hostujici profesor, Catholieke Industrie Hogeschool West-Vlanderen Ostende. Belgie
1993 — jeden semestr — hostujici profesor, Catholieke Industrie Hogeschool West-Vlanderen Ostende. Belgie

Ceny a pocty

1967 — ¢estné uznéni za vynikajici praci vykonanou pro CVUT FEL Praha
1975 — ¢estné uznani za vyznamnou ¢innost spojenou s rozvojem CVUT FEL Praha

Ostatni

Clen vyboru Spolku sbératell a prétel exlibris, genealogické spole¢nosti, numismatické spol.
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doc. Ing. Karel Vav¥ina, CSc.
22.9.1939
Pracovnik na FEL 1964 -- 1992

Docent oboru Mikroelektronika

Kvalifikace

1964 Ing., CVUT FEL, obor Mé¥ici a Fidici technika
1972 CSc., CVUT FEL Praha, obor Aplikovana fyzika
1985 doc., CVUT FEL, Praha, obor Mikroelektronika

Profesni kariera

1964 - 1967 Pedagogicky asistent katedry fyziky, CVUT FEL, Praha
1967-1977  Odborny asistent katedry fyziky, CVUT FEL, Praha

1978 -1985  Odborny asistent katedry mikroelektroniky, CVUT FEL, Praha
1985 -1992 Docent katedry mikroelektroniky, CVUT FEL Praha

Pedagogické pasobeni

Ve své vétsiné prednasené predméty byly z oboru fyziky pevnych latek, vénovaly se prevazné teoretickym
otazkam transportu nosi¢l naboje, a tim i dielektrickym a magnetickym vlastnostem pevnych latek, i kdyZ se
samoziejmé nevyhybaly i nékterym otazkdm z kvantové fyziky a kvantové chemie. Z pfednasenych pfedmétd na
katedre fyziky to byly predevsim Teoreticka fyzika pro 3. ro¢nik slaboproudych obor(, a Fyzika pevnych latek
predevsim pro 3. ro¢nik dalkového studia.

Na katedie mikroelektroniky to byly prednasky z Fyziky pevnych latek (v prvém obdobi), pozdéji pak
predevsim Elektronika materialG a Technologie materidlQ.

Laboratorni a seminarni cviceni na katedre fyziky se zpocatku tykala pfedmétu obecné fyziky pro 1. a 2.
roc¢nik zakladniho studia, pozdéji jsem se vénoval vybudovani a vedeni laboratornich i semindrnich cviceni
z Fyziky pevnych latek. Na katedie mikroelektroniky kromé vedeni laboratornich cviceni predmétu z obord
elektronickych obvodud (jako vypomoc), jsem jesté zpocatku vedl cviceni z Fyziky pevnych latek a pfipravoval
cvi¢eni z predmétu Elektronika materialQ, kterd jsem pozdéji ve své vétsiné vedl. Od roku 1972 jsem kazdy rok
vedl alespon jednu diplomovou praci, pficemz si nevzpominam, Ze by nebyly Uspésné obhajeny. Od roku 1985
jsem byl stalym &lenem Statni zkusebni komise pro obhajobu diplomovych praci katedry mikroelektroniky CVUT
FEL Praha, a od roku 1982 do roku 1986 ¢lenem Statni zkuSebni komise pro obhajobu diplomovych praci na
katedre Elektrotechnologie. Od roku 1988 jsem byl také ¢lenem Statni komise pro obhajobu diplomovych praci
na VUT Brno- katedra mikroelektroniky po tfi roky.

Védecko-vyzkumné plsobeni

Odborné zaméreni na katedre fyziky bylo smérovano ke studiu heterogennich prechodd, zde jsem také
obhajil kandidatskou dizertacni praci na téma: Méreni polykrystalickych selenovych vrstev pfi vyssich hodnotach
proudové hustoty. Na katedfe mikroelektroniky jsem se zabyval nékterymi problémy polovodicovych soucastek
pro silnoproudou elektrotechniku (spoluprace s CKD — Polovodice) a metodikou mé¥eni tenkych vrstev a vyvojem
méficich systém( v této oblasti (spoluprace s Vyzkumnym ustavem A. S. Popova). V posledni dobé jsem se
vénoval problémim kvantovych jevl v nanostrukturach, vzhledem konemocnéni jsem vSak nedospél
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k podstatnym publikace schopnym vysledkim. Celkové jsem se podilel na vypracovani 20 vyzkumnych zprav pro
vyzkumné tstavy Ceské akademie véd a podniky.

Publikacni ¢innost

K publikaéni ¢innosti mohu uvést 6 plvodnich ¢lank(, kdy jsem byl samostatnym autorem, dale 27
pGvodnich &lankd, 5 konferenci v zahraniéi, kazdoroéné konference FVS JESMF od roku 1966 do roku 1990. Déle
6 konferenci konanych v Ceskoslovensku, pfi tom jedna konference, kde jsem byl tajemnikem konference
(Mikroelektronika Praha 1984). Pro fakultu jsem se podilel na ptipravé 8 ucebnich textd (skript) a dalsi pak pro
rGzna Postgradudlni studia - 4 skripta. Vim o nékolika citacich (5) v odbornych knizkach, které se odvolavaji na
moje prace. ProtoZe po roce 1992 uz nejsem s to odbornou literaturu sledovat, nemohu uvést dalsi podrobnosti.
Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich
Clen FVS JEMF od roku 1962, v letech 1978 a7 1984 ¢len vyboru FVS JCSMF

Zahraniéni plsobeni

Odborna staz na katedre teoretické fyziky Leningradského polytechnického institutu — 3 mésice (1974-1975)
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doc. RNDr. Jan Voves, CSc.

6. 4.1960

Pracovnik na FEL od: 1984

/ i Docent oboru: Elektronika
.I -
i
Kvalifikace

1984 RNDr., MFF UK Praha, obor Elektronika a optika, specializace Fyzikalni mikroelektronika
1992 CSc., CVUT FEL Praha, obor Elektronika
1996 doc., docentska habilitace, obor Elektronika, CVUT FEL, Praha

Profesni kariera

1984-1987  védecko-vyzkumny pracovnik, katedra mikroelektroniky CVUT FEL, Praha
1987 — 1996 odborny asistent, CVUT FEL, Praha

1992 - 1996 ¢len AS CVUT FEL

1994 —2004  tajemnik katedry mikroelektroniky, CVUT FEL Praha

1996 —dosud  docent, CVUT FEL Praha.

Pedagogické pasobeni

Pedagogické zaméreni: fyzika a elektronika polovodicl, polovodicové soucastky - principy, technologie,
modelovani, nanoelektronika.

Pfednasené predméty: Kvantova elektronika, Elektronika materidl(, Fyzika polovodiovych struktur,
Elektronika polovodi¢l, Nové sméry v elektronice, Technologické procesy a jejich modelovani, TCAD pro
elektroniku, Aplikace TCAD, Elektronicky transport v polovodicich, Nanotechnologie, Nanotechnologie a
nanoelektronika

Cvi¢ené predméty: Mikroelektronika, Struktury a technologie mikroelektroniky, Elektronika, Kvantovd
elektronika, Elektronika materiald, Fyzika polovodi¢ovych struktur, Elektronika polovodicl, Technologické
procesy a jejich modelovani, Elektronické a mikroelektronické soucastky, TCAD pro elektroniku, Nanotechnologie
17 vedenych diplomovych praci - vSechny Gspésné obhajené
6 vedenych disertacnich praci, z toho zatim 2 Uspésné obhajené.

Védecko-vyzkumné pusobeni

Nositel grantu GACR: Spintronické aplikace feromagnetickych polovodi¢ovych nanostruktur (2006-2008),
spolufesitel projekt programu AV CR "Nanotechnologie pro spole¢nost": Struktury pro spintroniku a kvantové
jevy v nanoelektronice vytvorené elektronovou litografii, fesitel VZ MSMT: Vyzkum perspektivnich informacnich
a komunikaénich technologii (2005-2011), nositel grantu MSMT: Aplikace TCAD pro polovodicové
heterostruktury (1994), spoluprace sOn Semiconductor Roznov p. Radh. — simulace parazitnich jev(
v polovodicovych strukturach, oponent habilitacnich praci MFF UK Praha, FEKT VUT Brno
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Publikacni ¢innost

Autor a spoluautor vice nez 90 odbornych publikaci (z toho 10 ¢lankd, 1 kniha, 3 skripta), 10 citaci v SCI.
Nejvyznaméjsi publikace:

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Clen JEMF FVS (od 1993), ¢len Védecké rady URE AV CR (1998-2004), ¢len oborové rady Fyzika na MFF UK (od
2008), ¢len IEEE (od 1995).

Zahrani¢ni pasobeni

studijni pobyt na KIHWV Oostende (1991-1992),

studijni pobyt na Univerity of Hull, Department of Applied Physics, VB (1993),

studijni pobyt na Leeds Metropolitan University, Faculty of Information and Engineering Systems, VB (1996),
studijni pobyt v TIMA Grenogle, Francie (1998).

Ceny a pocty

¢len vyzkumného tymu Elektronika, ocenéného rektorem CVUT v roce 2006 za vynikajici vysledky vyzkumné
¢innosti.

Ostatni

zajmy: vysokohorska turistika, sborovy zpév
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8.4 Asistenti a védeckovyzkumni pracovnici katedry

Ing. Adam Boura

22.01.1980

Pracovnik (doktorand) na FEL od: 2004

Odborny asistent od 2006

Kvalifikace
2004 Ing., CVUT, FEL, studijni program elektrotechnika a informatika, obor Elektronika
Profesni kariera

2005-2006  Védecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, Praha
2006 —dosud  Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

Pedagogické pusobeni

Zaméreni na senzory, biosenzory, senzorové systémy, mikrosystémy, elektroniku a elektronické soucastky,
Cvicené predméty: Biomedicinské senzory, Elektronické soucastky a struktury, Elektronika, Mikrosystémy,
Senzorové systémy, Senzory v elektronice,

Védecko-vyzkumné plsobeni

Specializace na bezdratové senzorové systémy a mikrosystémy

Publikaéni ¢innost

26 ¢lankl na tuzemskych a zahrani¢nich konferencich, 2 ¢asopisy, Spoluautor skript

Zahranicni pasobeni
Student v rdmci magisterského studia na Universitat Politécnica de Catalunya, Spanélsko (2003)

Ceny a pocty
Cena dékana za vynikajici diplomovou praci (2004)

Nejdulezitéjsi publikace

Boufa, A. - Husak, M.: Translinear Subthreshold MOS Filter for the Wireless Sensors Applications. In The Sixth
International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. Bratislava: Slovak University of
Technology, 2006, p. 173-176. ISBN 1-4244-0396-0.

Boura, A. - Husak, M.: Digitally Tunable Section for an Analog Current-Mode Predistortion. In IEEE ISIE 2007
Proceedings [CD-ROM]. Vigo: IEEE, 2007, p. 1391-1394. ISBN 1-4244-0755-9.

Boufra, A. - Husak, M. - Kulha, P.: INDUCTANCE POWERING FOR ELECTRONIC SYSTEMS. In Electronics Devices and
Systems Proceedings. Brno: Vysoké uceni technické v Brné, 2008, vol. 1, p. 230-235. ISBN 978-80-214-3717-3.
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Profesor Michal €ada, Ph. D., Ing., P. Eng.
18.12. 1950

Pracovnik na FEL: 1979 - 1984

Profesor oboru: Optoelektronika a Fotonika

Professor of Electrical Engineering and Director of Photonics Applications
Laboratory, Dalhousie University, Halifax, Canada

Kvalifikace

1976 Ing., CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektrotechnika, specializace Teorie elektromagnetickeho pole
1979 CSc., URE CSAV Praha, obor Optoelektronika

1984 Ph.D., CSc. recognized as Ph. D. by MIT, USA

1985 P.Eng., Professional engineer licence in Canada

1985 Assistant Professor, Technical University of Nova Scotia, Halifax, Canada

1986 Associate Professor, DTTO

1990 Full Professor, DTTO

Profesni kariera

1974-1976  Pomocny védecky pracovnik URE CSAV, Praha

1976 — 1979 Védecky aspirant, URE CSAV, Praha

1979-1979  Védecky aspirant FIAN, Moskva

1979-1984  Odborny asistent, katedra mikroelektroniky, FEL CVUT Praha

1982 -1984  Védecky konzultant, Federalni institut vypocetni techniky, Praha
1984 — 1984 Scientific Fellow, Polytechnic University of New York, USA

1984 — 1985 Research Engineer, MPB Technologies Inc., Montreal, Canada
1985-1986  Assistant Professor, Technical University of Nova Scotia, Canada
1986 — now Director of Photonics Applications Laboratory, TUNS, Canada

1986 -1990  Associate Professor, Technical University of Nova Scotia, Canada
1990 — 1998 Full Professor, Technical University of Nova Scotia, Canada
1991-1992  Guest Scientist, Central Research Laboratory of Siemens AG, Munich
1998 — now Full Professor, Dalhousie University, Halifax, Canada

1998 — 1999 Guest Scientist, Central Research Laboratory, Telecom Italia, Torino
2002 — 2004 Canada Research Chair, University of Ottawa

Pedagogické pusobeni

Pedagogické zaméreni: Telecommunications, Optoelectronics, Photonics, Integrated semiconductor optics
Pfednasené predméty: Semiconductor electronic devices, Microelectronics, Optical Electronics, Electronics,
Analog communications, Technology and applications of fiber optics, Optical signal processing and computing,
Fiber and integrated optics, Integrated semiconductor optoelectronics, Nonlinear photonics

Pocet vedenych diplomovych praci: average 6 per year
Pocet vedenych disertacnich praci Master: 78

Pocet vedenych disertacnich praci Ph. D. : 15

Pocet vedenych postdoctoral fellows: 12

Pocet vedenych inzenyrl a technik(: 10

74



Védecko-vyzkumné plsobeni

Odborné zaméreni: Analysis and design of optical, optoelectronic and nonlinear devices, Theoretical and
experimental studies of semiconductor optical structures

Vybrané resené projekty: Optical devices, All-optical modulators, Optoelectronic mixers, Semiconductor
lasers, Electro-optic nanostructure switches

Granty: Total of $9,500,000. Spoluprace s pramyslem: JDS Uniphase Inc., Northern Telecom Ltd.,
Canada; LaseDahm Inc., USA; Siemens AG, Germany; Telecom lItalia, Italy; DAS, Spain

Ostatni védecko vyzkumné aktivity: International consulting, Inviting lectures, Adjucator for Canada
Research Chairs, program and general chair for international conferences, president of IC Litewaves Inc.

Publikacni ¢innost

Refereed journals: 81

Refereed conferences: 68

Industrial research reports: 72

Patents: 5

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich
Member of IEEE, OSA, SPIE, APENS

Member of Grant selection committee — Strategic grants, NSERC, Canada
Tresurer and secretary of IEEE Atlanic section

Zahraniéni plasobeni

Invited assistent professor, National Polytechnic Institute, Mexico (1982)
Visiting Scientist, National Research Council, Ottawa, Canada (1984)
Invited Professor, Swiss Federal Institue of Technology, Lausanne (1990)
Senior Industrial Fellow, Bell Norther Research Ltd., Ottawa (1991)
Invited Professor, Institut of Optics, University of Paris, France (1991)
Scientific Consultant, Swiss Federal Institue of Technology, Lausanne (1991-92)
Invited Senior Scientist, CNRC, Paris, France (1992)

Invited Professor, Polytechnic University of Madrid, Spain (1999)

Invited Professor, Institute of Photonic Nanotechnology, Valencia (2005, 06, 07, 08)

Invited Professor, Institut of Optical Sciences, Barcelona, Spain (2008)
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Ing. Marcel Derian
26. 06. 1963
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1988

Védecko vyzkumny pracovnik katedry mikroelektroniky

Kvalifikace

1988 Ing., CVUT, FEL, obor Mikroelektronika

Profesni kariera

1988 - 1989 Interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

1989-1991  Védecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
Pedagogické pusobeni

1989 - 1991 Mikroelektronika, laboratorni cviceni

Védecko-vyzkumné ptlisobeni

1988 — 1989 Méreni doby Zivota nosicu el. naboje (ved. prof. Kodes, DrSc.)
1989-1991  Pocitatové modelovani dynamickych jevi

Zahranicni plisobeni

1984 - 1985 Védecka staz, BMU (Budapestska technicka universita), Madarsko, Fakulta
elektrotechniky

1991 Védecka staz, KFKI (Fyzikalni védecko technicky institut), Madarsko, Stfedisko lontové
implantace

Ostatni
Po opusténi katedry Mikroelektroniky, pUsobil na Magistratu hl. m. Prahy v oddéleni zahrani¢nich investic,
pozdéji asistentem primatora Kondra. V roce 1993 spoluzakladal Burzu cennych papird Praze, feditelem jednoho

ze zakladatell burzy -spole¢nosti Merx a. s. V roce 1994 zaméstnanec fy Rabe und partner — ¢len burzy ve
Frankfurtu/M. Od roku 1997 samostatné podnika.
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Ing. Michal Hatle, CSc., Dr. Eng
13.02. 1962
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1986 - 1991

Védecko vyzkumny pracovnik a odborny asistent

Kvalifikace

1985 Ing., CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektrotechnika, specializace Mikroelektronika
1991 CSc., CVUT FEL Praha
1995 Dr. Eng. Japonska statni univerzita, Nagaoka (obdoba PhD)

Profesni kariera

1986 - 1987 Védecky pracovnik CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

1987 - 1991 Odborny asistent CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

1991 - 1995 Vyzkumny pracovnik na projektu zamérenén na oblast supravodicl, Japonska
statni univerzita, Nagaoka

1995 - 1996 Technicky feditel, Institut méstské informatiky v Praze

1996 - dosud  Generalini reditel spolecnosti T-Systems Czech Republic a. s. (dfive PragoNet a. s.)

Pedagogické pusobeni

CVUT FEL — katedra mikroelektroniky — Elektronické prvky

Védecko-vyzkumné ptlisobeni

CVUT FEL — numerickd simulace a testovani vykonnych polovodi¢ovych prvk vramci spoluprice s CKD

Polovodice

Nagaoka University of Technology, Japan — laboratof fyziky supravodivych prvkd

Publikacni ¢innost

Nékolik ¢lankl v zahrani¢nich odbornych ¢asopisech Applied Physics Letters a IEE Transactions on elektron
device na téma: Thin-Film Short Weak Links.

Clenstvi v domdcich a zahrani¢nich odbornych organech

Clen Védecké rady MFF UK (2006-2008)
Clen Asociace provozovateli vefejnych telekomunikaénich siti

Zahraniéni ptsobeni
1991 - 1995 Nagaoka University of Technology, Department of Superconducting Physics, Japan

Ostatni

Vroce 1996 opustil akademickou pGdu a fidi akciovou spolecnost zabyvajici se ICT technologiemi,
zaméstnava bezmala 700 zaméstnancl a jeji rocni obrat dosahuje témér 3 miliard korun.
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Ing. Petr Hrassky
18.12. 1950 - 2008
Pracovnik (doktorand) na FEL 1974 - 1979

Védecko-vyzkumny pracovnik

Kvalifikace

1974 Ing., CVUT, FEL, obor Slaboprouda elektrotechnika, specializace Automatizaéni technika
Profesni kariéra

1974 - 1975 stazista CVUT FEL, katedra zaklad( elektroniky, Praha

1975-1979  védecky aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

1980 védecko-vyzkumny pracovnik

1980 - 2008 Thomson, ST Microclechonics (automotive), Munchen

Pedagogické pisobeni

Cvi¢ené predméty: Elektronické soucastky
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Ing. Jifi Jakovenko, Ph.D.
10.7.1972

Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1999

Odborny asistent na FEL od: 1999

Kvalifikace

1996 Ing., CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektronika, specializace Aplikovana elektronika
2004 Ph.D. CVUT, FEL, obor elektronika, teze: Struktury MEMS pro méreni mikrovinného vykonu

Profesni kariera
1999 - dosud Odborny asistent, CVUT FEL, Praha
Pedagogické pusobeni

Podilel se a podili se na vyuce predmétl v bakalafské, magisterské i doktorské etapé: Struktury
Integrovanych obvodl, Navrh integrovanych obvodl, Navrh integrovanych obvodd pro informatiky, Praktika
navrhu integrovanych obvod(, Néavrh VLSI, Mikroelektronika, Elektronika, Senzorové systémy, Nové sméry
v elektronice, Struktury a technologie VLSI. Vedl a vede diplomové préce. Je skolitelem Ph. D.
Védecko-vyzkumné plsobeni
Vyzkum a vyvoj novych mikro-elektro-mechanickych struktur (MEMS), ndvrh RF integrovanych obvod
Publikacni ¢innost
34 odbornych ¢lankd, 5 ¢asopis, 1 kapitola v knize, 16 technickych zprav
Clenstvi v domdcich a zahraniénich odbornych organech a organizacich
Akademicky senat CVUT-FEL (2000-2004), .
Zahraniéni ptsobeni
1998 absolvoval 4 mésicni studijni pobyt “International Management Programme” v Hogeschool Gent v Belgii.
2005 absolvoval tfimési¢ni odbornou stdz u Cadence, San Jose, USA, kde se zabyval ndvrhem 802. 11 b, g
transceiveru.

Ostatni

Od roku 2005 pusobi jako navrhar a odborny konzultant pro firmu Cadence, San Jose, USA (developement of RF
design kits).
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Ing. Vladimir Janicek
2.10.1974
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 2000

Odborny asistent na FEL od: 2001

Kvalifikace

2000 Ing. CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektronika, specializace Aplikovana elektronika
Profesni kariera

2000 - 2001 Interni doktorand CVUT FEL, katedra miktroelektroniky, Praha
2001 -dosud  Odborny asistent CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

Pedagogické pusobeni

Vyuka v predmétech Elektronika a Elektronické soucastky a struktury v zakladni etapé studia, vedeni 3
Uspésné obhdjenych diplomovych a 5 bakalafskych praci, spoluprace na predmétech Napdjeci zdroje a Nové
sméry v elektronice. Vyuka informatiky na VSMIE a. s., Praha.

Védecko-vyzkumné plsobeni

. Optimalizace napajecich zdroji v mikrosystémech, problematika autonomnich samonapajecich  systému
s integrovanymi mikrogeneratory,

. Aplikace polymerové elektroniky a navrh napajecich zdrojd na polymerové bazi,

. Clen Fesitelského tymu v ramci evropského projektu 6. RP PolyApply - aplikace polymerové elektroniky (6.
ramcovy program EU),

. Target - vyvoj mikrovinného vykonového zesilovace pro telekomunikacni ucely (6. rdmcovy program EU),
. Transdisciplinarni vyzkum v oblasti biomedicinského inzenyrstvi Il (VZ MSMT),

. Transdisciplindrni vyzkum v oblasti biomedicinského inzenyrstvi (VZ MSMT),

. Inteligentni mikrosenzory a mikrosystémy pro méteni, regulaci a Zivotni prostfedi granty (GACR),
Integrované inteligentni mikrosenzory a mikrosystémy (GACR).

Spoluprace na evaluaci komponentl automobilového prdmyslu s firmou BOSCH.

. Uéast v MEDEA projektu spole¢nosti ST Microelectronics.

Publikacni ¢innost
10 stati ve sbornicich,1 ¢lanek v ¢asopise, 5 technickych zprav,4 zahranic¢ni konference
Zahraniéni ptsobeni

ST Microelectronics (2000)

80



Ing. Martin Jaros, CSc.
Pracovnik (aspirant) na FEL 1986-1998

Odborny asistent 1993 - 1998

Kvalifikace

1986 Ing., CVUT, FEL, obor Mikroelektronika

1996 CSc., CVUT FEL Praha, obor Mikroelektronika

Profesni kariera

1986 - 1988 Interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1988 -1993  Védecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, Praha

1993 — 1998 Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

Pedagogické pusobeni

Predndasky a cviceni pfedmétu Rozhrani pocitacll. Vedeni nékolika diplomovych praci v oblasti automatizace
diagnostickych méreni.

Védecko-vyzkumné ptlisobeni

Ucast na nékolika védeckovyzkumnych projektech se zaméFenim na automatizaci diagnostickych mérent.
Publikaéni ¢innost

3 ¢lanky, 3 ¢asopisy, 1 zahrani¢ni konference

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Clen Komise vypocetni techniky FEL CVUT Praha

Ostatni

1988-1998 administrator katedrainiho mainframe HP Unix
1990-1998 spravce katedralni pocitacové sité, Novell serveru a viech PC

81



Ing. Vitézslav Jefabek, CSc.
4.5.1951

Pracovnik na FEL od: 2005
Odborny asistent od 2005

Vedouci vyzkumné skupiny Optoelektronika

Kvalifikace
1975 Ing. CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektrotechnika
1988 CSc. CVUT FEL Praha, obor Mikroelektronika

Profesni kariera

1975 -1988 Samostatny vyzkumny pracovnik Tesla VUST, Praha
1988 -1992  Védecko-vyzkumny pracovnik, Tesla VUST, Praha
1992 - 1995 Vedouci oddéleni siti CATV, Dattel s. r. 0., Praha
1995-1998  Reditel siti CATV, Dattel a. s., Praha

1998 - 2005  Technik specialista, GTS Czech a. s., Praha.

2005 —dosud  Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

Pedagogické pasobeni

Zaméfuje se na vzdélavani studentd BSc, MSc a PGS v oboru integrované optoelektroniky a optiky. Vede
prednésky a cviceni na CVUT FEL z predmétd

Soucastky pro optoelektronické systémy a Soucastky integrované fotoniky. dale pfednasi v predmétech
Fotonika, Navrh fotonickych soucdstek a obvodl Integrovana a koherentni optika a dalSich. Byl rovnéz vedoucim
nebo oponentem fady inZenyrskych a doktorskych praci z této oblasti. Pfednasel problematiku fotonickych
soucastek na kurzech poradanych Spolec¢nosti pro fotoniku Praha ( 2002, 2003) a Infineon a. s., Trutnov (2005,
2006). Podilel se na rozvoji laboratoii optoelektroniky a optiky jako odpovédny Fesitel grantového projektu FRVS
»Inovace laboratofi optoelektroniky a optiky”, vyuzivanych v ramci vyuky. Je ¢lenem komise pro obhajoby
diplomovych a doktorskych praci na KME FEL.

Védecko-vyzkumné pusobeni

Ing. Jefabek pracoval v letech 1975 az 1981 jako vyzkumny a vyvojovy pracovnik v oddéleni pro Cislicové
fizeni obrabécich stroji Tesla VUST, kde jako ¢len vyvojového tymu realizoval zafizeni pro asynchronni pienos
informace v prostredi priimyslového ruseni, kterému bylo udéleno autorské osvédceni (PV 4225-81, AO 216777,
Praha, 1984).

V letech 1982 a nasledujicich se podilel na vyzkumu a vyvoji polovodi¢ové laserové diody a dalSiho souboru
optoelektronickych soucastek pro podniky Tesla jako resitel dil¢iho projektu, a dale jako hlavni feSitel projektu
vedl vyvoj optoelektronickych hybridnich integrovanych obvodl pro komunikacni systémy. Tento soubor
soucastek byl nasledné vyuzit pro telekomunikaéni systém TOM firmy Dattel a. s., ktery prenasi TV signal mezi
snémovnou a Uradem vlady. V letech 1992 a7 1998 pracoval Ing. Jefabek jako manager, akcionar a nasledné jako
reditel siti kabelové televize spolecnosti Dattel a. s.

V roce 2005 nastupuje Ing. Jefabek na katedru mikroelektroniky FEL CVUT, kde jako vedouci skupiny
optoelektroniky a optiky se zabyva problematikou navrhu a realizace hybridnich integrovanych optickych a
optoelektronickych struktur pro informatiku a jejich dynamickymi vlastnostmi. Vénuje se také kvantovym
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nelinedrnim staviim optoelektronickych soucastek a obvodu a jejich vyuZitim pro optické multiplexni informaéni
systémy a pro opticky procesing. V soucasné dobé je vedoucim pracovni skupiny spolupracujici na reseni
vyzkumného zaméru “Vyzkum rozvoje soucdstkové zakladny pro komunikacni a informacni techniku” a
odpovédnym resitelem projektu ,,Nové soucastky integrované optiky zhotovené planarni hybridni technologii“
financované GACR.

Publikacni ¢innost

Ing. Jefdbek je autorem nebo spoluautorem vice nez 50 ¢lank( nebo publikovanych prednéasek, 9
vyzkumnych zprav a 3 patent(.

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Je ¢lenem vyboru ceské sekce odborné elektrotechnické spolecnosti IET (2005-dosud), ¢len Spolec¢nosti pro
fotoniku (2000-dosud), ¢len LEOS IEEE (2005-dosud), ¢len pfipravného vyboru konference Optické komunikace
(2003-dosud).
Zahraniéni pasobeni

Jako samostatny vyzkumny a pozdéji védecky pracovnik Tesla VUST spolupracoval v letech 1982 a7 1990 pfi
feseni projektl stfadou zahrani¢énich pracoviét jako jsou SVST Bratislava, INT Berlin, ZWT Warava nebo
Vyzkumné centrum v Zelenogradu u Moskvy.
Ceny a pocty

Byl ¢lenem pracovniho kolektivu, ktery ziskal celkem 1x ocenéni v soutéZzi o nejlepsi teoreticko-
experimentalni praci TESLA VUST a 1x &estné uzndani za nejlepsi soubor exponatd na vystavé dnil nové techniky
resortu strojirenstvi a elektrotechniky, dale ziskal Ing. Jefabek diplom s medaili za vystavované reseni ,, Hybridni
optoelektronicky vysilaci a pfijimaci modul” na vystavé Zenit.

Ostatni

Hlavni zajmy Ing. Jefabka jsou sport-odbijend, turistika a lyZovani, muzika-zpév, hra na kytaru a Cetba.
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Ing. Lubor Jirasek, CSc.
11.12.1953
Pracovnik (stazista, véd. aspirant) na FEL od 1978

Odborny asistent od 1982

Kvalifikace
1978 Ing. CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektrotechnika, specializace elektronika
1983 CSc. CVUT FEL Praha, obor Radioelektronika

Profesni kariera

1978 - 1979 Stazista CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

1979 - 1981 Interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1981 - 1982 védecky asistent, katedra mikroelektroniky, CVUT FEL, Praha
1982 —dosud  Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

Pedagogické pusobeni

Od zacatku se zapojil jako cvicici do vyuky predmétu Elektronické prvky, v letech 1983—-7 a 1991-4 byl
povéren vedenim prednasek a 1983-1994 cviceni v pfedmétu Silnoproudd mikroelektronika, v letech 1988-92
prednasel a cvicil predmét Elektronika materiald I. V letech 1993-1997 se podilel na cvicenich pfedmétu Fyzikalni
elektronika. Od roku 1993 dosud prednasi a cvici predmét Aplikace vykonovych soucastek. V roce 1998 a od r.
2000 je povéren vedenim prednasek predmétu Elektronické soucdstky. Od r. 1995 se podili na cvicenich
predmétu Elektronika a Napajeci zdroje v elektronice. Od pocatku svého plsobeni na katedfe vedl vice jak 84
diplomant( a bakalard. V letech 1979-86 organizoval Studentskou védeckou a odbornou ¢innost na fakulté.

Védecko-vyzkumné plsobeni

Zacal pracovat ve skupiné doc. KodeSe, kde spolupracoval na problémech diagnostiky vykonovych
soucastek zejména ve spolupréci s CKD polovodice a Fyzikalnim Gstavem CSAV. Posléze pracoval ve skupiné
Mikrosystémy, kde feSil otdzky polovodi¢ovych detektorld UV zafeni a spolupracoval pfi feseni problému
diagnostiky a |é¢eni naddorovych onemocnéni pomoci fotodynamické terapie a prevence UV ozareni s Kozni
klinikou FVL Karlovy university a CAV.

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych orgénech a organizacich
Clen CSVTS, ¢len JESMF, Elen FVS JCSMF a JCMF, €len spolku Elektra a ¢len piedsednictva

Zahraniéni ptsobeni
V roce 1980 zaskoleni na praci na iontovém implantatoru u firmy Balzers, 1993 védecko-pedagogicky pobyt
na Bournemouth University (3 mésice), York University (3 mésice).

Ceny a pocty

cena rektora a dékana za vedeni Studentské védecké a odborné ¢innosti
diplom za nejlepsi prezentaci na Mezindrodni konferenci Svétlo 2000
cena rektora za skriptum v roce 1989.
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doc. Ing. Josef Kokes, CSc.
20.12.1952

Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1976
Docent oboru: Kybernetika

Prodékan na Fakulté strojni CVUT

Kvalifikace

1976 Ing. CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektrotechnika, specializace Mikroelektronika
1981 CSc. CVUT FEL Praha, obor Radioelektronika

1993 doc. docentska habilitace, obor Kybernetika, CVUT FS, Praha

Profesni kariera

1976 - 1981 Interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1981 -1986 Védecko-vyzkumny pracovnik v primyslu

1986 — 1993 Odborny asistent, CVUT FS, Praha

1996 - dosud docent na CVUT FS Praha

Pedagogické pasobeni

Prednasky a seminafe v programech bakalafského a magisterského studia (Algoritmy pro inZenyrskou
informatiku, Objektové orientované programovani, Programové systémy). Skolitel doktorského studia (5
doktoranda).
Védecko-vyzkumné plsobeni

Expertni a konzultacni ¢innost v oblastech elektroniky,elektrotechniky a inZzenyrské informatiky. Soudni
znalec v oborech elektronika,elektrotechnika a ekonomika. Hodnotitel grantovych projektd MSMT, MPO, MZP a
Czechinvest. Autor rozsahlych softwarovych projektd.

Publikacni ¢innost

3 monografie, 8 skript, pfes 50 ¢lankl na konferencich i v ¢asopisech, 9 patent(, pres 750 znaleckych posudk
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Mgr. Volodymyr Komarnitskyy, Ph.D.
26.07.1980
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 2002

Védecko - vyzkumny pracovnik od 2006

Kvalifikace

2002 Mgr. Cernivecka statni univerzita (Ukrajina), fyzikalni fakulta, katedra fyzikalni elektroniky a
obnovitelnych zdrojl energie, obor fyzikalni elektronika
2006 Ph.D. CVUT FEL Praha, obor Elektronika

Profesni kariéra

2002 - 2006 Interni doktorand CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
2006 —2008  Védecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, Praha

Védecko-vyzkumné ptisobeni

Je zaméren predevSim na studium radiacnich poruch v polovodicich a jejich vyuZiti v modernich
polovodicovych strukturach. Vénuje se experimentdlni charakterizaci radia¢nich poruch v polovodicich
elektrickymi metodami DLTS, HV-CTS, OCVD, C-V, |-V ataké charakterizaci kvantovych struktur metodami
mikroskopie skenujici sondou (AFM).

Resitel postdoktorského grantového projektu ,Syntéza novych poruch v kiemiku pomoci iontového ozareni
pro budouci aplikace v polovodi¢ové technologii“, GACR (2008-2010).

Védecko-vyzkumny pracovnik Centra zékladniho vyzkumu MSMT CR ,Pfiprava, modifikace a charakterizace
materiall energetickym zarenim ” (2006-2010).
Clen vyzkumné skupiny Elektronika.

Publikacni ¢innost

Je autorem a spoluautorem 9 ¢lankl v odbornych recenzovanych Casopisech, 25 stati a 6 abstraktd
ve sbornicich mezindrodnich a tuzemskych konferenci.

Ceny a pocty

Cena MTT/APED IEEE za nejlepsi prezentaci na studentské konferenci POSTER v letech 2003 “Investigation of
divacancy profiles in MeV helium and hydrogen irradiated silicon” a 2004 ,Axial lifetime control by means of
hydrogen and helium irradiation and simulation of its effect on Si power diodes*, Praha, CVUT, FEL.

Cena spolecnosti European Material Research za nejlepsi poster “Thermal Donor Formation in Silicon Enhanced
by High-Energy Helium Irradiation”, Symposium U, E-MRS Spring Meeting, Nice, 2006.
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http://www.micro.feld.cvut.cz/research/electrondevice/index.htm

13.7.1947
pracovnik na FEL od 1971

odborny asistent od 1974

Kvalifikace
1971 Ing. CVUT, FEL, obor Slaboprouda elektrotechnika, specializace Elektrotechnologie
1981 CSc. CVUT FEL Praha, zamé¥eni matematika a fyzika, obor Fyzika pev. latek, spec. Polovodice

Profesni kariera

1971 konstruktér telekomunikacnich zatizeni v TESLA - VUT, Praha 10

1971 -1974 asistent katedry fyziky FEL CVUT

1974 - 1977 odborny asistent katedry fyziky FEL CVUT

1977 - dosud  odborny asistent katedry mikroelektroniky FEL CVUT

1993 - 1995 externi ucitel (pfedmét Elektronika) na Smichovské stfedni priimyslové skole Preslova
1997-1999 externi ucitel (pfedméty Hospodarské vypocty a Vypocetni technika) na OA Svatoslavova

Pedagogické pusobeni

Prednasky:

1979 - 1980 Fyzika pevnych latek v dalkovém studiu

1982 - 1983 Technologie materiald v dennim studiu

1983 - 1984 Spinaci prvky pro PGS na FEL

1983 - 1984 Aplikace spinacich prvk( pro PGS na FEL

1983 - 1987 Technologie materidl( v dennim studiu

1987 - 1988 Konstrukce a technologie pro PGS na FEL

1987 - 1988 MéFici technika pro PGS na FEL

1987 - 1988 Technologie materidl( v dennim studiu

1987 - 1988 Zaklady elektroniky v PGS na Zemédélské vysoké skole
1989 - 1992 Navrh technologickych procest v dennim studiu
1990 - 1995 Prevodniky a akéni ¢leny v dennim studiu

1993 - 1994 Zaklady elektroniky v dennim studiu

1996 - 1999 Koncova rozhrani v elektronice v dennim studium
1998 - 2000 Rozhrani pocitacl v dennim studiu

1999 - 2000 Navrh napajecich zdrojd v dennim studiu

Cviceni

1971-1981 Fyzika pevnych latek v dennim studiu
1971-1974 Fyzika | v dennim studiu

1974-1977 Fyzika Il v dennim studiu

1975-1980 Fyzika pevnych latek v dalkovém studiu
1979-1981 Elektronické prvky v dennim studiu
1981-1984 Mikroelektronika v dennim studiu
1980-1998 Zaklady elektroniky v dennim studiu
1982-1989 Technologie materiald v dennim studiu
1983-1984 Spinaci prvky v PGS

1983-1984 Aplikace spinacich prvkd v PGS
1987-1988 Elektronika materalG v dennim studiu
1987-1988 Konstrukce a technologie v PGS
1987-1988 Méf¥ici technika v PGS
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1990-1992 Elektronické prvky v dennim studiu

1993-1994 FyzikaIni elektronika v dennim studiu

1994-dosud Napajeci zdroje v elektronice v dennim studiu

1996-1999 Koncova rozhrani v dennim studiu

1998-2000 Rozhrani pocitacl v dennim studiu

2000-dosud Navrh napajecich zdrojd v dennim studiu

1971 - 2008 vedouci a oponent cca 50 diplomovych praci

1982 - 1985 vedouci kurzu PGS pro externi doktorandy VUMA Nové Mésto n. V.
1993 - 1994 ¢len fakultni Pedagogické komise FEL CVUT

Védecko-vyzkumné pusobeni

1972 - 1990 fesitel 22 hospodatskych smluv pro CVUT FS, Imados Praha, VSCHT, Stavebni Gstav CVUT, Fakultu
stavebni VUT, Brno, Mikrobiologicky Gstav CSAV Praha, CKD Polovodi¢e Praha, FMEP (federalni ministerstvo
elektrotechnického pramyslu), Fyzikalni Gstav CSAV a vyrobnu betonovych smési Batelov

1982 CKD Polovodite Praha Praha 4, Budéjovickd - odborna rocni stai ve vyvojo-vém oddéleni firmy jako
konstruktér vykonovych polovodi¢ovych soucastek

1996 - vedenivédecko-vyzkumného zaméru ,Informacni technologie a komunikace - vyvoj aplikaci analogovych a
Cislicovych soucdastek a integrovanych obvodd”

1998 - vedeni vyzkumného tymu védecko-vyzkumného zaméru ,Rozhodovani a

fizeni pro priimyslovou vyrobu - vyvoj inteligentnich primyslovych automat( a prostiedi pro jejich obsluhu“
1989 Stavebni tstav CVUT Praha Praha 6 Zikova - odborna pllroéni sta? jako vé-decky pracovnik na vyvoji
elektrickych méreni vlastnosti betono-vych konstrukci

2000 - spoluprace pfi feseni grantu a vyzkumného zaméru na Stavebni fakulté ,Nedestruktivni zjistovani
mechanickych vlastnosti dreva“

2001 - spoluresitel vyzkumného zaméru Informacni technologie a komunikace ,Vyvoj aplikaci analogovych a
Cislicovych soucdstek a integrovanych obvod(“

2003 - spoluresitel vyzkumného Ukolu Rozhodovani a fizeni pro primyslovou vyrobu, ,Vyvoj inteligentnich
pramyslovych automatd a prostredi pro jejich obsluhu”

2004 - spoluresitel vyzkumného ukolu ,,Vyzkum novych metod pro méreni

fyzikalnich velicin a jejich aplikace v pfistrojové technice”

Publikacni ¢innost
12 monografii, 12 stfedoskolskych ucebnic, 8 ¢lankd, 2 celé ¢asopisy Amatérské Radio, 20 skript, 4 didaktické
pomtcky, 22 citaci, 1 vyukovy film

Clenstvi v domdcich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

1976 - 1992 clen Jednoty Ceskych matematikd a fyzikd

1977 - 1992 ¢len organizacniho vyboru celostatnich seminard KME

1978 - 1992 tajemnik sekce polovodice JICMF

1980 - 1995 clen statni zavéreéné komise oboru Mikroelektronika

1981 - 1990 predseda organizacniho vyboru stud. védeckych konferenci na FEL
1995 - 2000 ¢len Terminologické komise pro fyziku p¥i HV JCMF

Zahrani¢ni ptsobeni
1985 L’Institut Nationale Polytechnique de Grenoble - Centre Interuniversitaire de Micro-Electronique - odborna
stz v oblasti méreni implantovanych vrstev

Ceny a pocty

1983 - cena rektora za nejlepsi skriptum v roce 1982

1988 - bronzové Felbrova medaile za pedagogické prinosy pro FEL CVUT
1995 - 2 primyslem potvrzend pouziti

88



Ing. Pavel Kulha
6.2.1978
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 2002

Odborny asistent od 2005

Kvalifikace

2002 Ing. CVUT, FEL, obor Elektronika a Sdélovaci elektrotechnika
Profesni kariera

2003 - 2004 Védecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, Praha
2005 —dosud  Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

Pedagogické pusobeni

Cvicené predméty: Senzorové systémy, Elektronika, Mikroelektronika
Védecko-vyzkumné ptlisobeni

Odborné zaméreni:

senzory pro méfeni mechanickych veli¢in za vysokych teplot
Vybrané fesSené projekty:

TARGET, POLYAPPLY — EU granty, 6. ramcovy program,
IMAM, IMANES, MINASES - granty GACR

Publikaéni ¢innost

15 ¢lankd, 1 ¢asopis, 9 zahrani¢ni konference

Zahrani¢ni ptsobeni

stdz Bournemouth University, Velkd Britanie (2002)

sta? universita Tor Vergata Rim, Italie (2005)
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doc. Ing. Petr Machac, CSc.

1.4.1953

Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1978 - 1984
Docent oboru: Elektronika

Docent na VSCHT Praha

Kvalifikace

1977 Ing. CVUT, FEL, obor Sdélovaci technika

1982 CSc. CVUT FEL Praha, obor Radioelektronika

1991 doc. CVUT FEL, Praha, docentska habilitace, obor Elektronika,

Profesni kariéra

1977 - 1978 asistent, VUSE Béchovice, Praha

1978 - 1981 fadny aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

1981 -1984 védecky asistent, CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1984 - 2001 odborny asistent, VSCHT Praha, Ustav inZenyrstvi pevnych latek
2001 - dosud docent, VSCHT Praha, Ustav inZenyrstvi pevnych latek

Pedagogické pusobeni

BakalaFské studium: Uvod do elektroniky, Pfenos a zpracovani informaci, LaboratoF oboru, vedeni bakalaFskych
praci.

Magisterské studium: Elektronika, Laboratofe oboru I a Il.

Vedouci diplomovych praci. Vedeni disertacnich praci.

Védecko-vyzkumné plsobeni

Odborna cinnost je zaméfena na studium a realizaci kontaktnich struktur na polovodicich a na navrh a
realizaci jednoduchych mikroelektronickych prvkd. Je feditelem grantovych projektt GACR a FRVS.

Publikaéni ¢innost

Pravidelné publikuje vysledky své prace v odbornych ¢asopisech a na védeckych konferencich. Je autorem
nebo spoluautorem cca 19 ¢lankd v tuzemskych odbornych Casopisech, 32 ¢lankd v zahrani¢nich odbornych
Casopisech, 31 vystoupeni na tuzemskych konferencich v ¢estiné, 42 vystoupeni na tuzemskych mezinarodnich
konferencich, 27 vystoupeni na zahranicnich konferencich, 2 skript, 3 uebnich text( a 2 pfijatych vynaleza.

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Clen Ceské a Slovenské spole¢nosti pro fotoniku
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RNDr. Jan May, CSc.
* 1947

Védecko - vyzkumny pracovnik na FEL od: 1984 - 1993

Vedouci pracovisté implantace

Kvalifikace

RNDr, CSc.

Profesni kariera

1964 - 1965 Astronomicky ustav Ondrejov

1970 - 1971 MFF UK, katedra elektroniky a vakuové techniky

1971-1984  CKD Polovodice, vyvoj

1984 - 1993 FEL CVUT, katedra mikroelektroniky, vedouci Sdruzeného pracoviité iontové
implantace, vyzkum polovodicu

Pedagogické pusobeni

1985 - 1993 katedra mikroelektroniky: Diagnostika v mikroelektronice — vyuka, skripta, v komisich
pro pfijimaci a statni zkousky a obhajoby

Védecko-vyzkumné plsobeni

1964 - 1965 vyzkum magnetickych poli slunce

1970 - 1971 vyzkum tenkych vrstev

1971 - 1984 vyvoj vykonovych polovodicovych struktur, povrchové vlastnosti vykonovych struktur

1984 - 1993 vyzkum implantovanych vrstev, vytvareni mélkych a vykonovych PN prechod

Publikacni ¢innost

1971 -1972 diplomova a rigorozni prace, 3 védecké ¢lanky

1978 - 1988 25 patentovych prihlasek, 17 realizovanych vynalez(, kandidatska prace

1970 - 1993 autor a spoluautor 39 ¢lanku (z toho 17 v zahrani¢nich casopisech,
6 ve sbornicich mezinarodnich konferenci)

Zahrani¢ni pasobeni

0d 1985 organizace spoluprace s Univerzitou v Surrey,
od 1990 organizace spoluprace s Univerzitou v Lisabonu

Ceny a pocty

Medaile za rozvoj CKD Polovodice, 1979
Clen CsoP
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doc. Ing. Vladimir Myslik, CSc.

1.5.1944

Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1974 - 1984
Docent oboru: Mikroelektronika

Docent na VSCHT

Kvalifikace

1967 Ing. CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektrotechnika

1974 CSc. CVUT FEL Praha, obor Radiolektronika

1983 doc. Docentska habilitace, obor Mikroelektronika, CVUT FEL, Praha

Profesni kariéra

1967 — 1968 Interni aspirant na CVUT FEL, Praha

1969 — 1972 Interni aspirant na CVUT FEL, Praha

1972 -1972 Odborny asistent, katedra mikroelektroniky, CVUT FEL, Praha
1974 - 1979 Védecky pracovnik, katedra mikroelektroniky, CVUT FEL, Praha
1980 - 1983 Odborny asistent, katedra mikroelektroniky, CVUT FEL, Praha
1983 - 1984 Docent, CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha

od 1984 Docent, VSCHT, Ustav inZenyrstvi pevnych latek, Praha

Pedagogické pusobeni

Pedagogickd prace byla zaméfena prevainé na kvantovou elektroniku, v posledni dobé zejména na
optoelektroniku a laserovou technologii. Hlavni predndsena problematika: Elektronické prvky, Kvantova
elektronika, Struktury a technologie mikroelektroniky a optoelektroniky, Laserova chemie a technologie. Pro
predndasenou latku byla pfipravena fada laboratornich uloh.

Pocet vedenych diplomovych/disertacnich praci: 41/9. Priklady vedenych uUspésnych diplomovych a
bakalafskych praci: "Pfiprava aktivnich vrstev chemickych senzord pomoci impulsni laserové deposice", "Studium
fyzikalnich a chemickych vlastnosti vrstev pro senzoriku", "Méfeni dlouhodobé stability chemickych senzort
pfipravenych impulsni laserovou deposici”, "Charakterizace vybranych vlastnosti vodivostnich senzor(",
"Stanoveni parametr( senzord pro elektronicky nos".

Témata vedenych disertaCnich praci: "VyuZiti laserové technologie pfi realizaci tenkych polymernich
vrstev", "Modifikace tenkych vrstev - difuze pfimési s vyuzitim laserové technologie", "Zpracovani tenkych vrstev
latek pomoci laserové technologie"”, "Pfiprava chemickych senzorl pomoci laserovych technologii a jejich
charakterizace", "Pfiprava chemickych senzorl — nové moznosti vyhodnoceni odezvy", "Tenkovrstvé chemické
senzory — studium novych principl a jejich charakterizace".

Védecko-vyzkumné plsobeni

V oblasti védy a vyzkumu prevaZovala price z pocatku orientovana na specielni elektronické pfristroje
(elektrometry), pozdéji na mikroelektronické struktury (MSM fotodetektory) a jejich integraci, optoelektronické
struktury a technologie (hybridni optoelektronické vysilace a pfijimace), dale na laserové technologie (laserové
Zihani ohmickych kontaktd, laserové leptani polovodicd) a v posledni dobé na laserovou deposici tenkych
detekénich vrstev chemickych senzor(.

92



Vedena a vyfeSena byla fada ukold a grantovych projektd jako napf. :

"Studium a priprava specielnich polymernich materiald s vyuzitim laserové ablace", grant GA AV CR (1994-1996),
"Vyuziti laserovych technologii p¥i vyuce Materidlového inzenyrstvi", grant FR VS (1995),

"Formovani vrstevnatych kontaktnich polovodi¢ovych struktur pomoci laserové technologie", grant FR VS (1996),
"Studium piipravy tenkych vrstev latek vyuzivajici laserové technologie", grant FR VS (1997),

"Impulsni laserové deposice - moderni technologie materidlového inZenyrstvi", grant FR VS (1998),

"P¥iprava citlivych vrstev chemickych senzort pomoci impulsni laserové deposice", GA CR (1998-1999),

"Vyuziti laserové laboratore pii vyuce materidlového inzenyrstvi", grant FR V5 (1999),

"Podpora programu vyuky laserovych technologii", grant FR VS (2001),

"Zavedeni nového technologického laseru do vyuky materidlového inzenyrstvi", grant FR VS (2002),

"Uloha: Statické a dynamické parametry laserem deponovanych senzorovych vrstev®, projekt FR VS (2003),
"Aplikace matricové laserové deposice v technologii chemickych senzor(", grant GA CR (2003-2005),
"Bezpecnostni aspekty paméti typu flash", NBU (2005-6),

"Detektory ozonu pipravené laserovou deposici" FR VS (2006),

"Detekce plyn(i na zékladé zmén absorpénich spekter tenkych vrstev organickych latek", grant FR VS (2007).

V ramci védecko-vyzkumného plsobeni se realizovala stavba technologického laserového zafizeni
vyuZivajici vykonovy laser typu YAG a YAP, vakuova deposi¢ni komora pro impulsni laserovou deposici a fada
diagnostickych elektrofyzikalnich méficich pracovist.

Publikacni ¢innost
Vyznamné vysledky védeckovyzkumné prace byly pribézné publikovany. Tato éinnost zahrnuje:

24 ¢lanka v recenzovanych ¢asopisech,

38 prezentaci na zahranic¢nich konferencich,
41 vyzkumnych zprav,

4 monografie,

6 skript,

24 citaci.
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Ing. Josef Nahlik, CSc.
14.10. 1949

Pracovnik (doktorand) na FEL 1975 aZz 1984

Odborny asistent a vedouci laboratore elektrofyzikalni diagnostiky
materiadld a elektronové tadkovaci mikroskopie na Ustavu inzenyrstvi
pevnych latek FCHT VSCHT v Praze

Kvalifikace

19731Ing. CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektrotechnika, specializace Mikroelektronika
1981 CSc. CVUT FEL Praha, obor Elektronika a vakuova technika

Profesni kariéra

1973 -1975 Odborny asistent odd. digitalni techniky, Vyvojové dilny CSAV v Praze
1975 - 1979 Stazista a interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1979-1984  Védecko-vyzkumny pracovnik, katedra mikroelektroniky CVUT FEL, Praha
1984 —dosud  Odborny asistent Ustavu inZenyrstvi pevnych latek FCHT VSCHT v Praze

Pedagogické pusobeni

Cvicené predméty na FEL CVUT v letech 1975 a7 1984: Elektronika, Elektronické prvky, Elektronické
pfistroje.

PFednasené pfedméty na VSCHT v Praze: Diagnostika materiald, Zaéklady méfici techniky, Analytické metody
studia materialQ, Diagnostika nahlych kvalitativnich pfemén (doktorandské studium).

Cvicené predméty na VSCHT: Laboratof oboru I, Il a Ill, Laboratoi ze zékladd méfici techniky, Rozvoj
laboratorni vyuky s podporou Fondu rozvoje vysokych $kol a Rozvojovych program(i Ministerstva Skolstvi.

Vedeni diplomovych praci: cca 30, Skolitel aspirantl 2, a doktorandu 3.

Védecko-vyzkumné ptlisobeni

Na FEL CVUT odborné zamé¥en zprvu na strukturdlni stabilitu nelinedrnich systémd, rozvoj a aplikace
teorie funkciondlni stability a poté na ndvrh a testovani integrovanych struktur vykonovych polovodi¢ovych
soucastek pro CKD Polovodice a vyvoj komplexniho kontrolniho obrazce pro vyvoj a testovani VLSI technologie
pro TESLA VUST A. S. Popova.

Na VSCHT zaméfen predeviim na elektrofyzikalni diagnostiku materidld. Bylo vyvinuto pracovisté pro
profilovani v polovodi¢ich technikou CV méfeni na HG sondé a technikou kombinace CV méfeni a
elektrochemického rozpousténi (pro TESLU Vrchlabi).

Byla vypracovana metodika hodnoceni morfologie povrchu materialu portrétovanych elektronovym
radkovacim mikroskopem v sekundarnich elektronech aplikaci teorie fraktdini geometrie.

Ve spolupraci s UIP Zbraslav byly studovany vlastnosti koroznich vrstev zirkoniovych slitin obalovych
materiall jaderného paliva (pro MPO).

Byla vyvinuta ¢eskd modifikace metodiky pro zjistovani morfologické kvality stomatalnich vosk(d smrku
ztepilého (Picea Abies) jako vyznamného biomarkeru stavu Zivotniho prostfedi pomoci SEM (pro MZP).

Pfred nedavnem byl dokoncen vyvoj a méreni pocatecnich parametrl odporovych senzorl pro
prabézné testovani rychlosti atmosférické koroze kovi (projekt 6. RP EU).

Bylo rozpracovano a aktualné probiha vyuziti techniky SEM pfi studiu biodegradability polymerd —
zejména se zaméfenim na PET lahve (GA CR).
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Provadi se pribéiny monitoring kvality modifikace perlicek expandovatelného polystyrenu
povrchovymi aditivy s vyuzitim SEM pro Kaucuk (dnes Synthos) Kralupy.

Probiha vyvoj a zdokonalovéni pocitacem fizeného systému pro komplexni diagnostiku materiall se
zamérenim na méreni objemové, plosné i povrchové rezistivity a Hallovy konstanty a to od elektrovodnych az po
izolacni materialy. Je moZno testovat vzorky pravidelné geometrie, desky i vrstvy (pfima metoda Ohmova,
Dvoubodova, ¢tyfbodova a Van der Pauw) — aktualni spoluprace s FZU CSAV pfi testovéni vysokoohmovych
tenkych vrstev pripravenych magnetronovym naprasovanim pfi feseni projektd podporovanych EU.

Publikacni ¢innost

Cca 25 ¢lankd, 15 casopist, 25 tuzemskych a 2 zahraniéni konference, 2 skripta.
Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Clen statnich zku$ebnich komisi

Zahrani¢ni pisobeni

Staz LPI Leningrad (1978)
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Ing. Jan Novak, Ph.D.

25.4.1973

Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1998
Odborny asistent od 2001

Tajemnik katedry mikroelektroniky

Kvalifikace

1998 Ing. CVUT FEL, obor Elektronika, specializace Aplikovana elektronika
2006 Ph.D. CVUT FEL Praha, obor Elektronika

Profesni kariéra

1998 - 2001 Interni doktorand CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
2001 - dosud  Odborny asistent, CVUT FEL, Praha
2003 - dosud  Tajemnik katedry mikroelektroniky, CVUT FEL Praha.

Pedagogické pusobeni

Cviené predméty: Navrh integrovanych obvod, Praktika navrhu integrovanych obvodd, Mikroelektronika,
Elektronika, Aplikace polovodicovych soucastek, Metodika propojovani soucdstek, Principy a pravidla
elektronického névrhu, Elektrickd méfeni (SPS elektrotechnickd, V UZlabiné 320, Praha), Pocet vedenych
diplomovych a bakalafskych praci: 2.

Védecko-vyzkumné plsobeni
Vybrané feSené projekty:

Resitel (nositel)
Parazitni elektromagentické vazby v integrovanych obvodech, IGS CVUT,
Modelovani elektromagnetickych vazeb v mikrosystémech (IGS CVUT),

Clen fesitelského kolektivu

PolyApply - aplikace polymerové elektroniky (6. rdmcovy program EU),

Target - vyvoj mikroviného vykonového zesilovace pro telekomunikacni tcely (6. rdmcovy program EU),
Transdisciplinarni vyzkum v oblasti biomedicinského inzenyrstvi Il (VZ MSMT),

Transdisciplinarni vyzkum v oblasti biomedicinského inzenyrstvi (VZ MSMT),

Inteligentni mikrosenzory a mikrosystémy pro méeni, regulaci a Zivotni prostiedi granty (GACR),
Integrované inteligentni mikrosenzory a mikrosystémy (GACR),

Spoluprace s primyslem
Elektrické spojeni plosny spoj-kontakt polohového senzoru elektronického plynového pedalu (Bosch CR),
Analyza elektrostatickych jev( pfi zpracovani papiru (Cyklos).

Publikacni ¢innost

13 stati ve sbornicich, 7 zahranic¢nich konferenci, 2 technické zpravy, 1 ¢lanek ¢asopise
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Ing. Petr Palas
14.1. 1959
Pracovnik na FEL od: 1985 az 1990

Védecko - vyzkumny pracovnik

Kvalifikace

1984 Ing. CVUT, FEL, obor Elektrotechnologie
Profesni kariera
1985-1990  Védecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, Praha
1991 —dosud  Vyvojovy pracovnik firmy JEPAZ Elektronika
Pedagogické pusobeni
Vedeni cviceni v rdmci predmétu , Elektronické prvky”.
Ostatni
Plsobeni ve firmé Jepaz Elektronika zahrnuje kompletni etapy jako je vlastni vyvoj, vyrobu a aplikaci
specialnich el. produktd.
Hlavni naplni jsou mald zafizeni pro telekomunikace. Zaroven vsak i specialni sité s vlastnimi protokoly pro

dalkové tizeni serverovych sall a jiné speciality dle pozadavk( zakaznika.
Specialitou je vyvoj a vyroba zafizeni pfipojitelné na sbérnici EIB.
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Ing. Vaclav Prajzler, Ph.D.
10. 04. 1976
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 2001

Pracovnik pro védu a vyzkum od: 2004

Clen skupiny ,,Optoelektronika“

Kvalifikace
2001 Ing. CVUT, FEL, obor Sdélovaci elektrotechnika, specializace Mikroelektronika
2007 Ph.D. CVUT FEL Praha, obor Mikroelektronika

Profesni kariera
2001 -2004 Interni doktorand CVUT FEL, Katedra mikroelektroniky, Praha
2004 — dosud Védecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, Praha

Pedagogické pusobeni
Cvicené predméty: Elektronika, Optoelektronika, Nové sméry v elektronice, Fotonika, Praktika z optoelektroniky,
pocet vedenych diplomovych préci 5, pocet vedenych bakalafskych praci 3.

Védecko-vyzkumné plsobeni

V. Prajzler se zaméfuje na vyzkum novych materiald pro fotonické aplikace. Vyzkum je pfedevsim zaméren
na studium polovodi¢ovych a polymernich materiadld s dotaci vzacnych zemin. V. Prajzler se podilel na
nasledujicich projektech:

o Nové technologie pfipravy pasivnich a aktivnich planarnich struktur na bazi uhliku a nitridd uhliku pro
integrovanou optiku (GA CR 102/00/0895).
. Nové technologické postupy pripravy optickych vrstev na bazi uhliku a organickych latek pro aktivni

struktury integrované optiky (GA CR 104/03/0385).

. Chemické aspekty pfipravy tenkych vrstev nitrid(l 3. podskupiny ve vztahu k aplikacim v elektronice (GA CR
104/03/0387).

. Nové soucastky integrované optiky zhotovené planarni hybridni technologii (GA CR 102/06/0424).

. Uhlikové planarni vinovody pro integrovanou optiku (IG CVUT CTU0307713).

. Vyzkum technologie ptipravy planarnich aktivnich a pasivnich vinovod( na bazi polovodici (I1G CvuT &
CTU0407813).

Publikacni ¢innost
V. Prajzler je spoluautorem 7 ¢lank( vrecenzovanych casopisech a védecké vysledky prezentoval na 18
mezinarodnich konferencich.

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacic
Od roku 2006 je ¢lenem spolec¢nosti IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Ceny a pocty

V. Prajzler obdrZel v roce 2005 cenu dékana za prezentaci prace Investigation of Properties of Rare Earth
Doped Gallium Nitride Layers na mezinarodni studentské konferenci POSTER, ktera se konala 26. 5. 2005 v Praze.
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Ing. Jifi Samek, CSc.
20.03. 1949
Pracovnik (aspirant) na FEL od: 1973 - 1081

Pracovnik védy a vyzkumu

Kvalifikace

1973 Ing. CVUT, FEL, obor Stavba elektrickych strojd a pfistrojd, specializace Silnoprouda
elektronika

1979 CSc. CVUT FEL Praha, matematicko fyzikalni védy, obor Fyzika pevnych latek

1991 - 1996 kratkodobé staze a Skoleni - Rakousko a SRN - management, informacni a komunikacni
technologie.

Profesni kariera

1974 - 1978 Interni aspirant CVUT FEL, katedra fyziky, Praha

1978 - 1981 Védecko-vyzkumny pracovnik, tajemnik katedry mikroelektroniky pro VaV
CVUT FEL, Praha

1981 - 1990 statni sprava - fizeni a financovani technického rozvoje elektrotechnického primyslu,
feditel odboru

1990 - 2000 bankovnictvi - projektové financovani a strukturovani financovani restrukturalizace
velkych spoleénosti, rozvoj systému organizace a fizeni a informacnich technologii, vrchni
feditel Useku

2000 - dosud  poradenska ¢innost pro podnikovou sféru, neziskové organizace a vyzkumna ¢innost
CVUT FEL Praha, 1. LF UK - Fyziologicky Ustav Praha a ZD Rpety - Dakel - stiedisko
technické diagnostiky.

Pedagogické pusobeni

Cvicené predméty: Zaklady fyziky, pocet vedenych diplomovych praci - 2, konsultant diplomovych a disertacnich
praci -5

Védecko-vyzkumné plsobeni

Odborné zaméreni - management a procesni fizeni, projektové financovani, systémy organizace a fizeni,
informacni a komunikacni technologie, bioenergetika, elektronika, elektricka méreni neelektrickych velicin.

Projekty a granty:
,Platforma i2010“, ,Prazska sit elektronického vzdélavani“ - Program JPD3,
»Znalostni podpora diagnostiky a predikce v kardiologii“ - grant AV CR,

,Vyzkum perspektivnich materiald, technologii a regulacnich procest pro pasivni dim* - projekt programu Trvala
prosperita - OP Prdmysl a podnikani MPO
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,Vyzkum novych metod méfeni a vyhodnoceni signall akustické emise (AE) a vyvoj vicekanalové digitalni
aparatury s plné kontinualnim vzorkovanim signalu AE a jeho predzpracovanim v redlném case” - projekt
programu Impuls MPO

Publikacni ¢innost

Spoluautor 10 ¢lanka, aktivni icast na domacich i mezinarodnich konferencich, spoluautor
2 patentd, 1 skripta pro PGS, spoluautor 1 e-Learningového projektu

Clenstvi v domacich a zahraniénich odbornych organech a organizacich

Ceska védeckotechnickd spole¢nost pro informatizaci a informaéni technologie - ¢len od 2005,
predseda od 2007
Ceska spole¢nost pro nedestruktivni testovéni - €len od 2006, ¢len presidia od 2008

Ostatni

osobni zajmy - lyZovani, windsurfing, jachting
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Ing. Tomas Teply
16.5. 1979
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 2005

Odborny asistent

Kvalifikace

2005 Ing. CVUT FEL Praha, obor Elektronika a sdélovaci technika, specializace Elektronika
Profesni kariera

2007 — dosud Odborny asistent, CVUT FEL, Praha

Pedagogické pisobeni

Pfednasené predméty: Mikropocitace, Mikropocitadové systémy
Cvicené predméty: Mikropocitace, Mikropocitacové systémy, Elektronika
Védecko-vyzkumné pusobeni

Clen vyzkumné skupiny Mikrosystémy

Publikaéni ¢innost

3 ¢lanky, spoluautor skript

Ostatni

Zajmy: literatura, hudba, sport
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Ing. Jan Vesely, CSc.
22.06.1957
Pracovnik (doktorand) na FEL: 1983 - 1986

Védecko - vyzkumny pracovnik

Kvalifikace
19811Ing. CVUT FEL, Praha, obor sdélovaci elektrotechnika
1989 €Sc. CVUT FEL, Praha, obor mikroelektronika
Profesni kariéra
1983 - 1984 Interni aspirant, CVUT FEL, Praha, katedra mikroelektroniky
1984 -1985  Védecko-vyzkumny pracovnik, CVUT FEL, Praha
1985-1986  Odborny asistent, CVUT FEL, Praha
1987-1991  Samostatny vyzkumny pracovnik, Tesla UVR Opocinek, Pardubice
1991-2001  Osoba samostatné vydélecné ¢innd
2001 - dosud  Reditel a vedouci vyzkumu, VESLA s. r. 0., Pardubice
Pedagogické pasobeni
Cvicené predméty: Elektronika, Elektronické a mikroelektronické soucastky
Védecko-vyzkumné plsobeni
V prabéhu pﬁsoben’i na katedre mikroelektroniky studium hor’k\'/ch nosi¢t naboje ve strukturach MOS a
spoluprace na feseni SVU systémy jednocipovych mikropocitacli. V Ustavu pro vyzkum radiotechniky orientace
na vyvoj obvodi zobrazeni v radiolokacéni technice. Stavajici plsobeni v fidici funkci ve spole¢nosti VESLA spojeno
s vedenim vyvojového tymu v oblasti navrhu vysokofrekvenénich a fidicich obvod( systém{ pro rozvody
televizniho signdlu z pozemnich vysilacl a ze satelitd.

Publikacni ¢innost

2 ¢lanky, 3 patenty a 3 prihlasky vynalezu
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Ing. Tomas Vitek
18.02. 1980
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 2005

Odborny asistent

Kvalifikace

2005 Ing, CVUT, FEL, obor Elektronika a sdélovaci elektrotechnika, specializace Elektronika
Profesni kariera
2002 — 2005 Projektant slaboproudych rozvodd CAD, AZ elektroprojekce, s. r. o.
2005 - 2007 PhD. student na Katedfe mikroelektroniky (pferuseno)
od 2006 Odborny asistent Katedry mikroelektroniky
Pedagogické pusobeni
Zaméreni na navrh analogovych a digitalnich obvod(, programovani mikrokontrolér(, navrhy plosnych
spojli, aplikace zabezpecovaci techniky. Cvi¢ené predméty: Elektronika, Mikropocitace, Elektronické
zabezpedovaci systémy. Diplomové prace : cca 3/rok
Védecko-vyzkumné plsobeni
Clen vyzkumné skupiny Mikrosystémy

Ué&ast na GA CR 102/05/H032 Vyzkum, vyvoj a optimalizace méficich systém@ a vyhodnocovani nejistot
méreni pfi jejich pouZiti v praxi, 2005 - 2008

Uéast na GA CR 102/03/H105 Moderni metody Fe$eni, navrhu a aplikace elektronickych obvodd, 2003 —
2007

Spoluprace s FS CVUT, firmami Freescale, Olympus, Hokami
Publikaéni ¢innost
4 publikace, 1 skripta (spoluautor)
Ceny a pocty
Cena za nejlepsi diplomovou praci - Model zabezpeceni malého objektu, 2005
Ostatni

Zajmy - rekreacni sport, popularné-védecka literatura, elektronika, poplachové systémy
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Ing. Vit Zahlava, CSc.
10. 5. 1965
Pracovnik (doktorand) na FEL od: 1988

Odborny asistent

Kvalifikace
1988 Ing. CVUT, FEL, obor Mikroelektronika
1993 CSc. CVUT FEL Praha, obor Mikroelektronika

Profesni kariera
1988 - 1991 Interni aspirant CVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1991 —-dosud  Odborny asistent, katedra mikroelektroniky, CVUT FEL Praha
Pedagogické pasobeni
Zaméreni na elektroniku, ndvrh plosnych spojl a elektromagnetickou kompatibilitu.
Prednasené predméty: Principy a pravidla elektronického navrhu
Cvicené predméty: Elektronika, Principy a pravidla elektronického navrhu
Védecko-vyzkumné plsobeni
Odborné zaméfeni na navrh desek plognych spoji v souladu s pravidly EMC. Clen tymu Current Injection
Capability Investigation, Fesitel grantu CSAV 3D DVD pamétova média, spoluprace s Fadou ¢eskych a svétovych
firem (A-Star Singapore, Freescale, Metralight, Supcad, CUE, Cesnet, AMIT, Micropel.). Skoleni uzivateld systému
CADENCE-OrCAD.
Publikacni ¢innost
Publikace v oblasti elektroniky a ndvrhu desek plosnych spojti (10 ¢lankd, 4 knihy, 4 skripta.).

Ostatni

Zajmy - carving, snowboarding, hra na klavesové nastroje, navrh desek plosnych spojl (prace je mi koni¢kem). TFi
déti - Jan (17), Josef (15), Jakub (1)
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8.5 Sekretariat a technici

Renata Burianova

20. 4. 1960

Pracovnik na FEL od: 1981

Technik

Kvalifikace
1979 - maturita na Gymndaziu Na PraZacce Praha 3, humanitni vétev
1981 - maturita na nastavbovém studiu Stfedni knihovnické skoly Na vitézné plani, Praha 4, obor knihovnictvi
Profesni kariéra
1981 - 1988 - technik katedry Mikroelektroniky
1988 - dosud - technicka podpora katedry Mikroelektroniky
Védecko-vyzkumné ptlisobeni

Spolupracovala na na technické podpofre pti Feseni statnich vyzkumnych Gkol( a grantl. Spravuje katedralni
knihovnu, ucastni se pfipravy obhajob diplomovych a bakaldfskych praci na katedfe mikroelektroniky a vyfizuje
jejich agendu v kontaktu se studenty. Je stélou ¢lenkou inventarizaéni komise katedry, zajistuje pfesuny majetku
na katedre a vyfizuje odpisy nefunkéniho majetku.

Ostatni

Jejim zajmem jsou kynologie, Ucastni se kynologickych vystav a chova psa plemene anglického kokrspanéla.
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Miroslav Hornik

29. 6. 1946

Pracovnik na FEL od: 1980

Technik

Kvalifikace

1965 - ucebni obor strojni zamecnik

1966 - maturita na Stfedni primyslové skole strojni Praha 1 Betlémska, obor Mechanika
Profesni kariéra

1980 - technik katedry Mikroelektroniky na CVUT Fakulta elektrotechnicka

1980 - 1995 - technik pracovisté lontové implantace

1988 - dosud - technik katedry Mikroelektroniky CVUT FEL

Védecko-vyzkumné plsobeni

Spolupracoval na technické podpofe Statnich vyzkumnych ukold a pracovisté iontové implantace, v
posledni dobé jako technicka podpora feseni vyzkumnych zamér( a granta.

Konstruoval celou fadu pfipravkd pro vyuku cca 25 predmétl, vyucovanych katedrou mikroelektroniky.
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Lubomir Kafka

7.12.1943

Pracovnik na FEL od: 1. 10. 1965

Technik

Kvalifikace

1961 - maturita na Jedendctileté stfedni Skole Praha 8 Kollarova
1963 - ucebni obor Mechanik elektronickych zatireni
Profesni kariéra
1965 - 1977 technik katedry Zakladd elektroniky na CVUT Fakulta elektrotechnicka
1977 - dosud  technik katedry Mikroelektroniky CVUT FEL
Védecko-vyzkumné ptlisobeni
Spolupracoval na technické podpore Statnich vyzkumnych Ukold, v posledni dobé jako technicka podpora
feSeni vyzkumnych zamérd a grantl a vyukovych laboratofi. Spolupracovnik statniho vyzkumného ukolu Analyza

re¢ového signdlu, jehoZ vystupem byla realizace prvniho ¢s syntetizéru feci.

Konstruoval celou fadu pfipravkd pro vyuku predmétd, vyucovanych katedrou mikroelektroniky.
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Hana Kubatova
2.8.1941
Pracovnik na FEL od: 1974

Sekretarka

Kvalifikace

1958 Hospodarska skola Marianské lazné
1958 statni zkouska z tésnopisu a statni zkouska z psani strojem

Profesni kariéra

1958 - 1965 Ustav paliv Béchovice (knihovna-rederéni ¢innost)

1966 —1972  Ustav jaderného vyzkumu Re?, sekretaika v odd. jaderné spektroskopie, zodp. redaktor
¢sp. NUKLEON — utvar organizace a fizeni. Odchod z ddvodU politické persekuce. V r. 1991
ve smyslu zakona 87/1991 mimosoudni rehabilitace

1972 - 1974 Advokatni kancelar

1974-1977  CSVTS FEL EVUT Praha, organizovani odbornych seminatd a kurz@

1977 - 1990 sekretarka a tajemnik katedry Mikroelektroniky

1990 - sekretarka katedry

Védecko-vyzkumné ptlisobeni

Spoluprace na védecko-vyzkumnych ukolech katedry:
e Nové technologie mikroelektroniky — TESLA VUST
e Vyzkum a vyvoj polovodi¢ovych soucastek vysokovykonové integrace — CKD Polovodice
e FyzikaIni jevy v tetraedrickych polovoditich — FzU CSAV
e Dale pak na celé fadé hospodarskych smluv

Ruzné

Ridila rekonstrukce katedry a dal$i &innosti, souvisejici s vykonem funkce na katedfe (1978-1988).
Byly realizovany tyto investi¢ni a stavebni akce:

- Pedagogické laboratore — 041

- Strojovna - vytapéni pro lab. 041

- Projekt mikroelektroniky (diagnostika a technologie)

- Sdruzené pracovisté iontové implantace

- Vypocetni stfedisko, opticka laboratof

- Vybudovani kancelafi a laboratofi v 2. patie

Ceny a pocty
Vr. 1976 ,Cestné uznani za mimoradné Usili o rozvoj a cinnost CVTS a technicky pokrok &s. Narodniho

hospodarstvi.
V r. 1987 udéleno rektorem ,Cestné uznani“ za vynikajici praci vykonanou pro CVUT v Praze.
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9. Pohledy do nedavné historie a soucasnosti katedry
9.1 Vzpominky prof. Kubata na podminky vzniku elektrotechniky a elektroniky v dobé od roku 1950

KdyZz se dnes ohlédneme zpét, mohli bychom fici, zZe jestli bylo do prvni poloviny 20. stoleti méfitkem
technické vyspélosti a schopnosti hospodarsky pokrocilych statl zvladnuti naroénych strojirenskych vyrob a
technologii, pak v druhé poloviné 20. stoleti se stala takovym meéfitkem schopnost ekonomik vyrabét
slaboproudou elektrotechniku a elektroniku. Pfitom elektronikou zde v Sirokém smyslu rozumime elektronické a
mikroelektronické soucastky a jejich plosné nasazeni do elektrotechnickych pfistrojl a zafizeni. Tato zatizeni pak
slouZila zejména ve strojirenskych komplexech, ale i v dalSich oblastech ekonomiky.

Elektronika tak ziskala a zacala sehrdvat od prelomu prvni a druhé poloviny 20. stoleti zcela novou, vpravdé
revoluéni Glohu v rozvoji spoleénosti. CSSR vstoupila do druhé poloviny 20. stoleti jako vyznamna kovérna a
strojirna stfedni Evropy a elektrotechnika s rozvijejici se elektronikou byly jaksi zahrnuty ,v tom*. Strojirenstvi
samoziejmé elektrotechniku Zivotné potiebovalo a nemohlo ji zanedbavat, ale s hlediska statniho planovaciho
procesu a organizace primyslu byla elektrotechnika zahrnuta kdesi uvniti strojirenstvi. Méli jsme dvé
ministerstva strojirenstvi (vSseobecné a tézké s hutnictvim), a elektrotechnika zacinala az na drovni koncern(,
podnikd a zavodd. To mélo s hlediska planovani zdroju, investic, deviz a kapacit stavebnich i jinych svij (spi$
zaporny) vyznam. Rizeni priimyslu probihalo v podminkach centrélné fizené ekonomiky, kli¢ovou tlohu sehravala
Statni planovaci komise a jednotliva ministerstva v Cele s ministry-Cleny vlady. Elektrotechnika a elektronika byly
dlouhou dobu (1950 az 1979) zaclenény do nékterého strojirenského resortu (ministerstva). Tvrzeni, Ze
strojirensko-metalurgickou koncepci ndm vnucoval SSSR mohlo platit v padesatych letech, ale i SSSR zahy
pochopil vyznam elektroniky a osobné jsem se presvédcil o jeho tlacich na rozvoj mikroelektroniky a pocitacd nu
nas.

Presto se v této dramatické dobé padesatych az osmdesatych let Csl. elektrotechnicky a elektronicky
pramysl na zminéném procesu revoluénich premén v technice vyznamné podilel, jak dale uvidime. | v téchto
podminkach se udélalo hodné uzitecné priace a docilily se pozoruhodné vysledky (Frk-Hrbek: 40 let ¢s.
elektrotechniky - SNTL 1985).

Samoziejmé my, ktefi jsme tehdy pracovali na rdznych Urovnich v elektrotechnickém primyslu i ve statni
spravé jsme citili pod vlivem svétového pokroku jako svoji profesiondini povinnost podpofit Usili k rychlejSimu
rozvoji. To se oviem mohlo odehrdvat v rdmci existujicich podminek.

V 70. letech dospéla fada vedoucich elektrotechnikl k nazoru, Ze je pro rychlejsi rozvoj odvétvi ucelné a
nezbytné vytvofit pro elektrotechniku samostatné fidici struktury od ministerstva aZ po zavody. Toto usporadani
by bylo partnerem ostatnim centralnim organim (Statni planovaci komise atd.). Cela fidici struktura se tak stane
pro elektrotechniku mnohem otevienéjsi a bude fesit problémy s vétsSim dlrazem. Tato predstava, kterd dnes
mdze znit jakkoliv nevérohodné, tehdy skuteéné fungovala. Slo totiZ zejména o investice, devizy, specielni
dovozy, personalni opatfeni apod.

Urcitymi tehdy platnymi a pUsobicimi mechanizmy se po delSim Usili skute¢né podarilo vytvorit od 1. 1.
1980 samostatny resort elektrotechnického primyslu, v ¢ele s ministerstvem, s osmi generalnimi feditelstvimi, s
velkym poctem elektronickych a elektrotechnickych podniki a zavod( a s celkem 220. 000 pracovniky. Tato
struktura pUsobila do zac¢atku 1988, tedy témér 9 let.

V tomto resortu hrala velmi duleZitou tlohu TESLA RoZnov, jako jedno ze zminénych generalnich feditelstvi
a soucasné primyslovy koncern s fadou podnik(, s celkem asi 20-ti tisici pracovniky, dale pak centralni Vyzkumny
ustav A. S. Popova v Praze. VSude tam se vyvijely a vyradbély aktivni i pasivni elektronické soucastky vcetné
integrovanych a psobil zde také podnik CKD Polovodice pro vykonové polovodi¢ové soucastky.

Vznik samostatného resortu elektrotechnického primyslu byl soucasti Sirsi kampané, probihajici v roce
1980 v cCeskoslovenském hospodarstvi, kampané elektronizace narodniho hospodafrstvi, vyhlasené vlddou a
propagované sdélovacimi prostiedky. K tomu probéhlo také plenarni zasedani narodniho shromazdéni CSSR
véetné podplrnych krok( centralnich organ( (zejména Statni planovaci komise). To se projevilo pozitivné v
periodé 1980-85. Celostatni vystava ,,ELEKTRONIZACE“, uskutecnéna v roce 1985 rezortem elektrotechnického
pramyslu v Praze se zdala ukazovat znatelny pokrok.

Avsak dalsi vyvoj ukazal, Ze rychlosti technického pokroku ve svété nemUze nase zemé sama dosahnout. K
tomu uvedu nékolik Udaji o nasem rozvoji v oblasti souc¢astkové zakladny, kterd byla rozhodujici pro celkovy
technicky pokrok.

Ceskoslovensko padesatych let reagovalo spravné na svétovy vyvoj:

- 1949-Nobelova cena za tranzistor pro Americany
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- v roce 1949 byl zaloZen podnik TESLA RozZnov, ktery jiz v padesatych letech prebiral vysledky z prazskych
vyzkumnych pracovist a zaved| vyrobu prvnich fad germaniovych hrotovych diod (1956) a nésledné prvnich
plosnych slitinovych Ge tranzistort (ccal957) na zakladé ptvodni ¢eskoslovenské NPN technologie, s vynikajicimi
vysokofrekvencnimi vlastnostmi.

V Sedesatych létech zavadi TESLA RoZnov zejména vyrobu celé fady novych soucastek nejen germaniovych,
ale jiz také kfemikovych, jejichz vyvoj byl vysledkem nejen prazskych pracovist, ale i vyvojovych pracovist TESLY
RoZnov (Statni cena 1962 ). Velmi vyznamné bylo zavedeni vyroby TTL logickych integrovanych obvodd (1968),
pIné odpovidajicich svétovému standardu TEXAS INSTRUMENTS. TESLA RoZnov byla timto krokem prvni v celé
RVHP, i pred SSSR.

Nelze se nezminit o tom, Ze TESLA Roznov byla vlastné matefskym zavodem pro nabéh vyrob v TESLE

Piestany (elektronky, diody, tranzistory, integrované obvody), TESLA Tfinec (obrazovky), a pozdéji také v TESLE
Orava (barevné televizory). (xx)
- V sedmdesatych létech zvladla TESLA RoZnov Uspésné vyrobu malé a stfedni integrace a také strojné-
technologické vyzbroje, bez které se nelze obejit. SloZitost integrovanych obvodl ve svété viak rychle rostla a
velka integrace jiz kladla mimoradné naroky na vSechno: klimatizované prostory, technologickou vyzbroj, vstupni
politickych : embargo. Urcita feSeni mohla pfinést také mezinarodni spoluprace, ale ostatni zemé RVHP na tom
byly stejné. VUci ostatnimu svétu byly hranice prakticky uzavieny — jejich ostré embargo, nase devizové zdroje.

V osmdesatych letech byly soucastky stfedni integrace v rostoucich objemech exportovany zejména do
zemi RVHP v nesporné a naprosto spolehlivé kvalité, na rozdil od jinych vyrobct RVHP. Z obvodu velké integrace
(LSI) se v tomto obdobi podafilo vyvinout a zavést vyrobu zejména mikroprocesorovych obvod( ekvivalentu
INTEL 8080, dale licen¢ni vyrobu MOS kalkula¢kového obvodu (MITEL) a RAM pamétového obvodu (TOSHIBA).

Rozvoji mikroelektroniky pomahaly také védeckovyzkumné kapacity CSAV (zejména Fyzikalni Ustav CSAV v
Praze) a kapacity SAV v Bratislavé, dale prazsky rezortni Vyzkumny Gstav A. S. Popova. Na pocatku sehravaly tyto
Ustavy dlleZitou ulohu, ale v osmdesatych letech byla velikost jejich kapacit ve srovnani s vyzkumné-vyvojovou
kapacitou samotného prdmyslu relativné mala.

Rozvoj VLSI (velmi vysoké integrace) nardzel v osmdesatych letech jiz pfilis zifetelné na mocensko-politické
limity, to znamena na obrovskou zdrojovou naroc¢nost a tvrdé a pfisné sledované embargo. Na zapadé existovalo
zvlast pro to zfizené koordina¢ni stiedisko (COCOM), které ostfe sledovalo viechny exporty strategického zbozi
(kam patfila i integrovana elektronika a technologie pro ni). Daly by se psat pfibéhy o pasovani, preplaceni,
budovani diplomatickych a jinych kanal(i, zamrznuti embargovanych zasilek a jinych pfihodach.

Ministerstvo elektrotechnického primyslu, vzniklé koncem roku 1979, pokladalo vidy rozvoj elektronickych
soucdstek za strategickou prioritu a podporovalo koncern TESLA Roznov a dalsi pracovisté véetné katedry
mikroelektroniky FEL-CVUT zejména prednostnim a navy$enym ptidélem investi¢nich a devizovych zdrojd.
Nicméné je nutno pfiznat, Ze potfebny Siroky rozvoj sortimentu integrovanych obvod( velké a velmi velké
integrace, zabezpecujici celou 3kalu tehdy jiz aktudlnich elektrotechnickych aplikaci, jako védecké kalkulacky,
osobni pocitace, mobilni telefony, dalsi spotfebni elektroniku, vysilaci a spojovou techniku a automatiza¢ni
techniku byl tehdy nad sily samotného koncernu TESLA ROZNOV a nutno Fici i nad sily Ceskoslovenska, jako malé
zemé. Ani RVHP jako celek si s tim dost neporadila. (Jiné evropské malé zemé importovaly soucastky z USA a
Japonska, cozZ jsme my pro embargo nemohli).

Presto jsem ndzoru, Ze v této kontroverzni periodé let 1950 az 1990, kterd je zatim rdzné hodnocena, se zde
poctivé, narocné a obétavé pracovalo.

prof. Ing. Milan Kubat, DrSc.

- Studie o technice v ¢eskych zemich 1945-1992, kolektiv autor(, ved. red. RNDr J. Folta, Narodni techn. muzeum,
Encyklopedicky diim, Praha 2003, (stat M. Kubat: Strategické problémy ceské elektroniky.)

- doc. Ing. P. Hazdra, CSc. objevil na internetu velmi zajimavé dobové texty, snimky a videa k 25. vyroci TESLY-
Piestany (1985), pochazejici z magazinu Pandatron. cz. Napf. osmibitovy mikroprocesor MHB8048 (ekvivalent
Z80 fy. Zilog) ziskal pro TESLU-Piestany zlatou medaili na strojirenském veletrhu v Brné 1983.
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9.2 Vzpominky prof. Kubata na vznik katedry mikroelektroniky

Zatatkem roku 1977 mne pozadal tehdejsi rektor CVUT, akademik Bohumil Kvasil, abych se ujal vedeni
katedry zaklad( elektroniky. Byl jsem tehdy ndméstkem ministra pro technicky a investi¢ni rozvoj a soucasné
externim profesorem na katedre elektrotechnologie, kde jsem prednasel predmét ,Vykonova polovodic¢ova
zarizeni“. Katedru elektrotechnologie tehdy ved! profesor Vladimir Rysanek, CSc. a cenil jsem si toho, Ze jsme si
velmi dobre rozuméli. Nicméné nabidka vést jinou katedru byla zajimava, tim spiSe, Ze pozadavek byl dat této
katedie novy rozmér, nové zaméreni. Navic nasledné za mnou pfrisel profesor Rudolf Donocik,DrSc., tehdy
vedouci katedry zakladG elektroniky, a prekvapivé mne pozadal, abych se ujal vedeni jeho katedry. Dlvody
tohoto jeho kroku se ukdzaly pozdéji (chtél odejit do Némecka).

Byl jsem tedy jmenovéan vedoucim katedry a bylo tfeba stanovit jeji nové zaméreni. Ceskoslovenska
elektrotechnika méla tehdy zachytit a rozvinout jednoznacny svétovy trend, ktery se rozbihal ve svété jiz od roku
1958, kdy vznikly v USA u firmy Texas Instruments a u Fairchild prvni integrované (mikroelektronické) obvody.
Byly to tehdy jednoduché oscilatory a vzapéti nasledovaly dalsi. Ceskoslovensky elektronicky pramysl mél oviem
jisty skluz a snazil se jej vyrovnat. Tak bylo tedy pro mne nové zaméreni katedry jasné: musi to byt katedra
mikroelektroniky, kterou zapojime do celorepublikového usili o rychly rozvoj této techniky a technologie.

Na elektrotechnické fakulté CVUT do té doby nebyla 7adna katedra, kterd by se touto progresivni technikou
a technologii komplexné zabyvala. Fragmenty ovSem existovaly na katedrach elektrotechnologie, zakladd
elektroniky, teorie obvodU a fyziky a toho jsme nasledné patficné vyuzili.

Predevsim se ukazalo, Ze Ize novou katedru mikroelektroniky doplnit a rozsitit o dalsi pracovniky za zdroju
fakulty. Z katedry fyziky méli zdjem prestoupit na katedru 4 pracovnici zaméfeni na problematiku polovodica .
Osm pedagogickych pracovnikl katedra méla a dalsi rozsifovani bylo zajistovano predevsim pfijetim
fundovanych mladych aspiranta.

Vyzkum a vyvoj v oboru mikroelektronickych technologii nebyl ovsem levnou zalezZitosti. Bylo tfeba penéz,
deviz a nasledné drahych pfistroji a zatizeni, i velmi Cistych provoznich a laboratornich ploch. V tomto sméru
bylo nutné zapojit se do feseni statnich ukoll technického rozvoje a odtud prostfedky Cerpat. Tou cestou se
katedra mikroelektroniky vydala.

Nemaly problém nastal postupné s potfebnymi prostory, protoze ty byly na fakulté beze zbytku rozdéleny
mezi ostatni katedry a Fidici Utvary fakulty. Poradili jsme si zejména tim, Ze jsme nalezli sklepni, malo vyuzité
skladové prostory. Ty bylo ovSem nutno vyrazné rekonstruovat, zvySovat podlahy, délit prickami, opatfovat
elektrickymi rozvody a vétranim, zabezpecovat bezprasnost, dat jim odpovidajici design, aby vznikly nové
laboratore a ucebny.

Aby nas cil a naSe zaméreni bylo dostatec¢né jasné zformulovano jak pro katedru samotnou, tak navenek,
byly zahdjeny a rozvinuty kroky na vytvoreni , Realizacniho projektu mikroelektroniky”. Jednalo se o vytvoreni na
fakulté souboru osmnacti specializovanych mikroelektronickych pracovist, zamérenych na navrh, vyrobni
realizaci, mezioperacni i zavérecné testovani (diagnostiku) a ovérovani vybranych mikroelektronickych soucastek.
Bylo zfejmé, Ze rozmér tohoto projektu presahoval hranice i moznosti samotné katedry mikroelektroniky, proto
do planovani a realizace projektu mikroelektroniky byly zapojeny nékteré dalsi odborné prislusné katedry. Byla to
zejména katedra elektrotechnologie ale také ¢aste¢né katedra elektrickych obvod(, katedra fyziky a dalsi.

V podstaté Slo o to, umoznit studentlim jiz béhem studia na fakulté, poznavat proces vyvoje a vyroby
mikroelektronickych soucastek a soucasné umoznit védeckym a pedagogickym pracovnikiim fakulty zapojit se do
vyvoje mikroelektronickych technologii.

Je nutno ocenit odborné nadseni naprosté vétsiny pracovnikd katedry mikroelektroniky i dalSich uvedenych
kateder, bez jejichZ erudované ¢innosti by nemohl realizacni projekt mikroelektroniky vzniknout a byt realizovan.

V ramci statnich Ukoll a centralizovanych prostfedkd védeckotechnického rozvoje se podafilo ziskat pro
realizacni projekt mikroelektroniky budovany na fakulté fadu drahych a narocnych ptistroji a zafizeni,
umisténych nejen na katedrfe mikroelektroniky, ale také na katedrach, spolupracujicich v rdmci realiza¢niho
projektu mikroelektroniky. Ziskali jsme také pro fakultu fadu tehdy nedostatkovych personalnich pocitacd, takze
elektrotechnicka fakulta byla v tomto sméru nejlépe vybavenou na CVUT.

Realiza¢ni projekt mikroelektroniky byl také vyznamnym pojitkem fakulty s ¢sl. elektronickym primyslem,
pro néjz se na katedrach fakulty realizovaly i nékteré mikroelektronické operace, zejména napt. iontova
implantace, diagnostika na radkovacim elektronovém mikroskopu véetné kvalitativni a kvantitativni analyzy
EDAX a dalsi. Spoluprace s prlimyslem si nasledné vyzadala vytvoreni na katedfe sdruZzeného pracovisté iontové

111



implantace (katedra mikroelektroniky + katedra elektrotechnologie + TESLA VUST + TESLA ROZNOV + CKD
Polovodice). To bylo umoZznéno sdruzenim prostiedk( tii resortll : ministerstva elektrotechnického pramyslu ,
ministerstva tézkého strojirenstvi a ministerstva pro technicky a investi¢ni rozvo;j.

Pracovisté na katedie mikroelektroniky bylo vybaveno vykonnymi iontovymi implantatory MPB202 a
SCANIBAL SCI 218 (Balzes-Lichtenstein). Zafizeni se vyuZzivala jednak pro feseni fady vyzkumnych a vyvojovych
Ukolu vyse uvedenych pracovist a také pro ptipravu vzorkl pro védeckou spolupréci kateder mikroelektroniky a
elektrotechnologie s Univerzitou v Surrey a Univerzitou v Lisabonu. Dllezité bylo vSak také vyuZiti pro bézny
technologicky proces vyroby integrovanych obvodu a vykonovych polovodi¢ovych soucéastek, tedy pro pramysl.

V Cervnu roku 1979 jsem mél moznost referovat o ,Realizatnim projektu mikroelektroniky” na védecko
pedagogické konferenci CVUT a tento pispévek byl zafazen také do sborniku z této konference. O ,Realizaénim
projektu mikroelektroniky” byl nakonec natocen i velmi zdafily film, ktery byl vyroben audiovizudlnim oddélenim
CVUT - VUIS v roce 1982. Namét a odbornou spolupraci poskytl Ing. Julius Foit, CSc., jeho? zde symbolicky
jmenuji za vSechny dalsi spolupracovniky, ktefi se na realizacnim projektu aktivné podileli. Vybudovani projektu
si vyzadovalo mimoradné Usili Fady pracovnikl, ktefi se vedle standardnich pedagogickychpovinnosti a vedle
védeckovyzkumné prace angazovali i ve stavebnich a pomocnych pracich, jestlie to bylo nezbytné. Rizenim
rekonstruk¢éni a organizacni ¢innosti na vybudovani novych prostord byla povérena tajemnice katedry Hana
Feifrlikova, jejiz ¢Cinnost byla v roce 1987 ocenéna ¢estnym uznanim rektora za vynikajici praci pro CVUT.

Provadéni stavebnich praci bylo umoznéno dik vyborné spolupraci se Spravou vysokoskolskych zafizeni a
objektl (SVZO-CVUT), a jejim feditelem doc. Ing. Karlem Vejvarou. SVZO-CVUT tyto préace také financovala a
dohodnuté harmonogramy dodrzovala a zajistovala spolupraci s externimi subdodavateli.

Vybaveni katedry mikroelektroniky se diky realizaénimu projektu posunulo na Uroven, kterd umozriovala
dal$i rozvinuti védeckovyzkumnych praci i v fadé navaznych obord. Slo zejména o diagnostiku materialu a
struktur, optoelektroniku, vyuZiti pocitach pro métici metody s postupnym prechodem na personalni pocitace,
dale mikrosenzory a dalsi. Na katedie trvale pracovali externisté-specialisté, vyslani svymi matefskymi
primyslovymi pracovisti. Katedra méla trvale tésné kontakty také s védeckymi pracovisti CSAV, jmenovité s
Fyzikalnim Gstavem CSAV, ktery predstavoval vyznamné teoretické zazemi polovodi&o. Na zavér nékolik
Udajl o periodé 1977 az 90: pocet védecko-pedagogickych pracovnikl katedry se zvysil z po¢atecnich 12 na 40 azZ
45 (kolisal pocet externich), vybaveni katedry pro védu a pedagogiku vzrostlo téméf z nuly na 42 mil. K¢ (z toho
31 mil. K¢ valutovych), investicni prostfedky na pfistroje byly ziskdvany spolupraci s primyslem mimo rozpocet
Ministerstva Skolstvi, stejné tak devizové prostfedky. Jako hlavni investi¢ni a stavebni akce byly realizovany
projekt mikroelektroniky (diagnostika a technologie), pedagogické laboratofe, sdruzené pracovisté iontové
implantace, vypocetni stfedisko, optickd laboratof a rekonstrukce kanceldfi a laboratofi v 2. patfe (vzato z
predavaciho protokolu v dubnu 1990).

Po Ctvrt stoleti se mi urcité nepodafilo vzpomenout vseho a vSech, uchazim se o toleranci.

prof. Ing. Milan Kubat, DrSc.,
vedouci katedry mikroelektroniky v obdobi 1977 az 1990
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9.3 Projekt mikroelektroniky

lhned po vytvoreni katedry mikroelektroniky (jako nastupkyné katedry zaklad( elektroniky) v roce 1977 jeji
novy vedouci prof. Kubat pozadal ¢leny katedry o navrhy, kterym smérem by se mélo napfit hlavni Usili katedry.
Vedouci ucitel predmétu ,Mikroelektronika® J. Foit navrhl, Ze katedra by se méla zaméfit nejen na popis
vlastnosti a aplikace mikroelektronickych soucastek, ale i na jejich vnitfni konstrukéni navrh a technologickou
realizaci. Prof. Kubat se s timto nazorem ztotoznil, zahdjil velkou akci pod souhrnnym nazvem ,Realizaéni projekt
mikroelektroniky“ a J. Foita jmenoval jeho vedoucim. ProtoZe od pocatku bylo zfejmé, Ze v soucCasné organizacni
strukture elektrotechnické fakulty velikost ukolu presahuje personalni i materidlni moznosti jediné katedry a do
jisté miry i celé fakulty, hledala se cesta k vytvoreni organizacni struktury, ktera by tento problém prekonala.
Reseni nalezl prof. Kubat vytvofenim soustavy ,sdruzenych investic”, do které byly vélenény jesté dalsi katedry
elektrotechnické fakulty (katedra elektrotechnologie, a dalsi kooperujici katedry a pracovisté), i mimoskolské
instituce, jmenovité podniky CKD Polovodice a Vyzkuny Ustav A. S. Popova, a déle jako hlavni sponzor tehdejsi
Federalni ministerstvo pro technicky a investi¢ni rozvoj. V tehdejsi soustavé prisné rezortné oddélovaného
statniho planovani slo o zcela vyjimecny, jedinecny pripad mezirezortniho financovani a kooperace.

Realizacni projekt mikroelektroniky byl hned od pocatku rozclenén na fadu presné definovanych funkénich
blok(. Kazdy z blokl méla na starosti nékterd ze zucastnénych kateder, pod celkovou koordinaci z katedry
mikroelektroniky (Prof. Kubat, Doc. Foit). Jednotlivé bloky byly sefazeny podle pfirozeného sledu navrhovych a
technologickych ukonu pti vytvareni mikroelektronické souédstky. Pfitom jeden funkéni blok podle okolnosti
obsahoval i nékolik samostatnych pracovist, tak jak si to vyzadovaly podrobnosti ¢innosti realizovanych v daném
bloku. V celkovém toku c¢innosti Projektu se nékteré bloky jevi jako paralelni, protoZze podle okolnosti jejich
¢innost muzZe byt ¢astecné zaménitelnd. Presny sled funkénich blokd a jejich vzajemnych ¢innostnich navaznosti
je podrobné popsan a vysvétlen ve vyukovém filmu ,Realizacni projekt mikroelektroniky”, jehoz kopie je jednou
ze soucasti DVD, pfilohy tohoto Almanachu. Film vyhral v roce 1986 hlavni cenu ,,Grand Prix Granat” mezinarodni
soutéZe vyukovych a instruktaznich filma , Techfilm ‘86“.

Kratky seznam charakteristik jednotlivych funkénich blokd Projektu podle jejich pofadovych cisel nasleduje:

0. Zadani soucastky.

1. Presna specifikace pozadované budouci obvodové funkce.
2. Fyzikalni a morfologickd analyza soucdstky.

3. Stanoveni a nakresleni struktury soucastky.

4.  Zakladni navrh masek.

5.  Rucni nacrt predloh.

6. Digitalizace navrhu.

7. Pocitacovy navrh predloh, vyryti original masek.

8. Analyza, simulace a porovnani s dostupnou technologii.

9. Optické zmenseni predloh.

10. Fotolitografie: naneseni resistu, expozice, vyvoldani, leptdni.
11. Chemické a vysokoteplotni operace, oxidace, difuze.

12. lontova implantace.

13. Vytvoreni spojové sité.

14. Déleni, kontaktovani a pouzdreni integrované soucastky.
15. Kontrola, méreni, defektoskopie; fadkovaci elektronova mikroskopie.
16. Fyzikalni diagnostika.

17. Analogova a opticka diagnostika.

18. Digitalni diagnostika.

Ve velmi kratkém case se ukdazalo, Ze zvoleny pristup skutecné funguje, samoziejmé s vynaloZenim
mimoradného pracovniho Usili vSech zlcastnénych. V pribéhu nékolika malo let se na tfech ucastnickych
katedrach FEL podafilo vybudovat doslova z ni¢eho soustavu velkého po¢tu (18) vzajemné navazujicich pracovist,
schopnych dovést monolitické integrované obvody od ideového navrhu az k realizaci, vCetné tak narocné
technologie jako je iontova implantace. Vysledkem cinnosti Projektu bylo predevsim rozsahlé zlepseni vyukovych
moznosti zuéastnénych kateder, dalezité vysledky vyzkumné prace, i mnoho Uspésnych kooperacnich dilcich
projektl pro mimoskolské vyrobni a vyzkumné instituce
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V prabéhu doby se ménil bezprostfedni dliraz, kladeny na jednotlivé funkcéni bloky a podle toho také jejich
materidlni i personalni vybaveni, ale obecnad struktura se po celou dobu trvani Projektu jako soustavy
»sdruzenych investic” neménila. Svoje klicova pracovisté i jejich pracovni naplni si katedra mikroelektroniky
udrZela dodnes, dale je intenzivné rozvijela a rozviji. | soucasna pedagogicka, védeckovyzkumna a publikacni
¢innost katedry mikroelektroniky je neprerusenym primym pokracovanim sméru, nastoupeného uz v roce 1977.

doc.Ing.Julius Foit, CSc.

9.3.1 Zapis ze schiize katedry ze dne 9.9.1988: Soucasny stav a perspektivy vyuZiti Realizacniho
projektu mikroelektroniky pro vyuku a védecko-vyzkumnou ¢innost kateder mikroelektroniky a
elektrotechnologie

Tato zprava vychazi z plvodnich zamér( Realizacniho projektu mikroelektroniky (dale jen RPM), jeho
soucasného stavu a vyuZivani ve vyuce i védecko-vyzkumné cinnosti zicastnénych kateder (K 334 a K 313).
Soucasné se na zakladé podkladl a nazord, které poskytli pracovnici K 334 a na zakladé jejich zkuSenosti ze
zahranicnich univerzit zamysli nad budoucnosti RPM z hlediska jeho redlnych moZnosti pro vyuziti pfi vyuce
studentd 4. a 5. ro¢niku oboru mikroelektronika a navaznosti RPM na perspektivni védecko-vyzkumné zaméreni
katedry mikroelektroniky.

Soucasny stav:
Navrhové bloky

Blok 0:

Zadani, pocitatova analyza a syntéza el. Nahradniho obvodu soucastky (realizace na K 313): dostupné ¢i
vytvorené programové vybaveni je vyuZivané katedrou K 331, je dostupné i pro K 334, popf. je k dispozici ve
vypocetnim stfedisku (VS) K 334. Vyuziva se pro vyuku studentl oboru mikroelektronika v rdmci predmétd
vyucovanych K 331 (bez navaznosti na RPM). V pfipadé potieby je mozZno stavajicich program( vyuZzit pro navrh,
analyzu a simulaci obvodového feSeni analogovych i ¢islicovych 10.

Bloky 1 - 6:

Zadani a navrhy prvk(, jejich elektrického zapojeni a morfologie, ovéreni navrhu a automatizovany navrh
struktury (realizace ve VS na K 334). Jsou k dispozici dil¢i ¢asti programového vybaveni vytvorené pracovniky
katedry nebo pfevzaté, provozovatelé na stévajici vypocetni technice (H/, NOVOTEC CP 1000). VyuZivano z&asti
ve védeckovyzkumné cinnosti katedry (modelovaci a simulaéni programy).

Technologické bloky

Blok 7:
Expozice a ryti predloh: nebyl realizovan, nékolik predloh bylo realizovdno ve spolupraci s pramyslovymi
podniky na jejich pracovistich.

Bloky 8 - 9:
Optické zmenseni predlohy a vyroba matric (zajisténo externimi pracovisti). Jsou vyuZivany pro potiebu
védecko-vyzkumné ¢innosti pracovnikd katedry na zakladé vzajemné dohody.

Bloky 10 — 14: (mimo 11):

Fotolitografie, vysokoteplotni a chemické operace a kontaktovani struktur: realizovany na katedre
elektrotechnologie (K 313) a vyuzivany pro potfeby VVC a vyuky v rdmci této katedry. VyuZiti pro vyuku K 334
(mimo exkurse) poprvé ve sk. R. 1987/88 experimentalné v ramci predmétu Diagnostika mikroelektroniky (DM —
RNDr. May).

Blok 11:
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lontova implantace: je realizovana na K 334, postrada vsak Sirsi technologické zazemi (fotolitografie, masky
a rezisty, chemickou laborator, Zihani a vysokoteplotni operace), popf. jsou tyto provozy ve vystavbé nebo
experimentalné v provozu. Dafi se vyuZivat pro studenty ve vyuce i v rdmci diplomovych praci v sou¢asném
rozsahu studia (2 — 3 krouzky).

Blok 15:

Radkovaci a opticka mikroskopie: pracoviité je realizovano na katedre elektrotechnologie a je vyuZivano
pro feseni SVU K 313, v pfipadé poZadavk( reaguje obratem (servisnim zptisobem) i na pozadavky ze strany
jinych pracovist (napf. K 334).

Diagnostické a méfici bloky

Bloky 16 — 17:

Méreni a diagnostika polovodi¢ovych materiald a struktur (realizovano na K 334): je na velmi dobré drovni,
k dispozici je znaény pocet vétiinou automatizovanych méficich metod , které jsou vyuzivany pro VVC katedry a
aspiranty, v omezené mite i pro vyuku (zejména diplomové préce, exkurse studentl oboru ,ve $k. r. 1987/88
experimentalné v ramci pfedmétu DM — RNDr. May). Timto zpUsobem je vyuziti vSech pracovist zcela vytizeno, v
letnim semestru (leden — duben) je prihlizeno k feseni diplomovych praci.

Blok 18:
Méfeni digitalnich 10 — realizovdno na K 337 (doc. Podle$ak), vyuzivan pro VVC a vyuku K 337 z hlediska
RPM vsak pracuje zcela nezavisle (autonomné).

Dil¢i shrnuti

Vétsinu planovanych bloki RPM (az na vyjimky) se podafilo realizovat, i kdyZz mnohdy jen v omezeném
rozsahu. Pracovisté jsou vyuZivana autonomné pro potreby kateder, na nichz jsou realizovany, a to zejména pro
potieby VVC, aspirantd a diplomantd. VyuZiti pracovist pro béznou vyuku je malé, mald je i vzajemnd navaznost
jednotlivych pracovist a vyuziti RPM jako celku.

Idedlni stav

S ohledem na pocet pfijimanych studentl na obor mikroelektronika (cca 100 ro¢né) a jestlize klademe
opravnény pozadavek, aby kaZzdy student oboru mél moznost prakticky se seznamit (,,osahat si“) uceleny proces
technologie vyroby polovodicovych struktur (integrovanych i vykonovych), zda se pro budoucnost nezbytné, aby
katedra mikroelektroniky méla vlastni technologické zazemi, dovolujici realizaci vybrané struktury, popr.
mozZnost realizovat technologické kroky v nékterém vyrobnim podniku.

Pro zajisténi idealniho stavu by bylo nezbytné
a) Dovybavit stavajici pracovisté iontové implantace technologickym zazemin, umozZniujicim vyrobu
integrovanych obvodl malé a stredni hustoty integrace, tj. bloky fotolitografie, prostory a zafizenim pro
chemické procesy, technologii pro vysokoteplotni operace, Zihani, nanaseni tenkych vrstev, kontaktovani a
¢lenéni ¢Cipd, resp. Jinych vyrabénych struktur (VPS) a prostory pro pfipravu vzorkd.
b) Zajistit technologické vybaveni pro dalsi vyrobni technologie (difuze, epitaxe, MBE aj.) véetné podplrného
zazemi a modernich méficich a diagnostickych metod.

Praktické zajisténi tohoto idealniho stavu vsak klade zna¢né naroky na:

. financ¢ni zajisténi (korunové i devizové)

. pracovni prostory

. personalni obsazeni (fungujici provoz takového komplexu neni mozno zajistit stavajicimi silami  katedry)
. organizacni (zaclenéni do vyuky a z toho vyplyvajici Upravu studijnich plan().

Soucasné se pfipojuji problémy s Cistotou prostor, bezpecnosti price a zajisténim ndahradnich dilG,
nezbytnych vyrobnich material(i a médi.

Dil¢i shrnuti
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Dosazeni navrzeného idedlniho stavu je v soucasné dobé a v perspektivé minimalné do roku 1995 nerealné.

Realna varianta
Vychazi ze snahy zajistit predevSim pedagogickou funkci RPM a jeho zapojeni do vyuky alespon v

omezeném rozsahu s minimem vynaloZené energie, ¢asu (zejména pedagogickych pracovnikd) a materialnich
prostfedkd. Jejim cilem je umozZnit studentlim 4. a 5. ro¢niku oboru Mikroelektronika seznamit se prakticky s
technologii vyroby integrovanych obvodt (10) resp. Vykonovych polovodi¢ovych struktur (VPS), zpisobem jejich
navrhu, analyzy, simulace a modelovani (a to jak chovéni jednotlivych prvkl a struktur, tak i uzitych technologii a
vyrobnich postupl) a modernimi metodami méfenii a diagnostiky vychozich polovodi¢ovych materidld,
mezioperacnich produktd i findlnich struktur.

Pti této rozvaze je nezbytné si uvédomit, Ze zajisténi pristupu vSech studentl oboru mikroelektronika ke vsem
uzivanym technologiim je neredlné, a to vzhledem k:
. celkovému poctu studentt na oboru (tj. vyhledové az 160 student( v poslednich dvou rocnicich)
. nezbytnému technickému vybaveni
3 personalnimu zajisténi.

Z hlediska potteb vyuky K 334 je nutno rozvazit dva momenty
1) které bloky (tj. ¢innosti) realizovat na katedfe a zajistovat silami katedry a v kterych pfipadech
vyuZit spolupraci s jinymi pracovisti.
2)  Jakym zpUsobem zapojit RPM do vyuky, resp. studenty do projektu.

Kbodul Predpokladame, Ze katedra mikroelektroniky bude vlastnimi silami (s vyuZitim Sdruzeného pracovisté
iontové implantace) zajistovat nasledujici bloky
. navrh, simulace a modelovani: - technologickych procest

polovodic¢ovych (unipolarnich i bipolarnich) struktur

- ndvrh poslednich masek zakaznickych 10 a simulace

téchto obvodu

. iontovd implantace (po doplnéni nezbytného technologického zazemi)
. méfici a diagnostické metody (na zakladnim materidlu, strukturach a findlnich soucastkach).

Se spolupraci s jinymi pracovisti (na FEL i externé pocitame v oblastech
. vyroby masek a fotolitografie
. vysokoteplotnich technologickych kroku (difuze, epitaxe, Zzihani)
. kontaktovani

K bodu 2 (zapojeni RPM do vyuky)

Zapojeni RPM do vyuky predpokladame ve dvou stupnich:
1) Pfi vyuce jednotlivych predmétd (Casovy Usek = semestr), kdy na jednotlivych pracovistich budou
demonstrovany pfislusné operace,k popf. bude vyuZito technickych ¢i programovych prostfedkl téchto blok(
izolované (tj. bez bezprostredni ndvaznosti na ostatni bloky) pfi prednaskach a zejména pfi cvi¢enich.

2)  V ramci roc¢nikovych nebo radéji vicesemestralnich projektd (napf. 3-semestralnich — 7., 8., 9. semestr, 4-
semestralnich: od 6. do 9. semestru), zadavanych jednotlivych studentim individualné tak, aby pfi zpracovani
tohoto projektu prosli celym RPM (pochopitelné postupné) a ziskali (teoreticky a prakticky) ucelenou predstavu o
navrhu, vyrobé a diagnostice polovodi¢ovych struktur (IO i VPS). Tyto vicesemestrélni projekty musi nutné
predznamendvat téma diplomové prace, kterd na ni bude navazovat. Tyto vicesemestralni projekty by
obsahovaly oblast zadani a navrhu prvku, jeho simulaci, ndvrh a modelovani uzité technologie, vlastni provedeni
dil¢iho technologického kroku, zaméreni prvku a zavérem (koncem 9. semestru) porovnani planovanych a
dosazenych parametrd a rozbor dosazenych vysledka.

Pozn.: pokud nebude mozno nékteré technologické kroky realizovat, je mozno zadani upravit tak, Ze studenti

budou simulovat a navrhovat struktury a technologie uzivané a vyrabéné nékterym vyrobcem a pro méreni pak
vyuZiji mimotolerancni struktury nebo testovaci obvody dodané timto vyrobcem.
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Témata praci budou pro jednotlivé studenty rGzna, napf. podle jejich perspektivniho (=planovaného)
umisténi v praxi (VPS, testovaci struktury, Cislicové, analogové, popf. zdkaznické 10). Vlastni projekt by se
zakoncoval oponenturou zavérem 9. semestru, pfiCemz zadani musi byt voleno tak, aby znalosti nezbytné k jeho
vyreseni ziskaval student pribéiné béhem 3., 4. a 5. ro¢niku. Diplomova prace bude zpravidla déle rozvijet a
hloubéji propracovavat nékterou ¢ast tématiky vicesemestralniho projektu.

S realizaci RPM v uvedené formé a naznacenym zapojenim je nutno vyresit nékteré otazky technického i
organizac¢niho charakteru:

1)  Zajisténi pristrojového vybaveni a nutnych pracovnich podminek pro studenty, tj.:

3 doplnéni technologického vybaveni pracovisté iontové implantace

3 vybudovani studentské laboratofe pro méreni a diagnostiku vrstev a struktur na bazi poc¢itacem fizenych
automatizovanych méficich pracovist

. vybudovani pocitacové laboratore (ucebny) vybavené odpovidajici vypocetni technikou pro modelovani a
simulaéni bloky

2)  Zajisténi pedagogického vedeni a zaclenéni do vyukovych plani vcetné bezpecnosti prace a vybér
pfedmétd, které budou svym obsahem s projektem spojeny, tj. které budou autonomné vyuzivat jednotliva
pracovisté RPM a soucasné na jejichZ obsah bude navazovat planovany projekt.

Perspektivni oblasti spoluprace s katedrou elektrotechnologie v ramci vyuZiti RPM
Oblasti vzajemné spoluprace vidime jak v oblasti vyuky, tak v oblasti védecko-vyzkumné Cinnosti:

- v oblasti vyuky

1) Vzajemné vyuzivani technologickych blok( RPM pro zajisténi ,.chybéjicich technologickych operaci pro
potfebu vyuky pfedmétu specializace, tj.: vysokoteplotni operace, popf. kontaktovani a fotolitografie na K 313,
implantace, popf. poimplantacni Zihdni a poimplantacni diagnostika (aZ budou dobudovany) na K 334.

2)  Vyména programui a programovych prostiedkl pro vyuku na pocitace IBM PC, popft. podilova ucast na jejich
tvorbé, pokud jsou z oblasti tématixky blizkych obéma katedram.

3)  Vyuiiti pocitacovych uéeben pro vyuku, resp. pro feseni studentskych projekta.

4)  Spoluprace pfi vyvoji diagnostickych metod a jejich zavadéni do vyuky, obecnéji vyména zkusenosti se
zapojenim do vyuky.

- v oblasti védy

1)  Vyuzivani pracovist RPM pro fedeni dil¢ich problém( védeckovyzkumné ¢innosti jednotlivych pracovniki
kateder (zejména unikatni pracovisté napf. iontovd implantace nebo radkova mikroskopie) a to bud' za pfimé
Ucasti uvedené pracovnika nebo servisnim zplsobem, v zavislosti a podle predpoklddaného objemu praci a
momentaélniho vytizeni daného pracovisté.

2)  Spoluprace pti védeckovyzkumnych pracech na projektech, které maji realny predpoklad dosazeni vysledk(
na svétové Urovni, popr. dotazeni praci do Urovné realizacniho vystupu (nové technologie implantace, Cidla,
tenzometry pod.).

9.4 Fyzikalni kofeny katedry mikroelektroniky

Skupina Polovodice vznikla na katedre fyziky z podnétu prof. Slavika na konci padesatych let. Jejim vedenim
povéfil ing. Kodese a zaroveri doporudil spolupréci s Elektrotechnickym Ustavem CSAV (Dr. ing. Kroczek) na
problematice selenovych usmérnovach. Jejim vysledkem byl podil na vyvoji 5 kV selenovych usmérfiovacich
sloupctl pro &s. barevné televizory. Od konce edesatych let, na doporuéeni FzU CSAV (prof. Stourac), zacala
skupina spolupracovat s oddélenim vyvoje CKD Polovodice na problematice spojené se studiem mikrofyzikalnich
parametrd kifemiku a jejich vlivu na chovani vykonovych polovodi¢ovych soucastek. Kromé vyse zminéného
dominantniho zaméreni se skupina zabyvala studiem vlastnosti vysokoohmovych (VUVET - plumbikon) a
polykrystalickych (VUST - CdSe MOS) polovodica.

Zaroven s odbornou cinnosti se rozvijela i pedagogicka Cinnost skupiny. PoCatkem Sedesatych let bylo v
ramci laboratorniho cviceni zakladniho kurzu fyziky zavedeno i méreni ss. VA charakteristik bipolarnich
tranzistord. Ukoncenim tzv. volné katedry, zamérené na vyuku kvantové fyziky a pevnych latek pro vSechny

117



fakulty CVUT, se uskutecnilo v r.1964 zavedeni jednosemestralniho predmétu Fyzika pevnych latek pro lil.ro¢.
specializace Slaboproud a téhoZz dvousemestralniho predmétu pro IV.ro¢. specializace Elektrotechnologie. S
ohledem na vysledky vice jak 45 ti letého pedagogického a védeckého plsobeni této skupiny v oblasti polovodicl
vychazi nazor pedagogickych pracovnikd FEL, Ze tato skupina je povaZovana za zakladatele oboru polovodice na
FEL.

Z uvedeného je vidét, Ze prechod pracovnikli skupiny Polovodi¢e z katedry fyziky na katedru
mikroelektroniky nebyl samoucelny, nebot skupina sebou pfinesla celou svou jak pedagogickou tak odbornou
¢innost. Dlouhodobé pedagogické plisobeni skupiny vyustilo do pozdéjsiho zavedeni predmétu Elektronika
materiall 1,1l a dalich (Technologie, Kvantova elektronika), spolu se zdGraznénim nutnosti porozumét fyzikalni
podstaté Cinnosti elektronickych soucastek, ktera se zakonité projevi na jejich vlastnostech.

prof. Ing. Ji¥i Kodes, DrSc.

9.5 Optoelektronika na katedie mikroelektroniky

Pocatky formovani této odborné skupiny na katedre Ize poloZit do r. 1964, kdy se odborné katedry KOR a
KUR (odbornd a uZita radiotechnika) prestéhovaly z Podébrad do Prahy — Dejvic. prof. Forejt prevzal vedeni
podébradskych ,Vyvojovych laboratofi ELEKTRONIKA” a jeho odborni asistenti oddéleni elektroniky pti KUR byli
prevedeni na nova pracovisté : Ing. Hudec a Ing. Vanicek na Katedru teoretické elektroniky prof. Stranského, Ing.
Dado a Ing. Chlup na Katedru méfeni doc. prof. Trnky, Ing. Andél a Ing. Tka¢ zUstali v Podébradech na Katedre
elektrotechniky prof. Drechslera (v Podébradech se pokracovalo v zakladnim studiu).

Pedagogicka ¢innost asistentt Hudce a Vanicka spocivala ve vyuce elektronickych struktur a prvkd, pozdéji i
vybranych Cidel, v pripravé prislusnych laboratofi, v podilu na specia-lizovanych mérenich a v neposledni fadé ve
vyuce elektronickych pfristroji a jejich unikatnich aplikaci. Nazvy souvisejicich predmétd prosly casem rliznymi
obménami.

V souvislosti s rozsahlym pedagogickym a odbornym zamérenim se skupina rozrostla postupné o (v zavorce
stavajici védecko-pedagogicky titul) : (Doc) Ing. Vladimira Myslika, CSc., (doc) Ing. Petra Machdce, CSc., Ing.
Josefa Nahlika, CSc., a nasledné spolu s fadnymi aspiranty (prof) Ing. Miroslavem Husdkem a Ing. Janem Veselym
vytvofili pracovni skupinu zakladt elektroniky, pozdéji nazvanou ,Optoelektronika. “

Odborné zaméreni se tykalo predevsim studia vlastnosti novych elektronickych soucdstek a jejich Zivotnosti
(existence pasti v zakdzaném pasu polovodi¢li, méreni hlubokych drovni, méfeni a sledovani elektrickych
parametrd) a vyzkumu a vyvoje unikdtnich elektrometrickych pfistroji s velkym vstupnim odporem pro méreni
extrémné malych proud(i a nabojd. Tak vznikly originalni pfistroje pro Ustav fyziky atmosféry CSAV a pro TESLA-
Vyzkumny Ustav pfistroji jaderné techniky Pfemysleni u Prahy i méri¢ hlubokych urovni — dilo Ing. Machace.

Po reorganizaci ve $kolnim roce 1969/70 (rozdéleni katedry na K. teorie obvodd a K. zéklad( elektroniky)
presli shora uvedeni pracovnici na Katedru zékladu elektroniky a zajistovali dale vyuku elektroniky v pfedchozim
rozsahu — vyuka elektroniky tvofila bohuzel jedinou odbornou ndplf, vSe ostatni a vSechny vystupy studia
prevzala druhd vznikla katedra. V roce 1971 doslo ke zméné vedouciho katedry. Akademika Stranského (nar.
1900) vystridal prof. Ing. Rudolf Donocik, DrSc. a jako novum zaved| vyuku predmétu Kvantova elektronika. Na
prfedmétu s nim spolupracoval doc. Myslik a pozdéji doc. Vavrina (o pfedmét byl zajem v oboru radiotechnika),
na védecké tématice z oboru synergetika se podileli doc. Hudec a Ing. Nahlik. Dokladaji to vzniklé publikace z
metody. Praha ACADEMIA — Nakladatelstvi CSAV 1983 — jde o hlavni pfispévek pro ziskani védecké hodnosti
DrSc.). Ing. Nahlik byl ovSem neméné Uspésny a zpracoval v této sfére svou kandidaturu. — Dodejme jesté, ze v
tomto obdobi se pracovni skupina logicky a v souladu se svétovym trendem posunula v naplni prace a zménila i
svUj nazev na ,,OPTOELEKTRONIKA. “

V roce 1977 se stal novym vedoucim katedry prof. Ing. Milan Kubat, DrSc. a proved| fadu zmén. Odborna
skupina pokracovala v nastoupeném kurzu — vyuce optoelektroniky se vénoval doc. Myslik — v odborné a
védeckovyzkumné cinnosti vSak doslo k utlumeni plvodniho zaméreni, skupina zacala spolupracovat na
vykonovych souéastkach s CKD POLOVODICE, studovala problematiku fototyristor( (optotyristord) a modelovani
vykonovych struktur (fadny aspirant (doc) Ing. Dobes, CSc.), dalsi aspiranti doc. Hudce Ing. Bednar, CSc. a cizinci
Ing. Nguyen Van Ngo z Vietnamu a Ing. Cardozo z Mexika spolupracovali na technologickych a diagnostickych
problémech s TESLA VUST. Prace v optoelektronice v ramci SVU, tématicky zaméfené na studium
optoelektronickych struktur a jejich Zivotnosti koordinoval nezapomenutelny prof. Hamal, DrSc. z FIFI CVUT. —
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prof. Kubat pfejmenoval katedru na zaklad( mikroelektroniky a od r 1982 nese nazev Katedra mikroelektroniky.
Zajistil téZ lepsi technologické a laboratorni vybaveni pfedméti a pracovist. V tomto obdobi zajistovala skupina
vyuku v predmétech: Elektronické prvky, Elektronika, kratce Elektronika materiald, dale Elektronické pfistroje,
Kvantova elektronika a Optoelektronika.

V roce 1982 byl jmenovan profesorem doc Hudec a v roce 1984 presel s doc. Myslikem, doc. Machacem,
Ing. Nahlikem a Ing. Petrem Farou, CSc. (z katedry telekomunikacni techniky) na nové zfizenou Katedru
technologie material(i pro elektroniku - nyni Ustav inZenyrstvi pevnych latek na VSCHT v Praze s tkolem zajistit
vychovu inZenyrd — chemikl jako predpoklad dalSiho rozvoje mikro a nanoelektroniky, optoelektroniky a
senzorové techniky. Katedra pokracuje v predchozich pedagogickych aktivitich a vyucuje predméty Uvod do
elektroniky, Elektronika, Kvantova elektronika, Optoelektronika, Diagnostika materidll, Technologie
polovodicovych materialt, Materidly pro elektroniku, Zaklady méfici techniky a samoziejmé nékteré predméty
chemického zaméreni, ale to uz je jina kapitola.

V odborné &innosti se zakladni vyzkum po ustaveni katedry odvijel od SVU s Fyzikdlnim Gstavem CSAV
(struktury Il =V a Il — VI pro optoelektroniku, zdroje poruch, Sumu, vyvoj méficich metod, vykonové parametry,
jakost svételnych impulzl, technika a technologie), na to navazoval aplikovany vyzkum ve spolupraci s TESLA
VUST A. S. Popova a spoluprace s praxi — dlouhodobé s TESLA Blatna, T. Vrchlabi a T. RoZnov p. R.

prof. Hudec, dnes emeritni profesor VSCHT v Praze, plsobi ¢asto jako vyhledavany oponent, recenzent a
lektor, ¢len odbornych a pedagogickych komisi a komisi pro vSechny druhy obhajob. Zaznamenejme pro Uplnost,
Ze v letech 1971 az 1973 pusobil jako expert — profesor na Institute of Electronics v Egypté.

Soudasnym vedoucim Ustavu je prof. Ing. Vaclav Svoréik, DrSc., tajemnikem prof. Ing. Jindfich Leitner, DrSc.
a hospodarem doc. Ing. Petr Machac. CSc.

prof. Ing. Lubomir Hudec, DrSc.
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9.6 Spoluprace katedry elektrotechnologie s katedrou mikroelektroniky - laboratofre katedry
elektrotechnologie vybudované v ramci Realizacniho projektu mikroelektroniky v r. 1978

V roce 1978 byly v ramci ,Realizacniho projektu mikroelektroniky” wvybudovdny na katedre
elektrotechnologie nasledujici laboratore: laborator rastrovaci elektronové mikroskopie, fotolitograficka
laboratof, chemicka laborator a laboratof difuznich technologii.

Laboratof rastrovaci mikroskopie byla vybavena ultravakuovym rastrovacim elektronovym mikroskopem
Tesla BS 350, Augerovym spektroskopem a americkym energiové disperznim rentgenovym mikroanalyzatorem
EDAX. Tento elektronové mikroskopicky a analyzacni komplex byl v dané dobé na svétové Spicce. Umoznoval
zobrazeni povrchd s rozliSenim 4 nm a velice pfesnou rentgenovou kvalitativni i kvantitativni analyzu z vybranych
oblasti do velikosti 1 um, pripadné orientac¢ni Augerovu analyzu z oblasti do velikosti nékolika nm. Do r. 1990
bylo uskute¢néno nékolik tisic mikroskopickych vyhodnoceni a analyz. Velka ¢ast pro CKD Polovodice, ostatni pro
Siroké spektrum instituci. V laboratofi pracovala doc. Ing. Marie Gricova, CSc., laborantka Jarmila Vavrova a doc.
Ing. Jifi Petr, CSc., vedouci pracovisté.

Laboratof fotolitografie byla vybavena laminarnimi boxy, odstfedivkou na nanaseni fotorezist(, kanadskym
Spickovym orientacnim zafizenim a kvalitnimi optickymi mikroskopy. Chemicka laboratof byla vybudovana tak,
aby mohla zajistit vSechny chemické operace procesu vyroby silnoproudych polovodi¢ovych prvkd. V laboratoti
pro difuzni technologie byly difuzni pece s fizenymi zonami. V téchto tfech laboratofich zajistovaly veskeré prace
laborantka Marika HadZalova, aspiranti a doc. Vitézslav Benda, CSc., vedouci téchto tfi pracovist.

Ve vsech ctyrech laboratorich probihal az do r. 1990 hlavné vyzkum a servis pro technologii vykonovych
polovodicovych prvkd v CKD Polovodice. CKD Polovodice za tyto prace platilo FEL dohodnutou roéni sumu. Vedle
toho v téchto mistnostech probihala vyuka student( obor( elektrotechnologie a mikroelektroniky v tzv. blocich,
kde si studenti mohli v sou¢innosti s laboratoremi katedry mikroelektroniky na kifemikovych deskach navrhnout a
realizovat jednoduché struktury a odzkouset jejich funkci.

Vybudovani a provoz laboratofi vyZzadovaly znacné Uusili jmenovanych pracovnikl, protoze se museli
soucasné vénovat béznym pedagogickym povinnostem. K této velké zainteresovanosti, kterd trvala témér 13 let,
zna¢nou mérou prispéla osobnost pana prof. Ing. Milana Kubata, DrSc. Nemalou mérou pak i jeho politicka
tolerance. Dnes to muzZe znit jako fraze, v té dobé to byl pro mnohé z nas dlilezity moment.

doc. Ing. Ji¥i Petr, CSc.

9.7 Spolupraca Katedry mikroelektroniky FEI STU Bratislava s Katedrou mikroelektroniky FEL CVUT
Praha

Spolupraca medzi Katedrou mikroelektroniky FEI STU Bratislava a Katedrou mikroelektroniky FEI CVUT
Praha sa zacdala hned po jej zaloZeni v roku 1977. Jej nositelmi boli dve vyznamné osobnosti ¢eskoslovenskej
mikroelektroniky, veduci katedier prof. Ing. Rudolf Harman CSc. a prof. Ing. Milan Kubat, DrSc. Obidvaja mali
velky prehlad o stave elektroniky a elektrotechnického priemyslu vobec a najma o potenciali, ktory pre ich rozvoj
predstavovala mikroelektronika. Pre zabezpecenie komplexného rozvoja elektroniky s mikroelektronikou ako
hlavnou hybnou silou, podporeného kvalitnou vedeckovyskumnou ¢innostou a vychovou vysokokvalifikovanej
generacie inZinierov a vedeckych pracovnikov sa rozhodujicim podielom zasluzili o vznik a smerovanie katedier
mikroelektroniky na technickych univerzitach v Bratislave a Prahe. Aj ich zdsluhou boli obidve katedry budované
ako kvalitné a komplexné vedeckovyskumné pracoviska, ktoré boli schopné vychovavat novd technicku
inteligenciu pre spolocensku prax. Velmi intenzivna spolupraca s podnikmi mikroelektronického priemyslu,
predovietkym s Teslou Piestany a Teslou RoZnov p. Radhostém zo strany Bratislavy a s CKD Polovodice Praha zo
strany Prahy, poskytovala potrebnu spatnu vazbu a potvrdzovala spravnost vyty¢eného smerovania. Potencidl
mikroelektroniky z nej vytvaral strategické odvetvie narodného hospodarstva a aj preto bola mikroelektronika
predmetom silného embarga zo strany vyspelych $tatov. StaZovalo to rieSenie uloh, ale napriek tomu bolo v
ramci uvedenej spoluprace vyrieSenych mnoZstvo vedeckovyskumnych a technickych uloh pre prax. O
vysledkoch vychovnovzdelavacej prace a rieseni vedeckovyskumnych uloh sa pracovnici obidvoch katedier
navzajom informovali na spoloénych vedeckych semindroch a stretnutiach katedier mikroelektroniky, ktoré boli
striedavo organizované prazskou a bratislavskou katedrou. Uvedené stretnutia podporovali vzajomnu vymenu
skusenosti a prispievali k nadviazaniu mnohych priamych kontaktov a spoloénému rie$eniu dloh. Pritomnost
zastupcov praxe len potvrdzovala déleZitost nastlpenej cesty.
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Po spolocenskych zmenach v roku 1989 sa situacia diametralne zmenila. V roku 1990 odstartovala Komisia
eurdpskeho spolocenstva program Tempus, spolo¢ny pre vtedajsie krajiny Eurépskej Unie i pre krajiny Strednej a
Vychodnej Eurdpy (SVE). Ciefom tohto programu bola vychova a vzdeldvanie ucitelov a Studentov z krajin SVE na
univerzitnej urovni, pricom sa predpokladalo s ich naslednym pdsobenim v materskych krajinach. Aj ked' islo o
edukacény program, jeho dopad na vedecko-vyskumnu a vyvojovu cinnost bol vyznamny. Program umoziioval
realizovat Ciastkové studium hlavne posluchaéov poslednych roénikov v zahranici, stdZzové pobyty ucitelov SVE na
zahrani¢nych univerzitdch i priamo u roznych spolo¢nosti, pobyty zahrani¢nych odbornikov na nasich
univerzitach, ale aj pristup k najnovsej vypoctovej technike i programovému vybaveniu, ¢o bolo predtym
embargované.

Katedry mikroelektroniky STU Bratislava, CVUT Praha a VUT Brno ziskali prvé skusenosti s programom
Tempus v projekte ¢. 1087 ,Pocitatmi podporovand vychova a vzdelanie, Computer Aided Learning and
Simulation Technologies”, ktory koordinoval HAP Hamburg a okrem spomenutych troch univerzit v tomto
projekte participovalo 20 partnerov z desiatich krajin (9 z Eurdpy a 1 z Austrélie). Projekt bol rieSeny v rokoch
1990 - 1993.

Katedry mikroelektroniky z technickych univerzit v Bratislave, Prahe a Brne spolu s Mesitom Uherské
Hradiste a Teslou Piestany podali v ramci programu TEMPUS navrh projektu ,Vychova a spoluprédca v oblasti
mikroelektroniky, Education and Collaboration in the Field of Microelectronics”, ktory bol vzhladom na
aktualnost problematiky prijaty a navrhnuty na financovanie. Projekt dostal Cislo 1565 a realizoval sa v obdobi
1991 — 1994. Riesenie projektu koordinovala Vysoka skola v Oostende (KIHWYV), Belgicko a podielali sa na nom
University v Bournemouthe, Hulle, Yorku z Anglicka, ako aj TEI Patras, Grécko. Clenmi konzorcia boli a na riedeni
sa zUcCastfovali aj Tesla PieStany a MESIT Uherské Hradiste. Koordinaciou projektu pre vsetkych 5 pracovisk vo
vtedaj$om Ceskoslovensku bola poverena Slovenska technickd univerzita, konkrétne Katedra mikroelektroniky jej
Elektrotechnickej fakulty. Koordinatormi na univerzitach v Bratislave, Prahe a Brne boli veduci katedier
mikroelektroniky: doc. Ing. Marian Vesely CSc., doc. Ing. lvan Adamcik CSc. a prof. Ing. Jaromir Brzobohaty, CSc.

Uvedeny projekt pokryval progresivnu oblast mikroelektroniky, ktorou bola technoldgia, ndvrh a testovanie
VLSI obvodov aj s prislusnym programovym vybavenim, optoelektronika, Cislicové spracovanie signalov,
elektromagnetickd kompatibilita, elektrické a analytické metddy charakterizacie prvkov, Struktir a systémov. V
kazdom akademickom roku v ramci projektu absolvovali posluchddi z Bratislavy, Prahy a Brna bud' cely zaverecny
ro¢nik, alebo len diplomovu pracu (posledny semester) na niektorej zahrani¢nej iniverzite z partnetrov projektu.
Diplomové prace boli vypracivané v zahrani¢i aj u firiem. Nakoniec na zdver akademického roku boli
organizované Statnice a obhajoby diplomovych prac tychto posluchacov v Oostende, Belgicko za ucasti Komisie
pre obhajoby z Bratislavy, Prahy, Brna i Piestan a odbornikov zo vSetkych zahrani¢nych partnerskych univerzit i
renomovanych firiem.

Stcastou projektu boli aj zahraniéné pobyty pre uéitefov a vyskumnych pracovnikov. Uéitelia z STU, CVUT a
VUT absolvovali stdZze na zahrani¢nych partnerskych univerzitdch. Odbornici z partnerskych zahrani¢nych
univerzit v ramci stdZovych pobytov v Bratislave, Prahe a Brne predndsali nasim poslucha¢om a doktorandom v
ramci existujucich predmetov. Vyznamnou skupinou zapojenou do projektu boli doktorandi. Mnohé dizertacné
prace vznikali zo spoluprace so zahrani¢nym partnermi projektu, pricom experimentalne casti prac sa neraz
realizovali v spolupracujicich firmach v zahrani¢i. Vdaka tomuto projektu sa STU, CVUT a VUT otvorili brany
vyznamnej mikroelektronickej institicie IMEC Leuven, Belgicko. Pobyty pre ucitefov, vyskumnych pracovnikov,
doktorandov i Studentov len podciarkli mozZnosti vzajomnej spoluprace. Spolupraca pokracovala po naplneni
cielov tohto projektu v ramci dalSich, prevaine vedeckych projektov. Vyznamnym prinosom projektov Tempus
vseobecne a tohto projektu konkrétne bolo vybavenie katedier Spickovym hardvérom a softvérom z prostriedkov
projektu. V ramci konzorcia Eurochip (teraz Europractice) bol ziskany pristup k navrhovym pravidlam pre
$pickové technoldgie. Clenstvo v uvedenom konzorciu dodnes umoZriuje obidvom katedrdam nékup $pickového
softvéru, vyrobu navrhnutych zakaznickych obvodov v progresivnych technoldgiach za vyhodné ceny.

Treba zdoéraznit, Ze pre katedry mikroelektroniky z technickych univerzit v Bratislave, Prahe a Brne bol
prave tento Tempus projekt mimoriadne Uspesny. Pracoviska ziskali pristup k Spickovym technoldgiam a boli
vychovani odbornici, ktori na jednotlivych katedrach zaloZili a dodnes rozvijaju novu progresivnu oblast navrhu
I0 (ASIC) a mikrosystémov. Jednotlivé katedry sa stali medzinarodne uznavanymi pracoviskami, dostali sa do
povedomia univerzitnych i firemnych pracovisk, coho logickym vysledkom bolo ich Uspes$né zapojenie do rieSenia
celého radu projektov v rémcovych programoch EU a daldich medzinarodnych projektov (Esprit Atsec, Darts,
Demacomint a mnohé iné).

Aktudlnym prikladom pokracujicej Uspesnej spoluprace medzi prazskou a bratislavskou katedrou
mikroelektroniky a vyuzitia ich komplementarneho potencidlu je aj ich spolo¢na ucast v projekte 7 RP
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»MORGAN“ so zacCiatkom rieSenia od 1. novembra 2008. Projekt je orientovany na vyvoj novych materidlov a
technoldgii na baze viaczlozkovych polovodi¢ovych materidlov a ich Specidlnych aplikacii v mikroelektronike,
optoelektronike, senzorike a mikrosystémovej technike, ktoré komplexne pokryvaju zameranie
vedeckovyskumnej a vychovnovzdelavacej ¢innosti katedier.

Okrem intenzivneho zapojenia sa do medzinarodnej spoluprace sa rozvijali aj bilateralne styky a spolupraca
aj s tretou katedrou mikroelektroniky na VUT Brno. Od roku 1990 sa jednotlivé katedry v dvojro¢nom cykle
striedaju v organizacii pravidelnych odbornych stretnuti na tému ,Aktudlny stav a trendy rozvoja
mikroelektroniky” na ktorych sa zGcéastiiuju okrem zdstupcov uvedenych katedier aj zastupcovia z praxe.
Predmetom stretnuti byva prezentdcia aktivit jednotlivych pracovisk, vzajomna vymena skusenosti v oblasti
vychovnovzdeldvacej prace, vedeckovyskumnej ¢innosti a spoluprace s praxou. Priama Gcast zdstupcov z praxe
umozfiuje ziskavat spatnu vidzbu, nevyhnutnd pre inovécie pedagogického procesu a Studijnych programov
vyucovanych na jednotlivych univerzitach. V ramci spoluprace sa pracovnici jednotlivych katedier zucastriuji na
obhajobach diplomovych prac na partnerskych univerzitach, vypracovavaju posudky na doktorandské dizertacné
prace.

Zaverom mozno konStatovat, Ze uvedena spolupraca vyznamnym spdsobom prispela k vzajomnu
obohateniu jednotlivych pracovisk, pedagogickych a vyskumnych pracovnikov a tiez ku komplexnému rozvoju
mikroelektroniky v Ceskej a Slovenskej republike. Zasluhu na tom maju vietci pracovnici jednotlivych katedier,
ktori svojim entuziazmom a odbornostou prispievaju k rieseniu svojich uloh. Svojou aktivitou pod vedenim
medzindrodne uznavanych osobnosti, ktorymi boli, resp. su veduci katedier, ako Rudolf Harman a Milan Kubat v
obdobi do roku 1990, lvan Adam¢ik a Marian Vesely v obdobi zaciatku devétdesiatych rokov a Daniel Donoval a
Miroslav Husak v sucasnosti prispievaju k vzornej prezentdcii jednotlivych pracovisk a ich medzinarodnému
uznaniu.

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
doc. Ing. Marian Vesely, CSc.

9.8 Spoluprace s Ustavem mikroelektroniky VUT v Brné

Katedra (nyni Ustav) mikroelektroniky byla zaloZena k datu 1. zafi 1980. Jeji zaloZeni ovlivnil predevsim
prudky rozvoj vypocetni techniky, ktery si vynutil potfebny rist technologické zakladny v primyslu a potrebu
vyskolit nové inZenyrské kadry pro tyto nové se tvofici primyslové obory a vyzkumné Ustavy. Témér kazdy
vyrobni zavod, ktery se zabyval elektrotechnickou vyrobou, si budoval vlastni vyvojové pracovisté pro vytvareni a
aplikace progresivnich mikroelektronickych obvod.

O zfizeni oboru mikroelektronika a jemu odpovidajicich kateder usilovalo vedeni zavodd soucastkové
zékladny pro elektronické pfistroje a vypoctovou techniku. Byla to predevsim TESLA Roznov, TESLA Piestany a
CKD Polovodice v Praze. U odboru pro vysoké $koly ministerstva $kolstvi existovala komise expert(l pro pfestavbu
a modernizaci elektrotechnického studia. Clenem této komise byl i prof. Ing. Vladimir Mikula, CSc., élen katedry
radioelektroniky (KREL), ktery se podilel na vypracovani koncepce oboru mikroelektronika na elektrotechnickych
fakultach v Praze, Bratislavé a Brné. Jako ¢len vytvorené oborové komise pro mikroelektroniku spolupracoval na
vytvareni studijnich plantd tohoto oboru a osnové specializovanych predméta.

StéZejni vyzkumné pracovisté pro vyvoj mikroelektroniky a odpovidajicich technologii se sice nachazel v
Praze — vyzkumny Gstav TESLA VUST A.S. Popova — ale vyzkumem a vyvojem integrovanych obvod( se zabyvaly i
jiné instituce. Byla to zejména vyzkumna a vyvojovd pracovisté naseho nejvétsiho vyrobce bipolarnich
monolitickych integrovanych obvodd TESLA RoZnov, kam by hlavné smérovali absolventi oboru mikroelektroniky
z brnénské fakulty. Pfevainé pro oblast Cech a Prahy existovala jiz katedra mikroelektroniky na prazské Fakulté
elektrotechnické Ceského vysokého uceni technického (FEL CVUT), kterd vznikla v roce 1977 z pivodni Katedry
zakladU elektroniky a byla vedena prof. Ing. Milanem Kubatem, DrSc., ktery byl zarover protagonistou oboru (a
pozdéji federalnim ministrem elektrotechnického pramyslu). Prazskd katedra méla své zazemi v zavodé CKD
Polovodice, zabyvajiciho se vyrobou silnoproudych polovodicovych zafizeni, a ve vyzkumném Gstavu TESLA VUST.
Podobné pro stéZejniho vyrobce dCislicovych integrovanych obvod(l na bazi technologie MOS (Metal Oxid
Semiconductor) existovala vyzkumnd pracovi$té v zadvodé TESLA PieStany na Slovensku a lihni mladych
inZzenyrskych kadrd byla na Slovenské vysoké skole technické v Bratislavé, kde katedra mikroelektroniky vznikla z
plvodni katedry elektrotechnologie.
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V Brné byl povéren pripravou zfizeni katedry mikroelektroniky na FE prof. Mikula. Vydatné jej v jeho
snazeni podporoval tehdejsi rektor VUT prof. Ing. FrantiSek Koufil, DrSc. a dékan fakulty prof. Ing. Zdenék
Ertinger, CSc.

Po vyreseni kadrové situace v obsazovani akademickych funkcionafd na FE byl prozatimnim vedoucim
katedry mikroelektroniky jmenovan Ing. Jaromir Brzobohaty z katedry radioelektroniky (KREL), ktery se pravé
vratil z dlouhodobého a Uspésného puUsobeni na Univerzité v Sulejmanii v severnim Irdku, kde byl povéren
zaloZzenim a vybudovanim ustavu pro vyuku elektrotechniky. Své zkusenosti mél vyuzit i pfi budovani nové
katedry. Pro katedru byli dale uvolnéni pracovnici predevsim z KREL, ktefi se zabyvali vyukou elektronickych
soucastek (doc. Ing. Zdenék Pinos, CSc., Ing. Jan Ondrak a Ing. Jana Trunkatova), z katedry automatizace a méfrici
techniky pracovnici, ktefi se zabyvali stavbou a konstrukci elektronickych pfistroja (Ing. Pavel Legat a Ing. Radimir
Vrba, CSc.) a z katedry teoretické a experimentalni elektrotechniky Ing. Vit Peslar, ktery pracoval i jako tajemnik
katedry. Jako kadrova posila byl do poctu katedry zaclenén i feditel Ustavu pfistrojové techniky (UPT) CSAV prof.
Ing. Armin Delong, DrSc. Prvni sekretarkou byla Jarmila Fucikova.

Pro prostory katedry byly vyclenény mistnosti, které doposud patfily ke katedre radioelektroniky —
kabinety, kancelare i laboratore. Kromé toho katedra ziskala i dvé mistnosti v dostavbé pod stfechou budovy na
Antoninské, kterd byla pravé dokoncena, a kde sidlilo vedeni katedry a sekretariat.

Katedra zajistovala vyuku profilovych predmétl v oboru mikroelektronika, ktery byl na fakulté zfizen od
$k.r. 1977/78 a nékterych pfedmétl v oborech radiotechnika, technicka kybernetika, telekomunikaéni technika,
automatizované systémy fizeni a elektronické pocitace.

Ucitelé katedry prednaseli a vedli cviceni v predmétech Elektronické prvky (Ing. Ondrak, Ing. Trunkétova),
Elektronické a mikroelektronické prvky, Elektronika materiald (doc. Pios), Elektronova a iontova technika (Prof.
Delong). Modelovani mikroelektronickych prvk( a obvodd (Ing. Vrba), Polovodicové struktury, Elektronické
pfistroje, Mikroelektronika (Ing. Brzobohaty), Technologie mikroelektronickych prvk( a obvodu, Optoelektronika,
Mikroprocesory (Ing. Legét) a Ekonomika a Fizeni Il (Ing. Peslar). Laboratorni cviceni se zatim konala v prostorach
byvalych pracovist, odkud byli pfefazeni ucitelé katedry.

V roce 1980 ziskal prozatimni vedouci katedry Ing. Brzobohaty védeckou hodnost kandidata véd (CSc.) a byl
jmenovan vedoucim katedry a v roce 1982 se habilitoval na docenta. Na katedru byli pfijati dalsi pracovnici: mezi
odborné asistenty mlady absolvent oboru Ing. Vladislav Musil, CSc., Ing. Ivan Szendiuch jako odborny pracovnik a
déle femeslnik z katedry elektrotechnologie FrantiSek Chuddacek a sekretarka LibuSe Horstovd, zatimco Jarmila
Fucikova presla na misto THP.

V dalSim roce 1983 je na katedru pfijat novy odborny asistent Ing. Frantisek Urban, CSc., ktery se zabyva
optoelektronikou a odbornd pracovnice Edita Bfinkova; oba prechodné sidlili v budové U2 v arealu na TOM 65
fakulty stavebni, kde se budovala laborator optoelektroniky.

Katedra se v roce 1984 rozrlsta o dalsiho odborného asistenta Ing. Jaromira Bogra a védeckého pracovnika
RNDr. Michala Horaka, CSc., ale katedru opousti Ing. Peslar. Tajemnikem katedry se proto stava Ing. Musil a Ing.
Vrba zastupcem vedouciho. Pracovisté hybridnich obvodli se prechodné stéhuje do prostori
védeckovyzkumnych laboratofi vodohospodarskych kateder FAST v Kninickach (1984 — 85).

V roce 1985 prechdzi na katedru silnd skupina pracovnik(l zabyvajici se vakuovou technikou z katedry
elektrotechnologie, ktera byla dislokovana na UPT CSAV v Kr. Poli ve sloZeni doc. Ing. Ladislav Fikes, CSc., Ing.
Jaroslav Bousek a Eliska Dovrtélova. InZenyfi Vrba a Legét se habilitovali na docenty a Ing. Bogr obhajil disertacni
praci (CSc.).

O prazdninach v roce 1986 se katedra stéhuje do I. a Il. poschodi budovy U4, pfizemniho domku U15 a

patrové budovy U7 v aredlu na TOM 65 (nyni Udolni 53) do mistnosti po katedrach strojni fakulty, ktera ziskala
prostory v nové budové pod Palackym vrchem (Technickd 1). Pracovnici katedry zde zacinaji budovat
specializované laboratofe a to predevsim laborator elektronickych prvkl, mikroprocesorové techniky, hybridnich
integrovanych prvk(, optoelektroniky, vakuové techniky a dalsi. Na katedru pfichazeji novi inZenyti absolventi
oboru Ing. Bretislav Mucha a Ing. Petr Zidek a dva interni aspiranti Ing. Ivana Herboltovd a RNDr. Ladislav
Marecek a Ing. Jaroslav Havlik. Vedouci katedry doc. Brzobohaty je jmenovan dékanem fakulty a Ing.Szendiuch
obhajuje disertacni praci pro udéleni hodnosti kandidata véd (CSc.).
V roce 1987 je vedouci katedry jmenovan profesorem a Dr. Marecek obhajil disertacni praci (CSc.) a prechazi na
misto védeckého pracovnika. Pfichazeji dalsi absolventi Ing. Jifi Stfibrny, Ing. Jaroslav Ondrus, Ing. Petr Malek a
stazisté Ing. Ale$ Sekanina a RNDr. Eva Bochnickova. Ing. Musil byl jmenovan docentem. Edita Brinkova se
provdala a jmenuje se nyni Hejatkova.

V roce 1988 se Ing. Urban habilituje na docenta a je jmenovéan zastupcem vedouciho katedry. Z katedry
odchazi stazistka Dr. Bochni¢kova a pFichdzi Ing. Helena Lorencova, Ing. Petr Dobrovolny a Alena Kopecka. Z UPT
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CSAV je pfijat na katedru Mgr. Franti$ek Matéjka, odbornik na pfistrojovou techniku pro mikroelektroniku. Do
dilny k panu Chudackovi byl pfijat dalsi femeslinik Karel Kopfiva.

V roce 1990 prechazi z katedry elektrotechnologie dalsi skupina, kterd jiz sidlila v arealu na TOM 65 v
patrové budové U7 v Cele s doc. RNDr. Rudolfem Fiedlerem, CSc., odbornikem na elektronovou mikroskopii a
diagnostiku material(, dale skupina, kterd byla plivodné detasovana na FE z TESLY Roznov (Sdruzené vyzkumné
pracovisté pro diagnostiku kiemiku) Ing. Zdenék Rous, RNDr. Jifi Runstuk a RNDr. Jana Klanova.

V roce 1991 odchdazeji z katedry do dichodu ,prvkafi“ Ing. Ondrék a Doc. Pirios. Mezi doktorandy nastupuje
Ing. Dobrovolny, Ing. Lorencova a nové jsou pfijati Ing. Radek Haman a Ing. Miroslav Svejda.

V roce 1993 odchazi sekretarka Jana Wagnerova, misto ni je pfijata Petra Jedlickova, vedoucim katedry je
jmenovan doc. Vrba a jeho zastupcem doc. Legat. V dobé materské dovolené sekretarky (1998 - 2000) byla na
sekretariaté Jarmila Denemarkova. V roce 1998 byl jmenovan vedoucim katedry doc. Musil a zastupcem Dr.
Kolafik. V roce 2000 byl doc. Musil jmenovan profesorem.

Nyni néco k vyuce. Prvni studenti oboru mikroelektronika zacali studovat ve sk.r. 1976/77 v ramci
sdruzeného oboru Sdélovaci technika. Od $k.r. 1977/78 uz byli pfijiméani na obor od I. ro¢. a od Il. ro¢. a i v dalsich
Sk.r. studovali uz samostatné Ill.,, IV. a V. ro¢nik. Ve $k. r. 1981/82 kondilo prvnich 26 studentl oboru
Mikroelektronika. Vyuka probihala podle jednotnych osnov v celé republice, tj. vyuka na sesterskych katedrach
mikroelektroniky na CVUT v Praze a STU v Bratislavé byla velmi podobna té nasi.

Po roce 1989 zacdina vyvoj nabirat na rychlosti. Od $k.r. 1992/93 je provedena reforma studia na fakulté.
Katedry se prejmenovavaji na Ustavy. Obor Mikroelektronika se spojuje s oborem Elektrotechnologie v jeden
spolecny obor Elektrotechnicka a mikroelektronicka technologie. Ustavy ale z(istavaji rozdélené. Tento obor ma
problémy s poétem student(, proto otvirame novy obor

Elektrotechnicka vyroba a management ve spolupraci s Fakultou podnikatelskou.

Velky vliv na naplri vyuky Ustavu mikroelektroniky mél predeviim rozpad &eskoslovenského a Eeského
elektrotechnického a elektronického primyslu, kdy perspektiva zaméstnani a uplatnéni na trhu prace byla pro
absolventy nékterych studijnich oborl nejista. Zanik mnohych vyrobnich zavodu, které byly tradiénimi zajemci o
absolventy oboru Mikroelektronika se nutné promitl do zdjmu studentt o obor a nepfimo i do skladby a obsahu
studia.

Nejprve zavadime ,paralelniho bakaladre” podle modelu ,Y“ a nasledné ,sériového bakalare”, ktery je blizsi
britskému vzoru. Pevny studijni program byl nahrazen kreditnim systémem, zavedend volitelnost mnohych
predmétld ve vyssich rocnicich bez poZadavku na prerekvizity se negativné promitla do zdjmu studentl o
teoretické a narocné predméty. Nékteré predméty byly zruseny, u jinych byl redukovan pocet vyucovacich hodin.
Mnozi studenti davaji prednost snadnéjsi ,,prichodnosti” studia pred ziskanim kvalitnich a potfebnych znalosti.
Také nevyjasnénost koncepce bakalarského studia, jeho cile a naplné ovliviuji celkovy stav vysokych skol obecné.

V soucasné dobé zabezpecujeme spolu s Ustavem elektrotechnologie vyuku v bakalaFském studijnim oboru
Mikroelektronika a technologie a v magisterském oboru Mikroelektronika. TakZe po delSich peripetiich byla v
Brné opét obnovena vyuka mikroelektroniky jako oboru.

Zde bych chtél vzpomenout stéiejni ulohu, kterou mély pro formovani soucasné tvare Ustavu
mikroelektroniky programy TEMPUS. Ustav byl zapojen do tfi téchto mezinarodnich projekti, které pomohly
rozsifit vyuku navrhovych predmét a zlepsily materidlni vybaveni:

. TEMPUS JEP 1565 Education and Collaboration Programme in the field of Microelectronics (1993- 1995),
. TEMPUS JEP 0968-95 , Equator” Education for Quality Control in Electrical Industry (1996-1998),
. TEMPUS JEP 12348-97 ,Elegis“ Education for European Business and Law at Technical Universities

(1997-1999).

Dale pokracovaly dva projekty Socrates zamérené na vyménu student(, a to s KHBO Oostende (Belgie) a s
Bournemouth University (Velkd Britanie).

Reseni prvniho projektu koordinovala Katholieke Hogeschool v Oostende v Belgii, dale se podilely anglické
univerzitu v Bournemouth, Hullu a Yorku, fecka univerzita TEl v Patrasu a pramyslové podniky Tesla Piestany a
MESIT Uherské Hradisté. Koordinaci v tehdejsim Ceskoslovensku byl povéfen Doc. Ing. Marian Vesely, CSc.
katedry mikroelektroniky STU V Bratislavé a na spolupracujicich katedrach Doc. Ing. lvan Adamdik, CSc. a Prof.
Ing. Jaromir Brzobohaty,CSc.
ziskanych informaci, programového vybaveni i technickych prostfedkdl, ale predevsim v poctu studentd, ktefi
vycestovali na zahranicni univerzity. Soucasné projekty Long Life Learning z pohledu finan¢niho pfispévku i zajmu
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zapadnich univerzit prestavaji byt vyhledavané nasimi studenty a vyjezdy do tradicnich partnerskych univerzit
prakticky ustaly. Studenti vyjizdi predeviim do Spanélska, Recka a Ruska, kde s pispévkem cca 400 EUR mési¢né
relativné vystaci.

V soucasné dobé se ve vyzkumné oblasti Ustav mikroelektroniky zaméfuje na nasleduijici oblasti

3 Navrh a modelovani analogovych a smisenych integrovanych obvod( a nové analogové bloky

3 Mikroelektronické systémy a jejich aplikace

3 Pouzdreni, nevakuové technologie pro elektroniku, hybridni integrované obvody a povrchova montaz
(SMT)

. Nanotechnologie a mikrosenzory

Podobné jako u zrodu moderni vyuky mikroelektroniky staly projekty Evropské unie Tempus, tak vyzkumné
zaméreni Ustavu ovlivnily prvni vyzkumné projekty, které jsme resili v devadesatych letech s partnery ze zapadni
Evropy a kolegy z kateder mikroelektroniky v Praze a v Bratislavé:

. Copernicus 93:7399 , Darts” Data Automation for Real Time Signal Processing,

. Copernicus 94:0391 ,Ubista“ (1996 - 98) Unified Built-in Self Test Approach for Full Defect Testing in
Mixed Signal Devices,

. Copernicus 95:223 ,Sispas” Synthesis of Image and Speech Processing Algorithms on Silicon,

. Copernicus 94:793 ,Nexus” Paneuropean Network in Multifunctional Microsystems.

V poslednich nékolika letech se zvysil zajem navrharskych firem o nase absolventy, protoZe se zacina
nedostavat konstruktérd, zvlasté s uréitou mirou praktickych zkusenosti. Situace ve spolupraci s navrhovymi
firmami je jind neZ u klasickych elektrotechnickych vyrob. Prace firmy je ukondena Uspésnymi simulacemi
vysledného navrhu, tedy v etapé, kterd by se mohla charakterizovat jako odzkouseni prototypu. Je tedy spisSe
podobna stylu prace firmy piSici programové vybaveni. Dobrych navrhar je celkové kriticky nedostatek, ktery se
pravdépodobné podili i na zhorsujici se uZivatelské kvalité spotiebni elektroniky, kterou pozorujeme v posledni
dobé, kdy na trh pronikaji vyrobky s neuvéritelnym mnozstvim funkci, ale systémové a uZzivatelsky nepromyslené.

Co se tyce nejblizsi budoucnosti, potom mikroelektronika ma pred sebou slibnou perspektivu. Predpoklada
se stald poptdvka po modernich montaznich technologiich a po navrhafich integrovanych obvodl( a
pravdépodobné i navrhérich mikrosystéma. Cast pracovnich mist bude v zahrani¢i. Ve vyrobni oblasti je prognéza
pozitivni i v oblasti modernich montaznich technologii, jak ukazuji vysledky firem Celestika, Foxxcom a dalSich. Na
druhé strané také firmy z CR odchazeji, jako Flextronics, PSI-DA a nékteré dalsi. Situaci komplikuje momentalni
nedostatek inZenyrskych i stfedoskolskych i délnickych profesi a negativné se projevuji krizové vykyvy v
elektrotechnickém pramyslu.

Na zavér bych konstatoval, Ze téma vysokého Skolstvi je stale vefejné diskutovano a vyjadruji se k nému
mnohé osobnosti (napt. prof. Zlatuska, prof. Matéja, prof. Fiala a dalsi). Vysoké skoly musi v prvni fadé hajit své
zajmy v prostém fetézci ,dodavatelsko-odbératelskych vztah(” v némz by stfedni Skoly dodavaly vhodné
predpfipraveny material, jenz po prislusSném doskoleni a opracovani v prostredi vysoké skoly hladce vklouzne do
volnych pozic na trhu prace, zde i v zahranici.

Zodpovédna stiedni i vysokd Skola nechce vzdélavat budouci nezaméstnané a u nasich skol se tak nedéje,
prozatim. Podle nékterych nazorl (které je tfeba naléhavé odmitnout) nejvyssim a hlavnim poslanim vysoké
Skoly je byt manufakturou (trznim subjektem) zdsobuijici trh prace, a to zejména ten pravé aktudlni. Z dynamiky
soucasného trhu prace prameni fada fatadlnich obtizi, na néZ narazi snaha o permanentni obsahové vyladovani
vzdélavaciho systému na pravé aktudlni konkrétni poptavku po pracovnich silach. V fadé oblasti prosté nezbyva
nez akcentovat ve vzdélavani obecné a prenositelné kompetence, pokud vétSinu lidi ¢eka béhem Zivota
vicendsobna zména profese.

Zakladnim cilem v dnesni situaci, kdy se na vysoké skoly hlasi populaéné slabsi roc¢niky, nastava potreba
novym zplisobem oslovovat potencialni zdjemce o studium. Hodné se hovofi o informacnich a komunikacnich
technologiich. Na Fakulté elektrotechniky a komunikacnich technologii v soucasnosti vyélenéno pro vyuku 1450
pocitact PC (3709 na celém VUT), to je v prepoctu 2,7 studenta na jeden pocitac. A to bez ohledu na to, zda
pravé probihd akce ,Internet do skol“ nebo ,Internet ze Skol“. Mnohem vétsi nesndaze mame s obsahem
studentskych praci, s jejich kvalitou - ,cesta nejmensiho odporu” je vSudypfitomnd, at je to opsany protokol
nebo ,taylorized study plan“, obvykle spojeny s rozvolfiovanim studia. Potom aZ u statnich zkousek se komise
divi - co vSechno ze zakladni latky ,se nebralo”). Zde neni jiné cesty neZ solidni a pfimérené narocna vyuka s
vyraznym prvkem samostatnosti a soustavnosti.
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S nastupem strukturovaného studia na vysokych Skolach to je zfetelné, vychovat za tfi roky bakalare neni
snadné, nedafi se to plné ani v zemich odkud tento model pochdzi. Metodika bakalarské vyuky je na samém
zacatku a zkusenosti z plivodniho pétiletého modelu studia nam pfilis nepomahaji.

prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.

[1] PINOS, Z.: 20 let Ustavu mikroelektroniky. In: 20 let Ustavu mikroelektroniky. Sbornik praci. Nakl. Zdenék
Novotny, Brno 2000, ISBN 80-214-1781-1, str. 5-9

9.9 Zdokonalovaci vychova pro ucitele v ramci programu Tempus

KIH WV Oostende, Belgie 1. 10. 1991 - 15. 2. 1992 . Hlavni napln stdZe je mozno rozdélit do tfech hlavnich
Casti, kazdé priblizné v délce jeden a pal mésice:
1. Seznameni se zplsobem vyuky na KIH WV. Prvni ¢ast staZe spocivala v navitévovani pednasek a laboratornich
cvideni, pripravenych pro deset student(i z Ceskoslovenska. Nékteré z nich byly spole¢né pro &eskoslovenské i
pro belgické studenty a bylo tedy mozno vysledovat zplsob vyuky na KIH WV. Vzhledem k nepfili§ velkému
hodinovému rozsahu prednasek pro jednotlivé predméty se prednasejici musel omezit
spiSe na vysvétleni zdkladnich poznatk( a zna¢na ¢ast latky byla prevedena na samostatné studium z doporucéené
literatury. Projekcni technika (zpétné projektory) byla vyuZivana asi ve stejném rozsahu jako na nasich Skolach
(podle vkusu p$ednasejiciho). Caste¢né byla vyuZita velmi dobfe vybavena ucebna umoZiiujici projekci
videozdznam( a nebo projekci grafickych vystupl z pocitace. (velmi efektivni zplsob vytvareni
grafického doprovodu prednasek). V zavéru staze bylo také mozno sledovat zplsob provadéni
zkousek. Vsechny byly zaloZzeny na pisemném vypracovani s naslednym Ustnim provérenim. Vétsinou byla
pouZita pouze jedna sada otazek pro celou studijni skupinu. Vysledky byly oznamovény aZ po skonceni
zkouskového obdobi ve formé poctu dosazenych bodi ze sta moZznych. Studium na KIH WV je Ctyrleté, cemu
odpovida rozdéleni vyuky do jednotlivych rocnikd. Prvni dva roky jsou spole¢né pro vSechny obory zahrnujici
obory chemie, biochemie, elektrotechniky, elektromechaniky, elektroniky a stavebnictvi. Specializovana vyuka
spadd az do 3. a 4. ro¢niku. V oboru elektronika je orientovana predevsim prakticky na zvladnuti prace se
systémy pro navrh integrovanych obvodd. Také téma diplomové prace je voleno vétsinou z této oblasti.
Vypracovana je v poslednim ro¢niku v Uzké spolupraci s priimyslovymi podniky.

. ReSeni ukolu v olasti simulace analogovych integrovanych obvod(. K dispozici byl program HSPICE
implementovany na pracovnich stanicich HP APOLLO. Po Uvodnim seznameni s moZnostmi poskytovanymi timto
programem nasledovala prakticka ¢ast. Ukolem bylo vytvoieni knihovny parametrd model( tranzistord.
. MOS pro rGzné technologie, umoznujici zachytit vliv efektivni délky kanalu na jednotlivé parametry. Pro
feseni bylo pouZito nekolik spocidlnich prikazli a technik programu HSPICE. Vytvorend knihovna byla ovérena
pomoci simulaci jednoduchych obvodli CMOS. Ziskané poznatky o moZnostech programu HSPICE prevysujici
schopnosti programt SPICE & PSPICE byly shrnuty na piednéice pro studenty a ucitele z Ceskoslovenska.
. Navrh digitalnich 10 na bazi standardnich bunék. Po Gvodnim seznameni s rlznymi navrhovymi systémy a
programy (CAMELEON - pro navrh zakaznickych |0 v tranzistorové Urovni, HILO - pro logickou simulaci digitalnich
10, MENTOR GRAPHICS a SOLO pro navrh |0 na bazi standardnich bunék) byl zvolen systém SOLO 1400,
vzhledem k tomu, 7e mé byt prvnim programem piedanym pro pouZiti v Ceskoslovensku, pro realizaci navrhu
predem specifikovaného obvodu. Jednalo se o digitalni ¢ast pfistroje pro zdravotnické aplikace - generdtor
specifickych pulsd. Obvod byl zadan ve formé schematu z diskrétnich soucastek a popisem funkce.

Soucasti staze byl zdokonalovaci kurz anglictiny. V ramci staze byla téZ umoZnéna konzultace v IMEC Leuven
s odborniky v oboru simulace polovodiovych struktur. RovnéZz v Leuven u firmy Philips byla prednesena
informace o katedfe mikroelektroniky v Praze v ramci prezentace projektu TEMPUS pro manazery firmy. Staz
splinila svdj hlavni Ucel - zvysSeni znalosti v oboru navrhu integrovanych obvodd. RovnéZ praktické poznatky a
zkusenosti ze zplsobem vedeni vyuky na KIH WV budou pfinosem pro
vyuku na nasi skole.

doc. RNDr. J. Voves, CSc.
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9.10 Setkavani kateder mikroelektroniky z Prahy, Brna a Bratislavy a zastupct primyslu

Jiz v zacatcich existence katedry Mikroelektroniky dochdazelo nejen k pravidelnym setkanim pedagogl a
védeckovyzkumnych pracovnikil kateder stejného ¢&i podobného zaméreni z celého Ceskoslovenska, ale i k
setkanim s pracovniky Ustavd Akademie véd (FzU CSAV) a dal3ich spolupracujicich organizaci (CKD Polovodice
Praha, Tesla RoZnov a dalsi). Tato setkani byla pravidelné jednou ro¢né a jednotlivé katedry se v nich vice ¢i méné
pravidelné stfidaly. Tato setkani méla za zaklad obvykle pedagogiku, doplnénou problematikou védy a vyzkumu
na katedrach.

Pedagogickou napini byla zejména jistd koordinace osnov a vlastni naplné jednotlivych predmétd, které
byly na jednotlivych katedrach prednaseny, vyména nejen zkuSenosti, ale i konkrétnich vyukovych materiald
(blany na promitani, skripta a materialni vzorky pro vyuku). Osobni kontekt mezi pfednasejicimi shodnych nebo
podobnych predmétd pak pretrvaval v osobnich navstévach na spratelenych katedrach, telefonickych a pozdéji i
emailovych kontaktech. To pfispélo ke zkvalitnéni vyuky nejen v Praze, ale zfejmé i na jinych katedrach
mikroelektroniky v republice.

Po strance véd vyzkumné se fesila zejména problematika statnich vyzkumnych tkold v SirSim kolektivu, nez
byl vlastni kolektiv fesitel(. Mélo to pozitivni vyznam na informovanost jednotlivych pracovnikd védy a vyzkumu,
ale i pedagogl o tom, co se fesi na spratelenych katedrach, ale i na katedre vlastni v jiné odborné skupiné.
Pracovnici z primyslu pedagoglim predavali praktické poznatky, které jinak jsou pedagogiim obvykle z divodu
technologického utajeni nedostupné. Pro pracovniky katedry pak tato jednani ¢asto vyustila v dohodu o
placenych hospodaiskych smlouvach s podniky a to pro né bylo pfi jejich vysi platu ¢asto dost podstatné.

Vzhledem k tomu, Ze setkdni byla vyjezdni (v pfipadé naseho poradatelstvi mimo Prahu do fakultnich
objekt na Temesvaru u Pisku a na Prenet na Sumavé) a vicedenni, byl pedagogicky a védecky program vzdy ve
vecernich hodinach, pripadné v sobotu a v nedéli doplfiovan sportovnimi a spolecenskymi akcemi, kde dochazelo
k prohlubovani neformalnich vztahl pracovniki naseho oboru. PfiloZzené fotografie pochazeji ze setkani kateder
mikroelektroniky a spolupracujicich instituci z 10. -14. 6. 1983 a to praveé z té Casti, kterd odlehéenym zplsobem
navazovala na predchazejici odborna jednani. TakZze nejen odborna napln nasich setkdni byla ddvodem velkého
zajmu spolupracujicich organizaci a jejich pracovniki o Ucast na téchto setkanich, coz bylo vidy zadsadné
omezovano ubytovaci kapacitou obou rekreacnich zafizeni, jak Temesvaru, tak Prenetu.

Za vyznamné vyjezdni zasedani katedry lze povaZovat v roce 1990 nékolikadenni jednani ve Skolicim
stiedisku CVUT v Temesvaru (u Pisku). Na tomto jednani zacaly prestavby studia pod vlivem tehdejsich udalosti.
Jako technicky prostfedek se zacaly vyuZivat PC, kday k nékoika monitorim meéli pfistup vsichni zpCastnivsi se
pedagogové a pfitomni pozvani studenti. Na tomto jednani vzniklo zaméreni aplikovanad elektronika, které
uréovalo dalsi smér pedeagogického vyvoje a to predevsim k zajisténi praktickych palikacnich zanlsoti pro
studenty. Zde byl pouze zacastek, a postupné nasledkovaly jedna prestavba za druhouz, ¢asto ve velkém
¢asovém shonu, bez analyzy dopadu predchozich opatfedni, apod.

Po roce 1990 se frkvence setkavani kateder sniZioa, ale nezanikla ani po rozdéleni republiky. Tato doba byla
poznamenana rozvolnénim osnov vyuky, kazda skola si zacala podle svych podminek osnovy uzplsobovat. Pfesto
Ize Fici, Ze zakladni osnovou setkavani kateder byal vidy pedagogicka, vyzku a spoluprace s prdmyslem, popf.
zahranicni spolecné projekty.

Po rozdéleni republiky se uskute¢nilo 16. setkani katedry mikroektroiky z Prahy, Bratisalvy a Ustavu
mikroelektroniky z Brna 3.-5.6.1999 v Turecké — Salasky na Slovensku. Jednani se ztcastnilo 23 lidi z FEI STU
Bratislava, VUT Brno, CVUT Praha s hosty z DIOTEC Radogind, SEI Piestany, TESLA SEZAM, Roznov, HIT Uherské
Hradisté a MCDC RoZnov p. Radhostém. Na tomto jednani byl prezentovan vyzkum katedry mikroelektroniky ve
tfech odbornych skupinach podle autentického obrazku.

Dalsi setkani s nazvem ,17.INTERNATIONAL BWORKSHOP“ se uskutecnilo 19.9. — 21.9.2001 v Penzionu
Cerveny mlyn v Cervené Reici. Jednani se zt&astnili zastupci katedry mikroelektroniky CVUT v Praze, katedry
mikroelektroniky FEI STU v Bratislavé a Ustavu mikroelektroniky FEI VUT v Brné a V3B v Ostravé. Pfedmétem
jednani byly pedagogické zkusenosti a soucasné studium vcéetné predmétd, strukturované studium (bakalarské a
magisterské studium), doktorské studium, uplatiiovani absolventld v praxi. Vazby na firmy tuzemské, event.
zahranicni, védecko-vyzkumné zaméreni kateder v soucasnosti, granty a mezinarodni projekty, védecko-
vyzkumné projekty na fakulté (Vyzkumné zaméry), finance ve védecko-vyzkumné cinnosti, spoluprace s praxi a
vecerni diskuze pfi ohni, opékani a vinu.

,18. INTERNATIONAL mWORKSHOP* se uskutecnil 9.6. — 11.6.2004 v hotelu RELAX v Roznové p. Radhostém.
Pfredmétem jednani bylo Zahdjeni nového bakalaiského a magisterského strukturovaného studia, Obor
Elektronika ve strukturovaném studiu, zahajeni nového bakalafského a magisterského strukturovaného studia,
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koncepce vyuky pro obor Mikroelektronika v tomto desetileti v podminkach CR a SR - Co ucit a co jiz neucit z
pohledu toho co mUze soucasny absolvent potfebovat/nepotiebovat (nikoliv z toho, co existujici pedagogicky
sbor umi ¢i neumi), Navrhové systémy pro ndvrh 10 na pracovnich stanicich SUN s implementovanym SW, dalsi
poznatky ze studia magisterského oboru Elektronika, organizace doktorandského studia, poznatky doktorand( ze
studia doktorského studijniho programu Elektronika, Spojeni university s praxi - personalni, hmotné a odborné,
pfinosy pro partnery, VyuZiti zkusenosti pracovnikd prichazejicich z praxe na universitu - pfenos znalosti do
universitniho prostredi, pfiprava odbornikl pro transfer technologii z vysokych skol do praxe, vysoké skoly jako
katalyzator/motor ekonomického rozvoje regiony, Zkusenosti z vyuZziti elektronickych informaénich systémd na
fakultach pfi podpore vyuky, v organizacni praci, rozsifovani informaci, VyuZziti pocitacové sité pro podporu vyuky
a rozvoj védecko-vyzkumnych aktivit na pracovisti, Vyuziti informacniho universitniho informacniho systému,
ZkuSenosti z pripravy zahrani¢nich projektl. Obrazek z prezentovani studijniho oboru Elektronika s jednotlivymi
zamérenimi.

Posledni setkani kateder ,19. INTERNATIONAL mWORKSHOP, se uskutecnil 19.6. — 20.6.2006 v Malé
Ludivné mezi Zilinou a Dolnym Kubinom (pri Zazrivej). Program byl standardni - Analyza aktualneho stavu a
trendy rozvoja mikro-, opto- a nanoelektroniky, Vychovno-vzdelavaci proces (prestavba studia, vplyv aktudlnych
trendov rozvoja, Studijné programy bakalarskeho a inZinierskeho $tudia, individualne formy vychovy, e-learning),
Vedeckovyskumna ¢innost (grantové projekty, medzindrodna spolupraca a medzinarodné projekty), Spolupréca s
praxou (definovanie poZiadaviek na vychovu a formovanie profilu absolventov, riesenie vedeckovyskumnych
uloh na baze projektov a kontraktov). V prezentacich byl uveden napt. vékovy priimér pracovnikt CVUT.

Vybrané fotografie ze zasedani kateder jsou uvedeny v pfiloze Ill.

prof. Ing. Miroslav Husak, CSc.

Konference OS Polovodice JCSMF poradané katedrou

Kromé téchto setkani kateder mikroelektroniky v pomérné malém kolektivu okolo 40 osob organizovala
fyzikalni skupina katedry Mikroelektroniky (Kode$, Vavfina, Krejcifik jako jednatelé, Jirasek, Sloup, Samek,
Vobecky, Tulach, Hazdra, vsichni jako organizatofi) v ramci odborné skupiny Polovodi¢e Jednoty ceskych
matematik( a fyzikl pravidelné odborné konference s Cisté polovodi¢ovou naplini a to ve Skolicim zafizeni
Ceskoslovenské akademie véd na zamecku v Liblicich u Mélnika.

Tyto konference se vzhledem k vysokému procentu zucastnénych vysokoskolskych pedagogt konaly vidy v
terminu zimniho zkouskového obdobi a obdobi bez vyuky. | tato setkani Sirokého spektra pracovnik(i v oboru
polovodicu byla vicedenni (obvykle obsahujici opét sobotu a nedéli) a Gcastnilo se jich okolo 200 ¢lent odborné
skupiny Polovodi¢e JCSMF z vysokych $kol, Akademie véd a pramyslovych podnikd. Fyzikalni aspekty
mikroelektroniky byly na téchto konferencich vidy hojné zastoupeny a z konferenci byl vidy vydavan sbornik
referatd. Po roce 1989 bylo poradani téchto konferenci zastaveno.
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9.11 Stav mikroelektroniky v roce 1991 (rozhovor s prof. Harmanem, doc. Adaméikem a Ing. A¢em,
otistény v Technickych novinach)

Jaky bude smér a mozZnosti uplatnit pfi navrhu novych elektronickych zafizeni pouZiti zahranicnich
integrovanych obvodu?

Ing. V. A&: Je to ekonomicky problém. Jde viak o to, jestli jsme schopni stejné tak laciné vyrobit zafizeni. Vyznam
dovozu soucastek ma smysl jen tehdy, jestlize dokazeme laciné nakoupené draho prodat.

prof. R. Harman: Navrhovat nové elektronické zafizeni z bézné dostupnych zahrani¢nich obvodl muize nemusi
byt Uspésné. Mohou tak vzniknout zfizeni, které nebudou mit lepsi vlastnosti jako ekvivalentni zafizeni na
svétovém trhu. Nasi vyrobci jich dodaji zpravidla pozdéji neZ jini vyrobci a proto jen téZzko mohou byt Gspésni.
Zafizeni s novymi anebo Spickovymi vlastnostmi témér vidy pouZivaji svoje ,podnikové” specidlni prvky nebo
aplikacné specifické integrované obvody, které nejsou dostupné na trhu. Ty ,zabezpecuji” prodejnost zatizeni a
uspéch firem. Samozrejmé nové systémové reseni s novymi vlastnostmi s pouzitim béznych mikroelektronickych
prvk( a obvodl budou uUspésné. Jen vytvoreni novych vlastnosti zafizeni z béznych prvkd je velmi malo
pravdépodobné. ,Vyvojafi“ mnohych novych elektronickych systémd se uz roky snazi byt Uspésni na trzich
maximalné mozZnou digitalizaci a stale vétsi integraci rozlicnych funkci na jednom cipu anebo polovodi¢ové

doc. I. Adamcik: Myslim si, Ze se rodi podminky n to, aby uZ nic nebranilo vyuZivat také u nds pfi navrzich a
konstrukcich novych elektronickych zafizeni zahranicni integrované obvody. Véfim, ze nékteré obvody, které se
vyrabéji u nas se mohou prosadit i v silné konkurenci.

Jaky je podle Vaseho nazoru stav technického vybaveni v TESLE a jaké jsou moZnosti uplatnéni nynéjsi
mikroelektroniky u nas?

prof. R: Harman: Neznam presné soucasny stav v TESLE. Vim, Ze prvky a obvody s ndvrhovym pravidlem s
nejmensim rozmérem motivl na maskach cca 2@m je mozné vyrobit v nasledujicich podminkach. VyZaduje to
tvrdou a tvofivou praci, disciplinu, vyuZivani pracovni doby, zmenseni sortimentu.

Ing. V. A& Mozno Fici, e technologické vybaveni u nas odpovida poloving osmdesatych let ve svétg, tzn., 7e jsme
schopni udélat integrované unipoldrni obvody s poctem soucastek fadové do stotisic a vic. Zabezpecit novou
technologii, to je otdzka financni, takze se to podafi je tehdy, jestlize se podafi najit dobrého zahrani¢niho
partnera.

doc. I. Adamcik: Z pohledu svétového ¢i evropského je to stav velmi Zalostny. Nevidim vsak divody, pro¢ by se
mikroelektronika u nds nemohla uplatnit. Dokonce to obratim: uplatnit se musi. AZ v roce 2000, tj. za necelych
devét rokd bude elektronicky priimysl dominantnim primyslem vibec, bude prevladat nad automobilovym,
chemickym apod. Nejsme bandnova republika, zZijeme ve stfedni Evropé, musime tuto skutecnost vidét a
nesmime s tim nepocitat. Byla by to dalsi nase osudna chyba.

Proc je stav mikroelektroniky u nas takovy, jaky je?
doc. I. Adamcik: Je to predevsim chyba starého rezimu, za ktery, bohuzel i v této oblasti neseme tézké nasledky.

prof. R. Harman: Je to vysledek mnoho parametrového procesu. Podle mého nazoru pri¢inami bylo anebo jsou
nepochopeni ze strany statnich organ(, vyznamu a dlleZitosti moderni mikroelektronické soucdstkové zaklady
pro celou spolecnost, nejvice po roce 1968, nevhodnost planovacich metod, absence autoregulacnich prvkd v
rozvoji hospodafrstvi, Spatna mezinarodni spoluprace v pfislusné oblasti a izolace od svéta, vyvoj vyroba
obrovského sortimentu mikroelektronickych vyrobkd, ptisné embargo na rozhodujici zafizeni a know-how atd.
Podle zahrani¢nich odbornik(l je vychova studentd na Katedfe mikroelektroniky Elektrotechnické fakulty
Slovenské technické univerzity ve vlastni mikroelektronice a optoelektronice porovnatelna se zahranicim,
napriklad s vysokymi Skolami v zapadni Evropé. Tato vychova, opirajici se u nas dlouhodobé o systematickou
vyzkumnou praci, vytvari lidsky potencial, ktery se vsak nedafilo dobre vyuZzit.
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Ing. V. A&: Je teba si uvédomit, 7e zabezpetit nové technologie neni lacind zaleZitost. Vechny svétové firmy,
které posouvaji oblast mikroelektroniky dopredu, ziskavaji velké finan¢ni dotace od vlad. Nase investice v této
oblasti predstavuji miliardové Castky, takZe je mozné fici, Ze na vic jsme neméli a asi ani v nejblizsi budoucnosti
mit nebudeme. Musime se spokojit s tim, Ze nebudeme na vrcholu ve svété, ale mizeme velmi ucinné
podporovat nas elektronicky a strojarsky primysl na dosahnuti relativné dobré svétové drovné.

Jaké ulohy by méla sehrat Skola pfi rozvoji mikroelektroniky? Ma vyznam u nas vychovavat napfiklad navrhare
obvodii?

Ing. V. A& Je jisté, 7e bez kadrli se mikroelektronika rozvijet neda. Skola v kaidém piipadé musi nadale
»produkovat” vysokoskolaky schopné pracovat v oblasti mikroelektroniky. Nejde jen o oblast technologickou, ale
i 0 oblast konstrukéni, je tfeba zabezpedovat i aplikaéni sféru, ktera je velmi dileZita. Je tfeba poznat souvislosti
mezi moZnostmi technologie a aplikace, to dokazi je takovi studenti, ktefi se specialné vychovavaji na poznani
problém0 mikroelektroniky. Zakaznické obvody bez navrhard se uskutecnit nedaji, proto musime vychovavat i
navrhare a orientace studentl musi mit Sirsi zabér. Napfiklad ndvrhar musi ovladat fyzikdlni moznosti struktur,
musi védét, co dokaze odborné zaméreni.

doc. I. Adaméik: Skola musi vychovavat schopnych odbornik( oblasti mikroelektroniky. Na nasi fakulté za¢iname
ucit ndvrh ASIC. Navrhovat, vyrabét a v praxi aplikovat tento typ integrovanych obvodd je i v nasich podminkach
jednoznacéné vyhodné. Kazdy posluchac nasi specializace by mél miz za sebou nédvrh jednoho integrovaného
obvodu, ktery by se realizoval i v praxi. Navrh integrovanych obvod( je oblast, kterda poskytuje velmi Siroké
moznosti na rozvoj kreativity mladych lidi.

prof. R. Harman: V oblasti mikroelektroniky, a dnes jiz téZ Uzce s ni svazané optoelektroniky vyuZivajici také
mikroelektronické technologie tfeba na vysokych Skolach, rozvijet modelovani a simulaci, pocitacem
podporované projektovani a vyvoj novych technologii. Je dilezZité, aby vsichni studenti v elektronickych a
pocitacovych oborech presli na vyuku CAD integrovanych obvod(, samoziejmé v rlzném rozsahu a ziskali
prislusné poznatky a zkuSenosti. Ve svété se dnes velka vétsin novych obvodovych a systémovych feseni vyviji jen
integraci na Cipu. Proto si myslim, Ze elektronické podniky se musi nevyhnutné zaobirat navrhem svych
zakaznickych anebo polozakaznickych obvodd Jinak budou délat pomocné prace. Tézko fici, jestli Uspésné.

Je anebo bude mikroelektronika u nas ziskova?

doc. I. Adamcik: Ve vSeobecném a velmi Sirokém pojeti jisté ano. Z pfisné ekonomického pohledu pevné vérim,
Ze také. Vzdy to vSechno bude zaviset do velké miry od kazdého z nas.

Ing. V. A& Ziskova bude v této oblasti o které hovofime. To znamend, v novych vécech pro piimé priimyslové
aplikace. V soucasnosti to mliZze byt napf. program cCipovych karet, oblast telekomunikace, mizeme pfispét k
rozvoji téchto obor( ve svété.

prof. R. Harman: Mikroelektronika je tak ddlezZita z hlediska celé spolecnosti, Ze vSude, kde se péstuje a rozviji, je
podporovana statem, Je ,hardwarom” informatiky, zabezpecuje ,hardwarové” zpracovani informaci v
telekomunikacich. Hlavné vyzkum, vyvoj a rGzné velké projekty dostavaji statni dotace. Pfi vhodném vybéru
vyrobk( a splnéni dalSich podminek, mlZe byt i u nas mikroelektronicka vyroba ziskova. Z ekonomického
hlediska je velmi zajimava hybridni mikroelektronika, které nepotiebuje velké investi¢ni naklady.

Velehrachovd, D. : Sest otazok — osemnast odpovedi, Technické noviny, roé. XXXIV, &islo 7, 199
Poznamka: Clanek pro Géely Almanachu byl pfepsan v éestiné (v originale je ve slovensting).

130



10. Seznam publikaci

Odborné knizni publikace

Husak M. : Mikrosenzory a mikroaktuatory, 1. vyd., Academia 2008, 544 s., ISBN 978-80-200-1478-8
Foit, J.: Electronics Fundamentals, 1.vyd. Praha: CVUT, 2008. 278 s. ISBN 978-80-01-03959-5

Foit, J.: Hudec, L., Zaklady elektroniky, 1. vyd. Praha: CVUT, 2008. 396 s.

Zahlava, V. OrCAD 10, 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2004. 224 s. ISBN 80-247-0904-X.

Rozehnal, Z. Mikrokontroléry Motorola HC11, 1. vyd. Praha: BEN - technicka literatura, 2001. 192 s. ISBN 80-
86056-77-5.

Vobecky, J. - Zahlava, V. Elektronika - soucastky a obvody, principy a priklady, 2. vyd. Praha: Grada, 2001. 192 s.
ISBN 80-7169-884-9.

Vobecky, J. - Zahlava, V. Elektronika - soucastky a obvody, principy a priklady 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 180 s.
ISBN 80-247-9062-9.

Vanicek, F. Elektronické soucastky. Principy, vlastnosti, modely, 1. vyd. Praha: CVUT, 1999. 357 s. ISBN 80-01-
01897-0.

Z3ahlava, V. OrCAD pro Windows, 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 121 s. ISBN 80-7169-876-8.

Zahlava, V. - Rozehnal, Z. OrCAD 386+, 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 160 s. ISBN 80-7169-261-1.

Voves, J. - Kodes, J. Elektronické soucastky nové generace, 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 152 s. ISBN 80-7169-142-
9.

Kodes, J. a kol.: Ptirucka silnoproudé elektrotechniky, SNTL 1984, Praha, kap.3
Kubat, M. : Power Semiconductors, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1984, 507 stran
Kubat, M. : Vykonova polovodicova technika, SNTL 1978, 549 stran,

131



Clanky ve védeckych a odbornych ¢asopisech

Hazdra, P. - Komarnitskyy, V. Radiation Defects and Thermal Donors Introduced in Silicon by Hydrogen and
Helium Implantation and Subsequent Annealing In: Solid State Phenomena. 2008, vol. 131-133, no. 131-133, p.
201-206. ISSN 1012-0394.

Hazdra, P. - Oswald, J. - El-Sayed Abd-Elaal, M. - Kuldova, K. - Hospodkova, A. - et al. InAs/GaAs quantum dot
structures covered by InGaAs strain reducing layer characterised by photomodulated reflectance In: Materials
Science and Engineering: B. 2008, vol. 147, no. 2-3, p. 175-178. ISSN 0921-5107.

Hazdra, P. - Voves, J. - Oswald, J. - Kuldova, K. - Hospodkova, A. - et al. Optical Characterisation of MOVPE Grown
Vertically Correlated InAs/GaAs Quantum Dots In: Microelectronics Journal. 2008, vol. 39, no. 8, p. 1070-1074.
ISSN 0026-2692.

Husdak, M.: Senzory a mikrosystému pro fizeni a bezpecnost inteligentnich budov, Security magazin 6/2008, ISSN
1210-8723

Husdak, M.: MEMS a mikrosystémové technologie, Automa 1/2008, str. 2-6, ISSN 1210-9592
Husdak, M.: Uziti MEMS v pramyslu, Automa 12/2008, str. 2-6, ISSN 1210-9592
Jetdbek, V. - Huttel, I. - Prajzler, V. - Burian, Z. Experimental Method for Verifying the Bistability and Theoretical

Model of the Semiconductor Laser Diode Made by the Rate Equations In: International Journal of Microwave and
Optical Technology [online]. 2008, vol. 3, no. 1, p. 45-53. Internet: http://www. ijmot. com. /. ISSN 1553-0396.

Kodes, J.: Diamantova elektronika prinese soucastky pro 3. tisicileti. Sdélovaci technika, 2008, ¢.9, s.3

Komarnitskyy, V. - Hazdra, P. Proton implantation in silicon: evolution of deep and shallow defect states In:
JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS. 2008, vol. ISS. 6-2008, no. 10, p. 1374-1374-1378.
ISSN 1454-4164.

Prajzler, V. - Burian, Z. - Jefdbek, V. - Huttel, I. - Spirkova, J. - et al. Properties of Erbium Doped Hydrogenated
Amorphous Carbon Layers Fabricated by Sputtering and Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition In: Acta
Polytechnica. 2008, vol. 48, no. 1, p. 36-42. ISSN 1210-2709.

Prajzler, V. - Hiittel, I. - Lyutakov, O. - Spirkova, J. - Oswald, J. - et al. Optical Properties of PMMA Polymer Doped
with Er3+ and Er3+/Yb3+ lons In: Journal of Physics: Conference Series [online]. 2008, no. 100, p. 1-4. Internet:
http://journals. iop. org/. ISSN 1742-6596.

Vobecky, J. Radiation Enhanced Diffusion of Implanted Palladium in Silicon In: Solid State Phenomena. 2008, vol.
131-133, no. 1, p. 385-392. ISSN 1012-0394.

Vobecky, J. - Hazdra, P. Dynamic avalanche in diodes with local lifetime control by means of palladium In:
Microelectronics Journal. 2008, vol. 39, no. 6, p. 878-883. ISSN 0026-2692.

El-Sayed Abd-Elaal, M. - Hazdra, P. - Komarnitskyy, V. - Oswald, J. - Kuldovd, K. - et al. Study of InAs/GaAs
quantum dots grown by LP-MOVPE In: Acta Metallurgica Slovaca Spec. Issue. 2007, vol. 13, no. 5-9, p. 99-104.
ISSN 1335-1532.

Hazdra, P. - Komarnitskyy, V. Local Lifetime Control in Silicon Power Diode by lon Irradiation: Introduction and
Stability of Shallow Donors In: IET Circuits, Devices & Systems. 2007, vol. 1, no. 5, p. 321-326. ISSN 1751-858X.

Jakovenko, J. - Husdk, M. - Lalinsky, T. L. Design and Characterization of MEMS Thermal Converter In: Sensors
and Transducers [online]. 2007, vol. 2007, no. 10, p. 101-110. Internet: www. sensorsportal. com. ISSN 1726-
5479.

Jakovenko, J. - Husdk, M. - Lalinsky, T. L. - Drzik, M. D. Micromechanical GaAs Hot Plates for Gas Sensors In:
Sensors and Transducers [online]. 2007, vol. 2007, no. 10, p. 84-92. Internet: www. sensorsportal. com. ISSN
1726-5479.

Jelinek, M. - Voves, J. - Komarnitskyy, V. - Cukr, M. - Novék, V. Local anodic oxidation of GaMnAs layers In: Acta
Metallurgica Slovaca Spec. Issue. 2007, vol. 13, no. 6, p. 117-122. ISSN 1335-1532.

Jirdsek, L. - Jiraskova, J. M. Je opalovani pro déti vhodné nebo jim skodi ? In: Pediatrie pro praxi. 2007, ro¢. 2007,
€. 3,s.104-107. ISSN 1213-0494.

Jirdsek, L. - Jirdskova, J. M. Lidsky organismus a zafeni In: Svétlo. 2007, roc. 2007, €. 4, s. 2-4. ISSN 1212-0812.

132



Jirdsek, L. - Jirdskova, J. M. Rizika opalovani a moZznosti ochrany klize pred zarenim In: Praktické lékarenstvi. 2007,
ro¢. 2007, €. 3, s. 126-129. ISSN 1801-2434.

Prajzler, V. - Burian, Z. - Hittel, I. - Spirkova, J. - Hamacek, J. - et al. Properties of Erbium and Ytterbium Doped
Gallium Nitride Layers Fabricated by Magnetron Sputtering In: Acta Polytechnica. 2007, vol. 46, no. 6/2006, p.
49-55. ISSN 1210-2709.

Prajzler, V. - Lutakov, O. - Hiittel, I. - Spirkova, J. - Jefdbek, V. - et al. Photoluminescence of Er3+ and Er3+/Yb3+
Doped Epoxy Novolak Resin In: International Journal of Microwave and Optical Technology [online]. 2007, vol. 2,
no. 2, p. 236-241. Internet: http://www. ijmot. com. /index. asp. ISSN 1553-0396.

Vobecky, J. - Hazdra, P. Radiation-Enhanced Diffusion of Palladium for a Local Lifetime Control in Power Devices
In: IEEE Transactions on Electron Devices. 2007, vol. 54, no. 6, p. 1521-1526. ISSN 0018-9383.

Voves, J. Micromagnetic simulation of ferromagnetic nanostructures In: Acta Metallurgica Slovaca Spec. Issue.
2007, vol. 13, no. 6, p. 76-82. ISSN 1335-1532.

Voves, J. - Yatskiv, R. - Trebicky, T. NEGF simulation of the RTD bistability In: Journal of Computational
Electronics. 2007, vol. 6, no. 1-3, p. 259-262. ISSN 1569-8025.

Armas Arciniega, J. - Jefabek, V. Microwave Optoelectronics Receiver with MMIC HBT Amplifier In: WSEAS
Transactions on Electronics. 2006, vol. 3, no. 4, p. 210-213. ISSN 1109-9445.

Hazdra, P. - Komarnitskyy, V. Lifetime control in silicon power P-i-N diode by ion irradiation: Suppresion of
undesired leakage In: Microelectronics Journal. 2006, vol. 37, no. 3, p. 197-203. ISSN 0026-2692.

Hazdra, P. - Komarnitskyy, V. Thermal Donor Formation in Silicon Enhanced by High-Energy Helium Irradiation In:
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms.
2006, vol. 253, no. 1, p. 187-191. ISSN 0168-583X.

Hazdra, P. - Voves, J. - Hulicius, E. - Pangrac, J. - Sourek, Z. Ultrathin InAs and modulated InGaAs Layers in GaAs
grown by MOVPE studied by photomodulated reflectance spectroscopy In: Applied Surface Science. 2006, vol.
253, no. 1, p. 85-89. ISSN 0169-4332.

Husak, M. - Boura, A. - Jakovenko, J. - Kulha, P. - Janic¢ek, V. Temperature CMOS Transducer In: WSEAS
Transactions on Electronics. 2006, vol. 4, no. 3, p. 188-191. ISSN 1109-9445.

Jakovenko, J. - Husak, M. Characterization of MEMS sensor for RF Transmitted Power Measurement In: WSEAS
Transactions on Electronics. 2006, vol. 3, no. 4, p. 156-162. ISSN 1109-9445.

Janicek, V. - Husak, M. Self Powered Microsystem with Electromechanical Generator In: WSEAS Transactions on
Electronics. 2006, vol. 3, no. 4, p. 204-209. ISSN 1109-9445.

Jefabek, V. - Armas, J. Microwave Optoelectronics Receiver with MMIC HBT Amplifier, WSEAS Transactions on
Electronics, Issue 4, Volume 3, April 2006, page 210-214, ISSN 1109-9445.

Kulha, P. - Husak, M. - Vyborny, Z. - Jurka, V. - Vanék, F. - et al. Sputtered Tensometric Layers for Microsensor
Applications In: WSEAS Transactions on Electronics. 2006, vol. 3, no. 4, p. 162-167. ISSN 1109-9445.

Novak, J. - Foit, J. - Jani¢ek, V. Numerical Analysis of Electromagnetic Fields in Interconnecting Grids In: WSEAS
Transactions on Electronics. 2006, vol. 3, no. 4, p. 233-236. ISSN 1109-9445.

Prajzler, V. - Spirkova, J. - Jefdbek, V. - Hiittel, I. - Alves, E. - et al. Implantation of Er3+/Yb3+ lons into GaN In:
WSEAS Transactions on Electronics. 2006, vol. 3, no. 4, p. 262-267. ISSN 1109-9445.

Vobecky, J. - Hazdra, P. Low-Temperature Radiation Controlled Diffusion of Palladium and Platinum in Silicon for
Advanced Lifetime Control In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam
Interactions with Materials and Atoms. 2006, vol. 253, no. 1, p. 162-166. ISSN 0168-583X.

Vobecky, J. - Kolesnikov, D. The Properties of Aluminum, Platinum Silicide and Copper Based Contacts for Silicon
High-Power Devices In: Microelectronics Journal. 2006, vol. 37, no. 3, p. 236-242. ISSN 0026-2692.

Foit, J. AGC amplifier features 60-dB dynamic range In: Electronic Design News. 2005, vol. 50, no. 8, p. 87-92.
ISSN 0012-7515.

Foit, J. LC oscillator has stable amplitude In: Electronic Design News. 2005, vol. 50, no. 11, p. 93-96. ISSN 0012-
7515.

Foit, J. Na okraji Moorova zakona, Sdélovaci technika. 2005, ro¢. 2005, ¢. 11, s. 12. ISSN 0036-9942.

133



Hazdra, P. - Vobecky, J. Low-Temperature Radiation Enhanced Diffusion of Implanted Platinum in Silicon with
Increased Controllability In: Solid State Phenomena. 2005, vol. 2005, no. 108-109, p. 419-424. ISSN 1012-0394.

Hazdra, P. - Vobecky, J. Platinum In-Diffusion Controlled by Radiation Defects for Advanced Lifetime Control in
High Power Devices In: Materials Science and Engineering: B. 2005, vol. B124-125, no. 124, p. 275-279. ISSN
0921-5107.

Hazdra, P. - Vobecky, J. Radiation Enhanced Diffusion of Implanted Platinum in Silicon Guided by Helium Co-
Implantation for Arbitrary Control of Platinum Profile In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research,
Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2005, vol. 230, no. 1-4, p. 225-229. ISSN 0168-583X.

Hazdra, P. - Voves, J. - Hulicius, E. - Pangrac, J. Optical Characterization of MOVPE Grown Delta-InAs Layers in
GaAs In: Physica Status Solidi (c). 2005, vol. 2, no. 4, p. 1319-1324. ISSN 1610-1634.

Husak, M. - Jakovenko, J. Systems of Models for MEMS Design and Realization In: WSEAS Transactions on
Systems. 2005, vol. 4, no. 3, p. 175-184. ISSN 1109-2777.

Husdak, M. - Jakovenko, J. - Boura, A. - Kulha, P. Design of MEMS and Microsystems - Models and Simulation In:
WSEAS Transactions on Systems. 2005, vol. 4, no. 5, p. 85-93. ISSN 1109-2777.

Husak, M. - Jakovenko, J. - Novak, J. - Suchanek, P. Flow Measure Using of Anemometric Sensor Principle and
Oscillator Probe Fluidic In: WSEAS Transactions on Systems. 2005, vol. 4, no. 7, p. 988-995. ISSN 1109-2777.

Jakovenko, J. - Husak, M. Micromechanical Thermal Converters Compatible with HEMT Technology In: WSEAS
Transactions on Electronics. 2005, vol. 2005, no. 3, p. 85-93. ISSN 1109-9445.

Jirasek, L. - Jirdskova, M. MozZnosti a Uskali |éCby kortikoidy v dermatologii In: Practicus. 2005, roc. 4, €. 1, s. 6-10.
ISSN 1213-8711.

Kodes, J.: Spinotronika-perspektiva elektroniky v 21.stoleti, Sdélovaci technika,2005, ¢.6, s.3

Novak, J. - Foit, J. : Amplifier features 60-dB dynamic range. Electronic Design News, Vol 50, No. 08, str. 87 — 92,
Reed Elsevier Electronics Group, USA, srpen 2005 ISSN 0012-7515

Vobecky, J. - Hazdra, P. High-Power P-i-N Diode with Local Lifetime Control Using Palladium Diffusion Controlled
by Radiation Defects In: IEEE Electron Device Letters. 2005, vol. 26, no. 12, p. 873-875. ISSN 0741-3106.

Vobecky, J. - Kolesnikov, D. Reliability of Contacts for Press-Pack High-Power Devices In: Microelectronics
Reliability. 2005, vol. 45, no. 9-11, p. 1676-1681. ISSN 0026-2714.

Hazdra, P. - Vobecky, J. Controlled gettering of implanted platinum in silicon produced by helium co-implantation
In: Solid State Phenomena. 2004, vol. 95, no. 96, p. 559-564. ISSN 1012-0394.

Hazdra, P. - Vobecky, J. - Dorschner, H. - Brand, K. Axial lifetime cotrol in silicon power diodes by irradiation with
protons, alphas, low- and high- energy electrons In: Microelectronics Journal. 2004, vol. 35, no. 3, p. 249-257.
ISSN 0026-2692.

Husdak, M. Design of Integrated Si Pressure Sensor using Methodology of Microsystem Model Development In:
WSEAS Transactions on Systems. 2004, vol. 3, no. 5, p. 2347-2351. ISSN 1109-2777.

Husak, M. - Jakovenko, J. - Kulha, P. - Novak, J. - Janicek, V. The Design of Anemometric Sensor System for
Measurement of Wind Velocity and Direction with Integrated Measure Probe In: WSEAS Transactions on
Systems. 2004, vol. 3, no. 8, p. 2759-2764. ISSN 1109-2777.

Jakovenko, J. - Husak, M. - Lalilnsky, T. Thermally Isolated MEMS Thermo Converter for RF Power Sensor In:
WSEAS Transactions on Systems. 2004, vol. 3, no. 8, p. 2716-2720. ISSN 1109-2777.

Jakovenko, J. - Husdk, M. - Lalinsky, T. Design and simulation of micromechanical thermal converter for RF power
sensor microsystem In: Microelectronics Reliability. 2004, vol. 44, no. 1, p. 141-148. ISSN 0026-2714.

Jirdsek, L. - Jirdskova, M. Rizika opalovani. Pfestarime je prehlizet In: Moje zdravi. 2004, roc¢. 2004, ¢. 6, s. 8-13.
ISSN 1214-3871.

Kulha, P. - Husdk, M. - Vyborny, Z. - Jakovenko, J. - Vanék, F. : Properties of Strain Sensor with Piezoresistive
Layers. In: Surface and Interface Analysis [online]. 2004, vol. 36, no. 8, p. 952-954. Internet: http://eu. wiley.
com/ WileyCDA/WileyTitle/productCd-SIA. html. ISSN 0142-2421.

134



Pefina, V. - Prajzler, V. - Schrofel, J. - Mackova, A. - Hnatowicz, V. - et al. Properties of RF magnetron sputtered
gallium nitride semiconductors doped with erbium In: Surface and Interface Analysis [online]. 2004, vol. 36, no.
8, p. 952-954. Internet: http://eu. wiley. com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-SIA. html. ISSN 0142-2421.

Hazdra, P. - Komarnitskyy, V. Accurate identification of radiation defect profiles in silicon after irradiation with
protons and alpha-particles in the MeV range In: Solid State Phenomena. 2004, vol. 95, no. 96, p. 387-392. ISSN
1012-0394.

Dierolf, V. - Morgus, T. - Sandmann, C. - Centelar, E. - Cusso, E. - et al. Comparative studies of Er3+ ions in LiNbO3
waveguides produced by different methods In: Radiation Effects and Defects in Solids. 2003, vol. 20, no. 158, p.
263-267. ISSN 1042-0150.

Hazdra, P. - Dorschner, H. Radiation defect distribution in silicon irradiated with 600 keV electrons In: Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2003, vol.
201, no. 3, p. 513-519. ISSN 0168-583X.

Hazdra, P. - Voves, J. - Oswald, J. - Hulicius, E. - Pangrac, J. - et al. InAs delta-layer structures in GaAs grown by
MOVPE and characterised by luminescence and photocurrent spectroscopy In: Journal of Crystal Growth. 2003,
vol. 248, no. 1-4, p. 315-319. ISSN 0022-0248.

Husdak, M. Perspektivni mikroelektronické soucasti a systémy pro primysl In: Automatizace. 2003, ro€. 46, €. 6, s.
384-388. ISSN 0005-125X.

Husak, M. - Kulha, P. - Jakovenko, J. - Vyborny, Z. Mechanical, Thermal and Electrical Behaviour of Si Strain Gauge
In: Computional Engineering Science. 2003, vol. 4, no. 3, p. 703-706. ISSN 1465-8763.

Husak, M. - Musil, V. Vyuka mikroelektroniky v Ceské republice In: Automatizace. 2003, ro¢. 46, ¢. 6, s. 361. ISSN
0005-125X.

Jirdskova, M. - Stork, J. - Vosmik, F. - Jirsa, M. - Jirasek, L. Fotodynamickd diagnostika a terapie v dermatologii In:
Casopis lékar( ¢eskych. 2003, ro¢. 142, &. 8, s. 493-499. ISSN 0008-7335.

Kovanda, M. - Myslik, V. - Vriiata, M. - Rozehnal, Z. - Vyslouzil, F. - et al. Electrical Properties of SnO2 and SnAcAc
Based Gas Sensors - DC and AC Measurements In: Solid State Phenomena. 2003, vol. 90-91, no. 4, p. 547-552.
ISSN 1012-0394.

Lalinsky, T. - Krna¢, M. - Has¢ik, S. - Mozolova, Z. - Matay, L. - et al. Micromechanical Thermal Converter Device
Based on Polyimide-Fixed Island Structure In: Computional Engineering Science. 2003, vol. 4, no. 3, p. 543-546.
ISSN 1465-8763.

Moravcova, H. - Voves, J. Bloch oscillations in superlattices: Monte-Carlo analysis using 2D scattering model In:
Physica E. 2003, vol. 17, no. 4, p. 307-309. ISSN 1386-9477.

Myslik, V. - Vyslouzil, F. - Vriata, N. - Rozehnal, Z. - Jelinek, M. - et al. Phase AC-Sensitivity of Oxidic and
Acetylacetonic Gas Sensors In: Sensors and Actuators. 2003, vol. B89, no. 1, p. 205-211. ISSN 0924-4247.

Nekvindova, P. - Cervena, J. - Capek, P. - Mackovd, A. - Pefina, V. - et al. Features of APE waveguides in different
Er : LINbO3 and (Er+Yb): LiNbO3 cuts: electrooptical coefficient r(33) In: Optical Materials. 2003, vol. 24, no. 3, p.
527-536. ISSN 0925-3467.

Nekvindova, P. - Mackova, A. - Pefina, V. - Cervend, J. - Capek, P. - et al. Erbium bulk doping and localised doping
into various cuts of lithium niobate and sapphire: a comparative study In: Solid State Phenomena. 2003, vol. 20,
no. 90-91, p. 559-564. ISSN 1012-0394.

Prajzler, V. - Schrofel, J. - Hittel, I. - Nekvindova, P. - Mackova, A. - et al. Erbium Doping into Thin Carbon Optical
Layers In: Thin Solid Films. 2003, vol. 433, no. 32, p. 363-366. ISSN 0040-6090.

Salavcova, L. - Nekvindova, P. - Cervend, J. - Langrova, A. - Drahog, V. - et al. Lithium migration based fabrication
of few-modes planar glas waveguides In: Solid State Phenomena. 2003, no. 90-91, p. 577-582. ISSN 1012-0394.

Schrofel, J. - Spirkova, J. - Burian, Z. - Drahog, V. Li for Na ion exchange in Na20-rich glass: an effective method
for fabricatimg low-loss optical waveguides In: Ceramics - Silikaty. 2003, vol. 47, no. 4, p. 161-166. ISSN 0862-
5468.

Vanis, J. - Chow, D. H. - Pangrac, J. - Sroubek, F. - McGill, T. C. - et al. Characterization of InAs/AISb tunneling
double barrier heterostructure by ballistic electron emission microscope with InAs as base electrode In: Physica
Status Solidi (c). 2003, no. 3, p. 986-991. ISSN 1610-1634.

135



Vobecky, J. - Hazdra, P. The Application of Platinum-Silicide Anode Layer to Decrease the Static and Turn-Off
Losses in High-Power P-i-N Diode In: Thin Solid Films. 2003, vol. 433, no. 1-2, p. 305-308. ISSN 0040-6090.

Vobecky, J. - Hazdra, P. Advanced Local Lifetime Control for Higher Reliability of Power Devices In:
Microelectronics Reliability. 2003, vol. 43, no. 10, p. 1883-1888. ISSN 0026-2714.

Vobecky, J. - Hazdra, P. The Application of Platinum-Silicide Anode Layer to Decrease the Static and Turn-Off
Losses in High-Power P-i-N Diode In: Thin Solid Films. 2003, vol. 433, no. 1-2, p. 305-308. ISSN 0040-6090.

Vobecky, J. - Hazdra, P. - Zahlava, V. Helium Irradiated High-Power P-i-N Diode with Low ON-State Voltage Drop
In: Solid-State Electronics. 2003, vol. 47, no. 1, p. 45-50. ISSN 0038-1101.

Vobecky, J. - Hazdra, P. - Zahlava, V. Helium Irradiated High-Power P-i-N Diode with Low ON-State Voltage Drop
In: Solid-State Electronics. 2003, vol. 47, no. 1, p. 45-50. ISSN 0038-1101.

Vobecky, J. - Hazdra, P. - Zahlava, V. Impact of the Electron, Proton and Helium Irradiation on the Forward |-V
Characteristics of High-Power P-i-N Diode In: Microelectronics Reliability. 2003, vol. 43, no. 4, p. 537-544. ISSN
0026-2714.

Voves, J. Nanotechnologie a pocitace In: Softwarové noviny. 2003, ro¢. 14, ¢. 12, s. 92-94. ISSN 1210-8472.

Zeipl, R. - Pavelka, M. - Jelinek, M. - Chval, J. - Lostak, P. - et al. Some properties of very thin Bi2Te3 layers
prepared by laser ablation In: Physica Status Solidi (c). 2003, no. 3, p. 867-871. ISSN 1610-1634.

Burian, Z. - Zahlava, V. PSpice v produktech Orcad a Cadence In: CAD. 2002, ro¢. 12, ¢. 5, s. 18-21. ISSN 0862-
996X.

Hazdra, P. - Brand, K. - Vobecky, J. Defect distribution in MeV proton irradiated silicon measured by high-voltage
current transient spectroscopy In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam
Interactions with Materials and Atoms. 2002, vol. 192, no. 3, p. 291-300. ISSN 0168-583X.

Hazdra, P. - Vobecky, J. - Brand, K. Optimum Lifetime Structuring in Silicon Power Diodes by Means of Various
Irradiation Techniques In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions
with Materials and Atoms. 2002, vol. 186, no. 1-4, p. 414-418. ISSN 0168-583X.

Hribek, P. - Slunecko, M. - Schrofel, J. Planar Channel Optical Waveguide Loss Measurement Using Optical Phase
Conjugation in BaTiO3 In: Fiber and Integrated Optics. 2002, vol. 21, no. 5, p. 323-331. ISSN 0146-8030.

Jiraskova, M. - Jirdsek, L. Jak chranit kGzZi proti plsobeni zafeni In: Svétlo. 2002, roc€. 5, ¢. 3, s. 60-63. ISSN 1212-
0812.

Jiraskova, M. - Jirasek, L. Problematika sluneénich filtrl k ochrané klzZe pred zdfenim In: Trendy v mediciné. 2002,
ro€. 4, €. 5,s.39-46. ISSN 1212-9046.

Jiraskova, M. - Jirasek, L. Zafeni a jeho plsobeni na organismus In: Svétlo. 2002, ro¢. 5, ¢. 2, s. 8-11. ISSN 1212-
0812.

Novak, J., Foit, J. : Solve low-frequency-cutoff problems in capacitive sensors. Electronic Design News, No. 12, str.
55 — 58, Reed Elsevier Electronics Group, USA, prosinec 2002 ISSN 0012-7515

Oswald, J. - Hulicius, E. - Pangrdc, J. - Melichar, K. - Simecek, T. - et al. Lasers with delta-InAs layers in GaAs In:
Materials Science and Engineering: B. 2002, vol. 88, no. 2-3, p. 312-316. ISSN 0921-5107.

Prajzler, V. - Mackova, A. - Pefina, V. - Hndtowitz, V. - Nekvindovd, P. - et al. Characterisation of hydrogen and
Erbium in carbon Layers fabricated by PACVD for optical aplications In: Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2002, vol. 188, no. 1-4, p. 112-114.
ISSN 0168-583X.

Prajzler, V. - Mackova, A. - Pefina, V. - Hnatowitz, V. - Nekvindova, P. - et al. Characterisation of hydrogen and
Erbium in carbon Layers fabricated by PACVD for optical aplications In: Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2002, vol. 188, no. 1-4, p. 112-114.
ISSN 0168-583X.

Vobecky, J. 10 let CS sekce IEEE In: ComputerWorld. 2002, ro¢. 13, &. 42, s. 13. ISSN 1210-9924.

Vobecky, J. - Hazdra, P. High-Power P-i-N Diode With the Local Lifetime Control Based on the Proximity Gettering
of Platinum In: IEEE Electron Device Letters. 2002, vol. 23, no. 7, p. 392-394. ISSN 0741-3106.

Zahlava, V. Orcad a Cadence product family In: CAD. 2002, roc¢. 4, €. 9, s. 28-31. ISSN 0862-996X.

136



Dostalek, J. - Ctyroky, J. - Homola, J. - Brynda, E. - Skalsky, M. - et al. Surface Plasmons Resonance Biosensor
Based on Integrated Optical Waveguide In: Sensors and Actuators. 2001, vol. 76, no. 8, p. 8-12. ISSN 0924-4247.

Hazdra, P. 5. mezinarodni studentska védecka konference POSTER 2001 In: Prazska technika. 2001, ro¢. 3, ¢. 3, s.
20. ISSN 1213-5348.

Hazdra, P. - Brand, K. - Rubes, J. - Vobecky, J. Local Lifetime Control by Light lon Irradiation: Impact on Blocking
Capability of Power P-i-N Diode In: Microelectronics Journal. 2001, vol. 32, no. 5-6, p. 449-456. ISSN 0026-2692.

Jirdskova, M. - Jirasek, L. Ochrana proti vliviim slunec¢niho i umélého zéafeni In: Pracovni lékafstvi. 2001, ro¢. 53, ¢.
1,s.11-18. ISSN 0032-6291.

Jirdskova, M. - Jirasek, L. - Stork, J. Terapie pruritu UV zafenim u hemodialyzovanych pacientl In: Casopis lékar
Ceskych. 2001, roc¢. 140, €. 6, s. 173-177. ISSN 0008-7335.

Nekvindova, P. - Spirkova, J. - Schrofel, J. - Pefina, V. Erbium Doping into Lithium Niobate and Sapphire Single
Crystal Wafers In: Journal of Materials Research. 2001, vol. 16, no. 2, p. 333-335. ISSN 0884-2914.

Nekvindova, P. - Spirkova, J. - Vacik, J. - Cervena, J. - Pefina, V. - et al. Importance of Crystal Structure of the
Substrate for Diffusion Technologies In: International Journal of Inorganic Materials. 2001, vol. 3, no. 8, p. 1245-
1247. ISSN 1466-6049.

Novak, J., Foit, J. : Parazitni elektromagnetické vazby v deskach plosnych spojl. Sdélovaci technika, 49, ¢, 3, str.
12 — 15, Praha 2001 ISSN0036-9942

Spirkova, J. - Nekvindova, P. - Vacik, J. - Cervena, J. - Schréfel, J. Possibility of Tailoring ne vs. cLi Relations in
Lithium Niobate Optical Waveguides In: Optical Materials. 2001, vol. 15, no. 4, p. 269-278. ISSN 0925-3467.

Husak, M. - Kodes, J. - Schrofel, J. Od mikroelektroniky k nanoelektronice In: HN. Hospodarské noviny. 2000, roc.
44,¢.12.12.2000, s. 2. ISSN 0862-9587.

Jiraskova, M. - Jirdsek, L. Ekzém si povolani nevybira In: Elektroinstalatér. 2000, ro€. 6, €. 1, s. 56-57. ISSN 1211-
2291.

Jiraskova, M. - Jirdsek, L. Slunecni zéfeni a jeho plsobeni na kizi In: Pracovni lékafstvi. 2000, ro€. 52, ¢. 2, s. 90-
95. ISSN 0032-6291.

Paldn, B. - Santos, F. V. - Courtois, B. - Husak, M. Microsystems for Space Applications In: Acta Polytechnica.
2000, vol. 40, no. 3, p. 53-57. ISSN 1210-2709.

Rozehnal, Z. Rizeni motork( mikropoéitatem In: Sdélovaci technika. 2000, ro€. 48, ¢. 2, s. 22-24. ISSN 0036-9942.

Spirkova, J. - Nekvindova, P. - Vacik, J. - Schrofel, J. - Cervend, J. Possibility of Tailoring ne vs. cLi Relations in
Lithium Niobate Optical Waveguides In: Optical Materials. 2000, vol. 15, no. 4, p. 269-278. ISSN 0925-3467.

Vobecky, J. - Hazdra, P. - Galster, N. Advanced Design of Lifetime Control for High-Power Devices in TCAD
Environment In: Acta Polytechnica. 2000, vol. 40, no. 3, p. 58-62. ISSN 1210-2709.

Vobecky, J. - Hazdra, P. - Humbel, O. - Galster, N. Crossing Point Current of Electron and lon Irradiated Power P-i-
N Diodes In: Microelectronics Reliability. 2000, vol. 40, no. 3, p. 427-433. ISSN 0026-2714.

Hazdra, P. - Rubes, J. - Vobecky, J. Divacancy Profiles in MeV Helium Irradiated Silicon from Reverse 1=V
Measurement In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with
Materials and Atoms. 1999, vol. 159, no. 4, p. 207-217. ISSN 0168-583X.

Hazdra, P. - Vobecky, J. Nondestructive Defect Characterization and Engineering in Contemporary Silicon Power
Devices In: Solid State Phenomena. 1999, vol. 69-70, no. 69, p. 545-550. ISSN 1012-0394.

Jelinek, F. - Pokorny, J. - Saroch, J. - Trkal, V. - Hasek, J. - et al. Microelectronic Sensors for Measurement of
Electromagnetic Fields of Living Cells and Experimental Results In: Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 1999,
vol. 48, no. 2, p. 261-266.

Kosikova, J. - Schrofel, J. Planar Optical Waveguides Prepared in GIL 49 and BK-7 Glass Substrates by K+Na+ lon
Exchange with Electric Field In: Journal of Electronic Materials. 1999, vol. 28, no. 10, p. 1089-1096. ISSN 0361-
5235.

Kosikova, J. - Schrofel, J. Planar Waveguides Prepared by K+-Na+ Field-Assisted lon Exchange in Different Typres
of Silicate Glass In: Journal of Materials Research. 1999, vol. 14, no. 7, p. 3122-3129. ISSN 0884-2914.

137



Palan, B. - Santos, F. - Karam, J. - Courtois, B. - Husak, M. New ISFET Sensor Interface Circuit for Biomedical
Applications In: Sensors and Actuators. 1999, vol. 57, no. 1, p. 63-68. ISSN 0924-4247.

Palan, B. - Santos, F. - Karam, J. - Courtois, B. - Husak, M. Sensor Interface Circuit for ISFET Based Sensors In:
Journal of Solid-State Devices and Circuits. 1999, vol. 7, no. 1, p. 17-23. ISSN 0104-9631.

Rozehnal, Z. Nové aplikacni moznosti mikropocitac In: Sdélovaci technika. 1999, roc¢. 47, ¢. 8, s. 20-21. ISSN
0036-9942.

Tidlund, P. - Kleverman, M. - Hazdra, P. Excitation Spectrum of a PtLi-related Center in Silicon In: Physical Review
B. 1999, vol. 59, no. 7, p. 4858-4863. ISSN 0163-1829.

Vobecky, J. - Hazdra, P. - Zahlava, V. Open Circuit Voltage Decay Lifetime of lon Irradiated Devices In:
Microelectronics Journal. 1999, vol. 30, no. 6, p. 513-520. ISSN 0026-2692.

Kosikova, J. - Schrofel, J. Integrated Waveguide Structures Prepared in Very Pure Glass by Electric Field-Assisted
K-Na lon-Exchange In: Optics Communications. 1998, vol. 156, no. 4-6, p. 384-391. ISSN 0030-4018.

Pefina, V. - Vacik, J. - Hnatowicz, V. - Cervend, J. - Kolafovd, P. - et al. RBS Measurement of Depth Profiles of
Erbium into Lithium Niobate for Optical Amplifiers Applications In: Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 1998, vol. 139, no. 1, p. 208-212. ISSN 0168-
583X.

Burian, Z. - Semberova, M. - Trestikova, V. The Junction Field Effect Transistor in the Optical Receiver In: Acta
Polytechnica. 1997, vol. 37, no. 2, p. 33-39. ISSN 1210-2709.

Hazdra, P. - Vobecky, J. Application of High Energy lon Beams for Local Lifetime Control in Silicon In: Materials
Science Forum. 1997, vol. 248-9, no. 248, p. 225-228. ISSN 0255-5476.

Husak, M. One-Chip Integrated Resonance Circuit with a Capacitive Pressure Sensor In: Journal of
Micromechanics and Microengineering. 1997, vol. 7, no. 2, p. 173-178. ISSN 0960-1317.

KolaFova, P. - Spirkova-Hradilova, J. - Schrofel, J. - Pefina, V. - Vacik, J. Nizkoteplotni dotace niobi¢nanu lithného
erbiem pro poutziti v aktivnich vinovodech In: Chemické listy. 1997, ro€. 91, €. 1, s. 785-786. ISSN 0009-2770.
KolaFova, P. - Spirkova-Hradilova, J. - Vacik, J. - Schréfel, J. Vztah mezi optickymi vlastnostmi a koncentraci lithia
ve vinovodné vrstvé niobi¢nanu lithného In: Chemické listy. 1997, roc. 91, €. 1, s. 784-785. ISSN 0009-2770.
Vobecky, J. - Hazdra, P. Simulation of lon Irradiated Power Devices in ATLAS In: Simulation Standard. 1997, vol. 8,
no. 2, p. 3-5.

Jiraskova, M. - Jirdsek, L. Pfirozené a umélé zdroje zafeni a jejich plsobeni na organismus In: Elektroinstalatér.
1996, roc. 2, €. 4,s. 27-29. ISSN 1211-2291.

Maly, L. - Hulényi, L. - Adamcik, I. A Test Chip for the Creation and Verification of Design Rules In: Journal of
Electrical Engineerlng. 1996, vol. 47, no. 5-6, p. 113-120. ISSN 0013-578X.

Nikoli¢, L. - Kejhar, M. - Simandl, P. - Holoubek, P. Analog CMOS Blocks for VLSI Implementation of Programmable
Neural Networks In: Neural Network World. 1996, vol. 6, no. 4, p. 679-682. ISSN 1210-0552.

Vobecky, J. - Hazdra, P. - Homola, J. Optimization of Power Diode Characteristics by Means of lon Iradiation In:
IEEE Transactions on Electron Devices. 1996, vol. 43, no. 12, p. 2283-2289. ISSN 0018-9383.

Zacek, K. Modelovani elektronickych souéastek pomoci neuronovych siti In: Neural Network World. 1996, vol. 6,
no. 4, p. 729-733. ISSN 1210-0552.

Burian, Z. - Semberova, M. - Tiedtikova, V. Connection of Noise Properties of Bipolar Transistors with Parameters
of Ebers-Moll Model in a Low Frequency Range In: Acta Polytechnica. 1995, vol. 35, no. 2, p. 1-10. ISSN 1210-
27009.

Hazdra, P. - Haslar, V. - Vobecky, J. Application of Defect Related Generation Current for Low-Dose lon
Implantation Monitoring In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions
with Materials and Atoms. 1995, vol. B96, no. 1-2, p. 104-108. ISSN 0168-583X.

Hazdra, P. - Sands, D. - Reeve, D. Origin of Defect States at ZnSlsi Interfaces In: Applied Physics A: Materials
Science and Processing. 1995, vol. A61, no. 6, p. 637-641. ISSN 0947-8396.

Hazdra, P. - Vobecky, J. - Spurny, F. - Voves, J. 2-D Simulation of lon Irradiated Silicon Power Devices In:
Simulation Standard. 1995, vol. 6, no. 8, p. 2-3.

138



Hradilova, J. - Schréfel, J. - Ctyroky, J. Niobi¢nan lithny a jeho pouZiti v integrované optice In: Jemna mechanika a
optika. 1995, roc. 40, €. 8, s. 269-276. ISSN 0447-6441.

Nedvéd, J. - Vanneuville, J. - Gevaert, D. - Sevenhans, J. A Transistor-Only Switched Current Sigma-Delta A/D
Converter for a CMOS Speech CODEC In: IEEE Journal of Solid-State Circuits. 1995, vol. 30, no. 7, p. 819-822. ISSN
0018-9200.

Schréfel, J. - Hradilova, J. Pfiprava a vlastnosti optickych vinovodnych struktur v podlozkach ze skla In: Chemické
listy. 1995, roc. 89, ¢. 2, s. 81-88. ISSN 0009-2770.

Voves, J. Vertical Electron Transport in Semiconductor Superlattices Monte Carlo Simulation In: Materials Science
and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 1995, vol. B35, no. 12, p.
417-420. ISSN 0921-5093.

Bleichner, H. - Rosling, M. - Bakowski, M. - Vobecky, J. - Nordlander, E. Measurements of Failure Phenomena in
Inductively Loaded Multi-Cathode GTO Thyristors In: IEEE Transactions on Electron Devices. 1994, vol. 41, no. 2,
p. 251-257. ISSN 0018-9383.

Hazdra, P. - Vobecky, J. Accurate Simulation of Fast lon Irradiated Power Devices In: Solid-State Electronics. 1994,
vol. 37, no. 1, p. 127-134. ISSN 0038-1101.

Husak, M. Flowmeter Sensor System with a Thermistor as Temperature Sensor In: Acta Polytechnica. 1994, vol.
34, no. 4, p. 17-27. ISSN 1210-2709.

Schréfel, J. - Hradilova, J. Zakladni principy a materidly v integrované optice In: Chemické listy. 1994, roc. 88, ¢.
11, s. 658. ISSN 0009-2770.

Burian, Z. - Semberova, M. - Trestikova, V. The Dynamic Properties of a Phototransistor In: Acta Polytechnica.
1993, vol. 33, no. 3, p. 49-53. ISSN 1210-2709.

Hatle, M. - Vobecky, J. Advanced Methods for Diagnostics of the GTO Thyristor In: Microelectronics Journal.
1993, vol. 24, p. 147-155. ISSN 0026-2692.

Hatle, M. - Vobecky, J. A New Approach to the Simulation of Small-Signal Current Gains of pnpn Structures In:
IEEE Transactions on Electron Devices. 1993, vol. 40, no. 10, p. 1864-1866. ISSN 0018-9383.

Hatle, M. - Vobecky, J. Advanced Methods for Diagnostics of the GTO Thyristor In: Microelectronics Journal.
1993, vol. 31, no. 1/2, p. 144-155. ISSN 0026-2692.

Vobecky, J. - Bleichner, H. - Rosling, M. - Norlander, E. A Time Dependent Two-Dimensional Analysis of the Turn-
off Process in a Gate Turn-Off Thyristor (GTO) In: IEEE Transactions on Electron Devices. 1993, vol. 40, no. 12, p.
2352-2358. ISSN 0018-9383.

Vobecky, J. - Voves, J. - Hazdra, P. - Adamcik, I. TCAD - A Progressive Tool for Engineers In: Radioengineering.
1993, vol. 2, no. 1, p. 6-10. ISSN 1210-2512.

Bleichner, H. - Bakowski, M. - Rosling, M. - Vobecky, J. - Nordlander, E. - et al. A Study of Turn-Off Limitations and
failure Mechanisms in GTO Thyristors by Means of 2-D Time Resolved Optical Mesurements In: Solid-State
Electronics. 1992, vol. 35, no. 11, p. 1683-1695. ISSN 0038-1101.

Kejhar, M.: Double-Pulse harge Pumping in MOSFETSs, IEEE Electron Device Letters, vol. 13, 1992, pp.344-346

Vavrina, K. - Havel, P.: Simulation of transmission coefficient through a triangular potential barrier, Czechoslovak
Journal of Physics Section , vol. 42, 1992, p. 221-228

Alves, E. - DaSilva, M.F. - Soares, J.C. - Melo, A.A. - May, J. - Haslar, V. - Seidl, P. - Feuser, U. - Vianden, R.: Epitaxial
Regrowth and Lattice Location of Indium Implanted in Arsenic-Preamorphized Silicon, Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research B, 55, 1991, pp. 580-584

Haslar, V. - Seidl, P. - Hazdra, P. - Gwilliam, R. - Sealy, B. Shallow junction formation by dual Ge/B, Sn/B and Pb/B
implants In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials
and Atoms. 1991, vol. B55, p. 569-572. ISSN 0168-583X.

Hazdra, P. - Haslar, V. - Bartos, M. The influence of implantation temperature and subsequent annealing on
residual damage in silicon In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam
Interactions with Materials and Atoms. 1991, vol. 55, p. 637-641. ISSN 0168-583X.

Jaros, M.-Kodes, J.:Méfeni kvality SiO vrstev, Acta Polytechnica 14 (111,3), 1991, s.43

Jetabek, V. - Skvor, S. - Kovarova, B. — Stefan, V. Optoelektronicky vysilaci a piijimaci modul pro velké rychlosti
prenosu informace, Slaboproudy obzor, vol. 52, ¢.11 — 12, str. 259 — 266, 1991.

139



Adamcik I., Maly L. Unifikované testovaci struktury pro integrované obvody Slaboproudy obzor, 1990
Adamcik I., Maly L. Testovaci Cipy vytvarené z unifikovanych testovacich bunék Slaboproudy obzor, 1990

Gwilliam R., Sealy B.J., Hazdra P., Seidl P., May J., Rothbauer M. : Enhanced activation of Si+ implants in GaAs by
B+ co-implantation, Proceedings of the Electrochemical Society, PV 90-13, 1990, p. 121-129

Hatle, M. - Vobecky, J. Infrared observation of gate Torn-Off Thyristor Segment Parameter Nonuniformity In: IEEE
Transactions on Electron Devices. 1990, vol. 33, p. 1441-1445. ISSN 0018-9383.

Hazdra P., Electron traps investigation in ion implanted MESFETs, Periodica Polytechnica -Electrical Engineering,
34(1), 1990, pp. 35-45

Vyborny, Z - Merta, J. - Jefabek, V. - Krasnican, D. - Tomek, J. - Myslik V. Fotodetktory kov — polovodi¢ — kov pro
integraci na GaAs, Slaboproudy obzor, vol.51, ¢.7, str.306 — 309, 1990

Zahlava, V.-Kodes, J.:Vlastnosti vykonovych struktur BIMOS, Acta Polytechnica 12 (l11,3), 1990, s.136
Vavtrina, K.-Kodes, J: Simulation of transient Phenomena in n-type Silicon, Phys.Stat.Solidi, (a) 116, 1989, K85

Zamastil, J. - May, J.: The effect of sputtered impurities on the deep ion-implanted P+N junction in silicon,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 39, 1989, pp. 370-371

Adamcik 1., Maly L. Unifikovany rad testovacich struktur umiestenych do deliaceho ramika unipolarnych VLSI
obvodov Elektrotech. cas., 39.,1988 ¢. 3

Jerdbek, V. Vlastnosti bistabilni laserové diody s mnohondsobné délenym prouzkovym kontaktem, Slaboproudy
obzor, vol. 50, ¢.1, str. 9 — 16, 1988.

Vesely, J. - Voves, J.. MOSFET gate current modelling using Monte-Carlo method, Journal de Physique, vol 49,
1988, pp. 791-794

Vsetecka T., Hazdra P., VSeteckova M. : Méfeni pribéhu teploty pfi hydrataci anorganickych pojiv, Silikaty, 32,
1988, pp. 241 - 254

Cada M., Begin J.D.: "GaAs/AlGaAs multiple-quantum-well nonlinear coupler", Technical Digest of IQEC 87, XV.
International Quantum Electronics Conference, Vol. 21, Baltimore, U.S.A., April 1987

Foit, J. Pfesné elektronické teploméry. Sdélovaci technika, roc. 35, ¢. 1, SNTL, Praha 1987
Kodes, J.-Samek, J.: Experimentalni submikronové struktury, Slaboprody obzor, 48, 1987,s.111

Tulach, L. - Frank, H. - Sopko, B. - Prasil, Z.: Radiation defects in fast neutron-, electron-, and gamma-irradiated
silicon, Physica Status Solidi (a), vol. 100, 1987, pp. K13-K16

Cada M., Gauthier R., Paton B., Chrostowski J.: "Nonlinear guided waves coupled nonlinearly in a planar
GaAs/GaAlAs multiple-quantum-well structure", Applied Physics Letters, Vol. 49, No. 13, September 1986

Cada M., Xiang F., Felsen L.B.: "Numerical analysis of tapered optical waveguides using the intrinsic modes
approach", Proceedings of MONTECH 86 - Communications Il, Montreal, Canada, September 1986

Cada M., Gauthier R., Chrostowski J., Paton B.: "Multiple-quantum-well coupler", Proceedings of SPIE, Vol. 704,
Integrated Optical Circuit Engineering IV, Cambridge, U.S.A., September 1986

Kodes, J.-Vesely, J. Pravidla zmensovani strukltur MOS, Acta Polytechnica 9 /lIl/, 1986, s.23

Tulach, L. - Frank, H. - Pina, B. - Jan(, M.: Gold as residual impurity in silicon devices, Physica Status Solidi A-
Applied Research, vol. 95 1986, pp K87-K89, 1986, ¢.1, s.145

Voves, J. - Rybka, V. - Trestikova, V.: C-V Technique on Schottky Contacts — Limitation of Implanted Profiles,
Applied Physics A, vol. 37, 1985, pp. 225-229

Vobecky, J.-Kodes, J.: MéFeni rekombinaéniho zafeni z kiemikovych vykonovych struktur. Cs.¢as.fyz. A36,
Adamcik I. Electrical properties of metal — Si3N4 - GaAs structure Tesla electronics 18, No 1 (1985), str. 10
Adamcik I. Influence of surface-located on electrical properties of GaAs TESLA electronics 18, No 2, (1985), str. 43

Cervena, J. - Hnatowicz, V. - Kvitek, J. - Rybka, V. - Krej¢i, P.: Application of iterative deconvolution procedures for
evaluation of boron depth profiles, Czechoslovak Journal of Physics, vol 35, 1985, pp. 413-419

Foit, J. Vypocet amplitudové a fazové charakteristiky z prechodové pomoci Tl 58/59. Acta Polytechnica lll, 9, €. 7,
SNTL — FEL, Praha 1984

Foit, J. Program pro vypocet jednoduchych obvodt LC. Sdélovaci technika, ro¢. 33, ¢. 10, SNTL, Praha 1985
Foit, J. Programy pro identifikaci parametri realné diody. Sdélovaci technika, roc. 33, ¢. 10, SNTL, Praha 1985
140



Foit, J. Vypocet malych sitovych transformatort pomoci PC-1211. Sdélovaci technika, ro¢. 33, ¢. 12, SNTL, Praha
1985

Jelinkova, H.: Channeling measurement of residual damage in silicon, Czechoslovak Journal of Physics, vol 35,
1985, pp. 465-468.

Hnatowicz, V. - Kvitek, J. - Dzmuran, R. - Novy, F. - Hoffman, J. - Ozdajev, V. - Rybka, V. - Obrusnik, I. - Vidra, M.:
Use of energetic charged particles for analytical purposes, Chemické listy, vol 79, 1985, pp. 1017-1030

Jerabek, V. Modulacni vlastnosti komunikacnich elektroluminiscencnich diod, Slaboproudy obzor, vol. 46, ¢.7,
str. 301 — 307, 1985

Kodes, J.: Nestacionarni transport v polovodicich, Acta Polytechnica 13, 1985, ¢.3, s.5
Kodes, J.: Co je submikrotronika. Sdélovaci technika 1984, ¢.1, s.10
Kodes, J.: Balisticky transport elektron(, Slaboprody obzor, 45, 1984, ¢.9, s.424

Machac P.: Detekce hlubokych urovni metodou DLTS ve vzorcich s linearnim prechodem PN. Acta Polytechnica,
EVUT, 7 (lI1,1), 1984, str. 41.

Rybka, V. - Deml, F. - Hampl, P.: Dual implantation of Si and P into GaAs, Physica Status Solidi A-Applied Research,
vol. 86, 1984, pp. K117-K119

Rybka, V. - Hnatowicz, V. - Kvitek, J. - Vacik, J. - Schmidt, B.: Determination of the range profiles of boron
implanted into Si and SiO2, Physica Status Solidi A-Applied Research, vol. 83 1984, pp. 165-171

Hudec L., Machac P. a Myslik V.: Integrovany pfijimac¢ infracerveného zareni pro optoelektronické sdélovaci
systémy. Acta Polytechnica, CVUT, 18 (111,4), 1983, str. 5.

Foit, J. Vyvojové trendy v mikroelektronice. TAMR, roc. 23, €. 3, Vyzkumny Ustav odborného skolstvi, Praha 1982

Foit, J. Realiza¢ni projekt mikroelektroniky — priklad efektivnosti. Acta Polytechnica, 12, Ill, ¢. 2, SNTL — FEL, Praha
1982

Hnatowicz, V. - Kvitek, J. - Pelikan, L. - Rybka, V. Krejc¢i, P.: A method for analysis of low energy backscattering
spectra, Nuclear Instruments and Methods, Volume 195, Issue 3, 15 April 1982, pp. 627-629

Hnatowicz, V. - Kvitek, J. - Pelikdn, L. - Rybka, V.: Determination of arsenic, antimony, and bismuth in silicon using
200 keV aplha-particle backscattering, Physica Status Solidi A-Applied Research, vol. 74, 1982, pp. 323-328

Jirdsek, L. - Vavfina, K.: RozloZeni potencidlu, intenzity elektrického pole a koncentrace nosi¢li ve strukture
P*NN*. Praha, Acta polytechnika 1982.

12/1982

Machac P. a Myslik V.: Hluboké Grovné v materidlech pouzivanych pro EL diody. Acta Polytechnica, CVUT, 12 (lll,
2), 1982, str. 73.

Pelikdn, L. - Rybka, V. - Krejci, P. - Kvitek, J.: Study of boron implantation in Ag-Si layer structures, Physica Status
Solidi A-Applied Research, vol. 72, 1982, pp. 369-373

Burickij K.S., Zolotov .M., Cada M., Cornych V.A.: "Investigation of leaky modes in anisotropic diffused
waveguides", Soviet Journal of Quantum Electronics (in Russian), Vol. 11, No. 5, May 1981

Ctyroky, J. - Cada, M.: Generalized WKB method for the analysis of light propagation in inhomogeneous
anisotropic optical waveguides, IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 17, 1981, pp. 1064-1070.

Foit, J. Kongres Eurocon 80 ve Stuttgartu. Slaboproudy obzor, roc. 42, €. 3. SNTL, Praha 1981

Hudec L., Machaé P. a Myslik V.: Casové stalost elektroluminiscenénich polovodi¢ovych prvk(. Acta
Polytechnica, CVUT, 1 (1ll,1), 1981, str. 21.

Kodes, J.-Samek, J.-Simko, T.: Lifetime Mmeasurements on Elektron irradiated Silicon, Phys.Stat.Solidi, (a) 68,
1981, K177

Kodes, J.-Samek, J.-Zamastil, J.: Low Level Lifetime Measurements on Elektron irradiated Silicon, Czech. J. Phys.
B31, 1981, s.345

Cada M.: "Leaky modes in anisotropic dielectric waveguides", Acta polytechnica (in Czech), Vol. 13, No. I11/3,
1980

141



Machac. P. a Myslik V.: Generdtory impulzd se subnanosekundovou délkou hran. Sdélovaci technika, 28, 1980,
¢. 12, str. 443.

Cada, M. - Ctyroky, J. Gregora, I. - Schrofel, J.: WKB analysis of guided and semileaky modes in graded-index
anisotropic optical waveguides, Optics Communications, Volume 28, Issue 1, January 1979, pp. 59-63

Cada M., Ctyroky J.: "Waveguide properties of planar optical anisotropic waveguiding structures",
Electrotechnical Journal (in Czech), Vol. 30, No. 9, 1979

Ctyroky J., Cada M., Lyndin N.M., Sychugov V.A., Schrofel J.: "Novel beam-to-waveguide coupler for LiNbO3
optical waveguides", Electronics Letters, Vol. 15, No. 17, August 1979

Foit, J. Technologicko-pedagogicky projekt katedry mikroelektroniky. Acta Polytechnica VI, 3, ¢. 14, FEL-SNTL,
Praha 1979

Hudec L., Machac P. a Myslik V.: Opticky zisk a zplsob jeho méreni u polovodici. Elektrotechnicky ¢asopis, 30,
1979, ¢. 3, str. 231.

Jirkal, C. - Myslik, V. - Stépek, J.: Time-switch with an integrated circuit XR-2250, Chemické listy, vol. 73, 1979, pp.
312-316

(1979), str. 1177 - 1180

Ctyroky J., Cada M.: "Guided and semileaky modes in anisotropic optical waveguides of the LiNbO3 type", Optics
Communications, Vol. 27, No. 3, 1978

Kodes, J.: Nékolik poznamek ke studiu mérného kontaktniho odporu, Elektrotechnicky obzor 67, 1978, ¢.8, s.508

Adamcik ., Gurovi€ J., Huttel I. Zobrazovaci prvky vyuZivajici elektrotechnického jevu Slaboproudy obzor 38
(1977) &. 12,str. 580-583

Kodes, J.-Kraus, V.: Stanoveni proudové zatiZitelnosti kontaktd na kiemiku typu N, Elektrotechnicky ¢asoipis, 28,
1977, €7, s.514

Kodes, J.-Lhota, J.-Samek, J.: Méfici zafizeni pro studium horkych elektront “.Cs.¢as.fyz., 27, 1977, €1, .57
Machac P.: Méreni spekter svitivych diod. Sdélovaci technika, 25, 1977, ¢. 12, str. 463.

Pefina, V. - Prajzler, V. - Schrofel, J. - Mackova, A. - Hnatowicz, V. - et al. Properties of RF magnetron sputtered
gallium nitride semiconductors doped with erbium

Adamcik I. Ovladanie prahového napatia v tranzistoroch MIS Elektrotechnicky ¢asopis 27, (1976) Cislo 2, str. 183

Adamcik I., Schrofel J. New method of influencing semiconductor surface properties Tesla electronic 4, (1976),
str. 113

Foit, J. Optrony. Sdélovaci technika roc. 25, SNTL, Praha 1976

3,1976)
Kodes, J. - Vavfina, K.: Studium horkych elektron( v kiemiku, Acta Polytechnica IV, 1975, €.5, .45

Adamcik 1., Schrofel J. Vyzkum vlastnosti povrchu polovodict pro mikroelektronické prvky Acta Polytechnika -
Prace CVUT v Praze, 14 11V, 71 (1975)

Adamcik 1., Schrofel J. Controling the characteristics of a MIS system by means of an inter-layer Thin Solid Films,
29 (1975), str. 297-301

Adaméik 1. Ovladanie vlastnosti rozhrania polovodi¢ - izolant v sustave MIS Elektrotechnicky ¢asopis XXV, C. 1-3,
(1974)

Foit, J. Stereofonni modulometr. Amatérské Radio roc. 23, ¢. 1, Praha 1974
Foit, J. Urceni tepelného odporu chladicich zeber. Sdélovaci technika roc. 23, ¢. 4, SNTL, Praha 1974
Foit, J. Prechodové charakteristiky magnetofon(. Acta Polytechnica Ill, CVUT — SPN, Praha 1973

Foit, J. Die Eigenschaften eines optoelektronischen Vierpols. Nachrichtentechnik-Elektronik ¢. 12, Verlag Technik,
Berlin 1973

Foit, J. Jednoduchy pfipravek pro méreni nelinearniho zkresleni. Sdélovaci technika roc. 20, ¢. 3, SNTL, Praha
1972

142



Adamcik 1., Schrofel J. Tenkovrstvovy tranzistor s medzivrstvou na rozhrani polovodic-izolant, Tesla Elektronik 4
(1971)

Adamcik I., Schrofel J. A thin-film tnansistor with an interlayer at the semiconductor - insulator interface
Tesla Electronic 4, str. 107 (1971)

Foit, J. Televize ve zdravotnické praci. Lékar a technika ¢. 3, SNTL, Praha 1971

Foit, J. Soustava Dolby. Amatérské Radio ¢. 6, Magnet, Praha 1971

Kodes, J.: Photovoltaic Effect in Selenium Photocells. Phys.Stat.Solidi, (a)5, 1971, K87

Vavfina, K.: Behaviour of polycrystalline selenium layers at high current densities, Czechoslovak Journal of
Physics Section B, vol. B 21, 1971, p. 275

Foit, J. Televize ve védé i ve skole, ¢ast |, ¢ast Il. Lékar a technika €. 6, SNTL, Praha 1970 a ¢. 3, SNTL, Praha 1971
Adamcik I. VyuZitie polykrystalického polovodi¢a ZnO na vytvaranie zdruzenych dvojpdlov R aC paraléline
Elektrotechnicky casopis XX, 100 (1969)

Adamcik 1., Schrofel J. Tenkovrstvovy tranzistor riadeny polom s polovodicom CdSe Elektrotechnicky ¢asopis XX,
477 (1969)

Vavrina, K. - Kopecky, J.: Measurement of Volt-Ampere characteristics of selenium rectifier plates from point of
view of multi-contact theory, Ceskoslovensky ¢asopis pro fyziku sekce A, vol. 19, 1969, p. 1

Adamcik I., Karku$ D., PISek V. Tenkovrstvovy tranzistor fizeny elektrickym polem, Zpravodaj vyzkumu Tesla Il, 13
(1968)

Kodes, J.: Contribution to the study of the prebreakdown region of the selenium rectifiers, Physics Letters A,
Volume 25, Issue 8, 23 October 1967, pp. 611-612.

Foit, J. Novy zplsob filmového zaznamu televizniho obrazu. Sdélovaci technika ¢. 4, SNTL, Praha 1964

Foit, J. Generator sinusového rusivého signélu. Rozhlasova a televizni technika ¢. 3. VURT, Praha 1962

Foit, J. Izmerenije vidnosti Sumov v cvétnom televidénii. Radio i televidénije, Nr. 1, OIRT Praha 1961

Foit, J. Measurement of random noise visibility in colour television. Radio and television, No. 1, OIRT Praha, 1961
Foit, J. Messung der Rauschsichtbarkeit beim Farbfernsehen. Rundfunk und Fernsehen Nr. 1, OIRT, Praha 1961

Foit, J. Mesure de la visibilité du bruit erratique dans la télévision en couleurs. Radiodiffusion et télévision No. 1,
OIRT Praha 1961

Foit, J. Zdroj vysokého napéti s malym vnitfnim odporem. Sdélovaci technika ¢. 9., SNTL Praha 1960

Foit, J. Mé&Feni viditelnosti Sumu v barevné televizi. Rozhlasova a televizni technika, ¢. 2, VURT, Praha 1960

Patenty, primyslové a uZitné vzory

Adaméik I., Louma I., Houska M. Vandrék J.,Proménny odpor, zejména pro mikromoduly Csl. patent ¢. 112 924

Adamcik ., Denk J., Vandrék J., Wasyluk R. ZpUsob vytvareni hmatovych obvodi sestavajicich z R a C v paralelnim
zapojeni Csl. patent ¢. 138 441

Adamcik I. Zplsob dostavovani hodnot R a C hmatovych obvodi sestédvajicich z R a C v paralelnim zapojeni

Csl. patent ¢&. 134 960

Adaméik I., Schréfel J. Tenkovrstvovy aktivni polovodi¢ovy prvek Fizeny elektrickym polem Csl. patent ¢. 146859
Adaméik I., Schrofel J. Heteropiechod polovodi¢ - izolant Csl. patent ¢. 165795

Adaméik I., Schrofel J. Zpiisob vyroby tenkovrstvového tranzistoru Csl. patent ¢. 165796

Adaméik I, Schréfel J., Httel I.,Klopny prvek PV 6883-72, Csl. patent ¢. 163950

Adaméik I., Schréfel J. Tenkovrstvovy tranzistor rlzeny elektrickym polem PV 5113 - 71 Csl. patent &. 166424

Adamdik 1., Schrofel J. Zplisob regulace elektrickych vlastnosti polovodicovYch vrstev PV 5114 - 71 Csl. patent &.
166889

Adamdik I., KFemen V. ZpGsob vyroby ¢idla vihkosti PV 7331 prihldgeny (1981)Csl. patent ¢. 221140
Adamcik I., Maly L. ZpUsob vytvareni topografie testovaciho ¢ipu pro integrované obvody PV 8485-86

143



Adamcik I., Maly L., Hulenyi Lo: Testovaci Cip pro polovodi¢ové struktury PV 6795-87

Burian, Z. : Detekéni jednotka pro méfeni luminiscence, buzené nanosekundovymi pulsy N2 laseru. TU 28/77 pro
VUST A. S. Popova. ZN 46/78

Burian, Z., Vanicek, F. : ZpGsob méreni koncentrace kysli¢niku uhli¢itého. PV 3132-79, AO 209 682

Burian, Z., Vanicek, F. : ZpUsob urcovani teploty aktivni vrstvy polovodi¢ovych zdroju zéreni. PV 4788-79, AO 206
187

Burian, Z., Skaloud, M., Pina, B. : Zp(sob kontroly rozloZeni rekombinacnich pfimési v plose polovodi¢ové
struktury. PV 7324-82, AO 2067

Burian, Z. - Pina, B., Hartman, S. : Zplsob vyroby vysokoohmové vrstvy na nizkoohmovém polovodicovém
substratu. PV 8963-84. AO 242 068

Burian, Z., Vanicek, F. : ZpGsob méreni povrchové teploty polovodice. PV 08240-88. Y.

Burian, Z. : Radiometr pro mérenii povrchové teploty. PV 08241, AO 270760

Foit, J. : Cs. patent ¢. 107620 Zptisob prevedni televizniho poradu na kinematograficky film. Praha, 15. 6. 1963
Foit, J. : PV 4934-83 Zplsob méreni malych vysokofrekvenénich signdlli, zejména rusivych vysokofrekvenénich
elektromagnetickych poli. Ufad pro patenty a vynalezy, Praha, 30. 6. 1983.

Foit, J. : A. O. (Autorské osvédéeni) ¢. 258879: Obvod pro spinani Fizenych polovodi¢ovych spinacd v nule. Utad
pro vynalezy a objevy, Praha, 18. 7. 1988.

Foit, J. : Metoda fizeni polovodi¢ovych spinacli v nule. Autorské osvédceni ¢. 258879, Praha 1989

Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. Adjusting method and means for carrier life of semiconductor element
Patent Application Japonska patentova kancelar, 2000-058550. 1999-08-05.

Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. Method for Regulating Carrier Life in Semiconductor Element Patent
Application Cinsky patentovy Giad, CN1244725A. 1999-08-06.

Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. Metoda fizeni doby Zivota v polovodicové soucastce Patentova prihlaska
ROSPATENT, Russian Agency for Patents and Trademarks, 99117931. 1999-08-05.

Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. Process for Adjusting the Carrier Lifetime in a Semiconductor Component
Patent United States Patent and Trademark Office, 6159830. 2000-12-12.

Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. Process for adjusting the carrier lifetime in a semiconductor device Patent
Application United States Patent and Trademark Office, 09/363645. 1999-07-30.

Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. Process for adjusting the carrier lifetime in semiconductor device Patent
Application Ministry for Education and Sciance Ukraine, State Dept. of Intellectual Property, 99084502. 1999-08-
05.

Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. Verfahren zur Einstellung der Tragerlebensdauer in einem
Halbleiterbauelement Patentova ptihlaska European Patent Office, 99810632. 2-2203. 1999-07-14.
Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. Verfahren zur Einstellung der Tragerlebensdauer in einen

Halbleiterbauelement Patentova prihlaska Deutsches patent und Markenamt, 19835528. 1998-08-06.

Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. ZpUsob nastaveni doby Zivota nosi¢l v polovodicové elektronické soucastce
Patent Application Indickd patentova kancelaf, 781/MAS/99. 1999-08-02.

Galster, N. - Hazdra, P. - Vobecky, J. ZpUsob nastaveni doby Zivota nosi¢l v polovodicové elektronické soucastce
Patentova prihlaska Ufad priimyslového vlastnictvi, 1999-2724. 1998-08-06.

Huttel, I. - Jefabek, V. - Tovdrek F. Zafizeni k optickému méreni frekvence otaceni klece valivého loZiska, PV
2897 — 83, AO 234 064, Prahal987

Jetdbek, V. Generator pulzl, PV 2654 — 80, AO 209 750, Praha 1982
Jefabek, V. — Libicher, J. Zapojeni pro asynchronni prenos informace, PV 4225 —-81, AO 216 777,Praha 1984

Rahimo, M. - Vobecky, J. - Janisch, W. - Kopta, A. - Ritchie, F. Semiconductor Module Patent Application
European Patent Office,

Rahimo, M. - Vobecky, J. - Kopta, A. Method for manufacturing a reverse conducting insulated gate bipolar
transistor Patent Application European Patent Office,

144



Rozehnal, Z. - Hazdra, P. - Vobecky, J. Zafizeni pro testovani odolnosti integrovanych systém( Primyslovy vzor.
1998.

Vysokoskolska skripta

Foit, J., Hudec, L. : Zaklady elektroniky vysokogkolska ucebnice, 365 str., 370 obrazk(. Vyd. CVUT, Praha 2008 v
tisku.

Husék,M a kol. Senzory v lékafstvi - ndvody k laboratornim cvi¢enim, Praha CVUT 2007, 163 s, ISBN 978-80-01-
03611-2

Husak, M. — Jirdsek,L. — Krejéitik,A.: Navrh napéjecich zdroji pro elektroniku — cvi¢eni 1. vyd. Praha CVUT. 2006.
ISBN 80-01-03397-X. 174 stran.

Huséak, M.: Navrh napajecich zdrojd pro elektroniku — pirednasky 1.vyd. Praha CVUT. 2006. ISBN 80-01-03398-8.
159 stran.

Foit, J. - Vobecky, J. - Zahlava, V. Electronics, laboratory measurements 1. ed. Prague: CTU, Faculty of Electrical
Engineering, 2005. 101 p. ISBN 80-01-03182-9.

Vobecky, J. - Zahlava, V. Elektronika - soucastky a obvody, principy a ptiklady 3. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING,
2005. 220 s. ISBN 80-247-1241-5.

Foit, J. - Vobecky, J. - Zahlava, V. Elektronika - Laboratorni cviceni 1. vyd. Praha: ¢VUT, 2004. 95 s. ISBN 80-01-
03130-6.

Vanicek, F. Elektronické soucastky - principy, vlastnosti, modely 2. vyd. Praha: CVUT, 2004. 357 s. ISBN 80-01-
03112-8.

Foit, J. Aplikace modernich souéastek, cvi¢eni 1. vyd. Praha: CVUT v Praze, FEL, 2003. 101 s. ISBN 80-01-02760-0.

Husdk, M. - Jirdsek, L. - Krejeifik, A. Napajeci zdroje v elektronice - cviéeni 2. vyd. Praha: CVUT, 2002. 107 s. ISBN
80-01-02632-9.

Vani¢ek, F. Elektronické soucastky - Priklady 1. vyd. Praha: CVUT, 2001. 172 s.

Jakovenko, J. Management Simulation - Application for Automotive Industry (Student's Book) 1. ed. Brno: VUT v
Brné&, FEI, Ustav mikroelektroniky, 2000. 62 p.

Jakovenko, J. Management Simulation - Application for Automotive Industry (Teacher's Book) 1. ed. Brno: VUT v
Brné&, FEI, Ustav mikroelektroniky, 2000. 103 p.

Zahlava, V. Metodika navrhu plodnych spojdi 1. vyd. Praha: CVUT, 2000. 81 s. ISBN 80-01-02193-9.

113 s. ISBN 80-01-02024-X.

Huséak, M. Napéjeci zdroje v elektronice 1. vyd. Praha: CVUT, 1998. 154 s. ISBN 80-01-01764-8.

Jirasek, L.: Aplikace vykonovych polovodicovych soucéstek 1. vyd. Praha: CVUT, 1998. 121 s. ISBN 80-01-01984-6.
Foit, J. Electronics 1. ed. Prague: CTU, 1997. 123 p. ISBN 80-01-01648-X.

ISBN 80-01-01614-5.
Voves, J. Fyzika polovodi¢ovych souéastek 1. vyd. Praha: CVUT, 1997. 163 s. ISBN 80-01-01684-6.

80-01-00848-7
Semberova, M. a kolektiv: Zaklady elektroniky. Laboratorni cvi¢eni. Skriptum. SNTL Praha 1966

Semberova, M. - Trestikovd, V. - Vanicek, F. Elektronické a mikroelektronické soucastky 1. vyd. Praha: CVUT,
1996. 241 s. ISBN 80-01-00916-5.

01361-8.

145



Kejhar, M. - Kirschner, M. - Musil, V. - St¥ibrny, V. Program SPICE v p¥ikladech 1. vyd. Praha: CVUT, 1995. 240 s.
ISBN 80-01-01348-0.

Vobecky, J. - Voves, J. TCAD pro elektroniku 1. vyd. Praha: CVUT, 1995. 110 s. ISBN 80-01-01372-3.
Voves, J. Kvantové elektronické struktury 1. vyd. Praha: CVUT, 1995. 104 s. ISBN 80-01-01350-2.

Hazdra, P. - Konit, L. - Rozehnal, Z. Navrh zakaznickych integrovanych obvodd Praha: CVUT, 1994. 149 s. ISBN 80-
01-01090-2.

Musil, V. - Stiibrny, V. - Weber, B. - Kolouch, J. - Pfadka, M. — Hazdra, P. — Rozehnal, Z. Navrh integrovanych
obvodl Brno: VUT v Brné, 1994. 270 s. ISBN 80-214-0561-9.

Huséak,M. Senzorové systémy, CVUT 1993, 180 stran, ISBN 80-01-00935-1.

ISBN 80-01-00997-1
Vanicek, F. : Modely elektronickych struktur. Skriptum. Edi¢ni stfedisko CVUT Praha 1992
Burian Z. : Optoelektronika, 1. vyd. skriptum CVUT, Praha 1991, 149 s., ISBN 80 - 01 - 00717 - 0

Kodes, J.:Specialni mikroelektronické struktury, 2. rozéitené vydani. CVUT, Praha 1989

Kubat, M. - Jirasek, L. a kol. : Silnoprouda mikroelektronika, (doplnéné vydani), Vydavatelstvi CVUT, 1989, 183
stran.

Burian Z., Sloup V. : Digitalni a optoelektronickd technika, 1. vyd., skriptum CVUT, Praha 1988, 303 s.
Kubat, M. - Jirdsek, L. a kol: Silnoproudd mikroelektronika, Vydavatelstvi CVUT, 1988, 181 stran,

Vanigek, F. - Vobecky, J. : Specialni prvky. Postgradudlni studium. Skriptum. Edi¢ni stfedisko CVUT Praha 1987
Foit, J. : Elektronické prvky. Skriptum pro postgradudini studium, Vyd. CVUT, Praha 1986

Hudec, L. - Vanicek, F. : Elektronické prvky I, Il - Piiklady. 6. vyd. Skriptum. Edi¢ni stfedisko CVUT, Praha 1986.
Kodes, J.-Vesely. J.: Zaklady elektroniky, skripta pro postgradudlni studium, CSVD, Praha 1986

Foit, J. : Mikroelektronika. 203 str., 242 obr., vyd. CVUT, Praha 1985

Foit, J. : Struktury a technologie mikroelektroniky. 258 str., 267 obr., Vyd. CVUT, Praha 1984 (pocténo Cenou
rektora jako nejlepsi skriptum roku)

Hudec, L. - Vanicek, F. : Elektronické prvky I, Il - Priklady. 5. vyd. Skriptum. Edi¢ni stfedisko CVUT Praha 1984.

Foit, J. : Mikroelektronika I, Il. Skripta pro postgradualni studium, Chirana, Stard Tura 1983
Kodes,J.: Elektronické prvky. skripta pro postgradualni studium, Chirana Stara Tura 1983

Vanicek, F. : Polovodi¢ové struktury. Skriptum. Edi¢ni stfedisko CVUT Praha 1983
Burian, Z. - Trestikova V. : Diagnostika v mikroelektronice, 1. vyd., CVUT Praha 1982, 118 s.

Foit, J. : Mikroelektronika, ¢ast I, ¢ast Il. Skritpum pro rekvalifikacni postgradudlni studium, VUMA, Nové Mesto
nad Vahom 1982

146



Foit, J. : Mikroelektronika, ¢ast I, ¢ast II, &ast Ill. Uéebni texty pro korespondenéni postgradudlni studium, KPU
Usti nad Labem, 1982

Hudec, L. - Vanicek, F. : Elektronické prvky I, Il - P¥iklady. 4. vyd. Skriptum. Vydavatelstvi CVUT, Praha 1982.
Kodes, J.: Zaklady elektroniky. skripta pro postgradualni studium. VUMA-Nové Mésto 1982
Kodes, J.: Specidlni mikroelektronické struktury. 1. vydani, skripta CVUT, Praha 1982

Foit, J. : Mikroelektronika I, Il, 3. Vydani. Vyd. CVUT, Praha 1981

Foit, J. : Integrované obvody — analogové soucastky. Ucebni texty pro rekvalifikacni postgradudlni studium,
chemické zévody Litvinov, Litvinov 1981

Kodes, J.-Vavtina, K.-Krejciik, A.: Elektronika, skripta CVUT, Praha 1981
Krejéifik A. - Kode$ J. -Vavfina K. : Elektronika - prednasky, 1. vyd, FEL CVUT, Praha 1981, 320 s. ISBN 80 - 01 -
00668 - 9

Kodes, J.: Fyzikélni zaklady mikroelektroniky, skripta pro postgradudlni studium. IVV CT, Praha 1980
Foit, J. : Cislicové mikroelektronické obvody. postgradualni studium, Viyd. VUT, Praha 1979

Kodes, J.:Materialy pro optoelektroniku. skripta pro postgradualni studium. CKD Polovodiée, Praha 1979
Kodes, J.-Vavfina, K.: Fyzika pevnych latek, skripta pro postgradualni studium. CVUT, Praha 1979

Hudec, L. - Vanicek, F. : Elektronické prvky I, Il - Pfiklady. 1. vyd. Skriptum. Edi¢ni stfedisko CVUT Praha 1977.
Kodes, J.-Sanderova, V.-Vaviina, K.: Vybrané staté z fyziky pevnych latek, skripta CVUT, Praha 1974

Kubat, M. : . Silnoprouda polovodi¢ova zafizeni, Vydavatelstvi CVUT, 1973, 345 stran,

Foit, J. : Vybrané stati z analogovych integrovanych obvodd. postgradudlni studium, Vyd. CVUT, Praha 1971
Hudec, L. - Vanicek, F. : Elektronické prvky Il. Pfednasky. 1. vyd. Skriptum. Vydavatelstvi CVUT, Praha 1971
Foit, J. a dal3i : Elektronické prvky Il, praktika. Vyd. CVUT, Praha 1970

Vanigek, F. - Novék, V. - Hudec, L. : Re$ené piiklady z elektroniky I. Skriptum. CVUT Praha 1970

Stransky, J. - Hudec, L. - Vanicek, F. : Elektronika I. Pfednagky. Skriptum. CVUT Praha 1969

Stransky, J. - Vanicek, F. - Pelikan, L. : Elektronika. Ptiklady. Skriptum. Edi¢ni stfedisko CVUT Praha 1969

Stransky, J. - Vanicek, F. - Hudec, L. : Elektronika I. Odporové dvojpdly a piiklady. Skriptum. Ediéni st¥edisko CVUT
Praha 1968

Hudec, L. - Vanicek, F. : Zaklady elektroniky | - Elektronky. Skriptum. CVUT Praha 1967

Stransky, J. - Hudec, L. - Vanicek, F. : Zaklady elektroniky Il. Polovodi¢ové soucdstky. SNTL Praha 1966

Vaniéek, F. - Hudec, L. : Zaklady elektroniky | - Elektronky. Skriptum. CVUT Praha 1965

Kubat, M. : Zaklady priimyslové usmérfiovaci techniky, U¢ebni texty vys. $kol, CVUT, SNTL 1964, 196 stran,
Forejt, J. - Hudec, L. - Vanick, F. : Zaklady elektroniky - Resené piiklady. Skriptum. SNTL, Praha 1963

Andél, V. - Hudec, L. - Tkac, K. - Vanicek, F. : Zaklady elektroniky - laboratorni cvi¢eni. Skriptum. SNTL Praha 1962

11. Seznam projektt, grant

1993-1994 - TEMPUS JEP-1565 - Husak, M., Education and Collaboration in the Field of Microelectronics
1994-1996 — GACR 202/94/1055 - Adamdik, 1., Studium fyzikdlnich principd samoorganizace biologickych systém0
1995 - Copernicus 937399 - Adamcik, I., Design Automation for Real-Time Signal Processing (DARTS)

1995-1998 — Copernicus - 940223us - Husak, M., Synthesis of Image and Speech Processing Algorithms in Silicon
(SISPAS)

1995-1998 — TEMUS JEP-9468-95 - Husak, M., Education for Quality Control in Electrical Industry
1996 - FRVS 0212 - Adamcik, 1., Vyukové centrum pro néstroje CAD v elektronice

147



1996 - CVUT 3096311 - Hazdra, P., Nové materialy pro nuklearni a polovodicové inzenyrstvi
1996 - FRVS 0211 - Husak, M., Rozvoj vzdélavéni a védecko-vyzkumné ¢innosti v oblasti inteligentnich senzort

1996-1998 - GACR 102/96/1703 - Schrofel, J., Vyzkum struktur pro elektroniku a optoelektroniku pripravenych
metalorganickou epitaxi z plynné faze

1996-1998 — GACR 102/96/1610 - Schréfel, J., Nové technologie pro pripravu optoelektronickych struktur
1996-1998 — GACR 102/96/1243 - Schréfel, J., Aktivni vinovody a vinovodné lasery

1996 - FRVS 0708 - Schrofel, J., Zalenéni moderni organokovové technologie polovod.struktur do stud. oborti
material. inZenyrstvi

1996 - CVUT 3096366 - Sichrovsky, P., Experimentalni studium polovodicovych heteropfechodil nizkoteplotnim
mérenim

1996 - CVUT 3096367 - Spurny, F.,Studium radiaénich poruch v ktemiku

1997 - CVUT 3097465 - Hazdra, P., Vyufiti vodiku k pasivaci kontaminantd v polovodéich
1997 - CVUT 3097466 - Huja, M.

Navrh molekuldrni pumpy a tlakového snimace

1997-1999 - GACR 102/97/0867 - Husak, M., Méfici metody a mikroelektronické senzory pro detekci
elektromag. signal emitovanych Ziv. burikami

1997 - FRVS 0884 - Husak, M., Mikrosystémy - jejich védecko-vyzkumny rozvoj a zavadéni poznatkd do vyuky
1997-2000 — MSMT - VS97046 - Husak, M., Centrum mikrosystémd

1997-1999 - TEMPUS S _JEP-12348-97 - Husak, M., Education for European Business Economics and Law at
Technical Universities

1997-1999 — GACR -V102/97/5078 - Husédk, M., Modelovani, simulace a syntéza mikrosystému

katedra mikroelektroniky

1997 - CVUT 3097464 - Moravcova, H., Transport elektron( v supermfizkach

1997 - CVUT 3097467 - Rozehnal, Z., Adaptivni periferie mikroprocesorovych systémd

1997 - CVUT 3097468 - Simandl, P., Navrh analogovych aplikaéné specifickych neuronovych siti

1997 - CVUT 3097469 - Vit, R., Mikrosystémy - chemické senzory

1998 - CVUT 309809103 - Hazdra, P., HVCTS-Vysokonapétova proudova prechodova spektroskopie

1998 — FRVS 1237 - Husak, M., Rozvoj vzdélavani v oblasti mikrosystémd

1998 - CVUT 309809203 - Husak, M., Mikrosystémy

1998 - CVUT 309809303 - Rubes, J., Stanoveni profilti radiaénich poruch v kiemikovych soucastkach
1999-2000 — FRVS 768 - Burian, Z., Spole¢né praktikum optoelektroniky FJFl a FEL CVUT

1999 - CVUT 309907503 - Hazdra, P., Nova rekombinaéni centra pro moderni vykonovou elektroniku
1999-2000 - Husak, M., ERASMUS

1999 — FRVS 0854 - Husak, M., Zavadéni mezioborovych poznatk( ze senzoriky a mikrosystém do vyuky
1999-2004 — MSMT 210000012 - Husak, M., Transdisciplinarni vyzkum v oblasti biomedicinského inZenyrstvi

1999-2004 - MSMT 210000015 - Husak, M., Vyzkum novych metod pro mé¥eni fyzikédlnich veli¢in a jejich aplikace
v pfistrojové technice

1999-2004 - MSMT 212300016 - Husak, M., Tvorba a monitorovani Zivotniho prostredi
1999-2004 - MSMT 212300014 - Husak, M., Vyzkum v oblasti informaénich technologii a komunikaci

1999-2003 - NATO SfP-974172 - Husdk, M., Microwave Monolithic Integrated Transmitted Power Sensors and
Their Industrial and Metrological Application

1999-2004 - MSMT 212300013 - Rozehnal, Z., Rozhodovani a fizeni pro priimyslovou vyrobu

1999-2001 — GACR 102/99/1391 - Schrofel, J., Nové technologie pro piipravu dielektrickych laser a zesilova&t
1999-2004 - MSMT 210000022 - Schréfel, J., Laserové systémy a jejich aplikace

1999 — GACR 102/99/MO057 - Schréfel, J., Metodické centrum pro fotonické vinovodné struktury

148



1999-2001 — GACR 102/99/0414 - Schrofel, J., Materidly a struktury pro elektronické a optoelektronické
soucastky pfipravované metodou MOVPE

1999-2004 - MSMT 212300017 - Vobecky, J., Vyzkum efektivnosti a kvality spotieby energie

2000 - FRVS 1040/F1 - Husak, M., Inovace multidisciplindrniho charakteru vyuky v elektronice

2000 - FRVS 1046/H - Husak, M., Inovace vybaveni laboratofi pro vyuku pfedméts biomedicinského inZzenyrstvi
2000-2002 — GACR 102/00/0939 - Husak, M., Integrované inteligentni mikrosenzory a mikrosystémy

2000-2002 — GACR 102/00/0895 - Schrofel, J., Nové technologie pripravy pasivnich a aktivnich planérnich
struktur na bazi uhliku a nitridG uhliku pro integrovanou optiku

2001 - CVUT 300108913 - Copék, L., Teplotni senzor pro Iéka¥ské pouziti v prostfedi s mikrovinnym zarenim

2001 - CVUT 300109013 - Jakovenko, J., Modelovani mikroelektromechanické struktury mikrovinného senzoru
vykonu

2001 - CVUT 300109113 - Vit, J., Studium dynamického lavinového jevu

2001 - CVUT 300109213 - Vobecky, J., Nové metody lokalniho fizeni doby Zivota

2001-2002 - HPRI-CT-1999-00107 - Vobecky, J., IGBT Lifetime Killing Process Design Using Simulation Tools
2002 — FRVS 2198 - Hazdra, P., Inovace vyuky navrhu programovatelnych integrovanych obvodd

2002 - HPRI-CT-1999-00039 - Hazdra, P., Accurate Control of Recombination Centre Introduction in Silicon
2002 — FRVS 2195 - Huséak, M., Podpora interdisciplinarni projektové vyuky senzord a mikrosystémd

2002 - CVUT €VUT0210113 - Jakovenko, J., Vyvoj mikrosystému pro méreni vysokofrekvenéniho vykonu
2002 - CvUT €VUT0210213 - Novak, J., Parazitni elektromagentické vazby v integrovanych obvodech

2002-2004 — GACR 203/02/0087 - Schrofel, J., Studium opticky indukované difuze a rozpousténi st¥ibra v tenkych
vrstvach amorfnich chalkogenidd pfipravenych metodou "spin coating" a jeji uplatnéni v praxi

2002-2003 - HPRI-CT-1999-00107 - Vobecky, J., 6.6kV IGBT&FRD Lifetime Killing Process
2002 — FRVS 2180 - Zahlava, V., Inovace cviceni a pfednasek predmétu Metodika navrhu propojovani soucastek

2003-2005 — GACR 104/03/0385 - Burian, Z., Nové technologické postupy piipravy optickych vrstev na bazi
uhliku a organickych latek pro aktivni struktury integrované optiky

2003-2005 - 1AA1010318 - Hazdra, P., Mechanismus zafivé rekombinace v subnanometrovych InAs/GaAs
laserovych strukturach

2003-2005 — GACR 102/03/0619 - Husak, M., Inteligentni mikrosenzory a mikrosystémy pro méfeni, regulaci a
Zivotni prostredi

2003-2007 — GACR D102/03/H105 - Huséak, M., Moderni metody fedeni navrhu a aplikace elektronickych obvodii
2003 — FRVS 2431/F1 - Husak, M., Mikrosenzory a mikrosystémy v bakala¥ském a magisterském studiu

2003 - CvUT €VUT0307513 - Kulha, P., Senzory s implantovanymi vrstvami pro vyuZiti v mikrosystémech

2003 - CvUT CVUT0307613 - Novak, J., Modelovéni elektromagnetickych vazeb v mikrosystémech

2003 - CvUT €VUT0307713 - Prajzler, V., Uhlikové planérni vinovody pro integrovanou optiku

2003-2005 — GACR 102/03/0456 - Vobecky, J., Nové metody lokélniho fizeni doby Zivota v polovodicich

2003 - 25000915 - Voves, J., Dvourozmérné pocitacové simulace kiemikového detektoru

2004 — GACR 104/03/0385 - Burian, Z., Nové technologické postupy p¥ipravy optickych vrstev na bazi uhliku a
organickych latek pro aktivni struktury integrované optiky

2004-2008 — ECU-7.rdmcovy program, IST-507143 - Husak, M., PolyApply - aplikace polymerové elektroniky -
RFID

2004-2005 - ECU-7.rdmcovy program,IST-1-507893 - Husak, M., Target - vyvoj mikroviného vykonového
zesilovace pro telekomunikaéni tcely

2004 — FRVS 2010/F1 - Husak, M., 2010 F1 (Husak)
2004 — FRVS 2000/A - Husak, M., 2000 A (Husak)
2004 - CVUT CVUT0407613 - Kolesnikov, D., Aplikace silicidu platiny ve vykonovych polovodi¢ovych soucastkach

149



2004 - CVUT CVUT0407713 - Kulha, P., Senzory a mikrosystémy s piezorezistivnimi tenkymi vrstvami po méreni
mechanickych velicin za vysokych teplot

2004 - CVUT €VUT0407813 - Prajzler, V., Vyzkum technologie pfipravy planarnich aktivnich a pasivnich vinovodi
na bazi polovodicu

2005 - MSMT 6840770016 - Husdak, M., Vyzkum fyzikalnich pricip@ a technickych prostfedk v Zivotnim prostiedi
2005-2008 - GD102/05/H032 - Husak, M., Vyzkum, vyvoj a optimalizace méficich systémud a vyhodnocovani
nejistot méreni pfi jejich pouZiti v praxi

2005-2011 - MSMT 6840770012 - Husék, M., Transdisciplinarni vyzkum v oblasti biomedicinského inZenyrstvi Il
2005-2011 - MSMT 6840770014 - Husak, M., Vyzkum perspektivnich informaénich a komunikaénich technologii
2005 — FRVS 2565/F1 - Husak, M., 2565 Fla (Husak)

2005-2011 - MSMT 6840770015 - Husak, M., Vyzkum metod a systémd pro méfeni fyzikalnich veli¢in a
zpracovani namérenych dat

2005-2011 — MSMT 6840770017 - Vobecky, J., Rozvoj, spolehlivost a bezpecnost elektroenergetickych systémd

2005-2007 - 1ET310330507 - Zahlava, V., Optickd 3D-DVD pamétovd média na bazi novych fotochromatickych
polymert

2006 — FRVS 886 F1b - Hazdra, P., Inovace vyuky integrovanych elektronickych systéma
2006-2008 — GACR 202/06/0718 - Hazdra, P., InZenyrstvi kvantovych te¢ek

2006-2008 — GACR 102/06/1624 - Husak, M., MINASES - Mikro a nano senzorové struktury a systémy se
zabudovanou inteligenci

2006 — FRVS 2454 Fla - Husak, M., Inovace mikroelektronickych predmétd pro nové akreditované strukturované
studium na CVUT FEL Praha

2006-2008 — GACR 102/06/0424 - JeFabek, V., Nové soudastky integrované optiky zhotovené planérni hybridni
technologii

2006-2010 - LCO6041 - Vobecky, J., Pfiprava, modifikace a charakterizace materiald energetickym zarenim

2006-2008 — GACR  102/06/0381 - Voves, )., Spintronické aplikace feromagnetickych polovodicovych
nanostruktur

2006-2010 - KAN400100652 - Voves, J., Struktury pro spintroniku a kvantové jevy v nanoelektronice vytvorené
elektronovou litografii

2007 — FRVS 2302F1a - Husdk, M., INOVACE PREDMETU PRO STRUKTUROVANE STUDIUM ZAMERENYCH NA
MIKROPOCITACE A BIOMEDICINSKE SENZORY

2007 — FRVS 2332Aa - JeFabek, V., Projekt rozvoje a inovace laboratofi optoelektroniky a optiky

2008 — FRVS 267 Fla - Husék, M., Inovace predmétil strukturovaného studia se zaméfenim na oblast
zabezpecovacich systému a mikrosystéma

2008 — CVUT P102/08/P488 - Komarnitskyy, V.
2008 — FRVS 2566 G1 - Kubaf, M., Cadence tutoridl

2008 — FRVS 2621 G1 - Laposa, A., Senzory s povrchovou akustickou vinou pro laboratorni cviceni

12. Obhajené doktorské prace

Titl. Jméno PFijmeni Obhjil Nazev disertacni prace

Ing. Jiri Samek 1981

Ing. Alexandr  Krejcifik 1981 Kontaktni odpory

Ing. Karel Knapp

Ing. Josef Kokes 1981

Ing. Petr Machac 1982

Ing. Josef Nahlik 1981

Ing. Miroslav  Husak 1983 Analyticky model struktury MESFET na GaAs vyrobené iontovou
implantaci

Ing. Lubor Jirdsek 1982 Porovnani injekénich vlastnosti struktur P*NN* pfipravenych

150



technologii iontové implantace a difuzni technologii

Ing. Jiti Zyla 1986 Technol. zafizeni pro depozici epiaxnich vrstev kiemiku

Ing. Karel Ramajzl 1986 Zpétné propustni tyristor

Ing. Josef Dobes 1986 Analyza dyn. model pol. struktur samocinnym pocitatem
Ing. Jiri Bednar 1987 VyuZiti vypocetni techniky pfi modelovani pol. struktur
RNDr.  Jan May 1987 Povrchové vlastnosti vykonovych polovodic¢ovych struktur
Ing. Milan Prokes 1987 Dynamické parametry vykonovych tyristord

Ing. Vitézslav  Jefabek 1988 Vlastnosti bistabilni laserové diody (CaAl) As/GaAs

Ing. Zen Bong-Jun 1988 Meéreni prinosovych ztrat v nabojové vazané strukture (CCD)
Ing. Jan Vobecky 1988 Rekombinaéni zafeni vyk. pol. struktur na bazi kiemiku

Ing. Vlad. Sloup 1988 VyuZiti experimentu fizeného pocitacem...

Ing. Dana Sméla 1988 Implantovany odpor v integrovanych obvodech

Ing. Jan Vesely 1989 Horké nosice naboje ve strukturach MOS

Ing. Boh. Tryzna 1990 Problematika technol. realizace kfemikové lavin. fotodiody
Ing. Milos Klasna 1990 Testery dynamickych parametrd diod a tyristor(

Ing. Juraj Zamba 1991 Parazitné bipolarne javy v Struktirach CMOS

Ing. Pavel Hazdra 1991 Studium implantaénich poruch elektrickymi metodami

Ing. Michal Hatle 1991 Metody studia vypinaciho tyristoru

Ing. Martin Kejhar 1992 Modelovani a méreni povrchovych jevi

Ing. Ivana Prchalova 1992 Moznosti diagnostiky bip. pol. struktur hyst. kap. metodou
Ing. Milan Kolar 1992 Regeni nékterych probléma navrhu struktury systému
RNDr. Kater. KokesSova 1992 Studium impl. GaAs:Si,N,Ge Ramanovou spektroskopii
RNDr.  Jan Voves 1993 Modelovani polovodicovych struktur metodou Monte Carlo
Ing. Jiri Falt 1993 Bezporuchovost a odolnost mikroel. prvk( v prakt.aplikacich
RNDr.  Jifi Vicek 1993 Metodika navrhu bipol. analog. zakazk. int. obvodu

Ing. Zdenék Rozehnal 1993 Opticka dozimetrie

Ing. Rudolf Donocik 1993 Tepelny priraz a jeho nukleace

Ing. Vit Zéhlava 1993 Navrh fidiciho obvodu pro IGBT

RNDr.  Josef Zelenka 1993 Optimalizace tenké odporové vrstvy na bazi NICR

Ing. Pavel Neuzil 1995 Senzory ISFET

Ing. Martin Jaros 1996 Metoda svételné stopy

Ing. Petr Novak 1996 Optické a elektroopt. vlast. vinovodU na bazi prot. vymény
Ing. Tomas Honc 1996 Metoda opt. reflektom. s malou koherenci zdroje

Ing. Jitka Kosikova 1997 Vyzk. vinovod(l na bazi vymény K+ - Na+ ve skl. substratech
Ing. Ivo Smelhaus 1997 Méreni vlast. plan. optickych vinovodd dotovanych erbiem
Ing. Martin Kaspar 1998 Hardware address generation and applications

Ing. Pavel Pokorny 1998 Assign. problems and rel. opt. within a High-level synthesis
Ing. Jiri Nedvéd 1998 Analog signal processing in sigma-delta A/D conversian

Ing. Lavinija Nikoli¢ 1999 Analog implementations of artificial neural networks

Ing. Martin Huja 2000 Micromirror array

Ing. Bohuslav  Palan 2002 Navrh nizkos. pH mikrosenz. typu ISFET a navrh induktord
Ing. Helena Moravcova 2003 Simulace transportu elektron( v polovodi¢ovych supermfizkach
Ing. Pavel Capek 2004 Erbium doped planar waveguides in dielectric materials
Ing. JiFi Jakovenko 2004 Struktury MEMS pro méfeni mikrovinného vykonu

Ing. Martin Slunecko 2004 Aktivni planarni vinovody v dielektrickych podlozkach

Ing. Martin Hubalek 2005 Optical Microresonators Analysis and Design

Ing. Jan Novak 2006 Elektromag. kompatibilia v int. obvodech a mikrosystémech
Mgr. V. Komarnitskyy 2006 Radia¢ni defekty pro axialni fizeni doby Zivota v kiemiku
Mgr. Roman Yatskiv 2007 Studium diod s rezonanénim tunelovanim

Ing. Vaclav Prajzler 2007 Vyzkum techn. pfipravy plan. i pas. vinovod( na bazi polovodict
Ing. Petr Solatik 2008 Opt. vldknovy senzor s ka. jadrem pro stopovou chemickou analyzu
Ing. Petr Zeipl 2008 Charakterizace termoelektrickych vrstev

13. Seznam diplomovych a bakalarskych praci
Diplomanti
Obor Sdélovaci elektronika

Specializace Elektronika 1977

151



SimGnek Zdenék Regulator poctu otacek s s vyuzitim fazového zavésu
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Schindler Jindfich Teplotni proudové, dynamické a spektraini charakteristiky optoelektronickych prvkd
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JanuraJosef  Navrh osciloskopu

Kelbler Pavel  Displeje s kapalnymi krystaly
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Posta Ondrej  Diagnostika lavinové fotodiody

Rydlo Vladimir Analogové Cislicovy prevodnik
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Bekarkova Lad. Mikroprocesorovy systém pro automatizaci kontrolni ¢innosti

Brizek Martin Modelovani vlastnosti MESFET

Bures Bohumil Analyza pasmovych propusti v provedeni HIO

Dolezal Jakub  Frekvenéni korektor s malou chybou faze
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Drdak Stanislav Méreni injekéni icinnosti kontaktl kov-polovodic¢

Gabriel Petr Navrh styku fidiciho a podfizeného mikropocitace

Grund Ivo Méreni dynamickych parametr( struktur MOS pro VLSI

Hatle Michal ~ Rekombinacni zareni plosnych kifemikovych struktur

Havel Martin ~ Vypocet elektrickych parametr( prvkl ze simulovanych profild primeési

Jenicek Emil Simulace elektrickych vlastnosti zakladnich prvkd integrovanych obvodu
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Krél Petr Nf generdtor s velmi nizkym nelinedrnim zkreslenim
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Pomahac Jifi  Signalni procesor
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Vana Marian  Trifazova struktura CCD
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Ceska Pavel Zareni lavinového prurazu vykonovych polovodicovych struktur
Cizek KarelCislicové mé¥eni ss napéti a odpord prostednictvim mikropocitade SAPI1
Dvorak Jan Méreni piezorezistencnich koeficientl implantovanych vrstev pfimési v Si

Ehrenberger Milan  Pohyblivy ndboj v dielektriku ve strukturach MIS

Foubik Miroslav Sumova diagnostika lavinovych fotodiod

Foukal Jaroslav Automatizované méreni a rozpracovani DLTS signalu pocitacem

Hyky$ Vladimir Optimalizace Cisticich proces( v oblasti vysokoteplotnich operaci

Jaro$ Martin ~ Automatizované méreni doby Zivota nosi¢l naboje v SI

Jirdkovd Jana  Technologie vrstevnatych kontaktd pro Sl

Kejhar Martin  Impulzni metody pro studium povrchu polovodice

Kizak Juraj Studium kapacitnich vlastnosti Schottkyho kontaktu kov-polovodi¢

Komarek Martin NizkoSumovy zesilovaé pro pismo 10 kHz az 150 kHz

Kot Miroslav ~ Méfeni zakladnich mikrofyzikalnich parametrd kfemiku optickymi metodami

Krbila Jaroslav Impulsni charakteristiky paskovych vazebnich ¢len(

KFiz Petr Studium vlastnosti antireflexnich vrstev SiO2 a Si3N4 na vinové délce 1,06 Fim
Kucera Pavel  Komunikacni systém pro obsluhu zafizeni pro epitaxni depozici

Mifka Zdenék Generator hodinovych impulzi pro strukturu CCD

Mordvek David Vliv technol. operaci na hodnotu mér. odporu pohyblivosti a konc. zakladnich Si desticek
Mudra Frantisek Méreni koncentraéniho profilu implantovanych pfimési metodou anodické oxidace
Myslik Miloslav Méfeni a vyhodnocovani technickych parametr( Si tlakovych cidel

Nedbal Ondrej N&vrh a konstrukce referencniho zdroje napéti s velkou teplotni stabilitou

Nejedly Zdenék Pulzni zihani SI desky

Nekvapil Milo$ Studium rozloZeni konc. nosi¢l v bazi P+NN+ za pfitomnosti silnych elektrickych poli
Nosal Vladimir Studium horkych elektronl v P+NN+ strukture

Novak Vit Model. pribéhu konc. nosicl naboje v bazi struktury P+NN+ s ohledem na VA charakt.
Palme Vladimir Univerzalni tester hybridnich integrovanych obvodd fizeny mikropocitacem SAPI1
Pauch Vaclav  Velkoplosny kondenzator pro 10 na GaAs

Pecek Jan Metodika vyhodnocovani rozloZeni konc. volnych nosi¢li naboje ve strukture P+NN+
Pilat Vaclav Modely tranzistord MOS

Pokorny Josef  Zafizeni pro méreni Sumu v polovodicich

Ptiban Jifi Méfeni parametr( impulzu optického zareni

Ranny Tomas Meéreni pohyblivosti nosi¢l naboje v tenkych vrstvach

Saitl Martin Diagnostika unipolarnich struktur integrovanych obvodd VLSI

Samsuk Petr  Struktury CCD
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Smola Jifi Realizujte mérici metodu doby Zivota pomoci doznivani fotonapéti na prechodu PN
Solnicky Michal Tester integrovanych obvodu

Sestak Mojmir MéFeni intenzity rekombinaéniho zareni kiemikovych vykonovych struktur
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Smelhaus Petr Méfeni struktur CCD

Tichy Miloslav  Méfeni pohyblivého naboje v dielektriku ve strukturach MOS
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Vorli¢ek Ivan  Navrh a konstrukce rychlého A/D prevodniku

Zahalka Frantisek Navrh a konstrukce rychlého D/A prevodniku

Zahradnik Pavel Aplikace uPU880D pro regulator teploty

Zidek Pavel Navrh a konstrukce rychlého vzorkovaciho obvodu
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Havelka Petr  Studium rozloZ. konc. nosi¢l ndboje v bazi struktury P+NN+ pfi plsobeni slabych el. poli
Hradecky Lubos$ Studium injekéni Géinnosti P+N prechodu

Hubinkova Jana Gummel-Poonlv model bipolarniho tranzistoru

Hynkova Daniela Analyza doby Zivota elektronové ozarfovaného kifemiku

IviCi¢ Leos Automatizace zakladace tycového materialu

Kadlec Josef Bipolarni kiemikovy tranzistor typu NPN

Kalo$ Martin  Jednotka styku fidici mikroprocesorové jednotky s logickym analyzatorem

Karamazov Sim. Navrh testovaciho pracovisté

Karasek Petr  Regulace rozvijecky mofici linky

Klatil Miloslav  Modelovani struktury MESFET v oblasti saturace

Kletecka Jifi Pracovisté pro méreni spektralnich charakteristik optoelektronickych prvkd
Kocourek Stanislav Dynamické a modulacni vlastnosti zdrojl zareni

Kolar Milan Pfijimac méfice vérnosti prenosu signalu optoelektronickou linkou
Konecny Jaroslav Funk¢ni test jednocipového mikropocitace 8051

Kram Jifi Rizeni technologického cyklu recyklujici odstiedivky

Kfen Jan Matematicky a fyzikalni rozbor struktury MESFET

Kiihn Petr Model tranzistoru MOS

Lenzova Alena Vyuziti rekombinacniho zafeni pro diagnostiku Si bipoldrnich struktur

Link Petr Cislicové Fizeny filtr

Mahnert Erik  Linearni usmérnovac pro cislicovy multimetr

Micek Jaromir Opt. prac. bodu komunikacni LED s dvojitou heterostrukturou a prouzkovym kontaktem
Mokra$ Lubos Modelovani lavinové fotodiody na pocitaci

Nepustilovd Zuz. Teplotni zavislost kontaktnich odpori
Neuzil Pavel Meéreni a rozbor vlastnosti integrovaného stabilizatoru
Novak Vit Aplikace mikropocitac¢e PHI 80 pro fizeni experimentu

Pilny Tomas Studium chovani P+NN+ pfi extrémnich podminkach

Plucnan VL. Navrh metody méreni 10 MAA 723, MAA 723H

Tucek Jaroslav Méfeni a rozbor vlastnosti int. 6ti kandlového spinace v extrémnich podminkach
Prisa Tomas  Vliv materidlovych poruch polovodice na zavérné vlastnosti vykonovych souééastek
Radina Cyril Pocitacovy navrh obvodi VLSI

Rozehnal Zdenék Cislicové Fizeny generator

Sandanus Jifi  Algoritmy pro ndvrh topologie 10

Suk Petr Dynamické a spektralni vlastnosti detektorud zareni

Strilek Lukds ~ Konstrukce méfici aparatury pro méreni velmi malych hodnot el. Proudu

Samal Rost. Graficky systém pro interpretaci mikrofyzikalnich a technologickych parametr( SI
Sefcik JiFi Predzpracujici mikropocitac pro elektronicky spojovaci systém

Vak Jiti Bistabilni klopny obvod v hybridni formé
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Zapalka Jifi Simulator jednocipového mikropocitace 8051

Klos Jerzy Automatizované zafizeni pro cejchovani termoelektronickych cidel

Miiller Michal Vyhodnocovaci méreni pohyblivého naboje v dielektriku

Navratil Jaroslav Metody méreni pohyblivého naboje v dielektriku ve strukturach MIS
Pretschner Pavel Teplotni zavislost doby Zivota

Obor Mikroelektronika 1988

Bilek Petr Navrh zatizeni na prog. permanentnich pam. obvod( z vyv. soupravy Intel a realizace
Bouska VI. Elektronicka méreni pritok( kapalin

Derian Marcel Meéreni dynamickych parametrt vypinacich tyristort

Dimelius K. Méreni pohyblivosti nosi¢li ndboje v tenkych vrstvach

Engel Ludvik  Plosné snimace CCD

Hordk Viktor ~ Navrh logickych systému s hradlovymi poli

Kohout Tomas Plosna homogenita mikrofyzikalnich parametrt

Kolinsky Petr ~ Modelovani vlastnosti struktury MESFET s hradlem 1/BPIm v oblasti saturace
Kravcenko lvan Studium P+NN+ struktur pomoci rekombinaéniho zarenfi
Kvacek Robert Diagnostika implantovanych vrstev

Kudrlova M. Mé&reni statickych parametr( vypinacich tyristort

Novak Petr Obvodové vlastnosti rychlych optron( a jejich aplikace
Novotny Lubos Vlastnosti vrstev SiO2 unipoldrnich tranzistor(

Pexa Miloslav  Hradlova pole - perspektivni aplikace LSI technologie

Pilecky Martin Automatizované méfici pracovisté pro méreni odporu Sifeni
Pisa Vladimir ~ Optotyristory v seriovém a paralelnim razeni

Rusek PetrPfistroj pro urceni polarity povrchovych naboju

Rydlo Mirosl.  Méfeni tlaku v oblasti vakua pomoci polovodicovych tenzometrickych cidel
Slazanska M.  Pocitacovy model tranzistoru MOSFET pro VLSI

Spejchal J. Stanoveni zékladnich parametr( hlubokych center

Suk TomasStudium vlastnosti implantovanych pfechodi

Svitok Stanislav Zdroj ¢asovych znacek

Svoboda Radek MEé¥i¢ primeéru s fadkovym optickym snimacem CCD

Slechta Jan Modifikace zafizeni pro méreni hlubokych tGrovni v polov.
Stépanek T.  Synchronizator ¢asovych znacek

Subert Petr MéFeni kontaktd pfi nizkych teplotach

Vysoky Martin Studium profil(l implantovanych vrstev kapacitnimi metodami
Zajicek Dusan Pocitacova analyza spekter DLTS

Zahlava Vit Méreni teplotnich zavislosti vykonovych polovodic¢ovych soucastek

Zérecky Petr  Studium vlastnosti Schottkyho kontaktd

Zitka Jan Navrh reg. obvodu dopravniho materidlu pocitacové fizeného komplexu krmivarny
Zak Viktor Infracerveny vysila¢ a pfijimac

Gerza Vit RozloZeni potencialu na pri¢nych fezech jednoduchych kifemikovych struktur

Sima Ivo Zdroj vysoce smérového paprsku s polovodicovym laserem

Obor Mikroelektronika 1989

Cisar Jiri Méreni teplotnich zavislosti parametr( tranzistoru MIS

Coufal Martin ~ Studium hlubokych urovni v polovodici prechodovou spektroskopii

Cejka Miroslav  Studium kapacity implantovanych PN prechodd

Dobiasovsky Jiti Navrh komutovaného optického senzoru

Fietko Tomas Studium nah. jevli a mozZnosti jejich vyuZiti pro nedestrukt. zkousky pol. struktur
Franc Jindfich  Méfici pracovisté obvodd VLSI fizené pocitaem

Georgieva Slavka Studium vlastnosti Zihanych vrstev

Hajduch Michal Optické integrované obvody

Hordk Josef Stabilizovany zdroj napéti 0-250 V/5A

Hrouda Tomas Algoritmy pro kédovani tvaru viny fe¢ovych signalli
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Hruba Irena Generator sinusového pribéhu s minimalnim harmonickym zkreslenim
Charvat Stanislav Tranzistor MESFE s kratkym hradlem

Klimes Pavel  Programovatelny zdroj presného referencniho napéti

Kohout Radovan Vstupni ¢ast digitalniho osciloskopu

Kopsa Karel Vliv technologickych operaci na aktivaci implantovanych primési
Machacek Petr Cislicovy filtr

Matéjka Petr  Vlastnosti struktury MIS s kratkym kanalem

Mikulka V. Unifikované testovaci buriky pro technologii CMOS s poly-Si hradlem
Naplava Petr  Digitalni osciloskop s televiznim pfijimacem

Pangrac Hynek Vyuziti Cislicové techniky pfi hradlovém integrovani

Pavlic¢ek Jifi Struktury se supermftizkami

Pozler Jan Studium homogenity procesu iontové implantace MOS

Rosak Tomas Technologie vytvareni mélkych prechodi PN v kifemiku

Rothbauer Pavel Méreni parametrt fotodiod

Rytina Milan  Cislicové Ffizeny generator

Sladky Martin  Citac frekvence s mikroprocesorem

Synek Jaromir Sledovani ¢innosti unipolarniho tranzistoru v predprahové oblasti
Skacha JanRozloZeni injektovanych nosi¢ naboje v emitorech vykonovych struktur
Smelhaus lvo  Bezkontaktni teplomér s pyroelektrickym detektorem

Stastny Roman Model prahového napéti tranzistoru

Tdma Jifi Implementace algoritmU zpracovani fecovych signall
Twardowski Mac. Studium vybranych defekt( ve strukturach vyk. pol. sou¢astek metodou DLTS
Urban Pavel Méreni a modelovani struktury MIS

Vavrova Yvetta Systém pro méreni harmonického zkresleni

Vesely Jan Metoda svételné stopy v diagnostice polovodic

Vicar Petr Statistické zpracovani parametr( bipolarnich struktur

Virdg Oldfich  Vliv teploty substratu na vlastnosti implantovanych vrstev

Vit Vladimir Méreni povrchovych vlastnosti kifemiku

Vyhnanovsky M. Méreni pohyblivého naboje v dielektriku ve strukturach MIS metodou TSIC
Zeman Jaroslav Vliv mech. vlastnosti kfemikovych membrdan na zakladni el. parametry Si tlakovych ¢idel
Zika Milo$ Vstupni dil mikropoditace pro zpracovani feCovych signall

Obor Mikroelektronika 1990

Havel Petr Modelovani kvantového transportu elektront

Straka Vincenc Méreni homogenity materidlu metodou svételné stopy

Prokes Radomir Reflektometr pro opticka vldkna

Novak Jan Testovaci zafizeni digitdIniho optického spoje

Cebis Vladimir Technologie lepeni &ipll zdkaznickych integrovanych obvod( na souborech p¥ivodt
Ivanova Valentina  Klasifikace izolovanych slov

Gregor Jifi Emulator paméti EPROM

Gerdt Rostislav Studium homogenity parametri vypinaciho tyristoru

Mikoska Jiri Aparatura pro anodickou oxidaci

Dunovsky LubosStudium vlastnosti oxidovych vrstev pro vykonové unipoldrni polovodicové soucastky
Havel Richard  Studium vlastnosti pasivacnich vrstev ve vyk. pol. strukt. s dvouurovriovou metalizaci
Rutkowski Bogdan  Metodika méfeni a vyhodnocovani zesilovacich Cinitell ap, an

Malad Martin  Pfipravky pro méreni parametrd tyrystor(

Sukdol Petr Rozpozndvac izolovanych slov

Nosek Vladimir Cislicovy méfi¢ vykond

Navratil Pavel Navrh a realizace cislicového filtru signdlovym procesorem | 2920

Patocka Jan Optoelektronicky sériovy modem

Kurik Ladislav  Optimalizace technologii dif. operaci vyroby systému IO PF na HS 3720 v Tesle Roznov
Mikull Frant.  Tranzistor MOS v podprahové oblasti

Stovicek Petr  Zjistovani homogenity implantovanych vrstev kapacitnimi metodami

Skorek Grzeg  Struktury s izolovanym hradlem
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Rumianowski R. Vykonové unipolarni struktury

Dufkova AndreaUprava pitné vody

Hlousek Karel  Konstrukce Cislicového méfic¢e doby Zivota

Rihovd Hana  Kombinované vykonové struktury

Otta Tomas Vlastnosti a pfiprava struktur se supermfizkami

Séra Daniel Automatizovana metoda méreni rozloZeni potencialu

Kopecky Roman Funkéni model difuzni pece

Schreier Peter Studium vypinaciho procesu

Szopa Ewa Studium dynamickych procesi ve vypinacim tyristoru

Kadecka Pavel 32-bitové mikroprocesory, aplikace mikroprocesort

Sturma Michal Automatické testovani analogovych desek plo$nych spojt

VIcek Ales Automatizovany mikroelektronicky x-y-r posuv fizeny pocitatem

Simek Toma$  Méfeni homogenity a absolutni velikosti implantovanych desek

StraniK Petr Vypracovani metody méreni teploty pti rychlém Zihani

Severa Petr Realizace aut. pracovisté pro mér. konc. a pohyblivosti nos. ndb. s vyuzitim Hallova jevu
Fric Josef Automatizované méreni, vyhodnocovani a modelovani vlastnosti bipolarnich tranzistort
Mracko Lubos Studium elektricky aktivnich poruch v implantovanych vrstvach

Krondak Pavel Studium paralelniho fazeni celoZihanych vykonovych polovodicovych soucastek
Fréek Jaroslav  Systém omezujici ztratu provozni informace

Pinkas Martin  Elektrické méreni malych pratokd kapalin

Pistak Pavel Automatizované pracovisté pro méreni testovacich struktur

Kubes Richard Aut. méfeni, vyhodnocovéani a modelovani vlastnosti unipoldrnich tranzistord
Skrabal Petr Generator harmonického signalu

Kristek Jiti Modely diod, tranzistord a operacnich zesilovacl

Safar Milan Elektronicky indikator tepelné pohody clovéka v interiéru budovy
Suk Jan Vektorovy kvantizér pro rozpoznavani sériovych signall
Liska V. Programator paméti EPROM

Némecek Jan  Elektronicky ovladac krokového motoru

Snydr Ladislav  Navrh transversalniho filtru ndbojové vazanych struktur
Jelinek Vladimir Akusticko-foneticky analyzator

Novak Pavel Navrh a optimalizace el. nahradniho obvodu optoelektronického vysilace a pfijimace
Némcok Vladimir Vyvoj koncentracnich profil(i implantovanych pfimési
Klojf Miroslav  Imitator palubnich signald

Sobotka Jan Elektronicky pfevodnik

Nainar Jifi Obvodové feseni vzorkovacich obvodi

Huja Vaclav Modelovéni rezistord

Monhart Pavel Podstata Cinnosti a realizace polem fizenych vysilacich struktur
Kréil Antonin  N&vrh a realizace prevodniku signdlu

Hron Robert  Metody generator( kddové linky

Baniak G. Méfeni parametr( tranzistoru MOS

Hoke Tomdas  Dvoustupriovy analogoveé-Cislicovy prevodnik

Kalku$ Jan Navrh kapacitniho snimace pro indikaci pfiblizeni predmétu

Obor Mikroelektronika 1991

Basek Stanislav Testovani polovodi¢ovych laser(

Ben Chokri MEéfic¢ vrcholové hodnoty periodickych napéti

Bobek Petr Modelovani vlastnosti tranzistoru MIS kratkym kanalem v podprahové oblasti
Coufal Ladislav Pohyblivy naboj v dielektriku struktur MOS

Divi$ Ludvik Soustavy se spinanymi kondenzatory

Dobes Jifi Transport nosi¢d ndboje v kiemiku pfi vysokych intenzitach elektrického pole
Domin Radomir Diagnostika vrstev SiO2 metodou BTS

Drapalik Jan Navrh jednodeskového mikropocitace s mikroradicem MHB 8031

Goldmann Pavel Diagnostika polozakaznického 10

Hales Radek  Tyznamnik kratkych sdéleni
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Hanus Jan Monoliticky obrazovy senzor

Henych Petr  UtZiti iontové implantace pro vytvéreni vysokonapétovych pfechodd PN

Honc Tomas  Studium spektralnich charakteristik laserovych struktur

Horacek Pavel Technologie iontové implantace pro vykonové polovodi¢ové soucastky

Hordk Otakar  N&vrh a realizace zafizeni pro stanoveni tepelné technickych vlastnosti materialQ
Hospodka Jifi  Tester a zahorovaci panel pro 7-segmentové plazmové znakovky

Hranek Daniel Ridici elektronika plazmového maticového zaposovace X-Y

Hudecek Karel Modelovani teplotnich nehomogenit pfi rychlém izotermalnim Zihani

Jezek Jan Vyzkum vlivu ion. implantace a poimpl. zprac. na vlastnosti rozhrani polovodic-izolant
Konikiewicz Slaw. Elektronicky model fizeni otopné soustavy

Kral Zdenék Vyzkum implantovanych struktur vykonovych polovodicovych soucastek

Krlin Tomas Vykonové MOS struktury

Kunca Miroslav Ridici systém k zafizeni pro rychlé izotermdlni zihani

Mach Martin  Spolehlivost pajenych spoji v tenkovrstvych hybridnich 10 pro naroéné aplikace
Makula Zbigniev Neuronové sité pro Cislicové zpracovani fecovych signall

Malitka Arkadiusz ~ Rozpoznavani fecového signalu spec. strukturami se zamérenim na neuronové sité
Matella Maciej Modleovéni ¢innosti tenzometrického cidla

Méstan Jifi Méreni rychlosti prebéhu operacnich zesilovach

Midloch Franti$ek  Sumovy generator

Nachyla Dariusz Studium novych technologii pfipravy Si detektord

Neuberg Jiti Cislicovy teplomér s polovodi¢ovym ¢idlem teploty

Novak Vitézslav Automatizace metody svételné stopy

Pavlik Libor Diagnostika vrstev SiO2 metodou TVS

Prlicha Petr Vykonové spinaci tranzistory a tyristory

Sakson Ladislav Generator definovanych impuls(

Schejbal Martin Elektronicky monitorovaci systém kvality vnitiniho prostfedi budov

Slezak Martin  Pracovi$té pro testovani hybridné integrovanych selektrivnich obvodi

Slezdkova Martina  Vliv teploty substratu na vlastnosti implantovanych vrstev

Spilka Miroslav Méreni degradace tranzistorl MOS s kratkym kanalem

Stransky Zdenék Metoda dualni implantace
Stryhal Pavel  Osobni dozimetr tepelného stresu
Salé lvan Bezkontaktni méreni teploty loZisek napravy

Satra Martin ~ Névrh vyhodnocovaci jednotky sledovaciho méfidla

Skvor Martin  Porovnani vlastnosti réiznych tech. realizace $irokopasmového optoelého pfijimace
Smejkal Petr  Pfipojeni poltteru HP 9872A k pocitaci IBM-PC

Vaskovi¢ Pavel Navrh 12-ti bitové optické snimaci hlavy pro ¢teni kddovych stitkd regélovych zakladact
Vodicka Michal Automatizace navrhu hybridnich 10

Zahradnicek Vacl. Mikroelektronicky analogon termoregulace lidské pokozky

Zajic Martin Optimalizace ndvrhu hybridné integrovanych filtrd

Zamouril Petr  Hybridné integrované pasmové propusti

Zukowski Krzyszt. Modelovani chovani vyknovych polovodic¢ovych struktur

74k Ondrej Sledovani parazitnich kapacit tranzistoru MOSFET

Obor Mikroelektronika 1992

Damborsky Tomas  Rozpozndvani izolovanych slov algoritmy DTW

Danék Pavel Generator periodického signdlu

Dolezal JifiMéFeni a modelovani MIS struktur

Dzian Jan Studium mélkych pfechodu vytvorenych iontovou implantaci

Fila Miroslav ~ Generator harmonockéhéo signalu

Georgi GeorgievModely tranzistort MIS

Gramza Piétr  Paralelni struktury pro Cislicové zpracovani signdlu

Jarolim Pavel  Koherentni opticky pfijem

Jovkov Plamen Meéfeni tepelného odporu pajenych vyk. Hybridnich obvod( s korundovym substratem
Horky PetrInterfejsova karta pro pripojeni tenzometrickych a indukénich snimact k PC
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Hospodkova Alice  Optické metody studia vlastnosti SIO2

Hrackova Stép. Dvourozmérné modelovéni technologickych procest

Kaminek Pavel Implementace rychlych algoritm pro Cislicové zpracovani recovych signalt
Kosikova Jitka Technologie pfipravy Schottkyho prechodu

Kraval Jifi Pfesnd elektronicka vdha

Krcil Jiri Studium pohyblivého ndboje v oxidu metodou TVS
KuZelka Jan Aktivni filtr pro predzpracovani signalu

Landa PetrMéfeni na testovacich strukturdch 10

Liskaf Jan Analyzator plynd

Ludvik Zbynék Studium admitancnich vlastnosti polovodi¢ovych struktur
Machowska Elzb. Trojrozmérné integrované obvody

Manzano RafaelKvantové vazané struktury

Martan Jaroslav Statistické modely pro rozpoznavani fecovych signall

Musil Vladimir Tranzistorovy pulsni ménic

Pacovsky Kamil Mikroelektronicky sensor pro analyzu plynd

Pesula Jifi Impulsni generétor

Ryszkowski Rob. Modelovani soucastek pracujicich na bazi dvoudimensionalniho elektronového plynu.
Sedlackova Pavl. Chybova analyza hybridnich obvodu

Slowiak Cezary Polovodic¢ové lasery pro specidlni pouZiti

Sintak Jiri Vektorové koédovani fecovych signald pro rozpoznavani feci

Svara Martin ~ Optické senzory

Vacek PetrAnalyzator harmonického zkresleni

Vacek Vit Minimalizace skupin logickych funkci pro jejich realizaci na hradlovych poli

Vilek Petr Konstrukce rychlého pfevodniku A/D

Visek Michal  Optimalizace vektorové kvantizery fecovych signall

Votypka Miroslav Matematicky model vypinaciho tyristoru

Wanék Tomas Termometrické vazeni pacient(

Zelend lvana  Model pohyblivosti pro pocitacovou simulaci

Beran Zdenék Mikroelektronické snimace tlaku

Hordk Zdenék Vzorkovaci obvody a jejich testovani

Chlumecky Petr Cislicové metody méreni harmonického zkresleni

Kolev Dimitr ~ Analyza ek. a tech. podminek vstupu zahranicni firmy spotiebni elektroniky na ¢s. Rh
Pesek Michal  Hlukomér kolejovych vozidel

Semerdad lvan  Polem fizené vykonové struktury

Vacovsky Martin Frekvencné selektivni CCD obvody

Vele Milo$ Realizace aut. pracovisté pro méreni plosné konc. a pohyblivosti s vyuzitim Hallova jevu
Zajic Jiri Modelovani diagnostickych méreni polovodicovych struktur

GGtz Martin Navrh fidicich obvodd pro CCD sensor

Kaspar Martin  Generovani lok. fadi¢l pro apl. specifické jedn. v silikonovém kompilatoru Cathedral
Navratil Ctirad Navrh polozakaznického obvodu ASIC pro elektronicky kompas

Pokorny Pavel Vliv "register-file" konfigurace na "schduling" DSP algoritmu

Nedvéd Jifi Zékaznicky navrh integrovaného 1-bitového A/D pfevodniku

Svaton Jifi Jednoucelovy vyrobni tester pro GSM-LCD modul

Svoboda Petr  Zakaznicky navrh fazového zavésu

Obor Mikroelektronika 1993

Andrasik Jan  Prevodnik pro teplotni SMART sensor

Babicky Jifi Senzor pro méreni malych pritocnych mnoZstvi s vyuZzitim optického vldkna
Betlej Piotr Studium srazkovych mechanismu v polovodicich
Biza Josef Studium vlastnosti heterogennich pfechodu

Bobek Jan Experimentalni porovnani vybranych struktur adaptivnich filtrd
Bukvar Milos  Analyza metody vidové spektrografie

Cichy Adam Automaticky méri¢ Sumovych parametrl operacnich zesilovacl
Halda Milo§  Cislicovy filtr
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Havli¢ek Radim Aktivni filtr se spinanymi kondenzatory
Jano$ Radek  Transport nosi¢li naboje v rGznych latkach pra plisobeni vnéjsiho elektrického pole

K¥iz Bohumil  VyuZiti neuronovych siti pfi transformaci fecovych signal
Kuna KarelMoznosti pouziti iteracnich metod zvyrazrnovani feci
Kunz Daniel Aktivni prvky rozsahlych pocitacovych siti

KUstka Zdenék Transport nosi¢li ndboje v polovodicich pfi plsobeni vnéjsiho elektrického pole
Macel Josef Teplotni SMART senzor

Maczkowski Dar. Stanoveni mezi pouzitelnosti dvourozmérného technologického simulatoru
Machek Petr  Cislicovy wattmetr fizeny jednocipovym mikropoéitacem

Matl Tomas Univerzalni programovatelny ¢asovaci obvod

Matéjka Josef Tlakovy senzor s pfechodem PN

Mazur Dariusz Méreni a modelovani parametrl tenzometrickych cidel

Nebrensky Filip Uprava dynamického rozsahu reci

Nekl radekNavrh typickych kabelovych systému budov pro rozvody pocitacovych siti

Novotny Miroslav ~ Programovatelny generator periodickych signall

Novotny Petr  Generdtor RC s malym zesilenim

Pecirka Dabid  Dilci vyzkum statistickych vlastnosti akustickych signald vyskytujicich se v automobilu
Pesinova Hana Studium vlivu ozéfeni na mikofyzikalni vlastnosti polovodicu

Pur Ladislav Spinany zdroj pro elektronické ferometry

Queisner Pavel Moznosti vyuZiti heterogennich prechodi ve vykonovych polovodic¢ovych souéastkach
Rapant Tomdas Opticka cast reflektometru pro vldknové vinovody

Sichrovsky Petr VyuZziti optickych vinovod( na bazi protonové vymény LiNbO3

Sokolski Damian Obvod pro buzeni LCD displejt - hradlové pole CMOS

Spurny Frantisek Vytvoreni knihovny modeld zakladnich mikroelektronickych obvodi pro simulator C/A
Struzka Martin Realizace Cislicového filtru

Svitil Tomas Neuronové sité v systémech rozpozndvani reci

Suchmann Pavel Neuronové sité v systémech rozpozndvani reci

Sulc Jan Méreni Gtlumu optickych vinovodu pfipravenych vymeénou iontd ve skle

Tayari Jakub Modelovani voltampérovych charakteristik RT diod

Tvrzsky Tomas Interfejs pro spolupraci osobniho pocitace s telefonni linkou

Vitek Pavel Laboratorni vybaveni pro vyuku programovatelnych zakdzkovych obvodu
Wojtkiewicz Pawel Vyvojovy modul pro prdaci s mikroprocesorem rady 18096
Zpévak Alexandr Elektricky priiraz v polvodicich

Major Jakub ~ Raw Data Loger I2S Interface

Bednar David  Application of Algorithm toCircuit Testing Specification

Nikoli¢ Lavinija Full Cust. Des. of a Comp. Circ. CMOS Technol. for Video-Speed 8-bit A/D Conv.
Libal Vit Design of an DSP Systém allowing the Direct Coop. with PC/AT Compatible Computers
Krynicky Pavel Pohyblivost nosicl naboje v polovodicich

Mukalov Pavel Modelovani dvourozmérného elektronového plynu

Roztocil Milan  Elektricky snimac malych pritokd kapalin

Skopik Viktor ~ Méreni silicidovych kontakt(

Sankov Svétozar Matematické modelovani vykonovych polovodicovych struktur

Vitanova Mariana  Vyuziti implantacnich poruch v modernich polovodi¢ovych strukturach
Filipova Jana  Clock shew tolerance measurements of mixed clocked cells

Kysela Petr The design of a grafical Users Interface for the Cathedral Silicon Compiler
Sraboles Pahan 1zC Tester

Weber David  Integration of Icucom acolade Models into DSP Station

Zejda Jindrich  Mixed Signal Simulation Tools

Obor Mikroelektronika 1994
Bejcek LuboS  Blatna Opticky senzor pro méreni hustoty kapaliny
Cach Zdenék  Vnitini struktura integrovaného SMART senzoru a zpracovani signalu

Cerha Michal  Dynamicka kalibrace senzorového systému
Dobias VitézslavNavrh vnitfniho uspofadani OZ CMOS s minimalizaci teplotniho driftu
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Duskova Helena Vyuziti ¢ipovych karet v systému vseobecného zdravotniho pojisténi

Exner Michal  Filtr se spinanymi kondenzatory

Hajek Jiri Navrh funkénich blokl analog. integrovanych obvod( CMOS-referenéni zdroje napéti
Hajek Michal  Aplikace prog. logickych obvodu pti konstrukci zafizeni se signdlovym procesorem
Hladik Lubomir VyuZiti tvarovani spektra pro zvyrazriovani reci a redukci Sumu
Hovorkova-Stépanovska Markéta VyufZiti ¢Gipovych karet v bezhotovostnim platebnim styku

Hrdlicka Toma$ Cislicovy filtr

Jetdbek Pavel Kalibracni zdroj pro elektronické wattmetry

Kaiser Petr Palubni pocitac

Kofron Oldfich Analogova ¢ast teplotniho senzorového systému s bipolarnimi obvody

Kohoutové Lud. Symetrické Cislicové filtry s konecnou impulzni odezvou

Koller Jan Kladno  Digitalni méfic rychlosti téles urychlovanych pomoci plazmatického urychlovace
Koucky Petr Graficka podpora simulacnich programu

Kovar Emil Navrh obvodového usporadani rychlého operacniho zesilovace CMOS

Kovar Miroslav Poc. zpracovani dat z digitalniho oscilosk. pro diagnostiku velmi rychlych optickych déjd
Kreisinger Tomas Bezpecnostni elektronicky systém

Kricka PetrObvodové a programové feseni styku osobniho pocitace s telefonni siti

Kubicek Jifi Automatické rozpoznavani hldsek v souvislé reci

Langer Jifi Navrh DSP desky s procesorem ADSP-21020 pripojitelné na ISA-BUS

Libiger David  Automatizace metody vidové spektroskopie

Mach Daniel  Rozpoznavac povelll

Makovcova Ver. Zapojeni senzoru s bipolarnimi obvody pro méreni teploty

Mdga Pavel Potladovani nekoherentnich akustickych Sum® pomoci pole mikrofont

Med Karel Pfevodnik se spinanymi kapacitory pro teplotni SMART senior

Michalec Petr Navrh teplotniho senzoru s CMOS obvody

Mourek Tomdas MozZnosti detekce feci a feCovych pauz v fecovém signalu naruseném Sumem
Nechanicka Lucie Navrh decimacniho filtru pro telefonni ucely

Nguyen Minh  Model jednostranného prechodu PN

Pekdrek Martin Zmény zak. pdsu v zavislosti na konc. nosi¢l a vliv na funkci polovodicovych struktur
Pergler Hynek Optimalizovany navrh aktivnich filtrQ

Pham Hung Navrh cislicového filtru s kone¢nou impulzni odezvou

Prigl Ota Simulace soucastek se strukturou MOS

Seko Jaroslav  Uloha vzdalenosti v algoritmu samoorganizace Kohonenovy sité

Stanék Jifi Operacni zesilovac s transistorem ISFET

Stary Toma$  Hlasovy syntetizér pro osobni automobil

Svoboda HubertZakladni prvky detekce pohybu v televiznim obrazu

Smarda Bohumil Automatizované méreni ¢tyfbodovou metodou

Tesar Petr Navrh obvodu zabudov. na €ipu pro testovani CMOS obv. vyuzivajicich metodu IDDQ

Vit Radek Navrh proud. senzoru vyuZzivajiciho met. IDDQ, zabudovaného na Cipu pro test. obvodl
Volek Tomas  Testovani analogovych 10 v ¢asové a frekvencni oblasti

Vondrasek Frant. Zpracovani fecového signdlu pomoci neuronové sité Kohonenovy typu

Vorlik Radek  Systém pro méfreni gumového napéti operacnich zesilovacd

Zeman Martin  Porovnani riiznych modifikaci neuronovych siti se samoorganizaci

Zindr Radek Pfevodniky A/D a D/A (v technologii CMOS) s pfepinanymi kondenzatory

Obor Elektronika 1995

Holoubek Pavel: Generator slov

Makovicky Igor Vyvoj a implementace uZivatelského prostredi pro rozhodovaci nastroj ,SMART"

Moravec Stanislav  The design and implementation of a control package for a field emission electron source
Rosicky Martin Automaticka generace Verilog a VHDL modell Functional Building Blocks a instrukci

Simand| Petr  Hardwarovy emulator kldvesnice a mysi

Sika Jiii Implementace algoritmu potlaceni Sumu v feCovém signalu
Smudla Martin Diskrétné pracujici korektory faze
Sulc Tomas Pocitacovy navrh korekénich obvodi
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Tlaskal Ondrej Transfer of teletext data into personal computers
Vitek Milan Impulsni generator

Obor Elektronika 1996

Anton Petr Inteligentni zabezpedovaci systém

Bilkova Martina Analysis of Optimised Pin Arrangement on an IC for EMC

Cermakova Helena  Polovodicové struktury pro optoelektroniku: elektronova relaxace v kvantovych te¢kach
Cerny Petr Senzorovy systém pro méfeni pritoku kapalin v mikrokanalech

Cervencl Michal Development of Experimental Techniques for Laser Applications

Cesky Martin  Ridici jednotka pro MBE

Hamr Tomas  Aktivni optické vinovody v dielektrickych

Hordlek Radek Finding suitable alg. for comp. des. of waveguide filters with Tchebyscheff

Huja Martin Design and Construction of Optical Time Domain Reflectometer for Distributed Optical Jansky
Karel Fuzzy reguldtor

Jira Vojtéch Vicekandlové zpracovani akustickych signald

Kalis Jan Pracovisté pro testovani analogové Cislicovych 10

Klimkova Martina Modelovani spinanych zdroja

Kudrna Tomas Multikanalovy monitorovaci systém pro vyhodnocovani Gdajli ze senzorovych matic
Litschman Ale§ Modelovani integrovanych spinanych zdrojt

Matousek DavidGenerator tvarovych kmitd

Nguen Thanh Hoai  Televizni synchronizator s minimalni spotfebou napajeni

Novak Daniel  Rozpoznavani mluvciho podle hlasu

Novak Jifi Ridici obvody pro vykonové polem fizené tranzistory

Osoba Jifi Digitalni kldvesnice

Rubes Jan Simulace bipolarnich struktur

Rulc Zdenék Analogové rozhrani desky signalového procesoru do osobniho pocitace

Rezni¢ek Tomas Demonstration software package for high performance tv on screen display

Sladky Hynek  Vyvojové prostfedky PLD

Sokolowski Pawel Implementace vstupniho bloku rozpoznavace feci

Svoboda Milan Artefakty a rusivé signdly v biologickych signdlech

Svoboda Petr  Externi modul zvukového vystupu ovladany paralelnim rozhranim pro fizeni tiskaren
Skaryd Ludvik Zabezpe&ovaci a evidenéni systém pro poéitadové laboratore

Sebesta Petr  Senzorovy systém pro monitorovani krevniho tlaku

Stusak Jaroslav Zafizeni pro potladeni $umu v akustickych signdlech

Vanécek Miroslav ~ Teplotni senzory se strukturou CMOS

Volesky Michal Tepl. nezavisly prevodnik s fdzovym zavésem pro inteligentni teplotni senzorovy systém
Vondrous Roman Adapt. mér. fyziologické vazby dechového sign. se signalem R-R intervall
Vopicka Josef Identifikace slov v souvislé promluvé

Zikmund Tomas Detekce objektu v obrazovém signalu zaloZzend na lokalni orientaci

Obor Elektronika 1997
Beranek Jifi Elektrické méreni vysky déti do 3 let

Bobcik Milos  Méreni funkénich blokd analogovych integrovanych obvodd CMOS
Bohm David Metody ocenovani podniku

Burt Jan Analyza obvodu SC a Sl
Cingros JifiTlakovy senzor s Hallovou sondou
Cermak Jifi Pfevodniky se spinanymi kapacitory pro zpracovani senzorovych signalt

Dolezal Tomas Modelovani supermfizek pro optoelektroniku: elek—-tronové transportni vlastnosti
Ferencei Viliam Realizace sekv. automatu pro Cisl. fizeny gener. fci s programovatelnym po-lem XILINX
Gordov Alexandr Optické vinovodné struktury v LiINbO3

Hamala Stanislav Implementace algoritm0 pro analyzu akustickych sig-nall na signalovém procesoru
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Jakovenko Jiti  Elektronicky pradtokomér pro neinvazni monitorova-ni v potrubi

Komarek TomasDalkovy bezdratovy prenos mérenych dat a napajeni pasivnich cenzort
Kourek Jaroslav Teplotni senzor s digitalnim vystupem a sigma-delta prevodnikem
Kramar Kamil ~ Teplotni senzorovy systém s bezdratovym prenosem mérenych dat

Kysela Ales Digitalni osciloskop

Machura David Teplotni oscildtory pro aplikace v teplotnich cenzorech

Masin FrantiSek Sonda k méfici soustavé Triamond

Miklés Endré  Senzorovy systém pro méreni rychlosti a sméru proudéni vzduchu

Moucka Jaroslav Navrh a realizace systému pro zpracovani signal( vznikajicich odrazem
Palan Bohuslav VLS| integrace Barmint Senzor Interface Modulu

Parizek Martin Financ¢ni analyza firmy zabyvajici se navrhovanim a vyrobou zakazkovych 10
Schreib Petr Pocitacovy navrh obvod( SC a SI

Obor Elektronika 1998

Benisek Martin Elektronické vysokofrekvencni pfedfadniky k tfipdsmovym Zarovkam
Brodsky Miroslav Teplotni regulator profilu pece

BURCIK Jaroslav Po¢. fizeni metody opt. reflektometrie s malou koherenci zdroje pro pro diag. opt. vin.
Gebelt Jiti Adaptivni Cislicovy filtr pro analyzu signall

Havel Marek  Implementace vicekaldlovych metod potlaceni Sumu

Chromy Pavel Méreni geometrie Zeleznicnich koleji a snimani a zpracovani dat
Novak Jan Nepfrerusitelny napajeci zdroj

Tlima Milan Potlaceni echa s aplikacemi v mobilni radiotelefonii

Valenta Robert Metody parametrizace feci s aplikacemi pro prenos

Bircak Pavel Monitorovaci a regulacni teplotni systém

Dedich JanProgramovatelny zdroj rusicich impuls(

Dodek Josef Interference monitorovani multisenzorovych systémi

Hailichova Hana Rizeni zakladniho kmitoétu syntetické fe¢i pomoci neuronové sité
Hulka Frantisek Grafické vyhodnocovani informaci z analogovych senzorovych matic
Jezek Jan Ekvalizace televizniho kandlu

Jirout Ales Senzorova jednotky "inteligentniho" méfice UV zareni

Kadrnozka Marcel ~ Vyhodnocovaci a fidici jednotka "inteligentniho" méfice zareni
Knapovsky Pavel Zdakaznicky DSP procesor pro realizaci frekvenéniho posuvu
Kuchta Tomas Navrh funkénich blokd integorvaného obvodu pro rozhrani Universal Serial Bus (USB)
Martin( Stanislav Bezkontaktni méfici systém s kapacitnim senzorem
MikulaTomas Nabijecka akumuldtor( se spinanym zdrojem

Mosna Petr Sledovani objektu v obraze

Rejchrt Pavel  Elektronicky kompas

Tihelka Jifi Potlacovani aditivnich Sum0 v feci snimané mikrofonem

Voles Petr Identifikace objektl v komplexni namofni scéné

Obor Elektronika 1999

Brozicek Miroslav Ptiprava a charakterizace polovodicovych heterostruktur AllIBV, zvlasté na bazi GaAs
Brychta Zdenék Dotace dielektrickych podlozZek laserové aktivnimi ionty z vnéjsiho zdroje

Dobes Vladimir Navrh napdjece se synchronnim usmérfiovacem

Drechsler Petr NAavrh filtru se spinanymi proudy

Folk Tomas Pracovisté pro automatizované méreni kmitoctovych charakteristik

Forman Jiri Navrh elektronického predrecniku pro zarivky

Chmelik Jiri Teplotni senzor kompatibilni s technologii LONWORKS

Kadrnozka Marcel  Vyhodnocovaci a fidici jednotka "inteligentniho" mérice UV zareni

Leeb Martin Maly svareci agregat

Lovétinsky Tomas  Teplotni mikrosenzor s vysokou citlivosti

Mrazek Michal Navrh fidici jednotky rychlého prevodniku

Navratil Tomas Realizace konvertoru kom. protokold pomoci jednoduchého a dostupného procesoru
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Nesladek Jifi ~ Zabezpecovaci zafizeni na bazi PC

Otradovec Pavel Analyza obvodu se spinanymi proudy
Polivka Leo$ Planarni optické vinovody na bazi polovodica Alll BV
Rygl Ales Rezonancni spinany zdroj

Socha Frantisek Navrh plnébarevného displeje se svitivymi diodami
Smitmajer Zdenék  Korekéni optimalizace obvodd SC a Sl

Somsedik Milan Metodika zpracovani signalu ze senzorového systému
Trojan Stanislav Adaptabilni periferie mikropocitacu

Vit Josef Simulace EEPROM prostredky TCAD

Vizner Tomas Komunikacni protokol pro primyslové fizeni

Vrbata Jan Nestandardni aproximace

Vondras Jan Navrh TV filtru pro méfici systém

Obor Elektronika 2000
Benicek Milan  Syntéza elektrickych filtr( v programu Maple

Beran Ludék  Spinané sitové napdjece s harmonickym proudovym odbérem
Burda David Kontrolni a fidici elektronicky systém osobniho automobilu

Cép Martin Potladovani aditivnich Suma systémy se dvéma mikrofony
Copék Libor Elektronicky teplomér s optickymi vlidkny pro lékarské ucely
Dajcar Jiri Potlacovéni aditivnich SumU s aplikacemi pro sluchové postizené
Dvorak Jan Bezdratovy prenos dat v mikrosystémech

Fitz Eduard Mé&reni parametrd vykonovych tranzistord MOSFE

For$t Stépan  Rozpoznavani samohlasek

Foft Pavel Senzor pro méreni zrychleni

Hancar Martin - Autonomni mikropocitacovy systém pro sbér dat
Chovanec Vit Prenosna fidici jednotka terapeutického laseru

Ingerle JanRekonstrukce zdroje EEG activity na sférickém modelu hlavy

Jakes Milan Zobrazovaci pole s aditivnim sklddanim barev LED zaficd
Janicek VladimirInteligentni nabijecka
Jelinek Petr Nékolikasenzorovy regulacni teplotni systém

Josef Radek Ovladani grafického displaye procesorem HC 11

Klaun Miroslav Pfipojeni mikroelektronickych cenzor(i k PC

Korenda Petr  Opticky pfijimac

Kroupa Milan  Méfeni disperze optického vlaknového vinovodu

Macoun Martin Potlacovani hudby v signélu feci

Marek Véaclav  Segmentace fe¢ového signalu

Mikula Tomas NA&vrh fidici jednotky pece pro pajeni SMD

Mocek Vaclav  Vyzkum Sumové odolnosti algoritm( fecovych procesort pro kochlearni implantaty
Montag Richard Nabijecka s kontrolou stavu a dobijeni jednotlivych ¢lankd baterie
Novak Tomds Vyhodnocovaci a fidici jednotka "inteligentniho" méfi¢e UV zéreni
Petran Stanislav Detektor pro méreni UV zareni

Santarius Jiti  Elektronicky zabezpecovaci systém pro osobni automobil

Sedmidubsky P. Navrh elektronického fizeni vykonu otacek

Schybal Vaclav Elektronicky systém pro zvyseni komfortnosti uzivani osobniho automobilu
Solafrik Petr Perimetricky systém s optickym kabelem

Svoboda Petr  Zafivkovy elektronicky predradnik s ovladanim jasu

SindeldF Michal Navrh moznosti rychlého p¥enosu dat pomoci USB portu do poéitace PC
Tejkl Jaromir  Design of a Digital Timing Circuit for a New Generation Four Channel
Turan Michal  Vypocet impedance vedeni s vinou TEM

Vaha Tomas Diagostika planarnich a vlaknovych optickych zesilovacd

Vocel Viktor Optochemicky senzor

Zadrazil Martin Senzorova matice pro méfeni rychlosti a sméru proudéni vétru
Zahradka Miroslav ~ Programovatelny generator funkci
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Obor Elektronika 2001

Capek Pavel Ptiprava a zakladni charakterizace laserd v mid-infra oblasti

Dvoracek Vaclav Emulator sériovych konfiguracnich paméti rady XC1700

Dymak Pavel  Méreni vinovodné disperse optickych vldken dopovanych prvky vzacnych zemin
Fafejta Ondiej Analyza hudebnich signall

Gencev Marek Realizace difuzniho dozvuku pomoci signalového procesoru

Gillar Jan Detekce pohybu v obrazu, komprese a prenos obrazovych dat

Gronat Vladimir Navrh testovacich vektor( pro digitalni ¢ast vystupniho stupné kardiostimulatoru
Hajek Jifi Elektromagnetickd kompatibilita na plosnych spojich

Havlik Jan Navrh nabijeci stanice pro NiCd akumulatory

Holik Pavel Zesilovac s proménnym zesilenim fizenym mikroprocesorem

Holy Jan Elektronicky naklonomér

Hurych Miroslav Optovlaknovy senzor pro méreni teploty

Jefdbek Martin Navrh primérnich a sekundarnich ochran linkovych zakonéeni metalickych vedeni
Jire$ Jan Vyuziti JTAG (Boundary-Scan) na deskach systému MEDIO

Josef Radek Ovladani grafického displeje procesorem HC11

Karel Jaroslav ~ Syntéza filtr se spinanymi proudy

Kliment Petr ~ Méfeni vlastnosti detektort UV zareni

Krejéi Kamil Névrh a real. soupr. pro prenos dig. sig. mnohovidovym opt. vlaknem rozm. 50/124 Bim
Lastovic Martin Méfeni fyzické aktivity pouzitim dvou rliznych signalG srde¢niho tepu a akcelerometru
Mackal Adam Fazové citliva detekce v integrované-optickém senzoru s povrchovymi plazmony
Machacek Lukas A Flexible Prototyping Framework for Reconfigurable Radio Applications

Muzik Milo$ Pouziti metod rozpoznavani feci v telekomunikacnim systému

Novotny Jan  Potlacovani aditivnich Suma pro ucely rozpoznavani

Olexa Tomas  Hudebni efekty v redlném case

Pastorek Milan Prenosny svareci agregat

Pech Jan Potizovani obrazovych dat

Pinkas Tomas Programovatelny systém pro fizeni teploty

Prajzler Vaclav Priprava a vyzkum vlastnosti optickych vinovodd na bazi uhliku a jeho slouéenin
Prasek Petr Zvyraznovani formantovych kmitoctu

Reichrt Tomas Vyzkum elektrooptickych viastnosti planamich vinovodu na bazi niobi¢nanu lithného
Rehdk David  Zpracovani dat p¥i mimotéInim obéhu

Semrad Jifi Adaptivni detek¢ni algoritmy seismickych signall

Srb MartinParalelni vypocCty v rozpozndvani feci

Svoboda Jifi Aplikace koherenénich a spektralnich metod pro analyzu  biologickych signald

Sykora Ales Optické vinovody pro integrovanou optiku
SysrJan Analyza a simulace analogového napajeciho zdroje ke kardiostimulatoru
Smid Petr Hardwarovy prehravac MP3

Stefl Karel Senzorové vybaveni

Subrt Ondiej  Aktivni funkéni bloky v proudovém modu

Svagr Viktor Potlacovani Sumu v fecovém signdlu pomoci Kalmanovy filtrace

Triskova Lenka Metody komprese reci

Turan Michal  Vypocet impedance vedeni s vinou TEM

Zabrodsky Marek Evanescetni detekce uhlovodik(i pomoci vliaknovych cenzor(i na zakladé PCF

Zeman Tomas Slepa separace signald

Znojemsky Karel Analyza kyt. efektu realizovaného elektronk. zes. a jeho implementace na sig. procesoru

Obor Elektronika 2002

Barta Jan Elektronika fizeni predvolby

Bofril Jan Navrh radi¢e MAC pro Ethernet

Drahos Vaclav  Vyzkum dielektrickych planarnich vinovod( pro laserové aplikace
Duda Jindfich Sl filtr na bazi funkéni simulace LC prototypu

Faltus Radovan Elektronicky vyskomér
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Fousek Petr Predzpracovani feci s Sumovym pozadim pro ucely komunikace a rozpoznavani
Halaska Martin Optoelektronické vlastnosti teplotné citlivé struktury

Hlavicka Martin Laboratorni napajeci zdroj

Horak Pavel Nekaskadni syntéza SC obvodi

Hordk Roman Banka filtrQ pro zvyrazriovani fedi

Hubalek Milan Teor. a exp. stud. rozloZeni opt. zareni vedenych vid( v kanalkovych vinov. ve skl. podl.
Kalny Petr Simulace diskrétné pracujicich analogovych obvodu

Kopriva Filip Elektronicky ndklonomér s teplotni kompenzaci

Kulha Pavel Mikronosniky pro vyuziti v mikrosenzorech

Lukes Zdenék  Studium a simulace nanometrovych struktur

Napravnik Karel Zaznamnik palubnich déju

Ondracek Frant. Generace druhé harmonické v optickych vinovodech v KTP

Plavec Lubomir Tvarovani pfijimaciho diagramu pole mikrofont

Proks Jan Analyza vazeb mezi EEG dechem a tepovou frekvenci

Pribyl Adam Cislicové metody odhadu vyvolané tepové odpovédi

Simand| Martin Méreni parametrd analogovych filtr(i pomoci DSP procesoru

Simandl Michal VInovy Cislicovy filtr

Singer Pavel Filtry se spinanymi proudy na bazi simulace prvku

Sicha Martin  Zpracovéni obrazu na signalovém procesoru

Spetik Radim  Potlacovani rugeni v akustickych signalech

Stork Petr Realizace videovystupu pro signalovy procesor

Vanis Jan Studium polovodi¢d pomoci balistické emisni mikroskopie a spektroskopie
Vorlicek Jan Analogové vinové filtry v proudovém rezimu

Wolner Martin Mikroprocesorova jednotka pro priimyslové aplikace

Drexlerova Dana Navrh a realizace aut. pro méreni stupné znecisténi uhl. filtru v chemickém prdmyslu
Fidransky Ales Komplexni srovnani algoritm( zvyraziovani refi v aditivnim Sumu

Jelinek Pavel  Elektronické zabezpeceni osobniho automobilu s vyuzitim mobilniho telefonu
Lhotka Tomdas Realizace videovstupu pro signalovy procesor

Marsik Jifi Integrované funkéni bloky pro obvody v proudovém modu

Mleziva Emil ~ Dvoupasmovy pyrometr
Mrkos Miroslav Filtr se spinanymi kapacitory
Sed|ar Petr Implementace kalibracnich algoritm0 pro stereovizi

Sedmik Jifi Komunikacni mikroprocesorova jednotka

Slezak Jan Automaticka foneticka transkripce ¢eského textu

Smrz Jan Modelovéni a implemenace Houghovy transformace
Zdansky Jindfich Robustni HMM rozpozndvac reci

Obor Elektronika 2003

Bofil Hynek Kytarovy midipfevodnik

Harvis Tomas Korekce hodnot optickych plynnovych analyzator( na pfitomnost plynné H20
Hrabalek Jaroslav Vykonovy impulzni audiozesilovac

Krejci Pavel Implementace algoritmu zvyraznéni reci

Kuc€a Martin  Algoritmy pro digitalni efekty

Mlynar Josef  Cislicové Fizeny generator funkci

Pilar Karel Vlastnosti plosnych spoju

Radvan Ladislav Detektor UV zareni s preladitelnou absorpéni hranou

Seidenglanz Mir. Inteligentni tlakovy senzor

Stejskal Vladimir Experimentalni studium nanometrovych struktur

Stemberk Pavel LPC, kédovani feci narusené nekoherentnimi $umy jedouciho automobilu
Svarc Pavel Analyzator FFT se signalovym procesorem TMS 320 C54x

Svorc Jindfich  Viysokorychlostni paralelni datové komunikace mezi ¢ipy

Svréek Jiti Komprese hlasovych signald

Tajtl Josef Navrh a konstrukce zalozniho spinaného zdroje

Zeipl Radek Moznosti nanomodifikace Bi2Te3 nanovrstev pomoci STM
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Koutensky Pavel Prenosny svareci agregat s frekvenci ménice 200 kHz

Neubauer Ivo Laboratorni napajeci zdroj

Schindler Jaromir Navrh JPEG kodeku

Savrda Tomas Méni¢ DC/AC

Zvéfina Jakub  Vyzkum diel. planarnich optickych vinovodu pfipravenych s vyuzitim difuznich technik
Obor Elektronika 2004

Boufa Adam  Navrh elektronickych vyhodnocovacich obvodu k tlakovym cenzoriim
Busek Karel Vyzkum dielektrickych planéarnich vinovodi pro laserové aplikace

Cakl Jiri Planarni optické vinovody pro integrovanou optiku

Dolezal Tomas Navrh vyvojového modulu pro fizeni motor( s DSP

Drbal Ondfej  Méfeni zpozdéni mezi signdly EEG

Chromek Ondrej Hledani formantdl v fecovém signalu

Jakubec Martin UZiti datového prfenosu pres napajeci vedeni pro fizeni modelové Zeleznice
Jelinek Tomas Diferencidlni kepstralni detektor fecové aktivity

Jina Pavel Rizeni nabijeni jednotlivych ¢lanka v bloku akumulatoru

Kaska Radovan Navrh integrované senzorové jednotky pro méreni proudéni vzduchu
Kelbich Milan  Modelové zabezpeceni prostoru

Kohout Martin Zpracovani audio a video signall pomoci FPGA

Kselik Milan Integrované funkéni bloky pro obvody v proudovém modu

Mazanec TomasLNS implementace kompenzace echa pro FPGA

Olexa Michal  Redukce SumQ v feci

Riha Pavel Navrh periferii pro fizeni motor( s DSP 56F805

Suchanek Pavel Senzorovy systém pro méreni tlaku, teploty a rychlosti proudéni vétru
Spacek Tomas Vyvoj holteru krevniho tlaku

Svréek Miroslav Aktivni optické kanalkové vinovody ve sklenénych podlozkach
Trebicky Tomas Simulace transportu v kvantovych strukturach

Valonsky Martin Generator tvarovych kmit s mikroprocesorem DSP56800
Verner Jiti Hudebni syntezator s DSP56800
Vojacek Antonin Kalmanova filtrace pro zvyraznéni feci

Vondrasek Martin ~ Odhad SNR fecového signalu snimaného v hlu¢ném prostredi
Zejbrdlich Jiti  Analyza EEG pro posouzeni mozZnosti klasifikace podnét
Zlatnik Petr Wienerova filtrace pro zvyraznéni feci

Obor Elektronika 2005

Bortel Radoslav Odhad koherence mezi EMG a EEG

Dasek Jiti NF zesilovace vykonu

Dolivka Lukds Méreni a simulace obvodU se spinanymi kapacitory

Chaloupka Zdenék  Analyza poruch fe¢i metodami parametrizace a segmentace
Karmazin Roman Implementace zvukovych filtri na DSP56800

Kobliha Ondrej Internetova aplikace pro podporu vyuky elektrickych filtrd a elektronickych obvodi
Konopka OndrejStudie vlivu separace EEG signall na klasifikaci pohybt

Krejsa Jan Implementace bezdratové komunikace mikroprocesort v pasmu 2. 4GHz
Kroutil Jifi Elektronické zabezpeceni domu s vyuzitim GSM

Machovsky Tomas  Detektory fecové aktivity v redlnych systémech s hlasovym vstupem
Matéjka MiloS VyuZiti sité GSM pro elektronické zabezpeceni osobniho automobilu
Ruckay Lukd$  Implementace IIR filtru - bikvadratické sekce - na FPGA

Skiba Michal  Elektronicky vyskomér a barometr s autokalibraci

Teply Tomas  Bezkontaktni identifikacni pristupovy systém se vzdalenou administraci
Struhovsky Petr Budi¢ strunovych tenzometrickych snimacu

Taraba Martin Metody automatizovaného fonetického labelovani fecové databaze
Tusek Jan Termostat s Peltierovym ¢lankem

Typl Pavel Zpracovani videosignalu s pomoci FPGA

Vitek Tomas  Model zabezpeceni malého objektu
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Obor Elektronika 2006

Albert Martin  Charakterograf pro méreni VA charakteristik pro vyuku

Bartd Marek  Analyza moznosti implementace Kohonenovych map

BroZovsky Vaclav Funk¢ni bloky pro obvody SI

Cerny Zdenék Méfeni teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s prenosem dat pres internet
Fojtd Tomas  Vyvoj prostredi pro klasifikaci dat pomoci neuronovych sit

Fryd Karel Elektronicky vySkomér a barometr s vyuzitim GSM pro kalibraci

Hradecky David Vstup a vystup videosignalu pro signalovy procesor

Kecka Miroslav Internetova aplikace pro podporu vyuky elektrickych obvodu

Kolar Martin  Analyza redlnych spinanych obvodl v programu MAPLE

Novak Lukas  Spektrdlni analyzator na DSP

Podzemny Martin Linearni nasobi¢ kapacity s vyuZzitim netradicnich prvkd v proudovém madu
Pokorny Martin Regulace teploty s mikrokontrolérem fady HCO8

Pospisil Martin Banky filtrl pro zpracovani signald

Rajnoha Josef Rozpozndvani feciv realnych podminkach na platformé standardniho PC
Rohrbacher Tom. Vicenasobny prepinac vstupt

Rehak Martin  Datalogger se zapisem na CF kartu

Sedlar Jan Transkonduktanéni zesilovac s fiditelnou strmosti

Seliger Petr Optickd prenosova linka pro 1Gb Ethernet

Soukal Viktor  Studium synchronnich a asynchronnich komunikacnich protokolt

Srb Pavel Elektromagneticka kompatibilita na plosnych spojich

Suchomel Zdenék  Analyza analogovych filtrli v programu Maple a v programu WinSpice
Tvaroha Tomas Univerzalni pocitacova karta pro sbér dat

Vrchota Pavel Identifikace osob pomoci EEG signalu

Vyskocil Jan Aktivni syntéza prickové struktury filtru pomoci Brutonovy transformace
Zetocha Petr  Aplikace Kohonenovych map pfi analyze détské reci

Obor Elektronika 2007

Barri Dalibor  N&vrh a optimalizace filtru OTA-C pomoci evolucnich algoritma

Berdnek Jan Filtry Si na bazi digitdlnich kanonickych struktur

Bily Petr Analysis of Voice Activity Detector and Speech Enhancer Implementation on FPGA
Brom Petr Poloautomaticky ohybacka plast(

Curda Jan Autonulovaci operaéni zesilovag

Dolezal Vaclav Radiovy pfijimac pro DRM

Hlavac¢ Ondfej Konstrukce zafizeni pro méreni optického Utlumu planérnich vinovodad

Hugec Stanislav Vykonovy audiozesilovac ve tfidé D-pfipravek pro demonstraci a simulaci funkce
Kubat Miloslav A/D pfevodnik s dvojitou integraci

Matys Jan Filtry SI na bazi struktur s integratory

Oberreiter Petr Inteligentni termostat s bezdratovou komunikaci se senzory

Skalsky Milo§  ESD ochrany v integrovanych obvodech

Sko¢ny Martin Prenosny svareci agregat moderni koncepce s frekvenci ménic¢e 100 kHz az 200 kHz
Stary Richard  Aktivni filtr na bazi vinové reprezentace

Simanek Zdenék Inteligentni spinany zdroj

Vagner Petr Aut. syst. pro management kapal. vzork( v optickych senzorech s povrchovymi plasnomy
Vrana Leo$ Testovani tranzistoru Cool MOS

Zralikova Vlad. Porovnani fecovych strategii pro kochlearni implantaty Nucleus 24

Baloun Jifi Méreni fyzikalnich veli¢in s bezdratovou komunikaci s WWW rozhranim

Cerny Toma$  Ladici pfipravek pro procesory fady Hitachi SH3

Chladek Martin Navrh elektronickych obvodd na bazi evolucnich algoritmd

Janoska Zdenko Zatizeni pro sledovani vozidel pomoci GPS

Jebas Martin  Funkéni generator s ¢itacem

Kaspar Jifi Pfenos senzorovych dat s vyuZitim protokolu ZigBee
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Mésicek Vladimir Meéfici a nabijeci stanice

Mikeska Zdenék Analyza moznosti pouZziti algoritmu Fast-ICA pro separaci feci v automobilu
Metter Josef ~ Méreni rozloZeni optického zareni v kanalkovych optickych vinovodech
Myslik Martin -~ Méreni optickych vlastnosti polymernich vrstev

Stanislav Libor Elektronicky variometr

Taragel Roman Vzdalené bezdratové monitorovani ¢innosti plynového koltle

Vala Josef Méfeni parametr( vykonovych tranzistorli IGBT

Obor Elektronika 2008

Bartuska Lubomir  Jazykové modelovani v Uloze rozpoznavani spojité feci s velkym slovnikem
Buryanec Jifi  Navrh integrovaného rychlého operacéniho zesilovace v technologii CMOS
Cernovsky Jiti  Rizeni mé¥eni rychlych proces

Hnyk Ondrej  Bezdratovy prenosovy systém pro sbér fyziologickych dat

Jansky Ondfej Senzory pro monitorovani Zivotniho prostredi

Kafka Vladimir Rekonfigurovatelny systém pro zpracovani audiosignalu na bazi FPGA

Kramara Petr  Zesilovac na bazi technologie "Pure Path"

Krejc¢i Robert  Moznost prenosu MIDI protokolu pres standardni rozhrani

Krejza Ondfej Model inteligentniho zabezpeceni bytu

Kubis Josef Univerzalni datalogger s USB host rozhranim

Laznicka Jan ~ Ndvrh bandgapové napétové reference uZivané v integrovanych obvodech
Matéjka Oldrich Systém pro vyhodnoceni zavodu na kratkou vzdalenost

Munzberger Mich.  Navrh integrovaného zesilovaciho stupné s maximalnim ziskem v technologii CMQOS
Nekvapil Jan  Rychly A/D pfevodnik

Ondra Radek  Zobrazovaci jednotka pro méreni doby zavérného zotaveni

Pokorny Petr  Vykonovy zesilovac pro subwoofer

Shrbeny Josef  Navrh proudové reference uzivané v integrovanych obvodech

Talif Vladimir  Ultrazvukovy anemometr

Valenta Milan  Funk¢ni bloky v proudovém médu

Bofil Tomas Analyza spontanniho EEG

Flegr Miroslav  Autosynchronni budi¢ strunovych tenzometrickych snimacd

Fuchs Josef Pfipravek pro srovnani vlastnosti DC/CD ménice s SCR, BJT, IGBT, MOSFET, GTO
Henkl Frantisek Optoelektronicky ptijimac s modulem Plessey

Hovanec Michal Optimalizace navrhu s vyuZitim stochastickych algoritmad

Janousek Michal Studium struktur pro spintroniku
Jelinek Michal Optické planarni a objemové vinovody
Matas Petr Opt. dyn. rozsahu transkonduktoru ur¢eného pro smésov. typu ctyrkvadr. nasobicka Pospisilik

Martin Modul pro datovou komunikace s telekomunika¢nimi zafizenimi

Sedlacek Pavel Senzor vysky s vyuzitim principu GPS

Scheirich Jan  Navrh vyhodnoceni elektronickych obvodU pro malopixelové detektory DEPFET

Sova Roman  Funk¢ni laboratorni generator fiditelny PC

Stoklasa Vit Ridici jednotka pro vytapéni budov

Sebesta Vaclav Vykonovy digitalni zesilova¢

Simacek David Navrh a optimalizace komunikaéniho softwaru pro automobilovy Load Dump generator
Skodacek Martin Akusticky detektor

Slechta Ondfej Demonstraéni el. stavebnice Fizeni SS a stiid. motork( s tranz. MOSFE, IGB a tyristory
Sobaf Zbynék Simulace transportu v nanometrovych strukturach

Vagner IvoFiltry s trankonduktancnimi zesilovaci

Vania Michal  Rizeni stejnosmérného motorku

Zidek Jan Implementace DTMF dekodéru pomoci Goertzelova algoritmu na FPGA

Bakalafi katedry mikroelektroniky

Obor: Elektronika a sdélovaci technika 1996
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Burcik Jaroslav Navrh opt. soustavy zafizeni pro méreni kanalkovych vinovod( metodou maticové optiky
Cmiral Jindfich Méreni vlastnosti plosnych spojli

Dedich Jan Integrovany D/A a A/D pievodnik

Dodek Josef Interface pro méreni analog. signdal( multisenzorovych syst. a jejich vyhodnocovani na PC
Gebelt Jiti Mikroprocesorem tizeny hlubokomrazici box

Hailichova Hana Dynamicka kalibrace pro senzorovy systém

HilSer Filip Navrh automatické nabijecky NiCd akumulatord

Hulka Frantisek Grafické vyhodnocovaniinformace z analogové senzorové matice na PC

Jezek Jan Integrovany monitorovaci elektromér 1

Jirout Ales Stejnosmérna analyza invertoru CMOS a bipolarniho invertoru

Karda Ales Mikroprocesorovy systém pro fizeni teploty

Knapovsky Pavel Integrovany monitorovaci elektromér 4

Kuchta Tomas Universalni programator logickych obvodd lattice isp LSI

Novak Jan Méni¢ DC/DC pro napajeni kapacitnich snimacd

Rejchrt Pavel  Elektronicky kompas s Hallovou sondou

Socha Frantisek Integrovany monitorovaci elektromér 3

Somsedik Milan Integrovany monitorovaci elektromér 2

Smitmajer Zdenék  Napajeci zdroj = 12V/10W-50W

Obor: Elektronika a sdélovaci technika 1997

Leeb Martin Maly svareci agregat
Trtik Rostislav  Ménic¢ 12V=/ 230V stf. 50Hz (sinusovy pribéh), 10-50W

Obor: Elektronika a sdélovaci technika 1998

Fitz Eduard Rizeni asynchronniho motorku s vyuZitim tranzistord IGBT

Holik Pavel Smis. nap. zdr. pro nabij. NiCd aku. ze sit. nap. 220 V a start. aku. 12V
Kassaye KetemaSitovy adapter pro napajeni méfice UV zafeni

Mikula Tomas CCD kamera pro astronomické tcely

Montag Richard Méni¢ 12 V=/ 230V stf. 50Hz (sin. priibéh), 10-50W se zpétnou vazbou
Novak Tomds Vyhodnocovaci a fidici jednotka ,,inteligentniho” méfrice UV zareni
Petran Stanislav Detektor zareni v pasmu UVA, UVB, UVC

Sedmidubsky P. Senzor UV zareni

Suchomel Zdenék  Model intensity slunecniho zareni dopadajiciho na zemsky povrch

Vana Tomas  Zdroj-ménic napéti palubni sité aut. na stab. ss napéti nastavitelné v rozsahu 12V -20 V.
Obor: Elektronika a sdélovaci technika 2003

Cervenka Pavel Optické vinovody pro integrovanou optiku

Dasek Jifi Navrh a realizace predzesilovace pro kapacitni senzor tlaku

Votava RadovanPlanarni optické vinovody pro komunikaéni a senzorovou techniku

Soukal Viktor  Realizace disketového radice pro DSP 56 800

Obor: Elektronika a sdélovaci technika 2005

Stanislav Libor Navrh jednoduchého variometru
Vala Josef DC-DC zvysujici méni¢ z12 V na 19 V pro odbér 3,9 A notebooku v automobilu

Obor: Elektronika a sdélovaci technika 2006
Cernovsky Jiti  Vyvojové deska s procesorem ATMEGA
FGsek Petr Navrh inteligentniho domu

Pokorny Petr  Zdroj pro elektrolytické pokoveni a Cisténi kovl
Cerny Tomas  Méni¢ pro nizka vstupni napéti
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Myslik Martin  Pfiprava polymernich vrstev pro integrovanou optiku a studium jejich vlastnosti
Janousek Michal Termostat s Peltierovymi ¢lanky

Boukal Petr Elektronicka zatez s charakteristikou konstantniho odporu a proudu

Hovorka Jan Ptipravky pro mér. charakt. tranz. a diod zobrazovanych na osc. a vyhodnocovanych PC
Hlbner Pavel VyuZiti bezdratového komunikacniho standardu Zig Bee v projektu inteligentniho domu
Kratochvil Jifi ~ VyufZiti internetu pro méreni fyzikalnich velicin

Lorenz Jan Protikapsarsky alarm

Matas Petr Regulacéni a Fidici systém pro inteligentni dim

Scheirich Jan  Navrh fidici jednotky pro hlidani parametr( svareciho agregdtu pomoci procesoru
Vana Michal Projekt inteligentniho fidiciho a regulac¢niho systému ovladani teploty domu

Vesely Tomas Projekt inteligentniho fidiciho a regulac¢niho systému ovladani teploty domu

Obor: Elektronika a sdélovaci technika 2007

Adamec Michal Inteligentni senzorova sit

Barda Lukas Systém sbéru a zpracovani senzorovych dat pro inteligentni dim
Blecha Jifi Tester solenoidovych vstfikovacich ventilli Common Rail

Burian Luka$  Nabijecka NiMH ¢lank( se zamezenim prebijeni pro zvy$eni Zivotnosti ¢lankd
Csik Ondrej Laboratorni zdroj pro elektrolytické pokoveni a ¢isténi povrchu kov
Dmitrenko Jurij Pfenos senzorovych signall po internetu

Filingerova M. Pfiprava a méreni optickych vlastnosti sklenénych vinovodu
Galbavy Alexandr Modelovani vlastnosti fotodetektoru na bazi AlGaN

Hampl Petr Meéreni charakteristik pyrodetektoru v oblasti spektra UV zareni
Harvan Ondfej UV detektor na bazi organickych sloucenin

Havranek Miroslav  Konstrukce mionového detektoru

Havel Viktor Mixazni pult

Heger Michal  Vyvojova deska s procesorem MICROCHIP

Hladilek David Navrh systému pro bezdratovy prenos senzorovych dat

Holoubek Michal Rezonancni spinané zdroje

Hordcek Jan Zesilovac s proménnym zesilenim

Janik Jan Ridici a vyhodnocovaci jednotka métice UV zafeni
Johan Jan Rizeni stejnosmérného motorku

Kuéera Martin Hlidani pohybu ditéte v uzavieném prostoru

Malou$ek Roman Simulace ESD ochrany

Muller Filip Optoelektronicky pfijimac pro telekomunikace

Stosek Pavel  E-learning v elektronice

Stépan Lukds  Rizeni otacek stejnosmérného motorku

Turon Vaclav ~ Senzor pfiblizeni

Vonka Petr Nastavitelny spinany zdroj proudu s minimalizaci ztrat na reguldtoru proudu

Obor: Elektronika a sdélovaci technika 2008

Bldha Martin  Kytarovy multiefekt

Blaha Pavel Inteligentni dim - systémy pro teplotni regulaci

Cakan Ondiej  Navrh spinace s obvodem redlného ¢asu

Farsky Ludék Inteligentni osvétleni rodinného domu

Formdnek Jan Infralervené dalkové ovladani s moznosti ¢asového nastaveni funkci
Georgiev Daniel Perspektivni napajeci zdroje v elektronice

Hala Daniel Moderni principy fizeni tepelné pohody v inteligentnim domé
Harwot Ondfej Teplotni komora s Peltierovymi ¢lanky

Hitschfeld Jiti  Studium D-Difuzni reakce

Host Michal Galvanicky oddéleny AD-DA prevodnik

Javorsky Ondrej Pripravek pro méreni tepelné kapacity chladi¢e

Kofinek Jan Z-pincové vyboje a jejich diagnostika

Locarek Karel ~ Mikroprocesorova vyvojova deska s akumuldtorovym napajenim
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Machart Tomas Maticovy transformator pro elektrolyzér

Malek Petr Zdroj VN pro stud. sil pGsobicich na nab. pfedméty v zemském el. poli
Maly Vladimir Zdroje pro periferni zafizeni PC
Masek Petr Teplotni senzor s bezdratovym prenosem dat

Mojzis Jaroslav Zvukovy alarm

Novak Tomdas Bezdratovy prenos dat z teplotniho senzoru

Pluhat Jan Inteligentni instalace INELS se zaméfenim na zabezpecdovaci systémy
Riha Ladislav  Zdroje energetickiych &astic pro jadernou energetiku

Skoch Jan Navrh méficich piipravkd s tranzistory

Tic Tomas Kremikové souradnicové detektory v experimentalni fyzice ¢astic
Valek Martin ~ Bezkontaktni méfeni teploty

Vonavka Petr Demonstracni pfipravek s krokovym motorkem fizeny procesorem
Zahradil Martin Spinané zdroje

Zastéra Jan Bezdratovy prenos informaci

Zizka Jan Termoclanek jako zdroj elektrické energie
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Pfiloha | : Laboratofe katedry 80. a 90. let

Implantace na implantatoru SCI-18 SCANIBAL (M. Pisna, T. Vrba)
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Pracovisté Edaxu na katedre elektrotechnologie, doc. Petr a laborantka Jarmila Vavrova (soucast realizacniho
projektu mikroelektroniky)

Expozic¢ni zafizeni fotolitografie
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Laboratof diagnostiky, méfeni kontaminace kiemiku pfechodovymi kovy — aparatura proudové DLTS
(doc. P. Hazdra)
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Pracovisté pro automatizované méreni intenzity infraCerveného rekombinacniho zafeni z kfemikovych
vykonovych struktur ve statickém reZimu pomoci vidikonu.

Pracovisté pro méreni intenzity infracerveného rekombinacniho zareni z kfemikovych vykonovych struktur v
dynamickém reZzimu pomoci fotonasobice chlazeného dusikem.
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BLOK 1 unis e L —

Vypocetni stredisko — stolni poéitace HP-35, HP-45 (vpravo) a terminaly interaktivniho grafického
systému 1GS4500.

Interaktivni graficky systém IGS4500 - minipocita¢ ADT4500
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Ministerska navstéva (Kotek — dékan FEL, Cisaf — naméstek ministra $kolstvi vlevo)
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Priloha Il : Fotografie ze setkani kateder

Prenet 1983

RNDr. V. Rybka (pracovisté iontové implantace
katedry mikroelektroniky) prednasi referat na
téma "Implantace rumu do piva". Sedici zleva:
Ing. V. Sloup, doc. Ing. K. Vavfina, CSc. a technik
M. Hornik

Prenet 1983

RNDr. J. Homola, CSc. (CKD Polovodice
Praha) mél v roce 1983 na Prenetu na
setkani kateder referdt na téma
"Biotyristory a  mezibiotyristorové
vztahy pocatkem kvétna". Prekvapil
exaktnim referdtem na pomérné
neexaktni téma.

Prenet 1983
Doc. J. Foit, CSc. seznamil na témiZe setkani
pracovniky katedry a hosty s

narodohospodaiskym referdatem "Pokles ceny
elektronickych soucastek jako pfimy dusledek
rGstu cen alkoholu a naopak". Vlevo Ing. L.
Jirdsek, CSc. obsluhuje promitaci techniku a
vpravo RNDr. J. May (je$té jako pracovnik CKD
Polovodice) je zjevné s Urovni referatu spokojen.
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Prenet 1983

Doc. Ing. K. Vavtina, CSc.

(fyzikdlni skupina na katedre
mikroelektroniky Praha) prednesl
vysledky své experimentalni prace
"Koncentracni profil alkoholu v
krvi a jeho nasledky".

Turecka — Salasky 1999
(16 setkani kateder
mikroelektroniky)

Prenet 1983

V rohu sleduje predndsky zleva
Ing. Proke$ (CKD Polovodice
Praha), Ing. J. Samek, CSc., ddle
do prava prof. Ing. O. Valcik,
CSc., budouci profesor Ing. M.
Husak, CSc. a opét vyrazny a
presvédcivy RNDr V. Rybka a Ing.
Zeman.




2001 - Trnavka Zeliv
(17. setkani kateder mikroelektroniky)

2004 - Roznov p Radhostém
(18. setkani kateder
mikroelektroniky)

2006 - Mala Lucivna
(19. setkani kateder mikroelektroniky)
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Priloha Ill : Fotografie soucasnych laboratofi z roku 2008

New

Pracovisté pro méfeni blokovacich V-A charakteristik vykonovych polovodi¢ovych struktur v napétovém rozsahu
do 5 kV a pfi teplotach do 150 °C.

Pracovisté pro charakterizaci propustnych V-A charakteristik vykonovych polovodicovych struktur v rozsahu
proudd do 4 kA a pfi pfi teplotach do 150 °C.
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Méreni magnetoelektrickych vlastnosti spintronickych nanostruktur pti nizkych teplotach. 2D struktury na bazi
GaMnAs jsou vytvoreny technikou MBE a déle tvarovany AFM nanolitografii.
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Pracovisté 1: Mikrovinnych optoelektronickych méreni
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Méreni modulaéni charakteristiky optoelektronického pfijimace.

Pracovisté 2: Méfeni optickych vlastnosti planarnich vinovodd

Méreni optického utlumu planarnich vinovodi tfihranolovou metodou

186



Pracovisté 4: Méfeni a realizace hybridnich optoelektronickych obvodu

Navazani optického signalu z optického vldkna do kanalkového vinovodu.

Pracovisté 4: Mikrovinnych optoelektronickych méreni

Charakterizace Cipu pro méreni EMC — Laboratof Centrum mikrosystém( CEMIS.
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Pracovisté s optickym mikroskopem pro charakterizaci 10 a MEMS struktur Laborator Centrum
mikrosystému CEMIS.

Simulace polovodicovych struktur na pracovnich stanicich Sun (TCAD simulator ATLAS firmy SILVACO
Inc.).

188



Pfiloha IV : Pracovnici a doktorandi katedry v roce 2008
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Clenové skupiny Polovodicova elektronika v roce 2008 (zleva doc. Ing. P. Hazdra, CSc. — vedouci, prof. Ing. J.
Vobecky, DrSc., doc. RNDr. J. Voves, CSc., ing. Z. Soban, ing. M. Janousek, ing. V. Zahlava, CSc. , Mgr. V.
Komarnickij, PhD.).

Clenové skupiny optoelektronika v roce 2008 z leva Ing. Vaclav Prajzler PhD., Ing. Vitézslav Jefabek CSc., Doc. Ing.
Zdenék Burian CSc., Ing. Julio Armas Arciniega.
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Clenové skupiny Mikrosystémy a integrované obvody v roce 2008 (zleva nahote Ing. A. Laposa, Ing. T. Vitek, Ing.
P. Kulha, Ing. T. Teply, Ing. J. Janicek, doc. J. Foit, Ing. M. Kubaf, prof. M. Husak — vedouci, Ing. A. Boura, Ing. J.
Jakovenko, Ing. R. Taragel, Ing. A. Krejcifik, zleva dole: Ing. L. Jirasek, Ing. J. Baloun, Ing. J. Novak, Ing. J. Scheirich).

Technici a sekretariat katedry, zleva Lubomir Kafka, Renata Burianova a Miroslav Hornik.
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